NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 60748-2
STAN DAR D Deuxiéme édition

Second edition
1997-12

Dispositifs & semiconducteurs —
Circuits intégrés —

Partie 2:
Circuits intégres numeériques

Semiconductor devices —
Integrated circuits —

Part 2:
Digital integrated circuits

Numéro de référence
Reference number
CEIl/IEC 60748-2:1997



https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

Numéros des publications

Depuis le ler janvier 1997, les publications de la CEl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEIl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiguent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication
incorporating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validité fe la présente publication

Le contenju technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état
actuel de |a technique.

Des renseignements relatifs a la date de
reconfirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de la CEI.

Les rense|gnements relatifs a ces révisions, a |'établis-
sement dps éditions révisées et aux amendements
peuvent é{re obtenus auprés des Comités nationaux de
la CEI et dans les documents ci-dessous:

* Bul|letin de la CEI

¢ Anjpuaire de la CEI
AcEes en ligne*

* Catalogue des publications de la CEl
Puplié annuellement et mis a jour régulierement
(Agcés en ligne)*

Terminojogie, symboles graphiques
et littérapx

En ce quilconcerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera a la CEIl 60050: Vocabulaire Electro-
techniquellnternational (VEI).

Pour les $ymboles graphiqués;-les symboles littéraux
et les sigrjes d'usage généralapprouvés par la CEl, le
lecteur consultera la CEIN60027: Symboles littéraux a
utiliser en électrotechaique, la CEl 60417: Symboles
graphiquep utilisables)sur le matériel. Index, relevé et
compilation des._feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles|graphiques pour schémas.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is fept under
constant review by the IEC, ‘thus ensuring that the
content reflects current technology.

Information relating to the.date of the reconfirmation of
the publication is available in the IEC catalodue.

Information on ¢he,revision work, the issue pf revised
editions and r/amendments may be obtaijhed from
IEC National Committees and from the | following
IEC sources:

« {EC Bulletin

¢" |EC Yearbook
On-line access*

¢ Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line access)*

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are rdferred to
IEC 60050: International Electrotechnical \focabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols pnd signs
approved by the IEC for general use, repders are
referred to publications IEC 60027: Letter dymbols to
be used in electrical technology, |IEC 60417:| Graphical
symbols for use on equipment. Index, sdrvey and

compilation of the single sheets and |EC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

Publications de la CEI établies par
le méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant
a la fin de cette publication, qui énumerent les
publications de la CEIl préparées par le comité
d'études qui a établi la présente publication.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of
this publication which list the IEC publications issued
by the technical committee which has prepared the
present publication.

* See web site address on title page.


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 60/748-2
STAN DAR D Deuxiemme édition

Second edition
1997-12

Dispositifs & semiconducteurs —
Circuits intégrés —

Partie 2:
Circuits intégres numeériques

Semiconductor devices —
Integrated circuits —

Part 2:
Digital integrated circuits

[1IEC 1997 Droits de reproduction réservés [1 Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni No part of this publication may be reproduced or utilized in
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun any form or by any means, electronic or mechanical,

procédé, électronique ou mécanique, y compris la photo- including photocopying and microfilm, without permission in
copie et les microfilms, sans I'accord écrit de I'éditeur. writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site http: //www.iec.ch

Commission Electrotechnique Internationale CODE PRIX XH
International Electrotechnical Commission PRICE CODE

MemayHapoaHan 3nekrpotexHuueckaa Homuceua ) i )
Pour prix, voir catalogue en vigueur

[ J For price, see current catalogue



https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

-2- 60748-2 © CEI:1997

SOMMAIRE
Pages
F NV I 2 L@ ] = @ 1 16
Articles
CHAPITRE |: GENERALITES
Domaine d’apPliCatiON ... ....ieu i e 18
REFEIENCES NOIMALIVES ...ttt it e e et et e et e et e et e et e et e eanes 18
CHAPITRE Il: TERMINOLOGIE ET SYMBOLES LITTERAUX
1 Terminologie pour les circuits intégrés combinatoires et séquentiels ............N7..... ... 20
L[ Termes gENETAUX ..ocuieuiiiieiiieiiie et e e e e e et s e e sy e € aae e ... 20
1.2] Termesrelatifs alafonction........c.cooeviiiiiiiiiii A S ... 20
1.3] TYPES d€ CIrCUILS iuuieniiiiiiii e (i e e . 26
1.4 Termes relatifs aux valeurs limites et aux caractéristiques J.........ccooevvvvvnnennn. e 32
1.5] Conceptde verrouillage .......cooooveiiiiiiiiiiiii e N ... 36
2 EXEMPIES e T e ... 36
3  Terminologie pour les mémoires a circuit iINtégré..... .0 i .... 66
31| TErmMES GENETAUX ovvuiiiniiiieieeiee e a s et ettt et et ettt e e e e e eanes .... 66
3.2| Termes généraux relatifs a la fonction et*a-’'organisation d’'une mémoire......|.... 68
3.3] Types de MEMOITES ..oouuiiriiiieiiee e N e e .. 10
3.4 Termes relatifs aux valeurs limitestet aux caractéristiques ............c.cceeeveennenn. veen 74
3.5| Formes d’onde typiques pour lessmémoires a écriture-lecture
a fonCtioNNEMENt STAtIQUE ... i e ... 16
3.6] Termes et descriptions poeur les configurations de test pour I'essai
(o L= 0 Y=t o ([0 = .... 86
4  Terminologie pour les microprocesseurs a circuit intégré ..........cooceviiiiiiineieennnnnnn. ... 98
5 Terminologie pour lesidispositifs a transfert de charge...........ccoooiiiiiiinn, ... 98
6  Symboles littéraux'pour circuits combinatoires et séquentiels..........cccccovveviiiineann.n. .... 106
7  Symboles littéraux ‘pour les parameétres dynamiques des circuits intégrés séquentigls,
Y COMPIIS AESIMEMOIIES ..ttt et eans .... 106
8 Termes et-définitions supplémentaires pour les circuits intégrés numériques.......... ... 132
9 . 132
SECTION UN — GENERALITES SUR LES CIRCUITS INTEGRES NUMERIQUES
1 Identification et desCription dU CIFCUIL .........oiuiiiii e e e 134
1.1 DESIGNAtiON B tYPE oo e et 134
2 I Yo o1 o] o o = 134
1.3 Identification du DOTHEr ... 134
2 Spécifications fONCHONNEIIES ... ... e 134
2.1 SChEMA SYNOPLIGUE ..oeniiniieiie et ettt ettt e e eees 134
2.2 Description fONCONNEIlE ... ... 136

2.3 SUHUCIUIES COMPIEXES ..uiitiit ittt ees 136


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

60748-2 © IEC:1997 -3-

CONTENTS
Page
FOREWORD ..ottt ettt et et e et et e et e et e et e et e et e e e e e et e e et ae et ne et n e et ne et aeenee 17
Clause
CHAPTER I: GENERAL
S Yo o] o L PP PRTPPR 19
P22 1] 4 = LA 2= =Y 1= =T g o = 19
CHAPTER Il: TERMINOLOGY AND LETTER SYMBOLS
1 Terminology for combinatorial and sequential integrated circuits..................I\.%..... e 21
I I €T 1= = L (=Y 0 0~ U e 21
1.2] Terms related to fUNCLIONS .....oouiiiii A DR e e 21
L1.3[ TYPeS Of CIFCUILS v R et e 27
1.4] Terms related to ratings and characteristicS...........cccoco . L, ... 33
1.5[ Latch-Up CONCEPL...civiiiiiiiiiieie e O e 37
2 EXGMPIES oo .. 37
3 Terminology for integrated circuit memories ...l i ... 67
L] GENEraAl LEIMS. e e e e 67
3.2| General terms relating to memory function.and organization.......................... ... 69
3.3 TYpes Of MEMOKIES ..o e 71
3.4] Terms related to ratings and characteristiCS.........oovviiiiiiiiiiii ... 15
3.5 Typical waveforms for static read/write Memories ..........ccoeevviviiiiieiiicenen. v T7
3.6] Terms and descriptions for,test patterns for memory testing.......................... ... 87
4  Terminology for integrated CirCUIEMICIOPIrOCESSOIS .uiuuiniiiiiieiieii e ee e ee e eaeeens e 99
5 Terminology for charge-transfer deViCes .......coviiiiiiiii e 99
6 Letter symbols for combinatorial and sequential Circuits ............cocoeeveiiiiiiiiiiinenn, .... 107
7 Letter symbols for thedynamic parameters of sequential integrated circuits, includihg
MEIMOTIES ..o et ... 107
8 Additional terms-and definitions for digital integrated Circuits ..............cccoccovvvviennnen. ... 133
9 Clapsificationyof programmable logic devices (PLDS)......ccoocviiiiiiiiiiiiiieiieeeeeeen ... 133
CHAPTER Illl: ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS
SECTION ONE — DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS, GENERAL
1  Circuit identification and deSCrPLION ..........oiuiiiii e 135
1.1 DesSignation @nd tYPe ....cu i 135
1.2 TECRNOIOQY ... i 135
1.3  Package identifiCation . ......cc.i i 135
2 FUuNnctional SPECITICALIONS .. ... 135
22 T = 1o Yo Qo = Yo | =Y o 135
2.2 FUNCtional deSCHIPLION ....iti e et 137

A T ©0 T 4 o] 1= > q ] £ U o (] == 137


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

10
11
12
13

14

-4 - 60748-2 © CEI:1997

RV Y =T U ST V10 L=
3.1  Tensions et COUrantS CONTINUS. .. ...t eae e
3.2 Tensions et courants NON CONEINUS .. ...ieuiieiiie e e e e e e ees
I T =T o 0] o 1] = AU -
3.4  Aptitude & SUPPOILEr UN COUM-CIFCUIT ... iuuiiitiiit i

Conditions de fonctionnement recommandées (dans la gamme des températures

de fonctionNeMENt SPECITIEE) ..uu it
Caractéristiques électriques statiques pour les circuits intégrés bipolaires...................
5.1 Caractéristiques essentielles en tension des signaux numériques ..........c...........
5.2 _Tension d’écrétage d’'entrée (S'ily alieU) ..o.vveeiieniieniiiiiiiiiiiieeieiiieeeieeieeeeenn
5.3| Caractéristiques essentielles des courants d’entrée et de sortie..............,..0\.
5.4 Conditions appliqUEEs POUT 1€ PIr€ CAS ......ceviiviiieieiii e S
5.5| Caractéristiques du phénoméne de verrouillage .........ccoccoeevvevvven Qi
Carjactéristiques électriques statiques et quasi statiques pour les circuits integrés MOSJ....
6.1| Caractéristiques essentielles en tension des signaux NUMErIQUEs .................
6.2| Caractéristiques essentielles des CoUrantS.........ccocviuiee s T iiniiie s
6.3| Caractéristiques du phénomeéne de verrouillage .........58 e oo
Caljactéristiques électriques dyNamiQUES ......cc.ueuneineinieee e e eeeeetreeeie e eneenaeenas
4% I 1 14 o Yo [ 1 1 o e
7.2 Temps caractérisant la réponse d'un circuit .84
7.3| Exigences sur les entrées pour assurer un‘fenctionnement séquentiel correct....
7.4 Impédances d’'entrée et de SOt ... s i
Puissance totale ou courants fournis par les'alimentations ............cccocoviiiiiieeneenn.
Courant total extrait des alimentations {fonctionnement dynamique).......................
Infgrmations sur les impulsions de.commande (S’ily alieu).......cooooiviiiiiiiiiininnnnnn.
REFISTANCE A'ISOIEMENT ...t e et e eane
Valpurs limites, caractéristigues mécaniques et autres données............ccooeeeveenneenn.
INfQrmMations SUPPIEMENTAITES ... ...iiiii e
13.l Facteur de Chafge de SOIIE ...c.uuiieiii e
13.2 Marges de protection contre les perturbations..........c.coocovviviiiiiii e,
13.8B Intercongexions de Circuits iNt€grés NUMETIQUES ......c.uuvviuueeeinneiiiieaeineeeainaens
Préicautions de manipulation ..........oiiiiiii e

ANNEXE A LA SECTION UN — Spécification des caractéristiques

SECTION DEUX — MEMOIRES A CIRCUIT INTEGRE

A. Mémoires a lecture-écriture a fonctionnement statique et a fonctionnement
dynamique et mémoires a lecture seule
Identification et description duU CIFCUIL .......iieii i e e eaeeas
Spécifications fONCHONNEIES .........uu i
2 R S Tl 1= 0 = W3 V4 Vo o1 £ o 10 =
2.2 Description fonCtionNNelle. . ...
RV 1T 0 T €= 411 =T

Conditions de fonctionnement recommandées (dans la gamme des températures
de fonctioNnnNemMEeNt SPECITIEE) ...iviiiiiii i

Caractéristiques électriques statiques pour les mémoires bipolaires............c...cccoeevvneee.
Caractéristiques électriques statiques pour les mémoires MOS .........occovviiiiiiiiiineieennns


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

60748-2 © IEC:1997 -5-

10
11
12
13

14

Ratings (lIMItiNG VAIUES) .. ... e
3.1 Continuous VOoItages and CUITENTS ... ...
3.2 Non-continuous voltages and CUMTENTS .......c.ieuiitiiiiii e
T B =T o] o =T = AU £ PP PR
3.4 Capability of sustaining a short CirCuit .............ccooiiiiiii e,
Recommended operating conditions (within the specified operating temperature range) ..
Static electrical characteristics for bipolar integrated circuits ............cccoceiiiiiiiiiienenns,
5.1 Essential characteristics of the digital voltage signals.............ccooooviiiiiinn,
5.2 Input clamping voltage (Where appropriate) .......ccceeveriiiiiiiiiiiiiiieeee e
5.3 Essentitat characteristics for-imputandoutput corrents
5.4 Applied conditions fOr WOrst Case ........coovviiiiiiiiiiii e O
5.5] Latch-up characteristiCS........ccviiuiiiiiiiic e N T
Stalic and quasi-static electrical characteristics for MOS integrated circuitsv..........}....
6.1| Essential characteristics of the digital voltage signals.............4 V& .
6.2| Essential characteristics for CUMeNtS...........ooouieiiiiiii e Gt
6.3| Latch-up characteristicS........ccovvvveiineiiiiiiiiiii fe
Dynamic electrical characteristiCs .......ccovviiiiiiii e N e,
4% I 1 14 o Yo [ 1 1 o S S 0
7.2 Times characterizing the response of the circuit. ). ..........coooviiiiiiins
7.3] Requirements at the inputs to ensure corregt sequential operation ................
7.4 Input and oUtpUL IMPEAANCES ......cvieie B e aeaes
Totpl power or currents provided from the SOPPlIES ......covviiiiiiiii
Totpl current drawn from the power supplies (dynamic operation)................ccceueennes
Command pulse information (where appropriate) .........occovveiiiiiniiniine e,
INSYIAtioN reSIStANCE .....cvee 5
Mec¢hanical ratings, characteristics and other data ..............ccoooiiiiiiiiiin .
Supplementary iNformation ..o . .. .
13.L Output loading Capability..........ocouiiiiiiii e
R 2 N Lo T Y T4 0 = 1o 1 S
13.B Interconnegtions of digital integrated CirCUitS............ccovveiiiiiiiiiiiiniceeeee,
[ F Ly o T g Yo o] €= - 1N o o
APPENDIX TO SECTION ONE — Specification of characteristics
SECTION TWO — INTEGRATED CIRCUIT MEMORIES
A. Static and dynamic read/write memories and read-only memories

Circuit identification and deSCriPliON ... ..ot e
Functional SPeCifiCaAtiONS ... ... e
2270 N =1 o Tod [qio [ = Vo | - Yo 1S
2.2 FUuNCtional deSCrIPLION ....iui et
Ratings (HMILING VAIUES) .. v e e e e eas
Recommended operating conditions (within the specified operating

LE g a] =T - = = U g T I PP
Static electrical characteristics for bipolar memories ...........ccooviiiiiiini e,
Static electrical characteristics for MOS MEMOFIES ......c.uviiiiiiiiiiiiiiiee e


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

10
11

12

10
11
12

13

-6 - 60748-2 © CEI:1997

Caractéristiques électriques dYNAMIQUES ........couuiiiiiiitiiie e eans 170
7.1 Temps caractérisant la réponse du CirCUIt .........ovviuiiiiiiiiiiie e 170
7.2 Exigences sur les entrées pour assurer un fonctionnement séquentiel correct.... 172
7.3  Capacités d'eNntrée et de SOMIB...iuuuiii it ees 180

Puissance ou courant fourni par chaque alimentation (cas du fonctionnement statique) 182
Puissance ou courant fourni par chaque alimentation (cas du fonctionnement dynamique). 182

Valeurs limites, caractéristigues mécaniques et autres donNées...........ccoveeveineiinnennnn. 182
INfOrmMations SUPPIEMENTAITES .. .. e e 182
11.1 Facteur de charge de SOMIE . ..o 182
11.2—Marges—deprotection-contre-lesperturbatiochrs ———rrer—y- - 182
11.B Interconnexions de Circuits Similaires........c.ccooeviiiiiiiii i GRS .... 182
11.4 Type de circuit de SOrtie......coevviiiiiiiiiiiec e B .... 182
11.b Interconnexions avec d'autres types de CirCUItS........ccoveeviviiiiiiiiic s ennennnens ... 182
Prélcautions de manipulation ...........cccoiiiiiiiii i A D e .... 182
B. Mémoires a lecture seule a contenu programmable par!'utilisateur

Ideptification et description du CirCUIt .........cocveeiiiinieii e AN .... 184
Spécifications fonctionnelles ... O .... 184
2.1 SChéma SYNOPLIGUE ...cvniinci e et e e e e e e e e e ... 184
2.2| ldentification des bornes.......cooviiiiiiiii e ¥ ... 184
2.3 Description fonCionnelle. ... ..o S .... 186
ValBUIS MILES ..o e e e ens .... 186
MOGIE B [ECTUIE ..o ettt e e .... 186
4.1 Conditions de fonctionnement reeommandées (dans la gamme

des températures de fonctionnement spécifi€e) ........ccoiviiiiiiiiiiiiii i .... 186
4.2] Caractéristiques électriques StatiQUES .......cc.iviviviiiiiiiee e .... 186
4.3] Caractéristiques électrigqUes dynamiqUeSs ........cccciviiiiiiiieiiieiineiiieeee e .... 188
A.4] EXIQENCES U& 1BIMPS Lo ittt ettt et e .... 188
Mogle de ProgrammMatiOn ... .. ..o e .... 188
5.1 Procédure dé Programmation ..........c..veeuueeuniiitiit et e .... 188
5.2| Conditionside programmation recommandées..........covveuniiniiiiiiieiieiieieaeannas .... 188
5.3] EXIQEMEES 08 1EMIPS .iiiiit it ettt ... 190
Mogle deffacement (si applicable) ......ccciiii i .... 190
6.1| .<Mémoires effacables électriquemMeNnt..........co.iiiiiiiiiiii e ... 190
6.2 MEMOITES ETTaCabIES Parl UMTaVIOIC ... i e e e e eserenrnrnensearnrnenrnsenrnenrnresnarneneenens 192
Nombre de cycles de programmation-effacement............ccooooiviiiiiiiiii 192
Informations concernant la rétention des donNNEEeS..........covviiiiiiiiii i 194

Puissance ou courant fourni par chaque alimentation (cas du fonctionnement statique) 194
Puissance ou courant fourni par chaque alimentation (cas du fonctionnement dynamique). 194

Valeurs limites et caractéristiques mécaniques et autres donNNEes............ccoeeevvvieeennnnnes 194
INfOrMations SUPPIEMENTAITES . ou.iui e e anas 194
12.1 Capacité de charge de SOMIE .....iiuuiiii i et aas 194
12.2 Marges de protection contre les perturbations électriques ..........cc.coeeviviveinennnn. 194
12.3 Interconnexions de Circuits SIMilaires ...... ... 194
12.4 Type de CirCUIL B SOMIE . ..t eas 196
12.5 Interconnexions a d'autres types de CirCUILS ........vevuuiiiniiiiieii e ee e 196

Précautions de Manipulation ........c...ooeiiiiii e e 196


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

60748-2 © IEC:1997 -7-

10
11

12

10
11
12

13

Dynamic electrical CharacCteriStiCS .......iuuiiuiiiii e 171
7.1 Times characterizing the response of the Circuit...........cooooiiiiiiiiiin i, 171
7.2 Requirements at the inputs to ensure correct sequential operation ..................... 173
7.3 Input and OUtPUL CAPACITANCES .. ...uiitiii it 181
Power or current drawn from each supply (static operation)..........ccccoeeiiiiiiiiiiienennn, 183
Power or current drawn from each supply (dynamic operation) .........ccooccoveiiiiiiniinennnn. 183
Mechanical ratings, characteristics and other data ..................cooviiiin 183
Supplementary iNfOrMation ........ ..o e 183
11.1 Output loading capability........cccoeiiiii 183
ll.pNosemargins ... 183
11.B Interconnections of similar UNitS............cooiiiiiiiiiniiee oGS .... 183
1148 Type of OULPUL CIFCUIL ..o.utiee e N T .... 183
11.p Interconnections to other types of CirCUits ........cocoevviiiiiiiiiiiiii e e, .... 183
Hamdling preCautions .......o.viiiiie e A W .... 183
B. Field-programmable read-only memories
Cirguit identification and description............ccocoiiviiiiiic Sl .... 185
Furfctional SPecCifiCatioNS ... ... e .... 185
2.1 BIOCK diagram. ... e e .... 185
2.2| Identification of terminals...........coovveiii o S ... 185
2.3 Functional desCriplion ... i e e e ... 187
Rafings (lIMiting vValues) ......cc.ovveiiiiiiiii e e ... 187
READ MOGE ... e ettt et e e e ... 187
4.1 Recommended operating conditions’(within the specified operating temperature range) 187
4.2| Static electrical CharacCteriStES ... ...cuuieiii e ... 187
4.3] Dynamic electrical charateriStiCs .......c..oviuiiiiiiiii e .... 189
v 1o o 1T Lo B =T [ 1T =T 0= ] £ TP P .... 189
Programming MOGE ... e .... 189
5.1 Programming PFOCEAUIE .......uiuitiiei et e ees .... 189
5.2] Recommended programming CONditiONS........c..vvuuiiiiiiiiiiiiiiic e .... 189
5.3] TimMiNg FEQUITEMENTS ..ot ..o 191
Eralsing mode (if applicable)........c.o i ... 191
6.1| Electrically erasable MemoOries......ccocovviiii i ... 191
6.2| JUltraviolet erasable MeMOTIES ... ...o.i i ... 193
Number of programming-erasing CYCIES .......oiuiiii i e 193
Data retention iNfOrmation ... .. ..o e 195
Power or current drawn from each supply (static operation)...........ccooceviiviiiiiieieienennn. 195
Power or current drawn from each supply (dynamic operation) ..........cccoceveiieineiinnnnnn. 195
Mechanical ratings, characteristics and other data ............cccocovviiiiiiiiiii i, 195
Supplementary iNfOrMatioN ..........oouiii e 195
12.1 Output loading Capability.......cccviiiie 195
12.2 Electrical NOISE MaArQiNS .. ... e e e e e enas 195
12.3 Interconnections of SiMilar UNItS........co.iiiiiiiii e 195
12.4 Type Of QUIPUL CIFCUIL ..o et ea e 197
12.5 Interconnections to other types of CIrCUILS .......ccviiiiiiiiiii e 197

Handling PreCaUtiONS ... ... et et et e e eaas 197


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

-8 - 60748-2 © CEI:1997

C. Mémoires a contenu adressable (CAM)

Identification et description dU CIFrCUIL .........oiuieii e 198
Spécifications fONCHONNEIIES . ... couiii e 198
2.1 Schéma fONCHIONNEl .. ..e i e 198
2.2 Description fONCHONNEIIE ... ... 198
2.3 JeU A INSTIUCTIONS ... ettt ettt e e e e e e 198
2.4 MOAE d'OPEFALION ...ttt e 200
Les stipulations des articles 3 a 6 de la section deux A s'appliquent................c..coeeeneis 200
Les stipulations de l'article 7 et du 7.1 de la section deux A s'appliquent & I'exception

du F-T.T QUi ESTTEMPIACE PATl CE QUI SUIT....enreeeiresesnsrnensrnsnsresesansrnanssnsmsaarsaaananaones ... 200
Led stipulations des 7.2 et 7.3 de la section deux A s'appliquent .....................5). . ... 200
Leq stipulations des articles 8 a 12 de la section deux A s'appliquent ............x"...... .... 200

SECTION TROIS — MICROPROCESSEURS A CIRCUIT INTEGRE

Identification et description du CirCUIt ..........cccoviiiiiiiii e G e ... 202
1.4 Compatibilité électrique .........cooeeiviiiiiiiiie o f ... 202
Spécifications fonctionnelles ... N ... 202
2.1] SChéma SYNOPLIQUE ..ceuiiiiiiiiii e ey ettt et e e e e e ... 202
2.2 Description fonctionnelle...........oooiiii i ... 202
2.3] JeUX A INSTIUCTIONS couuiie et e et e e e e e e e e e e e eens ... 204
2.4 Configuration de I'iNStrUCtioN..... ..o 0o e ... 204
2.5] Signaux d'entrée et de SOItie ... ... i .... 204
ValBUIS HIMITES ..o ettt ettt ettt et ea e eaees ... 206
3.1| Valeurs limites EleCtriqUES ...l e ... 206
3.2 TeMPAratUresS oo 3 .... 208
3.3| DisSIPation e PUISSANCE i .. it ittt .... 208
Conditions de fonctionnement recommandées (dans la gamme des températures

de fonctionnement SPEGITIEE) ... ... .... 208
4.1] Tension(s) d'aliMentation ..........oouiiiiiii e .... 208
4.2] ENrées d'NOOGE ... v e .... 208
4.3 Tensions'd'entrée (a I'exclusion des entrées d’horloge)........cccoevveiiiniiininnnnn. .... 208
oy I 0o 10 =Yg £ (==Y o ] 1P .... 208
4.5 Eléments extérieurs (Sl Yy a lieU) ..ooiiiiiiiii e .... 208
4.6| “\Temps de préparation et de MmainNtien ..........coiiiiiiiiiiii .... 208
4.7 Diagrammes des temps (chronogrammes) pour les séquences de commande.... 210
CaracteriStiqUES BlECIIIQUES .. .cuuu ittt 210
5.1 CaractlristiqUes StatiQUES......cuiiuiiiiei e e e e e e e e e e eaees 210
5.2  Caractéristiques dYNamIQUES .......ciuuuiiiuiiiiiiiie ettt e e e e e ea e 212
Valeurs limites, caractéristiques mécaniques et autres données..........ccoeevvvviiveinennnnnn. 214
INformations SUPPIEMENTAIIES .. ....uiiiii i e 214
7.1 Facteur de Charge de SOMIE ...c.uiueiii i e e e e e 214
7.2 Marges de protection contre les perturbations............ccoooiviiiiiii 214
7.3 DoNNEES A apPliCatiON. . ..c.iieiiic e 214
7.4 AULreS INTOrMatiONS. ... e 216

Précautions de manipulation ... ..o 216


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

60748-2 © IEC:1997 -9 -

C. Content addressable memories (CAM)

1 Circuit identification and deSCrIPLION ........ou i 199
Functional SPeCIifiCatiONS ... ciuiiii e 199
2 A = 1o Yo Qo = Yo | = Vo 199
2.2 FUNCLioNal deSCHIPLION ...ttt e e 199
2.3 INSTTUCTION SO .. ittt ettt ettt e e e e eaaas 199
2.4 OPErationN MOTE ... ittt ettt ettt e e e e e ea e 201
3 The provisions of clauses 3 to 6 of Section TWo A apply.....ccooovviiiiiiiiiieee, 201
4  The provisions of clauses 7 and 7.1 of Section Two A apply with the exception of 7.1.1
whith is replaced by the folloWINg ..o A .... 201
5 Thg provisions of 7.2 and 7.3 of Section TWo A apply.....cccoccovveiiiiiiiiiiiiinen e Oni ... 201
6 Thqg provisions of clauses 8 to 12 of Section TWO A apply...ccoovvvviviiiiiic e e, .... 201
SECTION THREE — INTEGRATED CIRCUIT MICROPROCESSORS
1  Cirguit identification and desCription ............covviiiiiniiiniiiie e o e .... 203
1.4] Electrical compatibility ........cccooiiiiiiiiis A .... 203
2 Furctional specificationsS........ccocoiviiiiiniiiniiiieee S .... 203
2.1 BIOCK diagram... .. e e .... 203
2.2] Functional description........ccoviiiiiiniiiii e ... 203
2.3] INSTIUCTION SBT...iuiiiii i A ettt ettt e e en e ... 205
2.4 Configuration of iNStrUCtioNS .........oeeee e A0 ... 205
2.5 Input and outpuUt SIgNalS.......cuiini e N .... 205
3 Ratings (limiting VAIUES) .. ... 8 ettt ... 207
3.1 Electrical limiting ValUes. ... e ... 207
3.2 TeMPEratUIeS ...vvie e e ... 209
3.3 PoWer diSSiPation ...eee i e ... 209
4 Regommended operating conditions (within the specified operating temperature rangg) .. 209
4.1 Power SUPPIY VOITAGE(S) - eueniniiiiei et eas .... 209
A.2]  ClOCK INPULS . .ttt ... 209
4.3| Input voltages’(excluding clock iNPUES) ......oceiiiiiiii e .... 209
A4 OULPULCUETENTS ..ottt et ea e enns .... 209
4.5 External elements (wWhere appropriate)........coveueeeieiiiiiiiiiiiei e .... 209
4.6] Setup and hold tiMeS ... e ... 209
4.7 \Timing diagrams for control SeqUENCeS .......cvvuiieuiieiieiieiiieiiieiiieiiieiiieeieee ..o 211
5  Electrical CharaCteriStiCS . o.uien i e 211
5.1 StatiC CharaCteriStiCS ..uuiuuiiiiii it ees 211
5.2 DYNamiC CharaCteriSIiCS ... ... iitiitiiit ittt 213
6 Mechanical ratings, characteristics and other data .............ccoccveiiiiiciii e 215
7 Supplementary iNfOrmMation ..o e 215
7.1  Output loading capability........cocviiii i 215
7.2 NOISE MAIGINS ..ttt ettt et e et et e e e eaeees 215
F4%C TR A o] o 1 To= 11T ] o F- | - U 215
7.4 Other INfOrMaAtioN. ... e 217

8  HaNdliNg PreCaULIONS ....ouii i e e e e e e e e a 217


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

- 10 - 60748-2 © CEI:1997

SECTION QUATRE — CIRCUITS LOGIQUES PROGRAMMABLES (PLDs)

Identification du CIrCUIt 1 tYPES ... e 218
1.1 DESIGNAtiON B IYPES oiuuiiiiiiii ettt et 218
1.2 Description générale de la fONCLioN .......c.oviiiiiiiiiii 218
1.3 Technologie de fabriCation .........cciiiiiii e 218
1.4  Identification du DOTHEr ... 218
Description relative a 'appliCation ... ..o 218
2.1 Caractéristiques et application prinCipales.........c.ccoviiiiiiiniiiiii 218
2.2 Schéma fonctionnel global ............ccoiiiiiiii 218
2.3| Caractéristique principale disponible par programmation..........................Z\.. .... 218
2. 4] DONNEES de rEfEIENCE . .ovuiiiiiii e W T ... 220
2.5] Compatibilité électrique ........ccoooiiiiiiiiii b ... 220
2.6] DiSPOSItIfS ASSOCIES ..iuuiiiiiiiiiiiii e e e ... 220
Spécification de la fONCLION .........oiiiiiii i RN e ... 220
3.1] Schéma fonctionnel détaillé — blocs fonctionnels............ . i, ... 220
3.2| Identification et fonction des bornNes........ocovvevveiiiiii e &l ... 220
3.3| Description de la fONCHON. ... e e ... 222
3.4 Caractéristiques de famille..........coooviiiiiiiiiii S . 224
Valpurs limites (systéme des valeurs limites absolUesY.........cccccovviiiiiiiiiiins ... 224
4.1 Valeurs [imites EleCtriQUES ......c.uiieiie B e 224
L I =1 0] o 1= = L0 = e P ... 226
Conditions de fonctionnement recommandées (dans la gamme de température

de fonctionnNemMeNnt SPECITIEE) ...iviii it e ... 226
5.1] Alimentation — valeurs positivesiet/ou négatives..........ccocoivviiiiiiiiiiiiieeenn ... 226
5.2 Séquences d'initialisation. . o .... 226
5.3] Entrées(s) d’horloge (S'ky a lieu) ..o ... 226
5.4 TenSioN(S) A EN I . v ittt ... 226
5.5] CoUrant(s) de SOIIIE .. ...uiiuiitiiit e ... 228
5.6 Tension et/ou eourant d’'une (d)autre(s) borne(s).......ccocovvveeieiiiiiiiiiiiiceen, ... 228
5.7 Eléments externes (S'ily @ lleU)....coouu i ... 228
5.8] Gamméddes températures de fonctionnement ...........coocooiiiiiiiii i, ... 228
5.9] EXIGRITCES 08 LBIMPS ouuiiiiiii ittt e et et ettt ettt e e e e e e aaees ... 228
(O = Te (= Ty (o [U LTI =T L= o o LU= ... 228
6.1l —Garactéristighesstatigpesmrrmrmrmrmmmmm——m—m—m— ... 228
6.2 Caractéristiques dYNaMIQUES .......cuiiiiei i e e e e e e e aneeneees 230
6.3 Diagramme JES TEMPS ... . it ittt ettt 232
I G-V o T- T3 | (= 232
PrOGIAMIMATION ...ttt ettt e e e 234
7.1 Mode Programmation .......c.iiuiiuii e e e e e e e e 234
7.2  Mode effacement (S'il Y @ HEU) ... 236
7.3 Nombre de cycles programmation/effacement (s'ily a lieu) ..........ccoeeeeeeiinnnnnnn. 238
7.4  INfOrmation de FEtENTION ... ...ttt e e 238
Points relatifs @ 1a CONCEPLION ...ivie i e e e 238
8.1  MaALriEl A8 CAD ..t 238

8.2  LOQICIEIS G CAD .. ittt e 238


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

60748-2 © IEC:1997 -11 -

SECTION FOUR — PROGRAMMABLE LOGIC DEVICES (PLDs)

1  Circuit identification and tYPES. ... ... 219
1.1 DeSignation Of TYPES .. 219
1.2  General function deSCrIPLION ......iuieiii e 219
1.3 Manufacturing teChNOIOQY ......ieuiiiii e 219
1.4  Package identifiCation.......c.oiiiii 219
2 Application related deSCrIPLION . ... 219
2.1 Main application and fEAtUIreS ........c.oiviiiiii e 219
2.2 Overall block diaQram ....e.eeeieeieeiie i iie ettt ittt ettt ... 219
2.3| Main features available by programming .........ccccooiiiiiiiiii i ... 219
2.4 ReferenCe data.....coccoiiiiiiei e TR e ... 221
2.5 Electrical compatibility .........ccooveiiiiii e B ... 221
2.6] ASSOCIated EVICES ...vviiiiii e N e ... 221
3 Spdcification of the function ... O N ... 221
3.1| Detailed block diagram - functional blocks .............cccooo ... 221
3.2| Identification and function of terminals .............cccoco S e 221
3.3] Functional deSCriPtioN .......oviuiii e e ... 223
3.4 Family related charaCteriStiCS. . .oviiiniiiiii s e ... 225
4  Limliting values (absolute maximum rating System) 8. i ... 225
4.1] Electrical limiting ValUES........ccuiiniiii e i e e e ... 225
4.2 TemMPErAtUIES ..ovuieiiiiiiiieeeieieee e e e 227
5 Reg¢ommended operating conditions (within the specified operating temperature rangg).. 227
5.1 Power supplies — positive and/orthegative values ............ccoovvieiiiiiininiennnn. e 227
5.2 INitialization SEQUENCES . ...t et e e e e .. 227
5.3] Clock input(s) (Where appropriate) .......c.oeeuniiieiiiiiiiieee e ... 227
o I 1 o UL ARV T 0] 1 = Vo =T () S e 227
5.5]  OULPUL CUITENE(S) te-t et eetetteeti ettt ettt ettt e e e e et e e e aaes ... 229
5.6] Voltage and/or-ctrrent of other terminal(s) ........ccooiviiiiiiii i, ... 229
5.7 External elements (Where appropriate)........ccooeeuiiiiiiiiiiiieiii e ... 229
5.8] Operatingite€mMpPerature FaNQE .....ovuiu e e e e e e e e e e e e ens v 229
5.9] TimMiNG TROUINEMENTS ..ottt ettt et e e et e en e eaaas .. 229
6  Eleftrical €RaracteriStiCs ... e 229
6.1 SStAtiC CharaCteriStiCS ...uiu it .. 229
6.2  DYNamMIC CharaCteriStiCS ... vuiuii it e e e e e e e e anas 231
6.3 TIMING IAGIAIM .ceuiitit e e ettt et et e et e et e e e eaaaees 233
R G-V o T- U] | - L o - 233
A d (e To | =2 412211 o Yo [P 235
7.1 Programming MOGE .....uiuiiii i et e e e e e e et e e e et e e e e ea e aneanaens 235
7.2  Erasing mode (if applicable)...... ..o 237
7.3 Number of programming-erasing cycles (where appropriate) .........coccoevvvieenennnns 239
7.4 Data retention information....... ... 239
ST B 1T o [ g J= U= o 1= o £ 239
8.1 Computer aided engineering (CAE) design hardware............cccoooviiiiiiiiiinennennns 239

8.2 CAE deSign SOftWAIE ....eniitiiii e e e 239


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

10

-12 - 60748-2 © CEI:1997

Valeurs limites, caractéristiques et données mécaniques et climatiques ...................... 238
Renseignements SUPPIEMENTAINES .. ...iiiti e e e e eeees 238
10.1 Circuit d’entrée et de sortie EquIValeNnt .........coooiiiiiii 238
10.2 ProteCHON INTEIME ... et e e ees 240
10.3 RESIStANCE therMIQUE ....oieiii e 240
10.4 Marge d'immunité au DrUit.. ..o e 240
10.5 Charge de sortie admissible.... ... 240
10.6 Interconnexions des CirCUItS NUMETIQUES ........cuuiiuiiiiiieii e e e e e e e e anas 240
10.7 Interconnexions avec d’'autres types de CirCUItS ........c.ovviieiiiiiiiiiii e 240
10.83—Effets-d-un-ou-de-composanis-connectés-extérewrement—————rm.... 240
10.p Recommandations pour tout diSpositif aSSOCIE .........c.coeeviiiiiiiiiii G0N ... 240
10.10 Précautions de manipulation............cccooeiiiiiiiiiiceee DB .... 240
10.11 Données d'appliCation ..........c.uviiuiiiiiiiiiiie e g e ... 240
10.1.2 Autres renseighements sur l'application............cooeeiiiiii a0 ... 240
10.13 Date de publication de la feuille de dONNEES ........cevvvniiniii @S .... 240

CHAPITRE IV: METHODES DE MESURE

SECTION UN — GENERALITES

Exiggences générales........ccovvvvieniiiiiiiiiniee e Y e 242
EXIfENCES SPECITIQUES ..ivuiiiiiiic e A e et e e e e e e e e e e e e e e o 242
2.1| Exigences générales pour les mesurescstatiqgues et dynamiques ................... e 242
2.2| Conditions spécifiées pour les caracteristiques statiques .........cccceevvvveneennnen. ... 242
2.3| Conditions spécifiées pour les caractéristiques dynamiques...........ccc.ceeuveennees ... 244
Mafrice d'application pour les méthodes de MesuUre.........ccoeveviiiiiiiici i, ... 244

SECTION DEUX — METHODES DE;MESURE POUR LES CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tersions de sortie au njveau haut et au niveau bas (Von and Vor) [37] «oovvevenene. ... 248
Colrants d’entrée ali_iiveau haut et au niveau bas (i and /1) [38] .....cceovvevenenne. ... 250
Colrant de court:circuit en sortie (Iog) [40] «.oovvovieeeeeeoe e ... 252
Couyrant d’alimentation en fonctionnement statique [41] ............ccooeviiiiiiinin, ... 254
Terjsiahs de seuil (d’entrée) et tension d’hystérésis [48] ...........ccccocovveierveerveennnn. ... 254
Tension d’écrétage d’entrée (Vik) [94] ..ooovoe oo 260
Courant de sortie & I'état bloqué (loz) [95] .. vvivieeeiee oo 262
Caractéristiques du phénomeéne de verrouillage [96] ............ccooevveiereieeieeeeeeee 262
8.1 Tension ou courant de verrouillage positive (positif) d'entrée ou de sortie........... 262
8.2 Tension ou courant de verrouillage négative (négatif) d'entrée ou de sortie ........ 268
8.3 Tension ou courant d'alimentation de verrouillage ............cccooiiiiiiiiiiii, 272
8.4 Tension ou courant (d'alimentation) a I'état de verrouillage............ccoocoevviiiiinnnnnn. 276
8.5 PrECAULIONS ..ooueiiit e 280

L IS T Y LT U (Y0 1 g = 1 =P 280


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

60748-2 © IEC:1997 - 13 -

10

Mechanical and environment rating, characteristics and data...............ccocooeeiieiiiniinnnn. 239
Additional INfOrMAtioN ... e 239
10.1 Equivalent input and OULPUL CIFCUIL ........cuuieiiiiiii e 239
10.2  INternal ProteCLION ...ciu e 241
10.3  Thermal reSISTANCE .. ....couu e 241
10.4  NOISE MAIGIN c.uiiitiitei et ettt ettt e e e e e eanes 241
10.5 Output loading capability ........ccoeuiiiiiii 241
10.6 Interconnections of digital CIrCUITS .........couuiiiiiiiiii e 241
10.7 Interconnections to other types of CirCUit.............cooiiiiiiii e 241
10.g—Effectsof extermatty conmectedcomponentts)y —————————— ... 241
10.p Recommendations for any associated deviCe(S)......cocvevvveieivieenenen G ... 241
10.10 Handling preCautioNS .......oivuiiiieiee e N T ... 241
10.11 Application data........cccceeeeiiiiiii e ... 241
10.1l2 Other application information............ccooveeiiiiniiiniii A ... 241
10.l13 Date of issue of data Sheet..........covvviiiiiiiiii e G ... 241

CHAPTER IV: MEASURING METHOBS

SECTION ONE — GENERAL

BagiCc requIremMents .....ooviiiiiii e N ... 243
SPACITIC FEQUITEMENTS L.vitii e e e e e e et e e et e e e e e e e e e aaenas ... 243
2.1] General requirements for static and dynamic measurements...........ccc.ccoeeenn. ... 243
2.2| Specified conditions for static charaeteristics .........coovviiiiiiiiiiiii, ... 243
2.3| Specified conditions for dynamic,characteristics..........ccovvevviiiiiiiniiniineinenn, ... 245
Application matrix for the measuring-methods ..., ... 245

SECTION TWO — MEASURING METHODS OF STATIC CHARACTERISTICS

High-level and low-level output voltages (Von and VoL) [37] oo .... 249
High-level and low-levelinput currents (g and 1) [38].....coviiiiiiieiiiieeeeeee ... 251
Shqrt-circuit outputcurrent (Iog) [40] .......ovooviie oo ... 253
Power supplyyeurrent under static conditions [41]............cocooveveicivecoeieeceee .... 255
(Ingut) threshold voltages and hysteresis voltage [48]...........coovoiviiceiiicieieee .... 255
Input clamping voltage (ViK) [94] . .ovvrreiii oo 261
Off-state output cUrrent (Ioz) [95] ... ..ve et 263
Latch-Up Characteristics [96]..........cvorivieireeeieecee e 263
8.1 Positive latch-up input or output voltage or CUrrent ........cooeeiiiiiiiiiiiiiiieeeeeas 263
8.2 Negative latch-up input or output voltage or CUrrent..........ccooceviiviiiiiieiei e 269
8.3 Latch-up supply voltage Or CUITENT ... 273
8.4 Latch-up state (supply) voltage Or CUMTENT . ...coueiiiniiiiiiee e 277
8.5 PrECAULIONS ..ottt ettt et 281

I I =0 o) O (1] A == Fo1 U L= 10 1= L S 281


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

- 14 — 60748-2 © CEI:1997

SECTION TROIS — MESURES DYNAMIQUES

1 Courant total fourni par les alimentations (fonctionnement dynamique) [ 1| ................ 282
2 Puissance fournie a travers la ligne d’horloge [ 2] ......ccccooveiveieeecceceeceeee, 284
3 Impédances d’entrée et de sortie [ 6 ], [11] ...cocoovoiriiiiiiieee e 286
3.1 Mesure de courant: capacités d’'entrée et de sortie pour un fonctionnement en
Grands SIGNAUX [[6 ] ovevrvoreeieec e, 286
3.2__ Mesure de tension: capacités d’entrée et de sortie équivalentes, résistances
d’entrée et de sortie équivalentes [11] .......ccccooooviiiorieirieeceeeeee e e ... 290
4 Temps caractérisant 1€ CirCUIt ......covuvviiiiiiii e DT .... 300
4.1 Temps de propagation [ 3], [7] «oooveeeeieeeieeeeeeeeeeeeeeee e B L, ... 300
4.2| Temps de délai et de transition [4 ], [5] oovovoveeeocirireeeee b, ... 306
4.3 Temps d’établissement [ 8] et temps de maintien [ 9] .5/ ... 312
4.4 Temps de résolution [36] ....cceeeiiiiiiiiiie e ) e ... 318
4.5] Temps d’'autorisation et d'inhibition en sortie
(pour les sorties «trois états») [49] ...........w Sorriieieieieeeee e ... 322
4.6| Temps spécifiques aux mémoires [50] &[54] .........ccoovviriiiiiieiiiiiceeens ... 326
5 Fréguence de commutation d’un circuit séquentiel [10] ...........ccccooveieveieieieiernne, ... 334
6 Méthode de vérification de la fonctiond’un circuit intégré numérique [97] ............... ... 338
CHAPITRE V: RECEPTION ET FIABILITE
SECTION UN — ESSAIS D’ENDURANCE ELECTRIQUE
1 EXIPENCES GONEIal ST N i e ittt ettt ettt et eaa e e 342
EXIENCES SPECITIGUERS ..oniieieitiee e e ... 342
2.1| Liste des@S5aiS d'@NUUIANCE ... ccvuiiiiieii et o 342
2.2| Conditions pour les essais d'enNdUIanCe ..........c.ovieuiiiiiiiieiii e .. 342
2.3| Critéres de défaillance pour les caractéristiques définissant la défaillance potr
leS7esSaisS de rECEPLION ...vuuie e ... 342
2.4 —Criteres de defaiffance et caracteristiques definissant fa defaitfance pour
les essais de fiabilite ..ot 342
2.5 Procédure a suivre dans le cas d'une erreur d'eSSali........ccocvvvveiiiiiiiiiiiiiiieeiiinn, 342

TABLEAU 7 e . 344


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

60748-2 © IEC:1997 -15-

SECTION THREE — DYNAMIC MEASUREMENTS

1 Total current drawn from the power supplies under dynamic conditions | 1 |............... 283
2 Power supplied through the clock line [2]....ccoovoviiiriiieeeeeeeeeeeee e 285
3 Input and output impedances [ 6 ], [11] .......cocooveiiiiioieeeececeeceeeeee e, 287
3.1 Current measurement: input and output capacitances
for large-signal operation @ .......................................................................... 287
3.2 Voltage measurement: equivalent input and output capacitances,
equivalent input and output resistances [11] ......ccooveovveoieoreeeeeeeeeeeeeee ... 201
4  Tinmes characterizing the CIrCUIt.........cooiiiiiii e pTak e .... 301
4.1 Propagation times , ........................................................................... ... 301
4.2 Delay and transition imes [ 4], [5]...cccovoiioeieeieeeeeeeeeeee it e, ... 307
4.3| Set-up time and hold time @ ................................................................ ... 313
4.4] ReSOIUtION tIME [B6] ...ueeiiiiieie e e ... 319
4.5 Output enable and disable times (for three-staté outputs) [49] ....................... ... 323
4.6| Specific times for memories 10 [5A] s e ... 327
5  Switching frequency of a sequential circuit J&0]............ccooeviiiiii i ... 335
6 Method of verification of the function ofya'digital integrated circuit [97].................... ... 339
CHAPTER V: AECEPTANCE AND RELIABILITY
SECTION ONE — ELECTRICAL ENDURANCE TESTS
1 Geferal regUIrEM B NTS ettt ea ... 343
2 SPACITIC FEQUITEMENTS ). . et ettt et e e e ... 343
2.1 LiSt Of @NOUIENCE LESES. . ittt ... 343
2.2| Conditions for the enduranCe teStS......cvuviui i ... 343
2.3| Failure-criteria for the failure-defining characteristics for acceptance tests ....J.... 343
2.4| JFailure criteria and failure-defining characteristics for reliability tests............. ... 343
2.5 “Procedure in case of a testing error . 343
T A B LE 7.ttt et s 345


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

1

2)

3)

4)

5)

6)

- 16 - 60748-2 © CEI:1997

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS — CIRCUITS INTEGRES -

Partie 2: Circuits intégrés numeériques
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AVANT-PROPOS

| (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
semble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl)..La CEIl a pou
er la coopération internationale pour toutes les questions de normalisationndans les don
icité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des“Normes Intern
laboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intére
raité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales{et non gouverneme

avec la CEl, participent également aux travaux. La CEI collabore_ étroitement avec I'Or
htionale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accofd’entre les deux organisati

bcisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniques, représentent, dans
Esible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné“que les Comités nationaux
bprésentés dans chaque comité d’études.

pbcuments produits se présentent sous la forme de recemmandations internationales. lls so
e normes, rapports technigues ou guides et agréés comine tels par les Comités nationaux.

e but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent a ap
transparente, dans toute la mesure possible, lesdNormes internationales de la CEl dans leu
ales et régionales. Toute divergence entre la’norme de la CEl et la norme nationale ou
pondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

| n’a fixé aucune procédure concernant le.fnrarquage comme indication d’approbation et sa resf
as engagée quand un matériel est déclaré conforme a lI'une de ses normes.

tion est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale pel
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tq
sable de ne pas avoir identifie\xde tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existen

omposée
r objet de
aines de
ationales.
Esé par le
htales, en
panisation
pbns.

a mesure
ntéressés

it publiés

pbliquer de
S normes
régionale

onsabilité

vent faire
nue pour
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e internationale CEl 60748-2 a été établie par le sous-comité 47A: Circuits intégrés,

té d’études 47 de-a CEl: Dispositifs & semiconducteurs.

uxieme édition*annule et remplace la premiére édition, parue en 1985, 'amendement 1

t Famendement 2 (1993).

de Cette norme est une consolidation de la premiére édition avec ses amende

ments 1

bi.que les documents suivants:
FDIS Rapport de vote
47A/502/FDIS 47A/506/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

La présente norme doit étre utilisée avec la CEl 60747-1 et la CEl 60748-1, qui donnent les
informations de base sur la terminologie, les symboles littéraux, les valeurs limites et
caractéristiques essentielles, les méthodes de mesure ainsi que la réception et la fiabilité.

La numérotation des articles de la présente norme n'a pas été modifiée par rapport a la
premiere édition, bien qu’elle ne soit pas conforme a la partie 3 des directives ISO/CEI. La
prochaine révision technique se conformera a la partie 3 des directives.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES - INTEGRATED CIRCUITS -

Part 2: Digital integrated circuits
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C (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization g
tional electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC-Zis td
htional co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and-electronic
hd and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their prep
ted to technical committees; any IEC National Committee interested in they stubject dealt
pate in this preparatory work. International, governmental and non-governméntal organizatio
e |IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with_the ‘International Or
andardization (ISO) in accordance with conditions determined by ‘d@greement between
zations.

brmal decisions or agreements of the IEC on technical matters “\express, as nearly as po
htional consensus of opinion on the relevant subjects since each _technical committee has repr
Il interested National Committees.

bcuments produced have the form of recommendations for international use and are published i
hdards, technical reports or guides and they are accepted<y the National Committees in that se
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hanization
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er to promote international unification, IEC National \Committees undertake to apply IEC International

hrds transparently to the maximum extent possible’ in their national and regional stand
ence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall
ed in the latter.

FC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsib
hent declared to be in conformity with oné @fits standards.

on is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be t
bnt rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

onal Standard IEC 60748-2 has been prepared by subcommittee 47A: In
of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

cond edition cancels and replaces the first edition published in 1985, amen
nd amendment.2 (1993).

of this¢standard is a compilation of the first edition, its amendments 1 and 2
) documents:

rds. Any
be clearly

e for any

e subject

egrated

iment 1

and the

FDIS Report on voting

47A/502/FDIS 47A/506/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This standard shall be used in conjunction with IEC 60747-1 and IEC 60748-1. In these
publications, the user with find all basic information on terminology, letter symbols, essential
ratings and characteristics, measuring methods, acceptance and reliability.

Although not conform to Part 3 of ISO/IEC Directives, the numbering of the clauses of this
standard remains the same as that of the first edition. The next technical revision will conform
to Part 3 of the Directives.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS —
CIRCUITS INTEGRES -

Partie 2: Circuits intégrés numeériques

CHAPITRE |: GENERALITES

1 Domnfaine d’application

La présgnte partie de la CEl 60748 s’applique aux catégories et sous-catégoriés suivantes de

disposit|fs:

— circujts numériques combinatoires et séquentiels;
— mémppires a circuits intégrés;

— micrgprocesseurs a circuits intégrés;

— dispgsitifs a transfert de charge.

2 Réfdrences normatives

qui y et faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme intern

tionale.

Les doduments normatifs suivants contiennent. des dispositions qui, par suite de la r}férence

Au monjent de sa publication, les éditions igdiquées étaient en vigueur et les parties p
aux acfords fondés sur la présente.\NOorme internationale sont invitées a req
la poss|bilité d'appliquer les éditionscles plus récentes des documents normatifs
ci-aprég. Les membres de la CEl et de I'lSO possédent le registre des Normes interng
en vigueur.

enantes
hercher
ndiqués
tionales

CEIl 60747-1: 1983, Dispositifs‘a semiconducteurs — Dispositifs discrets — Partie 1: Généralités

CEIl 60748-1: 1984, Dispositifs a semiconducteurs — Circuits intégrés — Partie 1: Généralités

CEl 60748-3: 1986, Dispositifs & semiconducteurs — Circuits intégrés — Partie 3:
intégréq analogigtues

CEl 60748-4: 1987, Dispositifs a semiconducteurs — Circuits intégrés — Partie 4:
intégrés d’interface

Circuits

Circuits
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SEMICONDUCTOR DEVICES — INTEGRATED CIRCUITS -

Part 2: Digital integrated circuits

CHAPTER I: GENERAL

1 Scope

This pa

2

The follpwing normative documents contain provisions~which, through reference in t
constitufe provisions of this International Standard.»At the time of publication, the
indicated were valid. All normative documentscare subject to revision, and p3
agreem
of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Mer
IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60747-1: 1983, Semiconductor devices — Discrete devices — Part 1: General
IEC 60748-1: 1984, Semiconductor-devices — Integrated circuits — Part 1: General

IEC 60748-3: 1986, Semiconductor devices — Integrated circuits — Part 3: Analogue in
circuits

IEC 607148-4: 1987 x~Semiconductor devices — Integrated circuits — Part 4. Interface in
circuits

combinatorial and sequential digital circuits;
integrated circuit memories;
integrated circuit microprocessors;

charge-transfer devices.

Normative references

t of IEC 60748 is applicable for the following categories or subcategories of-dey

bnts based on this International Standard-are encouraged to investigate the p

ices:

his text,
editions
rties to
bssibility
hbers of

fegrated

fegrated
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CHAPITRE Il: TERMINOLOGIE ET SYMBOLES LITTERAUX

1 Terminologie pour les circuits intégrés combinatoires et séquentiels

1.1 Termes généraux

NOTE - Une variable est une représentation physique de [linformation. Une variable numérique est le
comportement ou la variation temporelle d’'une grandeur physique avec un nombre fini de gammes de valeurs, non
enchevétrées. Une variable numérique peut étre utilisée pour la transmission d’informations. Pour tenir compte de
I'usage courant, on a choisi ci-dessous des définitions simplifiées. Pour ce qui est des circuits numériques, cela ne
produira engénéral ni amhbiguité ni confusiaon

1.1.1 Vfariable numérique

Variatiop temporelle d’'une grandeur physique qui posséde un nombre ini de gammes
disjointgs de valeurs et qui est utilisée pour la transmission ou le traitement@:informatigns.

NOTE 1-|La grandeur physique peut étre une tension, un courant, une impédance, etc(

NOTE 2 { Pour simplifier, chaque gamme de valeurs peut étre représentée par.une’valeur unique, pal exemple
nominale)

1.1.2 Variable binaire

Variabld numérique qui n'a que deux gammes disjointes deyvaleurs possibles.

1.1.3 damme des valeurs basses (d’'une variable hinaire)

Gamme| des niveaux les moins positifs (les plusmégatifs) d'une variable binaire.
NOTE - (ette gamme est souvent notée «gamme L»-et'une valeur quelconque dans cette gamme «niveay L».
1.1.4 damme des valeurs hautes (d'une variable binaire)

Gamme| des niveaux les plus positifs-(les moins négatifs) d'une variable binaire.
NOTE - (ette gamme est souvent notée’«gamme H» et une valeur quelconque dans cette gamme «nivead H».
1.1.5 Blorne d’entrée

N

Borne gar l'intermédiaire de laquelle une variable appliquée a cette entrée peut mddifier la
configunation de seytie du circuit:

— soit directement;

— soit iEdirectement, en changeant les conditions pour lesquelles le circuit réagit aux|signaux
applipués aux autres entrées.

1.1.6 Sortie «trois états»

Sortie d’'un circuit binaire qui est une source a impédance relativement basse ou un élément
qui absorbe le courant aux niveaux haut et bas et qui, en outre, dans de conditions appropriées
d’entrée, présente un état a haute impédance voisin d’un circuit ouvert.

NOTE - Dans les tables de fonctionnement et dans les matrices (séquentielles) de fonctionnement, on utilise
I'abréviation Z pour I'état a haute impédance.

1.2 Termes relatifs a la fonction
1.2.1 Configuration d’entrée (d’un circuit binaire)

Combinaison des niveaux L et H aux différentes entrées du circuit a un instant donné.
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CHAPTER Il: TERMINOLOGY AND LETTER SYMBOLS

1 Terminology for combinatorial and sequential integrated circuits

1.1 Ge

neral terms

NOTE - A signal is a physical representation of information. A digital signal is the time-dependent behaviour or
variation of a physical quantity with a finite number of non-overlapping ranges of values. A digital signal can be
used for transmission of information or for information processing. Taking into account common practice, simplified
definitions have been chosen below. Referring to digital circuits, this will generally produce no ambiguity or
misunderstanding.

1.1.1 Dlgital signal

The var
of value

NOTE 1
NOTE 2

S, that is used for transmission or the processing of information.

The physical quantity may include voltage, current, impedance, etc.

For convenience, each range of values can be represented by a single valug, ‘e.g. the nominal v

1.1.2 Blinary signal

A digita

1.1.3 L

The ran

NOTE - Tj

signal with only two possible ranges of values.

bw range (of a binary signal)

e of least positive (most negative) levels of a binary signal.

his range is often denoted by "L-range" and any. Jevel in the range by "L-level".

1.1.4 High range (of a binary signal)

The ran

NOTE - Tj

1.15

M

A termi
pattern)

- eithe

pe of most positive (least negative) levels of a binary signal.

his range is often denoted by "H-fange" and any level in the range by "H-level".
put terminal

nal by means of awwhich an applied signal may modify the output configuration
of the circuit:

I directly;

— or inglirectlysby’modifying the ways in which the circuit reacts to signals at other term

116 T

hree=state output

ation with time of a physical quantity, having a finite number of non-overnlapping ranges

alue.

(output

nals.

An output of a binary circuit that is a relatively low-impedance source or sink at the high and
low levels and, in addition, under appropriate input conditions, provides a high-impedance state
approaching an open-circuit.

NOTE - In function tables and function (sequential) matrices, the abbreviation Z should be used for the high-

impedanc

e state.

1.2 Terms related to functions

1.2.1 Input configuration (input pattern) (of a binary circuit)

A combination of the L-levels and H-levels at the input terminals at a given instant.
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1.2.2 Configuration de sortie (d'un circuit binaire)

Combinaison des niveaux L et H aux différentes sorties du circuit a un instant donné.

NOTE - Lorsque aucune ambiguité ne peut en découler, une configuration de sortie peut étre représentée par le
niveau (exprimé par L ou H) de la variable & une sortie du circuit déterminée (la sortie de référence).

1.2.3 Table de fonctionnement

Représentation des relations nécessaires ou possibles entre les valeurs des variables
numeériques aux entrées et aux sorties d'un circuit numérique, ces valeurs des variables
numeériques étant indiquées soit en utilisant directement les valeurs électriques, soit en
indiquant la signification électrique des symboles (par exemple, L et H pour les circuits

binaires)).

En génédral:

duc

chague colonne indique les valeurs des variables numériques a une entrée ou a ur

ifcuit numérique;

— chaqpe ligne indique la combinaison des valeurs des variables ndme€riques aux er
les valeurs correspondantes des signaux numeériques en sortie;

— chaqpe fois que la valeur d’'une variable numérique en sortie‘est indéterminée, elle
indighiée par un point d’interrogation;

— chaqpe fois que la valeur d'une variable numérique a~itine entrée n’a pas d’'influe

doit

étre indiquée par le symbole L/H ou X.

1.2.4 Tjable de vérité (pour une relation entre des variables numériques)

e sortie

trées et

Hoit étre

ce, elle

Représgntation de la relation logique entre® une ou plusieurs variables numériques
indépendantes et une ou plusieurs variables, dépendantes, au moyen d'une table (

chaque

combinaison possible des valeur§’des variables indépendantes, donne les

appropr|ées des variables dépendantes.

NOTE - Ua distinction entre «table de fonctionnement» et «table de vérité» est fondamentalement nécess

méme ci

fcuit numérique peut réaliser «plusieurs opérations logiques différentes, selon le choix arbitr

relation eptre les valeurs des variables numériques et les valeurs des grandeurs électriques numériques.

1.2.5 Excitation

Configuration, ou changement de configuration, d’entrée qui peut:

— prov
état

— oup

— oue

Xquer la modification de configuration de sortie, soit directement, soit eu ég3
e préparation préalablement existant;

lpcer lercircuit dans un état de préparation;

ui, pour
valeurs

hire car le
ire de la

rd a un

ffacer ou modifier un état de préparation déja existant.

NOTE 1 — La répétition, ou la réitération, d’une excitation donnée ne produit pas forcément le méme effet.

NOTE 2 — Dans certains cas, une excitation peut aussi maintenir une configuration de sortie qu’elle pourrait avoir

produite.

1.2.6 Niveau actif (d’'une variable numérique d’entrée d’un circuit séquentiel)

Niveau

d’une variable numérique d’entrée susceptible de provoquer une excitation.

1.2.7 Transition active (d’'une variable numérique d’entrée d’'un circuit séquentiel)

Transition d’'un niveau d’'une variable numérique vers un autre niveau, susceptible de produire
une excitation.

NOTE - Une transition active peut étre aussi sujette a des limitations provenant de la pente du signal.
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1.2.2 Output configuration (output pattern) (of a binary circuit)

A combination of the L-levels and H-levels at the output terminals at a given instant.

NOTE — When there is no possibility of ambiguity, the output configuration (output pattern) may be represented by
the level (expressed as L-level and H-level) of the signal at a stated terminal of the circuit (the reference output
terminal).

1.2.3 Function table

A representation of the necessary or possible relations between the values of the digital signals
at the inputs and the outputs of a digital circuit, these values of the digital signals being
indicated either by using electrical values directly or by stating the electrical significance of the
symbolg{e-g- T and Hfor bimary circuits).

Generally:

every column indicates the values of the digital signals at an input or @tan outpd
digitgl circuit;

every line indicates the combination of values of the digital signals:at the input(s)
resulfing values of the digital signals at the output(s);

wherlever the value of the digital signal at an output is not detefmined, it should be i
by a guestion mark;

wherlever the value of a digital signal at an input has nQdnfluence, it should be indi
the symbol L/H or X.

1.2.4 Tjuth table (for a relation between digital variables)

A repregentation of the logic relationship betwéen one or more independent digital V
and ong or more dependent digital variables, by means of a table which, for each

combingtion of the values of the independent variables, gives the appropriate value
depend¢nt variables:

NOTE -
digital cir¢uit may fulfil several different 10gic operations, according to the arbitrary choice of the assignm
values of the digital variables to the values of the digital electrical quantities.

The distinction between "functionstable" and "truth table" is fundamentally necessary, because

1.2.5 Excitation

An input configuration (input pattern), or change in input configuration (input pattern), th

causp the circgit™o change its output configuration (output pattern), either direct
conjynction with*an already existing state of preparedness;

orp
ore

t of the
and the
hdicated

cated by

ariables
bossible
5 of the

the same

ent of the

at can:

y, or in

t thecircuit in a state of preparedness;
;]her cancel or modify an already existing state of preparedness.

NOTE 1 — The repetition, or reiteration, of a given excitation will not necessarily produce the same effect.

NOTE 2 — In some cases, an excitation can also maintain an output configuration (output pattern) which it could
have produced.

1.2.6 Active level (of a digital signal to a sequential circuit)

A level of a digital input signal which can produce excitation.

1.2.7 Active transition (of a digital signal to a sequential circuit)

A transition from one level of a digital input signal to another level, which can produce
excitation.

NOTE - An active transition may also be subject to limitations arising from the slope of the signal.
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onfiguration de sortie stable (d’un circuit séquentiel)

Configuration de sortie que conserve un circuit aprés que I'excitation qui I'a produite, ou toute
excitation qui pourrait I'avoir maintenue, a été remplacée par une configuration d’entrée qui ne

soit pas

ou bien:

une excitation,

configuration de sortie que prend un circuit en I'absence de toute excitation.

NOTE - Toute persistance de courte durée de la configuration de sortie, due a des effets indésirables tels que effet

capacitif,

temps de stockage, temps de propagation, etc., est ignorée.

1.29 G

Configu
excitatid
soit pas

NOTE - 1
de stocka]

1.2.10

Configu
appropr
NOTE 1
durée de

NOTE 2 -
effet capdg

1.2.11

Table 3
configuf

configurjations de sortie qui résultent de la transition d’'une configuration d’entrée déter

une aut

NOTE - §
détails sl
d'entrée,
de sortie

1.2.12

Entrée ¢
réagit g

onfiguration de sortie pseudo-stable (d'un circuit séquentiel)

ation de sortie qui ne persiste pas aprés que |'excitation qui I'a produite N\oU tol
n susceptible de la maintenir, a été remplacée par une configuration)d’'entré
une excitation.

oute configuration de sortie de faible durée, due a des effets indésirables tels \que effet capac
ge, temps de propagation, etc., est ignorée.

Configuration de sortie méta-stable (d’un circuit séquentieh

ration de sortie qui ne persiste que pour un temps) limité aprés qu'une e
ée a été appliquée.

La durée de cette configuration de sortie dépend des caractéristiques du circuit; elle peut dépe
‘excitation qui I’a produite et peut étre affectée par une\excitation ultérieure.

Toute persistance de courte durée de la configuration de sortie, due a des effets indésirable
citif, temps de stockage, temps de propagation,~étc”, est ignorée.

Matrice (séquentielle) de fonctionnement

plusieurs entrées qui donnehles configurations possibles de sortie pour
ation d’entrée, et grace a-laquelle on peut connaitre, par lecture directe, |

e configuration d’entrée.

‘il y a lieu, on pourra compléter une matrice (séquentielle) de fonctionnement par des données d
pplémentaires relatifs)aux conditions de temps (par exemple, temps de transition pour le
emps de délai, dirée de la configuration d’entrée avant que I'on puisse obtenir la nouvelle coj
Hésirée).

Fntrée de\préparation

ur,laquelle I'application d’'une variable numérique peut modifier la fagon dont |
ux{variables appliquées aux autres entrées, mais sans entrainer directern

te autre
e qui ne

tif, temps

Kcitation

hdre de la

b tels que

chaque
L ou les
minée a

u par des
5 Niveaux
figuration

e circuit
hent un

changer

1.2.13

bl 1 £ i ol i ] : Y
ICTIL UT 1a CUTTITyuUTratuirm utc SUTtT Uu CITLUTtL.

Entrée d’autorisation

Entrée qui, lorsqu’elle est active, permet a une ou plusieurs opérations spécifiques de débuter.

NOTE 1 — Un signal d’autorisation peut:

a) soit permettre un ou plusieurs fonctionnements tant que le signal est maintenu a un niveau spécifié;

b) soit activer un verrou permettant aux fonctionnements de continuer méme aprés cessation du signal

d’autorisation.

NOTE 2 — «Autorisation» est un terme générique. On peut le préciser grace a des qualificatifs convenables selon

les cas.

1.2.14

Entrée d’autorisation boftier

Entrée d’autorisation qui, lorsqu’elle est inactive, maintient le circuit intégré dans un état de

repos a

puissance réduite.
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1.2.8 Stable output configuration (output pattern) (of a sequential circuit)

An output configuration (output pattern), in which the circuit will remain after the excitation that
produced it, or any other that could have maintained it, has been replaced by an input

configur

or:

ation (input pattern) which is not an excitation,

an output configuration (output pattern) which the circuit takes up in the absence of excitation.

NOTE - Any short persistence of the output configuration (output pattern) due to undesired effects such as
capacitance, storage and propagation times, etc., is ignored.

1.29 P

An outy
produce
configuf

NOTE -
capacitan

1.2.10

An outp
appropr
NOTE 1 -
circuit, m
NOTE 2
capacitan

1.2.11

A table
configuf
each ind

NOTE -

concernin|
to produc

1.2.12

An inpuf terminalthrough which an applied digital signal can modify the manner in w

circuit r

seudo-stable output configuration (output pattern) (of a sequential circuit)
ut configuration (output pattern) which does not persist after the.excitat

ation (input pattern) which is not an excitation.

IAny short persistence of the output configuration (output pattern) due 0. _undesired effects
ce, storage and propagation times, etc., is ignored.

Meta-stable output configuration (output pattern) (of a sequential circuit)

ut configuration (output pattern) which persists, fgr a limited duration only,
ate excitation has been applied.

- The duration of the meta-stable output configuration\(eutput pattern) will depend on the des|
hy depend on the duration of the excitation that prodiced it and may be affected by further excita

- Any short persistence of the output configuratioh (output pattern) due to undesired effect
ce, storage and propagation times, etc., is ignored.

Function (sequential) matrix

having several inputs which*gives the possible output configurations for ea
ation(s) and from which_the-output configuration(s) resulting from a transiti
ividual input configuratijen:to any other input configuration can be read directly.

Where appropriate, a function (sequential) matrix may be completed by additional data
g time conditions (e.g. transition times for the input levels, delay time, duration of the input co
e a desired new output configuration).

Preparatorysinput terminal

bacts-te signals at other input terminals, without directly causing a change of th

configurlation (output pattern) of the circuit.

on that

d it, or other excitations that have maintained it, have been replaced by an input

such as

fter the

gn of the
tion.

such as

Ch input

pn from

pr details
figuration

hich the
P output

1.2.13

Enable input

An input that when active permits one or more specific operations to be commenced.

NOTE 1 — An "enable" signal may either:

a) permit one or more operations to be performed while the signal is maintained at a specified level, or

b) operate a latch that will allow an operation to continue even after the "enable" signal has been removed.

NOTE 2 — "Enable" is a generic term. It may be qualified by suitable descriptive adjectives as required.

1.2.14 Chip-enable input

An enable input that when inactive causes the integrated circuit to be in a reduced-power
stand-by mode.
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1.2.15 Entrée de sélection boftier

Entrée d’'autorisation qui, lorsqu’elle est inactive, interdit toute entrée ou sortie d’informations
vers ou a partir du circuit intégré.

1.2.16 Entrée d’autorisation pour la sortie

Entrée d’autorisation qui, lorsqu’elle est inactive, interdit la sortie d'informations du circuit
intégré.

NOTE - Lorsqu’il n’y a pas d’autorisation, les sorties peuvent étre a I'état bas, a I'état haut ou a I'état haute
impédance, suivant le type particulier de circuit considéré.

1.2.17 Entrée d’autorisation d’écriture

Entrée qui, lorsqu’elle est active, permet d'introduire des informations pour les stocker dans la
meémoire.

1.2.18 Entrée d’inhibition

Entrée qui, lorsqu’elle est active, interdit d’accomplir une ou plusieurs Opérations spécifijques.

NOTE 1 + En anglais, il existe deux termes équivalents qui désignent une entfée d’inhibition dont ils $oulignent
I'aspect cpmplémentaire ou négatif.

NOTE 2 |- Lorsqu’elle est inactive, une entrée d’'autorisation inhibe/ou interdit les opérations qu’glle aurait
autorisée$ si elle était active. A I'inverse, lorsqu’elle est inactive, ule entrée d’inhibition permet d’accomplir la ou
les opérafions qu’elle aurait empéchées si elle était active.

1.2.19 Entrée a fonctionnement en niveau

Entrée qui continue a étre active (& causer une excitation) tant qu’elle demeure a ung niveau
actif.

1.2.20 Entrée a fonctionnement par transition

Entrée qui est active (cause une.excitation) dans un seul des sens de transition ou erjtrée qui
cause Wine excitation seulement si la vitesse de variation d'un niveau a un agytre est
suffisampment grande.

1.2.21 Positionnement aun état spécifié
1) (ISO) Faire prendre a un compteur |'état correspondant a un nombre spécifié.

2) (ISO) Mettre (un dispositif de stockage dans un état spécifié, généralement différent|de celui
qui cprrespond a zéro.

NOTE — A distihguer de «restauration».

1.2.22 Restauration a I'état initial
1) (ISO) Faire prendre a un compteur |'état correspondant a un nombre initial spécifié.

2) (ISO) Remettre un dispositif de stockage dans un état initial prescrit, pas nécessairement
dans celui qui correspond a zéro.

NOTE — A distinguer de «positionnement».
1.3 Types de circuits
1.3.1 Circuit numérique

Circuit qui est concu pour fonctionner avec des variables numériques tant en entrée(s) qu’en
sortie(s).

NOTE 1- Il est sous-entendu, dans cette définition, que I'alimentation continue n’est ni une entrée, ni une sortie.

NOTE 2 — Dans certains circuits numériques, par exemple les circuits astables, les entrées peuvent ne pas exister.
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1.2.15 Chip-select input

An enable input that when inactive prevents both input and output of data to and from the
integrated circuit.

1.2.16 Output enable input

An enable input that when inactive prevents the output of data from the integrated circuit.

NOTE — When not enabled, the outputs will assume a low level, a high level, or a floating (high-impedance) state,
depending on the design of the particular circuit.

1.2.17 Write-enable input

An input that, when active, permits data to be entered into a memory for storage.

1.2.18 Pisable input; inhibit input
An input that when active prevents one or more specific operations frombging performed.

NOTE 1 - These are alternative names for an enable input emphasizing the complementary or negative agpect.

NOTE 2 |- When inactive, an enable input disables or prevents the operations” that it would permit|if active.
Conversely, when inactive, a disable input permits the operation(s) to be performeéd that it would prevent iff active.

1.2.19 | evel-operated input

An inpuf that continues to be active (to cause excitation) as long as it remains at an active
level.

1.2.20 [fransition-operated input

An inpuf that is active (causes excitation).@nly on one of the two directions of transitipn or an
input that causes excitation only if the rate of change from one level to another is sufficiently
large.

1.2.21 Bet
1) (ISO) To cause a countento-take the state corresponding to a specified number.

2) (ISO) To place a storage device into a specified state, usually other than that denoting zero.
NOTE — Qontrast with "reset"

1.2.22 Resets
1) (ISO) To cause a counter to take the state corresponding to a specified initial numbgr.

2) (I1SO) Fo restore a storage device to a prescribed initial state, not necessarily that Tenoting
zero.

NOTE - Contrast with "set".

1.3 Types of circuits
1.3.1 Digital circuit

A circuit which is designed to operate by means of digital signals at the input(s) and at the
output(s).

NOTE 1 — In this definition, it is understood that "inputs" and "outputs" exclude static power supplies.

NOTE 2 — In some digital circuits, e.g. certain types of astable circuits, the input(s) need not exist.
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1.3.2 Circuit binaire

Circuit numérique concu pour fonctionner a 'aide de variables binaires.

NOTE - Les paires de gammes de valeurs des variables binaires peuvent étre différentes aux différentes bornes du
circuit.

1.3.3 Circuit (numérique) combinatoire

Circuit numérique pour lequel il existe une, et une seule, combinaison des états de sortie pour
chaque combinaison des états des entrées.

1.3.4 Circuit (numérique) séquentiel

Circuit pumérique pour lequel il existe au moins une combinaison des valeurs des$ \Variables
d’entréq qui conduisent a plus d’'une combinaison des valeurs des variables de sertie.

NOTE - [Ces combinaisons de sortie sont fonction de I'histoire antérieure du circuit (effet.dé mémoire interne,
retard, etg¢.).

1.3.5 dircuit combinatoire élémentaire

Circuit {numérique) combinatoire qui n'a qu'une borne de sortie €t dans lequel I'état de la
variable| de sortie est celui qui n’apparait qu'une fois dans la table de fonctionnemgnt si, et
seulement si, les variables d’entrée sont toutes dans I'état H ou toutes dans I'état L.

NOTE 1 4 Comme I'état de la variable de sortie (qui n'apparait qu une,seule fois dans la table de fonctignnement)
peut étre|soit I'état H, soit I'état L, il y a quatre types de circuits ‘€ombinatoires élémentaires. Suivant |a relation
entre les|états L et H des variables et les valeurs binaires 0.et 1 de I'algebre de Boole, on peut rdaliser les
opérationg logiques suivantes au moyen de quatre circuits combinatoires élémentaires: ET, OU, NON-ET, [NON-OU.

NOTE 2 |- On peut réaliser des circuits combinatoires\non élémentaires a l'aide de circuits compinatoires
élémentaires ou a I'aide de circuits combinatoires élémentaires et d’inverseurs.

1.3.6 dircuit bistable

Circuit §équentiel qui a deux, et seulement deux, configurations de sortie stables.

NOTE 1 |- Cette grande classe peut-étré subdivisée en sous-classes, eu égard au nombre et aux|types de
configurafions de sortie méta-stable ou.pseudo-stable du circuit et au nombre d’excitations appropriées ndcessaires
pour charlger de configuration de sortie stable.

NOTE 2 -4 Une configuration stable de sortie d'un circuit bistable peut étre exprimée par le niveau L ou Id niveau H
a la borng de sortie prise comme référence.

NOTE 3 4 Le terme «circtit-bistable» est utilisé comme terme générique pour couvrir toute la gamme des circuits
séquentiels ayant deux) et seulement deux, configurations de sorties stables. Il peut étre utilisé seul pour[n'importe
quelle clgsse de cipcuits bistables, quand il n'en résulte ni ambiguité ni confusion. En particulier, le terme abrégé
«circuit bistable» est-souvent utilisé pour les circuits bistables nécessitant une seule excitation.

1.3.6.1 |Circuit bistable a déclenchement par transition

Circuit bistable ayant une ou plusieurs entrées a fonctionnement par transition.

1.3.6.2 Circuit bistable a déclenchement par impulsions

Circuit bistable nécessitant la présence d'un signal & une entrée de préparation ayant une
premiére transition d’'un signal a une entrée de déclenchement, et son maintien aprés une
deuxiéme transition se produisant a la méme entrée de déclenchement, et qui est susceptible
de provoquer le changement d’état des sorties.

NOTE - Cette définition n’exclut pas la possibilité que les temps minimaux d’établissement et/ou de maintien
puissent étre négatifs.

1.3.6.3 Circuit bistable a verrouillage de sortie

Circuit bistable nécessitant la présence de signaux aux entrées de préparation avant et aprés
la transition du signal a I'entrée de déclenchement, et qui ne provoque pas le changement
d’état des sorties.
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1.3.2 Binary circuit

A digital circuit designed to operate with binary signals.

NOTE - The pairs of ranges of values of the binary signals may be different at different terminals.
1.3.3 Combinational (digital) circuit

A digital circuit in which there exists one, and only one, combination of the digital signals at the
outputs for each possible combination of digital signals at the inputs.

1.3.4 Sequential (digital) circuit

A digital circuit in which there exists at least one combination of the digital signals at thle inputs
for whigh there is more than one corresponding combination of the digital signal$ at the
outputs,

NOTE - These combinations at the outputs are determined by previous history (as a result of internal memory,
delay, etd)

1.3.5 HElementary combinational circuit

A binary combinational (digital) circuit which has only one output-terminal; and in which the
output dignal accepts the value occurring only once in the function if, and only if, thg signals
applied to all the input terminals are either all in the H-rangg or-all in the L-range.

NOTE 1 4 Because the output signal value (occurring only once in/the/function table) can lie either in thp H-range
or in the |L-range, there are four types of elementary combinatignal circuits. According to the assignmgnt of the
signal values L and H to the binary values 0 and 1 of Boolean algebra, the following logic operatios can be
realized by means of the four types of elementary combinational Circuits: AND, OR, NAND, NOR.

NOTE 2 4 Non-elementary combinational circuits can be_formed by combining elementary combinational gircuits or
by combining elementary combinational circuits with inverters.

1.3.6 Blistable circuit

A sequgntial circuit which has two, and-only two, stable output configurations (output pgtterns).

NOTE 1 4 This broad classification canm be divided into sub-classes according to the numbers and kinds df pseudo-
stable arl[d meta-stable output configdurations (output patterns) available and the number of appligations of
appropriaje excitations required toxchange from one stable output configuration (output pattern) to the othgr.

NOTE 2 4 A stable output configuration (output pattern) of a bistable circuit can be expressed by the L-ldvel or the
H-level of|the reference output terminal.

NOTE 3 4 The term "bistable circuit" is used as a generic term to cover the whole range of sequential cifcuits with
two, and ¢nly two, stableoutput configurations. It may be used itself for any kind or class of bistable circgpits, when
such use|does not(result in ambiguity or misunderstanding. In particular, the abbreviated term "bistable|circuit" is
often usef for the.single excitation bistable circuits.

1.3.6.1 |Edge-triggered (transition-operated) bistable circuit

A bistable circuit having one or more transition-operated inputs.

1.3.6.2 Pulse-triggered bistable circuit

A bistable circuit requiring that a signal at a preparatory input be set up with respect to a first
transition of a signal at a triggering input and be held with respect to a second transition
occurring at the same triggering input and possibly causing the outputs to change state.

NOTE — This definition does not preclude the possibilities that minimum set-up and/or hold times may be negative.
1.3.6.3 Data-lock-out bistable circuit

A bistable circuit requiring that the signals at the preparatory inputs be set up and held with
respect to that transition of the triggering-input signal that does not cause the outputs to
change state.
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1.3.7 Circuit monostable

Circuit séquentiel qui n'a qu'une configuration de sortie stable.

NOTE 1 - La définition précédente correspond au sens le plus général du terme. Le sens qui est donné
généralement au terme «circuit monostable» suppose qu’en plus de la configuration stable, il existe au moins une
configuration de sortie méta-stable.

NOTE 2 — En général, de tels circuits peuvent avoir une ou plusieurs configurations de sortie méta-stable ou
pseudo-stable.

1.3.8 Circuit expanseur

Circuit auxiliaire que I'on peut utiliser pour augmenter le nombre des entrées jouant le méme
role d’up—circuit associé sans maodifier la fonction du circuit associé

1.3.9

nfverseur binaire

Circuit pinaire qui n'a qu’'une borne d’entrée et une borne de sortie et_pour leque¢l, a un
état L (H) de la variable d’entrée, correspond un état H (L) de la variable de_Sortie.

1.3.10 Association maitre-esclave

Associafion de deux circuits bistables, de sorte que l'un d'entre eux, appelé «epclave»,
reprodulse la configuration de sortie de l'autre circuit, appelé «maitre». Le trangfert de
I'information du maitre a I'’esclave s’effectue grace a un signal approprié.

1.3.11 Registre

Association de circuits bistables grédce a laquelle une information peut étre enrggistrée,
conservge et restituée.

NOTE - Le registre peut faire partie d’'une autre mémgire et a une capacité spécifiée.
1.3.12 Registre a décalage

N

Registrg¢ qui, grace a un signal-de* commande approprié, peut transférer l'informatjon d'un
circuit bjstable au suivant, la séguence étant préservée.

1.3.13 [Compteur

Circuit déquentiel organisé pour enregistrer des nombres et qui permet de les augmentgr ou de
les dimihuer d’'une-constante définie, y compris l'unité.

1.3.14 pécodeur numérique (a circuit intégré)

Arrangejment d’éléments logiques (ou I'’équivalent) qui choisit une ou plusieurs voies de sortie
selon la combinaison des sighaux présents a I'entrée.

1.3.15 Réseau logique programmable (PLD)

Circuit intégré formé d’éléments fonctionnels logiques préfabriqués et d’'éléments
d’interconnexion programmables par I'utilisateur.

1.3.16 Matrice logique programmable (PLA)

Circuit intégré de la catégorie des PLDs dont les éléments fonctionnels sont principalement
des réseaux ET et OU.

1.3.17 Matrice prédiffusée programmable (PG/A)

Circuit intégré de la catégorie des PLDs dont les éléments fonctionnels comprennent des
interrupteurs et des éléments de mémoire qui se comportent comme des groupes de portes.
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1.3.7 Monostable circuit

A sequential circuit which has only one stable output configuration (output pattern).

NOTE 1 — The definition above is given in its most general form. In present usage, the term "monostable circuit"
implies that there is at least one meta-stable output configuration (output pattern) in addition to the stable output
configuration (output pattern).

NOTE 2 - In general, such circuits may have one or more meta-stable and/or pseudo-stable output configurations
(output patterns).

1.3.8 Expander circuit

An auxiliary circuit which can be used to expand the number of inputs of equal influence of an
associated-circuit without mnrlifying the function of the associated circuit

1.3.9 Blinary inverter

Binary dircuit which has only one input terminal and one output terminal, and i which |a signal
value L |[(H) at the input produces a signal value H (L) at the output.

1.3.10 Master-slave arrangement

An arrapgement of two bistable circuits such that one of them, €alled the "slave", reproduces
the output configuration of the other circuit, called the "master™ The transfer of infgrmation
from thg master to the slave is produced by means of an appropriate signal.

1.3.11 Register

An arrapgement of bistable circuits by means of which information may be accepted] stored,
and retrjeved.

NOTE - Tlhe register may form part of another memorysand is of a specified capacity.
1.3.12 PBhift register

A register that, by means of an appropriate control signal, can transfer information petween
consecytive bistable circuits with\the sequence being preserved.

1.3.13 [Counter

A sequential circuit far yjstoring numbers that permits such numbers to be incremgnted or
decremented by a defined constant, including unity.

1.3.14 Digital decoder (integrated circuit)

An arrapgément of logic elements (or the equivalent) that selects one or more output dhannels

according-to-the combinationof inputsignals presept————— |

1.3.15 Programmable logic device (PLD)

An integrated circuit that consists of logic elements with an interconnection pattern parts of
which are user programmable.

1.3.16 Programmable logic array (PLA)

A programmable logic device in which the logic elements consist mainly of arrays of AND gates
and arrays of OR gates.

1.3.17 Programmable gate array (PG/A)

A programmable logic device in which the logic elements include switches and memory
elements that behave as groups of gates.
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1.4 Termes relatifs aux valeurs limites et aux caractéristiques
1.4.1 Tension de seuil (d'entrée)

Niveau de tension d’entrée qui, lorsqu’il est franchi, permet a une sortie de changer d’état logique.

NOTE - Le terme «hystérésis», utilisé souvent dans les feuilles de caractéristiques, représente la différence entre
les tensions de seuil a la transition positive et a la transition négative.
Vhys = VIT+ - VIT—

ou: Vhys = Vitp — Vit

1.4.1.1 Tension de seuil (d’entrée) a la tension positive Vit ViTp

Tension de seuil d’entrée lorsque la tension d’entrée est croissante.

NOTE - Voir la note de 1.4.1.

1.4.1.2 Tension de seuil (d’entrée) a la transition negative ViT—s ViTn

Tension| de seuil d’entrée lorsque la tension d’entrée est décroissante.

NOTE - Joir la note de 1.4.1.
1.4.2 Facteur de charge d’entrée (d’un circuit numérique bipolairg)

Facteur|qui indique le rapport du courant d’entrée d’'une borhe d’entrée spécifiée au|courant
d’entrég d’'un circuit particulier qui est choisi comme charge de référence.

NOTE - On choisit de préférence la charge de référence de telle\fagon que le facteur de charge d’entrge soit un
nombre eptier.

1.4.3 Qapacité de charge de sortie (d'un circuit‘numérique bipolaire)

Facteur|qui indique le rapport du courant maximal de sortie d’'une borne de sortie spécifiée d’'un
circuit qumérique au courant d’entrée d'un circuit particulier qui est choisi comme cHarge de
référenge.

NOTE — ®n choisit de préférence la charge,de référence de telle fagon que la capacité de charge de sorfie soit un
nombre eptier.

1.4.4 Temps de préparation\(temps d’établissement)

a

Intervallle de temps entre I'application d’'un signal qui est maintenu a une borne [d’entrée
spécifiép et une transition active ultérieure spécifiée se produisant & une autre borne dientrée.

NOTE 1 4 On mesufe\le temps d’établissement entre les instants ou les grandeurs des deux signaux atteignent des
valeurs spécifiées situées dans la zone de transition entre deux niveaux de signal.

NOTE 2 { Letemps d’établissement est le temps qui s'écoule entre I'application des deux signaux; il|peut étre
insuffisant paur obtenir le résultat escompté. On spécifie une valeur minimale qui est le temps le plus ¢ourt pour
lequel un lfonctionnement correct du circuit hllmn’rinllm est garanti

NOTE 3 - Le temps d'établissement peut avoir une valeur négative; dans ce cas, la limite minimale définit
I'intervalle le plus long (entre la transition active et I'application de I'autre signal) pour lequel un fonctionnement
correct du circuit numérique est garanti.

1.4.5 Temps de maintien

Intervalle de temps pendant lequel un signal est maintenu a une borne d’entrée spécifiée aprés
gu’une transition active s’est produite a une autre borne d’entrée spécifiée.

NOTE 1 — On mesure le temps de maintien entre les instants ou les amplitudes des deux signaux atteignent des
valeurs spécifiées situées dans la zone de transition entre deux niveaux de signal.

NOTE 2 - Le temps de maintien est le temps qui s’écoule entre I'application des deux signaux; il peut étre
insuffisant pour obtenir le résultat escompté. On spécifie une valeur minimale qui est le temps le plus court pour
lequel un fonctionnement correct du circuit numérique est garanti.

NOTE 3 — Le temps de maintien peut avoir une valeur négative; dans ce cas, la limite minimale définit I'intervalle le
plus long (entre la transition active et I'application de I'autre signal) pour lequel un fonctionnement correct du circuit
numérique est garanti.
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1.4 Terms related to ratings and characteristics
1.4.1 (Input) threshold voltage

The input voltage level that, when crossed, enables an output to change its logic state.

NOTE — The term hysteresis, often used in data sheets, denotes the difference between the positive-going and
negative-going threshold voltages.

Vhys = Vits = Yir-
or: Vius = Virp = Virn

1.4.1.1 Positive-going (input) threshold voltage ViT+: iTp

The inp{it threshold voltage when the input voltage is rising.

NOTE — Yee note to 1.4.1.

1.4.1.2 |Negative-going (input) threshold voltage ViT= ViITn
The inpyit threshold voltage when the input voltage is falling.
NOTE — Jee note to 1.4.1.

1.4.2

nput loading factor (of a binary digital circuit)

A factonl which indicates the ratio of the input current of aspecified input terminal of g digital
circuit t¢ the input current of a particular circuit which is,chosen as a reference load.

NOTE - The reference load should preferably be chosen in sueha way that the input loading factor begomes an
integer.

1.4.3 (utput loading capability (of a binary digital circuit)

A factorf which indicates the ratio of the maximum output current of a specified output tferminal
of a digital circuit to the input current of a“particular circuit which is chosen as a referenge load.

NOTE — The reference load should preferably be chosen in such a way that the output loading capabilityl becomes
an integef.

1.4.4 Yet-up time

The timg interval between_ application of a signal that is maintained at a specific input ferminal
and a specified subsequent active transition at another input terminal.

NOTE 1 {+ The set-up/time is measured between the instants at which the magnitudes of the two sighals pass
through specified values within the transition of the signal levels.

NOTE 2 | The-set-up time is the actual time between two signals and may be insufficient to accomplish the
intended fesult~A minimum value is specified that is the shortest interval for which correct operation of the digital
circuit is guarahteed.

NOTE 3 — The set-up time may have a negative value, in which case the minimum limit defines the longest interval
(between the active transition and the application of the other signal) for which interval correct operation of the
digital circuit is guaranteed.

1.4.5 Hold time

The time interval during which a signal is retained at a specified input terminal after an active
transition occurs at another specified input terminal.

NOTE 1 — The hold time is measured between the instants at which the magnitudes of the two signals pass through
specified values within the transition of the signal levels.

NOTE 2 — The hold time is the actual time between two signals and may be insufficient to accomplish the intended
result. A minimum value is specified that is the shortest interval for which correct operation of the digital circuit is
guaranteed.

NOTE 3 — The hold time may have a negative value, in which case the minimum limit defines the longest interval
(between the active transition and the application of the other signal) for which interval correct operation of the
digital circuit is guaranteed.
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1.4.6 Temps de résolution

Intervalle de temps entre la fin d’'une impulsion d’entrée et le début de I'impulsion d’entrée
suivante appliquée a la méme borne d’entrée.

NOTE 1 — On mesure le temps de résolution entre les instants ou I'amplitude du signal d’entrée atteint des valeurs
spécifiées situées dans la zone de transition entre deux niveaux de signal.

NOTE 2 — Le temps de résolution est le temps qui s’écoule entre deux impulsions; il peut étre insuffisant pour
assurer que les deux impulsions sont distinctes. On définit une valeur minimale qui est le temps le plus court pour
lequel un fonctionnement correct du circuit numérique est garanti.

1.4.7 Temps de propagation du niveau haut au niveau bas (du niveau bas
au niveau haut)

Intervalle de temps entre des points de référence spécifiés sur les impulsions a I'entrég et a la
sortie Idrsque la sortie évolue vers le niveau bas (haut) et que le dispositif est_ eommnlandé et
chargé par des dispositifs typiques d'un type déterminé.

NOTE 1 4 Dans certains cas, les circuits de commande et de charge peuvent étre remplacés, pour les essais, par
des résedux équivalents qui doivent étre spécifiés.

NOTE 2 4 La valeur moyenne entre la limite supérieure et la gamme des valeurs du~hiveau bas a I'entrge et a la
limite infgrieure de la gamme des valeurs du niveau haut a I'entrée est généralement utilisée comme hiveau de
référence|spécifié.

1.4.8 Temps de transition du niveau haut au niveau bas (du niveau bas au niveau hauf)
Intervalle de temps entre des points de référence spécifiés)sur le flanc de I'impulsion dg sortie,

lorsque [la sortie évolue vers le niveau bas (haut) et qudn signal d’entrée spécifié est appliqué
a traverp un réseau spécifié, la sortie étant chargée par un autre réseau spécifié.

1.4.9 Tlemps d’autorisation

Intervalle de temps entre un point spécifielsur la transition du signal d’autorisation et un point
spécifié[sur la forme d’onde de sortie quiTreprésente le début du fonctionnement prévu.

1.4.10 [femps d’inhibition

Intervalle de temps entre un-point spécifié sur la transition du signal d’inhibition et un point
spécifié[sur la forme d’onde.de sortie qui représente la fin du fonctionnement concerné

1.4.11 [femps d’autacisdtion en sortie (pour une sortie «trois états»)

Intervalle de temps entre les points de référence spécifiés sur les formes d’onde des fensions
d’entréd et de_sortie, lorsque la sortie «trois états» change d’un état a haute impédange a l'un
des nivgaux(actifs (haut ou bas) définis.

1.4.12 Temps d’inhibition en sortie (pour une sortie «trois états»)
Intervalle de temps entre les points de référence spécifiés sur les formes d’'onde des tensions

d’entrée et de sortie, lorsque la sortie «trois états» change de I'un des niveaux actifs (haut ou
bas) définis a I'état a haute impédance.

1.4.13 Durée (largeur) d’'une impulsion
Intervalle de temps séparant des points de référence spécifiés sur les flancs de I'impulsion.
1.4.14 Temps de validation

Intervalle de temps pendant lequel un signal de sortie est valide ou durant lequel un signal
d’entrée doit étre valide.
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1.4.6 Resolution time

The time interval between the cessation of one input pulse and the commencement of the next
input pulse applied to the same input terminal.

NOTE 1 — The resolution time is measured between the instants at which the magnitude of the input signal passes
through specified values within the transition of the signal levels.

NOTE 2 — The resolution time is the actual time between two pulses and may be insufficient to ensure that both
pulses are recognized. A minimum value is specified that is the shortest interval for which correct operation of the
digital circuit is guaranteed.

1.4.7 High-level to low-level (low-level to high-level) propagation time

The timg Interval between speciiied reference points on the input and on the outpui pulses,
when thle output is going to the low-(high-)level and when the device is driven and,lopded by
typical devices of stated types.

NOTE 1 | In some circumstances, the driving and the loading circuits may be replaced fow test pufposes by
equivalent networks which must be specified.

NOTE 2 4 The mean value between the upper limit of the input low range and the lowerlimit of the input High range
is generally used as the specified reference level.

1.4.8 High-level to low-level (low-level to high-level) transition time
The timg interval between specified reference points on the edge of the output pulse when the
5

output is going to the low-(high-)level and when a specified input signal is applied through a
specifief network and the output is loaded by another specified network.

1.4.9 HEnable time

The timp interval from a specified point on the transition of the enabling signal to a 4pecified
point onl an output waveform that represents.the commencement of the intended operatjon.

1.4.10 pisable time

The timp interval from a specified(point on the transition of the disabling signal to a gpecified
point on an output wafeform thdt sepresents the cessation of the affected operation.

1.4.11 Putput enable time (of a three-state output)
The time interval between the specified reference points on the input and output|voltage

waveforns, with the\three-state output changing from a high-impedance (off) state to either of
the defined activeylevels (high or low).

1.4.12 Putput disable time (of a three-state output)

The time interval between the specified reference points on the input and output voltage
waveforms, with the three-state output changing from either of the defined active levels (high
or low) to a high-impedance (off) state.

1.4.13 Pulse duration (width)

The time interval between the specified reference points on the two transitions of the pulse
waveform.

1.4.14 Valid time

The time interval during which an output signal is valid or during which an input signal must be valid.


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

- 36 - 60748-2 © CEI:1997

1.4.15 Temps de validation de I'information en sortie

Intervalle de temps pendant lequel l'information en sortie reste valide, a la suite d'un
changement des conditions d’entrée qui pourraient provoquer, a la fin de cet intervalle, un
changement de I'information en sortie.

1.4.16 Capacité équivalente d’entrée (ou de sortie) (d’un circuit binaire)

Capacité d’'un condensateur discret qui provoque le méme effet sur la forme d’onde d’un signal
numeérique que la composante capacitive de I'impédance d’entrée (ou de sortie) d'un circuit

binaire.

1.5 Co
1.5.1 E
Etat ca

déclenc
d'une sy

NOTE - {

1.5.2 H

Process

153 T

Tension

ce circujt est en état de verrouillage.

154 C

Courant
de verrd

2 Exeinples

2.1 Cir

211 T
a) CircJ

ncept de verrouillage
tat de verrouillage
actérisé par un chemin conducteur persistant de faible impédance; et résu

rtension a lI'entrée, a la sortie ou sur l'alimentation.

n état de verrouillage, le dispositif devient inopérant.

ffet de verrouillage

us qui conduit & un état de verrouillage.

ension de verrouillage a I'état passant (Vi) Vop())

entre les bornes de l'alimentation d'un:circuit intégré pour un courant spécifié

ourant de verrouillage ( /iz¢cp)

le plus faible qui passe par,une borne spécifiée d'un circuit intégré au début ¢
uillage de ce circuit.

Itant du

nement d'une structure bipolaire a quatre couches consécutifyau courant rfésultant

lorsque

e l'effet

b) Circuit NON-ET (état L), NON-OU (état H)

Cuits combifatoires élémentaires
ypes de eircuits combinatoires élémentaires et leur table de fonctionnement
it E¥.(état L), OU (état H)
Ernrees Sortie
ABC Q
LLL...L L
Toutes combinaisons avec H H

Entrées Sortie
ABC Q
LLL...L H

Toutes combinaisons avec H L
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1.4.15 Output data-valid time

The time interval during which output data continues to be valid following a change of input
conditions that could cause the output data to change at the end of the interval.

1.4.16 Equivalent input (output) capacitance (of a binary circuit)

The capacitance of a discrete capacitor that causes the same effect on the waveform of a
digital signal as the capacitive component of the input (output) impedance of a binary circuit.

1.5 Latch-up concept

151 L

A state

resulting from an input, output or supply overvoltage that triggers a parasitic four-laye

structur

NOTE - |
152 L
A proce
153 L

The voll
when th

154 L

The low
onset of

2 Exainples

htch-up state

in which a low-impedance path has resulted from and persists following’the

a}
h the latch-up state, the device becomes inoperable.

atch-up effect

5s that results in a latch-up state.

atch-up on-state voltage ( Ve, Voo))

age between the supply voltage terminals of @h integrated circuit at a specified
e integrated circuit is in the latch-up state,

atch-up current ( fatch )

est current that flows into or out™of a specified terminal of an integrated circu
latch-up.

2.1 Elgmentary combipatorial circuits
2.1.1 Tlypes of elementary combinatorial circuits and their function tables
a) L-AND, H-ORgircuit
Inputs Output
ABC Q
CLL...L L
All combinations with H H
b) L-NAND, H-NOR circuit
Inputs Output
ABC Q
LLL...L H
All combinations with H L

current
bipolar

current

it at the


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

- 38 - 60748-2 © CEI:1997

c) Circuit ET (état H), OU (état L)

Entrées Sortie
ABC Q
HHH...H H
Toutes combinaisons avec L L
d) Circuit NON-ET (état H), NON-OU (état L)
Entrées Sortie
ABC Q
HHH. .. H T
Toutes combinaisons avec L H
e) Invenseur binaire
Entrée Sortie
L H
H L

2.1.2 Réalisation d’opérations logiques au moyen de circuits cembinatoires
¢lémentaires

(pour deux relations possibles entre les états L et H deS)variables et les valeurs binairgs 0 et 1
de l'algébre de Boole)

Circuit Relations
Type Nom L O1 L OO
HOO HO1
a ET (état.L),)OU (état H) ET ou
b NON-ET (étatL), NON-OU (état H) NON-ET NON-OU
c QU (etat L), ET (état H) ou ET
d N@N-OU (état L), NON-ET (état H) NON-OU NON-ET

2.2 Prihcipe de caracténisation des circuits bistables et des circuits séquentiels
afferents, montré.par des exemples et employant la désignation littérale

Deux mpdes delreprésentation des matrices (séquentielles) de fonctionnement sont indiqués.

2.2.1 Préambule

2.2.1.1 Sile signal appliqué a une borne d’entrée est actif:

— lorsqu’il occupe le niveau H,
— ou lors de la transition du niveau L vers le niveau H,

la lettre qui représente cette entrée est écrite sans barre.
Exemple R, S, J ...

Si le signal appliqgué a une borne d’entrée est actif:

— lorsqu’il occupe le niveau L (c’est-a-dire LORSQU’IL N'EST PAS AU NIVEAU H),

— ou lors de la transition du niveau H vers le niveau L (c’est-a-dire LORS DE LA TRANSITION
QUI N'EST PAS DU NIVEAU L VERS LE NIVEAU H),
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c) H-AND, L-OR circuit

Inputs Output
ABC Q
HHH...H H
All combinations with L L
d) H-NAND, L-NOR circuit
Inputs Output
ABC Q
HHH...H L
All combinations with L H
e) Binaty inverter
Input Output
L H
H L

2.1.2 Realization of logic operations by means of elementary combinatorial circuits

(for two| possible assignments of the signal values L and H to«he’binary values 0 gnd 1 of
Boolear] algebra)

Circuit Assignment
Type Name LO1 LOO
HOO HO1
a L-AND, H-OR AND OR
b L-NAND, H-NOR NAND NOR
c L-NOR, H-AND OR AND
d L-NOR, H4NAND NOR NAND

2.2 Pripciples of characterizing bistable circuits and related sequential digital circuits,
shpwn by examples using letter designations

Two different ways of presenting the (sequential) function matrices are quoted.

2.2.1 Plreamble

2.2.1.1 | If the signalapplied to the input terminal concerned is:
— active when\it-is at the H-level,
— or adtive 'during the transition from the L-level to the H-level,

then theTetter which Tepresents the mputis used without a bar.
Examples: R, S, J ...

If the signal applied to the input terminal concerned is:

— active when it is at the L-level (i.e. NOT AT THE H-LEVEL),

— or active during the transition from the H-level to the L-level (i.,e. NOT DURING THE
TRANSITION FROM THE L-LEVEL TO THE H-LEVEL),
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qui représente cette entrée est surmontée d’'une barre.

Exemples: R, S, J...

Dans le cas de circuits fonctionnant en niveau et par transition et lorsque la régle qui précéde

conduit

a une impossibilité, la priorité est donnée a la transition.

2.2.1.2 Les bornes de sortie d’'un circuit bistable sont habituellement notées Q et Q*; Q est la
sortie prise comme référence.

2.2.1.3 Normalement, pour les deux r‘nnfigllrafinnc de saortie stables d'un circuit bistable, les
niveaux|aux bornes Q et Q* sont complémentaires.

La configuration de sortie pseudo-stable est indiquée par les lettres H-ou L |ou leur
combinaison, placées entre parenthéses aprés les lettres RS, quand elle existel

Si dang$ la configuration de sortie pseudo-stable, les niveaux de* Q et de Q* sont
complémentaires, les deux lettres H et L sont utilisées, la premiére lettre désignant l¢ niveau
de Q.

Si dans|la configuration de sortie pseudo-stable les niveaux dé)Q et de Q* sont identiqlies, une
seule leftre est utilisée pour désigner ces niveaux.

Exemplgs: RS(H), RS(L), RS(HL), RS(LH).

Si ce n'¢st pas exigé, les parentheses et les lettres a I'intérieur peuvent étre omises.

2.2.1.4 | Tous les autres types de basculés RS, RgSg, JK, J{Ky, etc., peuvent étrg décrits
d’'une mianiére analogue aux exemples qui suivent.

2.2.2 (Jircuits

2.2.2.1 |Circuit RS (L)

Circuit gont les deux entrées R et S sont des entrées & fonctionnement en niveall. L'une
quelcongue des entrées-ne peut étre active que pour le niveau H seulement.

La configuration'd’entrée (R, S) = (L, H) conduit a la configuration de sortie (Q, Q*) = (i, L). Le
retour al niveatrL de I'entrée S est sans effet.

La configuration d'entrée (R, S) = (H, L) conduit a la configuration de sortie (Q, Q*) = (I, H). Le
retour au niveau L de I'entrée R est sans effet.

La configuration d’entrée (R, S) = (H, H) conduit a la configuration de sortie pseudo-stable (Q,
Q*) = (L, L). Le retour simultané des deux entrées du niveau H vers le niveau L conduit a une
configuration de sortie stable imprévisible.

NOTE - Pour des raisons techniques, dans certains cas, la configuration d’entrée (R, S) = (H, H) peut étre interdite.
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then the letter which represents the input is used with a bar.

Examples: ﬁ, §,3

In cases of level/transition-operated circuits where the above gives rise to contrary indications,
priority is given to the transition.

2.2.1.2 The output terminals of a bistable circuit are denoted by Q and Q* where Q is the
reference-output terminal.

2.2.1.3 Normally, in the two stable output configurations (output patterns) of a bistable circuit,

the leve

The ps¢udo-stable output configuration (output pattern) is stated by the lettersoH
combinations thereof, to be put in brackets following the letters RS, when it occurs:

If, in the pseudo-stable output configuration (output pattern), the levelsCat Q and

comple

If, in th

same, only one letter is used to designate these levels.

Exampl
If not re

2.2.1.4
analogu

222 C
2221

A circuif
the H-le

The inp
pattern)
no actio

The inp
pattern)

Is at the terminals Q and Q* are complementary.

hentary, both the letters H and L are used, the first letter designating the level g

b pseudo-stable output configuration (output pattern), the(levels at Q and Q¥

bs: RS(H), RS(L), RS(HL), RS(LH).
uired, the brackets and letters between themican be omitted.

All other types of RS, RgSg, JK, JrKgpCircuits, etc., can be described in a
le to the examples that follow.

ircuits
RS (L) circuit

having two level-operated input terminals R and S. Either input signal can be
vel only.

It configuration, (input pattern) (R, S) = (L, H) produces the output configuratior
(Q, Q*) = (H,\L). The return of the input signal at the S terminal to the L-level p
n.

It configuration (input pattern) (R, S) = (H, L) produces the output configuration
(@7.Q*) = (L, H). The return of the input signal at the R terminal to the L-level p

or L or
Q* are
t Q.

are the

manner

hctive in

(output
roduces

(output
roduces

no acti

The input configuration (input pattern) (R, S) = (H, H) produces the pseudo-stable output
configuration (output pattern) (Q, Q*) = (L, L). The simultaneous return of both input signals
from the H-level to the L-level produces a non-foreseeable stable output configuration (output

pattern)

NOTE - In some cases, the input configuration (input pattern) (R, S) = (H, H) may not be permitted due to technical

reasons.
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Matrices (séquentielles) de fonctionnement:

R L H R L H
s | L H L || Q| @ Q | @
Ol®| 3| 2| H]|L Hl L
@| 1|3 |@|L|H L | H
? 1|03 2 L L L L
[E€ “1$59/97

Diagrampme des temps:

@ I

IEC 1660/97

Figure 1

2.2.2.2 |Circuit RS (H)

Circuit pont les deux entrées ﬁ,g sont des entrées a fonctionnement en niveall. L'une
guelconpue des entrées ne peut-étre active que pour le niveau L seulement.

La conf{guration d’entrée—(R,S) = (H, L) conduit a la configuration de sortie (Q, Q*) ¥ (H, L).
Le retodr au niveau H.de I'entrée S est sans effet.

La conflguration-d’entrée (R, S) = (L, H) conduit & la configuration de sortie (Q, Q*) ¥ (L, H).
Le retodr au.niveau H de I'entrée R est sans effet.

La configuration d’entrée (R,S) = (L, L) conduit a la configuration de sortie pseudo-stable

(Q, Q*) = (H, H). Le retour simultané des deux entrées du niveau L vers le niveau H conduit a
une configuration de sortie stable imprévisible.

NOTE - Pour des raisons techniques, dans certains cas, la configuration d’entrée (ﬁ, §) = (L, L) peut étre
interdite.
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Function (sequential) matrices:

R L H R L H
s | L H L || Q| @ Q*
Ol®| 3| 2| H]|L L
@1 |3 |@f|L|H H
? 1|03 2 L L L

IEC 1659/97

Timing fliagram:

@ I

IEC 1660/97

Figure 1
2.2.2.2 | RS (H) circuit

A circuif having two level-operatediinput terminals R and S. Either input signal can be factive in
the L-leyel only.

The inpuit configuration (input pattern) (ﬁ, §) = (H, L) produces the output configuration] (output

pattern)[(Q, Q*) = (H,L)~The return of the input signal at the S terminal to the H-level produces
no action.

The inpuit configuration (input pattern) (ﬁ, §) = (L, H) produces the output configuration] (output

pattern)| (Q,-Q*) = (L, H). The return of the input signal at the R terminal to the| H-level
producels RO action

The input configuration (input pattern) (ﬁ, §) = (L, L) produces the pseudo-stable output
configuration (output pattern) (Q, Q*) = (H, H). The simultaneous return of both input signals
from the L-level to the H-level produces a non-foreseeable stable output configuration (output
pattern).

NOTE - In some cases, the input configuration (input pattern) (ﬁ, 5) = (L, L) may not be permitted due to technical
reasons.
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Matrices (séquentielles) de fonctionnement:

R L H R L H
S| L H Lf|o|o Q | e
3|2 |O|O|H|L H | L
3| @@ 1L |H Ll H
| 2 ? 1 H | H H | H

IEC')\16H1/97

Diagranyme des temps:

L
Cd

s L LT
. 1L —
Q* RS 1

IEC 1662/97

Eigure 2

2.2.2.3 |Circuit T

Circuit dont I'entrée T est a fonctionnement par transition.

Le pasgage du niveau L-au‘hiveau H de la variable, appliquée sur cette entrée, proyoque le
changemment de la configuration de sortie.

Le retodr de la variable d’entrée du niveau H vers le niveau L est sans effet.

Matrice$ (séquentielles) de fonctionnement:

T|L|H| Q]| T‘L‘HQQ*
@D 2L |H L | H
3| @ H | L H | L
@ 4| H|L H | L
1 | @ L | H L | H

IEC 1663/97
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Function (sequential) matrices:

— 45 —

ol

wl

IEC 1661797

Eigure 2

having one input terminal;'T, which is transition-operated.

IEC 1662/97

ne signal applied<to the input terminal changes from the L-level to the H
s change-over of\the output configuration (output pattern).

rn of the ipput signal from the H-level to the L-level produces no action.

R L H
S| L H L Q| o
32| OO H|L
3 (@@ 1| L |H
| 2|2 | 1|H]|H
Timing dliagram:
R
s
Q
Q*
2.2.2.3 |T circuit
A circuit
When t
produce
The rety
Functiop (sequential) matrices:
T|L|H| Q|
@D 2L |H
3| @fH]|L
| 4| H|L
1 | @ L |H

T‘L‘H

IEC 1663/97

level, it
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Diagramme des temps:

Q

B
*T

[
[ .

Figure 3

2.2.2.4 |Circuit T
Circuit dont I'entrée T est du type a fonctionnement par transition.

Le pasgage du niveau H au niveau L de la variable, appliquée a cette “entrée, proyoque le
changement de la configuration de sortie.

Le retodr de la variable d’entrée du niveau L vers le niveau H est{sans effet.

Matrice$ (séquentielles) de fonctionnement:

F L] Hf]aQ|o T | L ll al o

2 |l L |H L|H

@] 3fH|L H|L

4 |®fH]|L H|L

OB B L|H L|H
IEC 16657

Diagrampme des temps;

A I N I I O
N

|

| I e S .

IEC 1666/97

Figure 4
2.2.2.5 Circuit T g (définition générale)

Circuit dont I'entrée T est du type a fonctionnement par transition et I'entrée G du type a
fonctionnement en niveau.

Tant que I'entrée G est portée au niveau H, le circuit fonctionne comme un circuit T.

Tant que I'entrée G est portée au niveau L, la variable d’entrée T n’a plus aucune action sur la
configuration de sortie.
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Timing diagram:

Q

B
I

LT
[

Figure 3

2.2.2.4 | T circuit
A circuif having one input terminal, T, which is transition-operated.

When the signal applied to the input terminal T changes from the H:level to the Ltlevel, it
produceds change-over of the output configuration (output pattern).

The retdrn of the input signal from the L-level to the H-level proddees no action.

Functiop (sequential) matrices:

F L] Hf]aQ|o T | L ll al o

2 |l L |H L|H

@] 3fH|L H|L

4 |®fH]|L H|L

OB B L|H L|H
IEC 16657

Timing {liagram:

O*

J

|
L 1 L1 L1

IEC 1666/97

Figure 4
2.2.2.5 General T g circuit
A circuit having one transition-operated input terminal, T, and one level-operated input terminal, G.
While the G input signal has the H-level, the circuit functions like a T circuit.

While the G input signal has the L-level, the T input signal has no effect on the output
configuration (output pattern).
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La configuration de sortie atteinte aprés une transition simultanée des variables aux deux
entrées est imprévisible lorsque la variable appliquée a I'entrée T passe du niveau L au niveau H,
guelle que soit la transition a I'entrée G.

Matrices (séquentielles) de fonctionnement:

G L H G L H
T|L H Lfafa T Q
18—+ -
1124 |@fL|H H
1(®]|®)2tL|H H
6 | @] ®| 5| H|L L
6|2 3|®fH]|L L
® | 4 ? 5 | H L L
IEC 1667497

Diagrampme des temps:

IEC 1668/97

T I B [
G #'— #'— —|I__ —|I_

IEC 1669/97

Figure 5
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The simultaneous change of both input signals produces a non-foreseeable output
configuration (output pattern) if the T input signal changes from the L-level to the H-level
and the G input signal changes, either from the L-level to the H-level, or from the H-level to the
L-level.

Function (sequential) matrices:

G L H G L H

T|L H Lfafa T Q
| 3| ?2]2]L|H 4
1124 |@fL|H H
1(®]|®)2tL|H H
6 | ®| @] s | H|[L L
6|2 3|®fH]|L L
® | 4 ? 5 | H L L

IEC 1667497

Timing dliagram:

IEC 1668/97

Timing fliagram~of general Tg circuit (continued):

IEC 1669/97

Figure 5
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Matrices sequentielles de fonctionnement du circuit Tg (cas ou T est retarde par rapport a G):

G| L|H|W G| L|H]|H
T H Lfala T al o
2| s|lOofL|H L|H
@|@]| 1L |H L|H
®(®]4|H|L H| L
3| 2| @®@H]|L H |k
IEC 1670497

Matrice$ (sequentielles) de fonctionnement du circuit T (cas ot G est retarde par rapport a T):

G| L |wH|H G | W |WH| H
Tl{L|lH|L[fa]a Q| o
Ol 2L |H L |H
1 3{@fc]mH L|H
@(®|4fnH]L H|L
3|1 |[@)H]|L H| L
IEC 167497

Figure 6

2.2.2.6 |Circuit JK (fonctionnement par transition)

Circuit dont les deux enfrées J et K sont du type a fonctionnement par transition et dont les
transitiogns actives sent celles du niveau L vers le niveau H.

Lorsqud la vatiable appliquée a la borne d’entrée J passe du niveau L au niveau H, elld conduit
a la cornfiguration de sortie (Q, Q*) = (H, L). Le retour de la variable d’entrée sur la|borne J
vers le r||iveau L est sans effet.

Lorsque la variable appliquée a la borne d’entrée K passe du niveau L au niveau H, elle conduit
a la configuration de sortie (Q, Q*) = (L, H). Le retour de la variable d’entrée sur la borne K
vers le niveau L est sans effet.

Le passage simultané des variables appliquées sur les deux entrées du niveau L au niveau H
provoque le changement de la configuration de sortie.

Le retour de la variable appliquée sur I'une ou l'autre ou sur les deux entrées vers le niveau L
est sans effet.
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Function (sequential) matrices of the Tg circuit with T delayed with respect to G:

G| L]H]|UWH GJ]L{|{H]W
T H L Qo T Q*
2|13 |l@®)fL]H H
Q@ 1L |H H
@l lalln|L L
3|l2@fH]|L L
IEC 1670497
Functiop (sequential) matrices of the Tg circuit with G delayed with regpect to T:
G L |UH]| H G L fLH| H
T L H L Q| o Q*
Ol®|l 2| L]|H H
113 |@||L|H H
O|®| 4] H|L L
31 |®fH]|L L
IEC 167%97
Figure 6
2.2.2.6 |(Transition=eperated) JK circuit
A circuif havingtwo transition-operated input terminals, J and K, for which the input sigphals are
active during-the change from the L-level to the H-level.
When the—sigmat—apptied—tothe—J—mputtermimatctangesfronthet=tevetto—the—ttlevel, it

produces the output configuration (output pattern) (Q, Q*) = (H, L). The return to the input
signal at the J terminal to the L-level produces no action.

When the signal applied to the K input terminal changes from the L-level to the H-level, it
produces the output configuration (output pattern) (Q, Q*) = (L, H). The return of the input
signal at the K terminal to the L-level produces no action.

The simultaneous change of both input signals from the L-level to the H-level produces
change-over of the output configuration (output pattern).

The return of either, or both, input signals to the L-level produces no action.
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Matrices (séquentielles) de fonctionnement:

K L H K L H
J | L H Lfala J a
|4 |3 |OfJL]H H
11 @1 1 L |H H
44 ]|1®|O®H|L L
@ @ 2| 10H]|L b
1IEC 1672/

Diagrampme des temps:

2.2.2.7

Descrip
comme

2.2.2.8

Circuit d

L
© L] s

IEC 1673/97

Figure 7

Circuit JK (fonctionnefment par transition)

ion analogue a la précédente (2.2.2.6), mais en considérant les transitions de
actives.

Circuit D &

ont I'entrée D et I'entrée G sont du type & fonctionnement en niveau.

b7

H vers L

Aussi Id

ngtémps que l'entrée G est portée au niveau H, la sortie de référence Q o

ccupe le

méme n

iveau que I'entrée D.

Au moment de la transition du niveau H vers le niveau L de I'entrée G, la configuration de
sortie est maintenue.

Aussi longtemps que le niveau L est maintenu en G, la variable d’entrée appliquée sur D est
sans effet.

La transition simultanée des variables appliquées sur les deux entrées conduit a une
configuration de sortie imprévisible, si la variable appliquée sur G passe du niveau H au
niveau L et la variable appliquée sur D passe soit du niveau L au niveau H, soit du niveau H au
niveau L.
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Function (sequential) matrices:

- 53 -

K L H H

J L H Lfala oy
Q4| 3| DL ]H H
1 11| 1 L|H H
414 [®|IB®H|L L
@@ 2| 1H|L L

IEC 1672/p7
Timing dliagram:

2.2.2.7

Descrip
H-level

2.2.2.8

A circuit

(Transition-operated)

o L-level.

D¢ circuit

Figure 7

J, K circuit

having two level-operated input terminals D and G.

-
L

IEC 1673/97

ion analogous t02,2.2.6, but where the input signals are active during the charge from

While tf

e G Input signal has the H-level, the level at the reference output terminal

same as the level of the D input signal.

Q is the

When the G input signal changes from the H-level to the L-level, the output configuration

(output pattern) is maintained.

While the G input signal has the L-level, the D input signal has no effect.

The simultaneous change of both

input signals produces a non-foreseeable output

configuration (output pattern) if the G input signal changes from the H-level to the L-level and
the D input signal changes either from the L-level to the H-level, or from the H-level to the L-

level.
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Matrices (séquentielles) de fonctionnement (ces matrices ne s'appliquent que dans le cas ou D
est retardé par rapport a G):

G| L H G| L H
D |WH| H Lflao]ao D Q*
Ol |H H
@@ ]| 1 H L L
IEC .1674/p7

Diagranyme des temps:

IEC 1675/97

Figure 8
2.2.2.9 [Circuit Dg
Circuit dont les deux entrées D et.G;,sont du type a fonctionnement en niveau.

Aussi lghgtemps que I'entrée G est portée au niveau L, la sortie Q occupe le méme nijeau que
I'entrée|D.

Au monpent de la_transition du niveau L vers le niveau H de I'entrée G, la configurption de
sortie et maintenye:

Aussi lgngtemps que le niveau H est maintenu en G, la variable d’entrée appliquée spr D est
sans effet.

La transition simultanée des variables appliquées sur les deux entrées conduit a une configuration de

sortie imprévisible, si la variable appliquée sur G passe du niveau L au niveau H et la variable
appliquée sur D passe soit du niveau L au niveau H, soit du niveau H au niveau L.
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Function (sequential) matrices (these matrices apply only for the case where D is delayed with

respect to G):
G| L H G| L H
D |WUH| H L Q| o D Q
Ol2|®fL]|H H
@O 1 n]|L L
IEC 1674/p7
Timing dliagram:
S [ N S B o S
G
| L] L L
o — LI UL Y
S O B S B g B
IEC 1675/97
Figure 8
2.2.2.9 | Dg circuit
A circuif having two level-operated-input terminals, D and G.
While the G input signal-has the L-level, the level at the reference output terminal Q is the
same a$ the level of the D-input signal.
When the G input=signal changes from the L-level to the H-level, the output configuration
(output pattern)is’maintained.
While tHe G input signal has the H-level, the D input signal has no effect.

The simultaneous change of both input signals produces a non-foreseeable

configuration (output pattern) if the G input signal changes from the L-level to the H-level and
the D input signal changes either from the L-level to the H-level, or from the H-level to the

L-level.

output
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Matrices (séquentielles) de fonctionnement (ces matrices ne s'appliquent que dans le cas ou D
est retardé par rapporta G):

G

H G L H
HlwHf| o | o D (o)
P NOY SR H
Q1O n]lL L
IEC 1676197

Diagranyme des temps:

2.2.2.1¢0

IEC 1677/97

Figure 9

Circuit D ¢

Circuit dont I'entrée D est du.type a fonctionnement en niveau et I'entrée T du| type a
fonctionhement par transition.

Une trapsition, sur I'entrée~T, du niveau L vers le niveau H ameéne la sortie Q de référence a
prendre|le méme niveau gue I'entrée D.

Une tranmsition, sut/entrée T, du niveau H vers le niveau L conduit a maintenir la configuration

de sorti¢.

Aussi Ifl)ngtemps

que l'entrée T est maintenue au niveau H ou au niveau L, la |variable

appliquéesurb-estsans—effet:
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Function (sEquential) matrices (these matrices apply only for the case where D is delayed with
respect to G):

G L H G L H

D|L|H|wWH|a]|a D a
Ol2|lofL|H H
1 | @@ H|L L

IEC, 1676197

Timing dliagram:

IEC 1677/97

Figure 9

2.2.2.1q Dr circuit

A circu|t having one level-operated input terminal, D, and one transition-operatged input
terminal, T.

The change of the T inputvsignal from the L-level to the H-level produces at the r¢ference
output terminal Q a level,which is the same as the level of the D input signal.

When the T input-signal changes from the H-level to the L-level, the output configuration
(output pattern)is’maintained.

While tHeT input signal has either the L-level or the H-level, the D input signal has no gffect.
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Matrices (séquentielles) de fonctionnement (ces matrices ne s'appliquent que dans le cas ou D
est retardé par rapport a T):

Diagranyme des temps:

2.2.2.1]

Circuit
fonction

Une tra
prendre

T L H T L H

D|L|H|W]a]|a D Q
O|l2|®OL|H H
1 @\ 3 L H H
T F [T C
@l s |1 |H]|L L

A e 1 e O O I O v
S e T e T pEsuln

R R
S I

IEC 1679/97

Figure 10
Circuit Df

Hont I'entrée D est'du type a fonctionnement en niveau et I'entrée T du
nement par transition.

hsition, surl'entrée T, du niveau H vers le niveau L ameéne la sortie de référe
le méme niveau que I'entrée D.

Une transition, sur l'entrée T, du niveau L vers le niveau H conduit au maintie
Configu ation de sortie

IEC 1678197

type a

hce Q a

h de la

Aussi longtemps que l'entrée T est maintenue au niveau L ou au niveau H, la variable
appliquée sur D est sans effet.
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Function (sequential) matrices (these matrices apply only for the case where D is delayed with

d input

respect to T):
T L H T L H
D L HI|WH] Q| Q D Q-
Ol2|lofL|H H
1 @\ 3 L H H
T I H [T C
@3 |1 H]|L L
IEC 1678{97
Timing dliagram:
S R B B B
S e O e O X T 10
o — I 1
e L] .
IEC 1679/97
Figure 10
2.2.2.1Y Ds circuit
A circult having one level-operated input terminal, D, and one transition-operate

termina

The ch3
output t

, T.

\nge of the T input signal from the H-level to the L-level produces at the r¢g
erminal-Q a level which is the same as the level of the D input signal.

When t

hev T input signal changes from the |-level to the H-level, the output confi

ference

uration

(output pattern) is maintained.

While the T input signal has either the H-level or the L-level, the D input signal has no effect.
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Matrices (séquentielles) de fonctionnement (ces matrices s'appliquent dans le cas ou D est
retardé par rapporta T):

bl
-
I

=l

L/H HIL

Diagrampme des temps:

2.2.2.12

Circuit
lesquell

Aussi Id
circuit R

La trans
de sorti

Figure 11

Circuit R 5Sg (L)

bs |le niveau actif,estle niveau H.

S (L).

b.pour autant qu’elle ne soit pas pseudo-stable.

L

IEC 1681/97

IEC 1684

jont les trois entrées ‘R, S et G sont du type a fonctionnement en niveau

ngtemps queN’entrée G est maintenue au niveau H, le circuit fonctionne co

ition du niveau H vers le niveau L, sur I'entrée G, conduit & maintenir la confi

et pour

mme un

guration

Si la configuration de sortie est pseudo-stable, c’est-a-dire si (Q, Q*) = (L, L), le passage de la
variable appliqguée sur G du niveau H vers le niveau L conduit a une configuration de sortie
imprévisible.

Aussi longtemps que le niveau L est maintenu sur I'entrée G, la variable appliquée sur R et S
est sans effet.
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Function (s_equentia/) matrices (these matrices apply only for the case where D is delayed with
respectto T):

T| L H T L H
D{wH|H| L] alo D a
Ol2|®f L |H H
3|1@] 1 L|H H
Ol®[4H][L L
1 3| @H|L L
1EC 168(

Timing dliagram:

2.2.2.12
A circuif
While th

When t
(output

p— LI Ly N

T L L] ¥ B

oI 1

S .
Figure 11

RgSg (L) circuit

having three level=operated input terminals, R, S and G for which H is the activ
e G input sighal has the H-level, the circuit functions as a RS (L) circuit.

ne G input signal changes from the H-level to the L-level, the output confi
pbattern) is maintained, provided that it is not pseudo-stable.

e level.

guration

When t

re—output—configuratiom—(output pattern) s pseudo-stabte; e (O, Q) —(5

L), the

change of the G input signal from the H-level to the L-level produces a non-foreseeable output

configur

ation (output pattern).

While the G input signal has the L-level, the R and S input signals have no effect.
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Matrices (séquentielles) de fonctionnement:

G L H
R| L H L
s|L| H L H | L o|o

G L H
R L H L
S Qr
H
H
L
L
L
Diagramme des\temps:
S N7 o ) e R [ [ ]
S [ ] L] L -
S e e T | | L
— N A O O SO
A | S

IEC 1683/97

Figure 12
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Function (sequential) matrices:

G L H
R| L H L
s| L] H L H (L] o] o

G L H
R L H L
S Qr
H
H
L
L
L
Timing dliagram.
S N7 o ) e R [ [ ]
S [ ] L] L -
S e S e T | | L
— N A O O SO
A | S

IEC 1683/97

Figure 12
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2.2.2.18 Circuits RgSg (L), RgSg (H) et RgSg (H)

Descriptions analogues a la précédente 2.2.2.12.
2.2.2.14 Circuit J 7Kt

Circuit dont les entrées J et K sont du type a fonctionnement en niveau et I'entrée T du type a
fonctionnement par transition.

Lorsque la variable appliqguée sur I’'entrée T passe du niveau L vers le niveau H, les niveaux
appliqués sur les entrées J et K conduisent aux configurations de sortie suivantes:

Pour la ponfiguration d’entrée (J, K) = (L, H),
la gonfiguration de sortie (Q, Q*) = (L, H).

Pour la ponfiguration d’entrée (J, K) = (H, L),
la gonfiguration de sortie (Q, Q*) = (H, L),

Pour la ponfiguration d’entrée (J, K) = (H, H)
changement de la configuration de sortie.

Pour la ponfiguration d’entrée (J, K) = (L, L),
pag de changement de la configuration de sortie.

Le retodr de la variable sur I'entrée T du niveau H vers le niveau L est sans effet. Si la|variable
appliquge sur I'entrée T est soit du niveau H, soitddu niveau L, les variables appliquées sur les
entrées|J et K sont sans effet.

Matrice$ (séquentielles) de fonctionnement (ces matrices ne s'appliquent qu’au cas ofi J et K
sont retardés par rapport a T):

T L H T L H
K L H WH
J L H L |UH|| o |a a
QP2 |12 | O(OfL|H H
1 1 Q1@ 1|1 4fL|H H
4 (41| 1|H|L L
@|@|3|3|@fH]|L L

IEC 1684/97
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2.2.2.13 RgSg (L), RgSg (H) and Rg Sg (H) circuits
Description analogous to 2.2.2.12.

2.2.2.14 J1Kr circuit

A circuit having two level-operated input terminals, J and K, and one transition-operated input

terminal, T.

When the T input signal changes from the L-level to the H-level, an input configuration (output
pattern) corresponding to the levels of the J and K input signals is produced as follows:

For the Jnput configuration (input pattern) (J, K) = (L, H),
the output configuration (output pattern) (Q, Q*) = (L, H).

For the |nput configuration (input pattern) (J, K) = (H, L),
the output configuration (output pattern) (Q, Q*) = (H, L).

For the Jnput configuration (input pattern) (J, K) = (H, H),
change of the output configuration (output pattern).

For the Jnput configuration (input pattern) (J, K) = (L, L),
the output configuration is maintained.

The retdrn for the T input signal from the H-level to<the L-level has no effect. When thg T input

signal hps either the H-level or the L-level, the J and K input signals have no effect.

Functiop (sequential) matrices (the following*matrices apply only for the case where
are delgyed with respect to T):

J and K

T L H T L H
K L H WH K
J L H L|wH]| @ | a J a
Ol 2| O(OfL|H H
1~ Q| @ 1| 4L |H H
4 [41®|®|1]H([L L
@|@| 3 3| @ H L L

IEC 1684/97
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Diagramme des temps:

PR O L
) | L LT 1
S i e B e O B o B B
o ] I
? L] I e

IEC 1685/97

NOTE - Les définitions pour les autres classes de circuits J;K; sont encore a I'étude.

Figure 13

2.2.2.19 Circuits J7Ks, J_K_ et
T T

Descripfions analogues a la précédente (2.2.2.14).

2.2.2.1§ Circuits RS (H), J=Kz

Matrice$ (séquentielles) de fonctionnement:

RS JK T
N— A \Wakn
S{]L H H H 3
RIL[H]|L H H R
T X H L T
J X H L X J
K X L| H Lixjala K o
314|212 ®|O|OfL|H H
s l4t1|Ol@|1[{1|4fL|H H
D4l vhe|2{2|2|2]|H]H H
s |l@ T |@|s{s5|@|@|H|L L
a4 l1]4|G®{G|4(1]H]L L
IEC 1686/97

3 Terminologie pour les mémoires a circuit intégré

3.1 Termes généraux
3.1.1 Cellule-mémoire

Plus petite subdivision d’'une mémoire dans laquelle un élément d'information a été ou peut
étre introduit, dans laquelle il est ou peut étre conservé, et de laquelle il peut étre extrait.
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Timing diagram:

? I [

IEC 1685/97

NOTE - Qefinitions for the other classes of J;K circuits are still under consideration.

Figure 13

2.2.2.19 J:Kz, JrKy and J7Kz circuits

Descriptions analogous to 2.2.2.14.
2.2.2.1 RS (H), JzK5 circuit

Functiofp (sequential) matrices:

RS JK T
N— A \Wakn
S{]L H H H 3
RIL[H]|L H H R
T X H L T
J X H L (x J
K X L| H L'lxjala K Qo
31422 @|O|OfL|H L | H
B l4t1|QL@|1[1|4fL|H L | H
Dla|l 1@l 22]2|2[H|H H | H
s |l |@|s{s5|@|@|H|L H| L
slasl1]|4|G{e|4(1]H]L H| L
IEC 1686/97

3 Terminology for integrated circuit memories

3.1 General terms
3.1.1 Memory cell (or memory element)

The smallest subdivision of a memory into which a unit of data has been or can be entered, in
which it is or can be stored, and from which it can be retrieved.
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3.1.2 Mémoire a circuit intégreé

Circuit intégré constitué par un assemblage de cellules-mémoire et comprenant généralement
des circuits associés: sélecteur d’adresse, amplificateurs, etc.

3.1.3 Zone de stockage de I'information

Subdivision d'une mémoire comprenant une ou plusieurs cellules-mémoire, qui est la plus
petite partie sélectionnable de la mémoire.

NOTE - Le contenu d'une zone de stockage de I'information s’appelle généralement «mot».

3.1.4 Adresse

GroupeJ;ent de bits qui identifie une zone particuliére de stockage de I'information

ou:

signaux| électriques appropriés appliqués aux entrées pour avoir acces, a“cette zone de
stockag

D

3.1.5 LEcture destructive

Procédq de lecture qui provoque la perte de I'information stockée dans la zone de dtockage
lue.

3.1.6 Pjage (bloc)

Ensembile continu d’adresses d’'une mémoire.
NOTE - Lle nombre des adresses contenues dans cet ensemble est généralement égal a une puissance d¢ 2".
3.1.7 Hffacement

Suppregsion des informations contenues dans une mémoire.

3.2 Termes généraux relatifs a lafonction et a I'organisation d’'une mémoire
3.2.1 Qrganisation du stockage de I'information
3.2.1.1 |Organisation bit'par bit

Disposition dans laguelle les zones de stockage sont constituées chacune par une| cellule-
meémoire.

3.2.1.2 |Organisation mot par mot

Dispositiorm dars taquettetes—zones destockage Sont constituées chacune par um nombre
défini de cellules-mémoire qui forment un mot.

3.2.1.3 Organisation page par page (bloc par bloc)

Disposition dans laquelle les zones de stockage forment une page (un bloc).

NOTE - Les zones de stockage d'une page (ou d'un bloc) peuvent contenir chacune un nombre différent de
cellules-mémoire.
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3.1.2 Integrated circuit memory

An integrated circuit consisting of memory cells (elements) and usually including associated

circuits such as those for address selection, amplifiers, etc.

3.1.3 Storage zone of data

A subdivision of the memory, including one or several memory cells, that is the smallest part of

the memory that can be selected.
NOTE - The content of a storage zone of data is usually called a "word".

3.1.4 Address

A group|of bits that identifies a particular storage zone of data

or:

the appifopriate electrical signals applied to the inputs to access this starage zone.

3.1.5 Destructive readout

A reading process that causes the loss of stored information from the storage zone

been read.

3.1.6 Bllock

A contifquous range of memory addresses.

NOTE - Tlhe number of addresses in the range is frequently equal to 2".
3.1.7 Hfase

To remqgve information from a memaory.

3.2 Geperal terms relating to-memory function and organization
3.2.1 Qrganization of information storage
3.2.1.1 |Bit-oriented.grganization

An arrapgement.in which the storage zones each consist of one memory cell.

3.2.1.2 |Werd-oriented organization

hat has

An arrangement in which the storage zones each consist of a defined number of memory cells

that form a word.

3.2.1.3 Block-oriented organization

An arrangement in which the storage zones form a block.

NOTE - The storage zones in a block may each contain a different number of memory cells.
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3.2.2 Présentation de 'information
3.2.2.1 Présentation paralléle de I'information

Transmission simultanée de plusieurs bits de données sur des canaux ou des lignes de bus
séparés.

3.2.2.2 Présentation série de I'information

Transmission successive de plusieurs bits de données sur un seul canal ou sur une seule ligne
de bus.

3.2.3 Mode d’'adressage
3.2.3.1 |Adressage parallele

Sélectign d’'une zone de stockage par la présentation simultanée de tous les)bits de I'adresse.

3.2.3.2 |Adressage série

Sélectign d’'une zone de stockage par la présentation successive de-tous les bits de I'agiresse.

3.2.3.3 |Adressage multiplexé, adressage série-paralléle

Sélection d’'une zone de stockage par la présentationvde plusieurs groupes de |bits qui
constitupnt I'adresse, les bits de chaque groupe étant présentés en paralléle et les |groupes
étant eyx-mémes présentés en série.

3.3 Types de mémoires
3.3.1 Mémoire a lecture seule

Mémoir¢ dont le contenu est destiné a étre lu seulement et non a étre mofifié en
fonctionhement normal.

NOTE - Pauf indication contraire, le terme «mémoire a lecture seule» impliqgue que I'information contenue est
déterminde par la structure de la ménioire et est inaltérable.

3.3.1.1 |Mémoire a lecture’seule a contenu fixé par construction

Mémoir¢ a lecture-seule dont le contenu de chaque cellule est déterminé lors de la fabrication
et est erLsuite inaltérable.

a) Mémpire(a lecture seule a contenu programmable par masque

Mémoirg¢ aVecture seule dont le contenu de chaque cellule est déterminé lors de la falprication
par I'utilisation d’'un masque.

3.3.1.2 Mémoire a lecture seule a contenu programmable par I'utilisateur
Mémoire a lecture seule dont le contenu de chaque cellule peut étre modifié aprés fabrication.

a) Mémoire a lecture seule a contenu programmable

Mémoire a lecture seule dont le contenu de chaque cellule ne peut étre modifié qu’'une fois.
b) Mémoire a lecture seule a contenu reprogrammable

Mémoire a lecture seule dont le contenu de chaque cellule peut étre modifié plus d’une fois.
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3.22 P

3.22.1

resentation of information

Parallel presentation of information

The simultaneous transmission of several bits of data on separate channels or bus lines.

3.2.2.2

Serial presentation of information

The transmission of several bits of data in succession on a single channel or bus line.

3.2.3 Mode of addressing

3.2.3.1

The selg¢ction of a storage zone by the simultaneous presentation of each bit of theZadd

3.2.3.2

The selg

3.2.3.3

The sel

constitut/e the address, the bits of each group being pre€sented in parallel and the

themsel

3.3 Types of memories

3.31 R

A mem
normal

NOTE - U
structure

3.3.1.1

A read-
manufa
a) MaskK

A fixed
determi

Parallel addressing

Serial addressing

Multiplexed addressing, serial-parallel addressing
pction of a storage zone by the presentation of several groups of bits that

es being presented in series.

ead-only memory (ROM)

bry in which the contents are intended to be read only and not to be altere
hbperation.

nless otherwise qualified, the term ™read-only memory" implies that the data content is determi
And is unalterable.

Fixed-programmed read-only memory

Cture, and is thereafter unalterable.

-programined read-only memory

ned,during manufacture by the use of a mask.

[€SS.

pction of a storage zone by the presentation in succession of edch bit of the address.

ogether
groups

| during

hed by its

pnly memory in which the data content of each cell (element) is determined during

programmed read-only memory in which the data content of each cell (elenent) is

3.3.1.2

Field-programmable read-only memory

A read-only memory that, after being manufactured, can have the data content of each memory

cell (ele

ment) altered.

a) Programmable read-only memory (PROM)

A field-programmable read-only memory that can have the data content of each memory cell
(element) altered once only.

b) Reprogrammable read-only memory

A field-programmable read-only memory that can have the data content of each memory cell
(element) altered more than once.
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3.3.2 Mémoire a écriture-lecture

Mémoire dont chaque cellule peut étre choisie en appliquant des signaux d’entrée électriques
appropriés et dans laquelle I'information conservée peut étre:

a) soit lue aux bornes de sortie appropriées,

b) soit modifiée en réponse a d’autres signaux électriques d’entrée appropriés.

3.3.3 Mémoire a acces aléatoire

Mémoire qui permet l'accés a n'importe quel emplacement de ses adresses quel que soit
I'ordre désiré.

NOTE - {
mémoire

3.34 M
Mémoir
NOTE 1 -
NOTE 2 -

3.35 M

Mémoiré
consery

NOTE 1

NOTE 2
rafraichis

NOTE 3

NOTE 4
I'intérieur

3.3.6 M
Mémoir
sont plu

3.3.7 M

Mémoir
prédéte

suellement, ce terme est appliqué a une mémoire a écriture-lecture mais pourrait aussi s’applid
b lecture seule.

émoire a écriture-lecture a fonctionnement statique

b dans laquelle I'information est conservée en I'absence de signaux’de comman

Les mots «a écriture-lecture» peuvent étre omis du terme lorsqu’il n’y a pas™de risque de confug

Une mémoire a fonctionnement statique peut utiliser des circuits d’acces.ou de lecture dynamig
émoire a écriture-lecture a fonctionnement dynamique

b dont les cellules exigent I'application répétitive "de sighaux de commande,
er I'information.

Les mots «a écriture-lecture» peuvent étre omis du te€rme lorsqu’il n'y a pas de risque de confug

- Une telle application répétitive de signaux.de“commande est normalement appelée «opé
sement».

Une mémoire a fonctionnement dynamiqugypeut utiliser des circuits d’acces ou de lecture statiq|

- Cette définition s’applique, que la génération des signaux de commande s’effectue a I'exté
du circuit intégré.

émoire volatile

b dont I'information contenue est détruite lorsque les tensions d’alimentatior
s appliquées.

émoire a acces séquentiel

minés

uer a une
de.
ion.
ues.
afin de
ion.
ration de
ues.
ieur ou a
s ne lui

b dans laquelle les zones de stockage ne peuvent étre atteintes que dans {in ordre

3.3.8 M

émoire redressable par le contenu (mémoire associative)

Mémoire qui délivre I'ensemble de I'information d’'une zone de stockage lorsqu’il y a égalité de
comparaison entre une partie de I'information et la donnée présentée a I'entrée de la mémaoire.

NOTE - Si I'égalité de comparaison apparait dans plus d'une zone de stockage, I'information lue est habituellement
celle qui est contenue dans la zone de stockage d’adresse la plus faible.
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3.3.2 Read/write memory

A memory in which each cell (element) may be selected by applying appropriate electrical input

signals,

a) sens
b) chan

and in which the stored data may be either:

ed at appropriate output terminals, or
ged in response to other appropriate electrical input signals.

3.3.3 Random-access memory (RAM)

A memory that permits access to any of its address locations in any desired sequence.

NOTE —

R ORG-S thic taroa 1l

memory.

3.3.4 Static read/write memory

A memd

NOTE 1
NOTE 2

3.35 D

A memd
order to

NOTE 1
NOTE 2
NOTE 3
NOTE 4

3.3.6 V

A memd

3.3.7 S

A memd

3.38 C

A memd
data us¢

¢
D

IV} n H ool dan ot
y - Co R oRoSag ettt u STty 6 e ote

ry in which the data content is retained in the absence of control signals.

The words "read/write" may be omitted from the term when no misunderstanding may occur.

A static memory may use dynamic addressing and/or sensing circuits.
ynamic read/write memory

ry in which the cells (elements) require the repetitive~application of control si
retain the data stored.

The words "read/write" may be omitted from the term when no misunderstanding may occur.
Such repetitive application of the control signals is narmally called a refresh operation.
A dynamic memory may use static addressing,and/or sensing circuits.

This definition applies whether or not the control signals are generated inside or outside the me
olatile memory

ry in which the data content\s lost when power is no longer supplied to it.

erial access memory

ry in which storage zones can only be accessed in a predetermined sequence.

ontent addressable memory (CAM) (associative memory)

ry that\tesponds with all the data in a storage zone if a portion of that data mat
bd for addressing the memory.

NOTE — |

~tead-only"

gnals in

mory.

thes the

avmatch could occur in more than one storage zone, then usually the data read out will be that

contained

in the storage zone having the lowest address value.
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3.4 Termes relatifs aux valeurs limites et aux caractéristiques

341 C

ycle

Succession d’opérations nécessaires pour réaliser une des fonctions de la mémoire.

En général, on peut distinguer quatre cycles possibles, a savoir:

a) Lecture.
b) Ecriture.
c) Lecture-écriture.

d) Ecrit
342 T

Intervall
début d
a) Tem
Intervall
b) Tem
Intervall
c) Tem
Intervall

la méma@ire et I'introduction de nouvelles données.

NOTE -
déconseil
sont extrg

d) Tem

Intervalle de temps entre le début et la’fin d'un cycle, pendant lequel s’effectuent I'intr

de donn

NOTE 1
I'accompl
temps le

NOTE 2 -
un fonctid

NOTE 3 |
3.43 T

Intervall

ire-lecture.
emps de cycle (voir notes 1, 2 et 3)

e de temps nécessaire pour réaliser un cycle, c’est-a-dire: intervalle d€ temps
un cycle et la fin de ce cycle.

ps de cycle de lecture

e de temps entre le début et la fin d'un cycle de lecture.

ps de cycle d’écriture

e de temps entre le début et la fin d’'un cycle d’écriture.

ps de cycle de lecture-écriture

e de temps entre le début et la fin d’un cycle,"pendant lequel s’effectuent la le

Un autre titre quelquefois utilisé est: «tempssde ‘cycle de lecture-modification-écriture»; cet
é, car «lecture-modification-écriture» est aussi utilisé dans un autre sens, impliquant que deg
ites, traitées et ensuite réintroduites dans la,mémoire.

ps de cycle d’écriture-lecture

ées puis la lecture de la mémoire.

- Ces temps sont les interalles de temps entre deux impulsions et peuvent étre insuffis|
ssement des opérations,dans la mémoire. Dans chaque cas, on spécifie une valeur minimale
blus court pendant lequel\la mémoire accomplit sa ou ses fonctions correspondantes correcteme

La «fin d'un cycles deit étre considérée comme I'instant a partir duguel un autre cycle peut dé
nnement correct deta mémoire.

Un cycle est)toujours réalisé pour une adresse déterminée.
emps.de Tecouvrement d’écriture (voir note 1 au 3.4.2)

e de temps entre la fin d’'une impulsion d’écriture et le début d’'un nouveau ¢

entre le

cture de

sage est
données

bduction

ants pour
qui est le
nt.

uter pour

cle, cet

intervall

| 4 [P L 1 4 H 1ol 3
uc tUIII}JD Utdllt IdiooStT a Ta 1TTTuncT puur yu ©ic TTCUUVIT aprcs Ulic U

d’écriture et qu’elle fonctionne correctement.

344 T

emps de recouvrement de lecture

ération

Intervalle de temps nécessaire pour commuter la mémoire d’'un mode d’écriture a un mode de
lecture et obtenir des signaux valides des données a la sortie.

345 T

emps d’acces

Intervalle de temps entre I'application d'une impulsion déterminée a une entrée, les autres
entrées étant déja dans un état requis, et le moment ou il est possible d'avoir des sighaux de
données valides a une sortie.
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3.4 Terms related to ratings and characteristics

341 C

ycle

A sequence of operations necessary to perform one of the functions of the memory.

In general, four possible cycles can be identified, i.e.:

a) Read.
b) Write.
c) Read-write.

d) Writd
342 Q

The tim
cycle ar

a) Read
The tim
b) Writd
The tim
c) Read

The tim
entered

NOTE -
however,
are extrag

d) Writd
The tim
read, ar

NOTE 1 -
of operati
memory W

NOTE 2 -
with corrg

NOTE 3 |
3.43 W

The tim

-read.
ycle time (see notes 1, 2 and 3)

b interval necessary to perform one cycle, i.e. the time interval betweéh the s
d the end of that cycle.

cycle time
b interval between the start and the end of a read cycle.
cycle time
b interval between the start and the end of a write cycle.
-write cycle time

b interval between the start of a cycle in which the memory is read and new
and the end of that cycle.

The term "read-modify-write cycle" is sometimes used as an alternative title for "read-wri
this usage is deprecated because "read-modify-write" is also used in another context to indicate
ted, processed, and then re-entered into the memory.

-read cycle time
b interval between the start of a cycle in which data are entered and the memor
d the end of that cycle.

These times are the actual time intervals between two pulses, and may be insufficient for the g
pns within the memory. dn each case, a minimum value is specified that is the shortest time in
ill perform its corresponding function(s) correctly.

The "end of a cyele™is to be understood as the earliest instant at which any subsequent cyclg
ct functioning of the“memory.

A cycle is always performed for a constant address.

rite recovery time (see note 1 to 3.4.2)

fart of a

Hata are

e cycle";
that data

is then

lompletion
which the

can start

cle, this

b.jnterval between the termination of a write pulse and the initiation of a new cy

time int

| I HP D Y 4 ) 4 £ ' i |
clhvdl Uty Proviucu TuT Uic Tty U TTLUUVTT TTUTIT a WITtTS UpTTatiult ariu

correctly.

344 S

ense recovery time

operate

The time interval needed to switch a memory from a write mode to a read mode, and to obtain
valid data signals at the output.

3.4.5 Access time

The time interval between the application of a specific input pulse, other necessary inputs

being al

ready present, and the availability of valid data signals at an output.
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Le temps d'acces ne peut étre défini qu'en se référant au signal de sortie (opération de

lecture).

NOTE — Exemples de différents temps d’acces:

Temps d’acces d’adresse: temps entre I’'entrée d'une adresse et la sortie des données.

Temps d’accés de validation: temps entre I'entrée de la validation et la sortie des données.

Temps d’acces de lecture: temps entre I’'entrée de la lecture et la sortie des données.

En général, il y a deux valeurs pour chaque temps d’acces, suivant que la sortie va vers le niveau haut ou vers le
niveau bas.

3.4.6 Intervalle de temps de rafraichissement

Intervall
cellule-1

NOTE - |

peut étre
I'intervallé

3.4.7 T

Intervalle de temps entre des transitions spécifiées a une ou plusiedrs entrées, et qu

aux noe
prédéte
NOTE -

lequel fon
pour lequ

3.5 Fo
for
NOTE —

les quatre
a fonction

Ils ne son
mesurés.

Les diag
bien qu'il

e de temps entre les débuts de signaux successifs destinés a ramener le nive
némoire dynamique a son niveau d’origine.

‘intervalle de temps de rafraichissement est le temps effectif entre deux opérations de, rafraichis

le plus long pour lequel un fonctionnement correct est garanti.

emps de préconditionnement (d’'une mémoire a fonctionnement.dynamique)

uds internes du circuit de se charger ou de se décharger a des niveaux de
minés avant le début d’un nouveau cycle.

Dn définit ainsi I'intervalle de temps de préconditionnement, réel, qui est déterminé par le syst
ctionne le dispositif. Une valeur minimale est spécifiée qui,.correspond a l'intervalle de temps le
el on garantit un fonctionnement correct du dispositif.

mes d’onde typiques pour les mémoires a¢criture-lecture a
ctionnement statique

Dn indique quatre diagrammes pour illustreres définitions de «temps de cycle» (données en 3
modes de fonctionnement. Ces diagrammes ne sont que des exemples; ils s’appliquent a des
nement statique et ne représentent pas forcément un type de mémoire particulier.

t pas destinés a indiquer les points précis sur les formes d’onde entre lesquels les différents tg
Ces points doivent étre préciséscdans la spécification d’un circuit intégré particulier.

h’existe actuellement pas de fitres formels ou de définitions pour ces termes supplémentaires.

hu d’'une

sement; il

insuffisant pour protéger l'information stockée. Une valeur maximale est spécifiéesqui corfespond a

permet
tension

Eme dans
plus court

4.2) pour
Imémoires

mps sont

pmmes comprennent également quelques termes supplémentaires afin d’en faciliter la compiéhension,
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The access time can only be defined with reference to an output signal (read operation).

NOTE — Examples of various access times are:

Address access time: time between address input and data output.

Enable access time: time between enable input and data output.

Read access time: time between input and data output.

In general, there are two values for each access time, depending on whether the output goes to the high level or to
the low level.

3.4.6 Refresh time interval

The time interval between the beginning of successive signals that are intended to restore the

level in

NOTE -
protect th
guarantee

3.4.7 P

The tim
nodes @
start of

NOTE - T
operate.
guarantesq

3.5 Typical waveforms for static read/write memories

NOTE -
modes of
represent

They are
measured

The diagr|
for those

h dynamic memory cell to its original level.

he refresh time interval is the actual time between two refresh operations and may, be\insy
e stored data. A maximum value is specified that is the longest interval for which_correct of
d.

recharge time (of a dynamic memory)

P interval between specified transitions at one or more inputs’that allows the
f the circuit to be charged or discharged to predetermined-voltage levels prid
b new cycle.

his defines the actual precharge time interval, which is determined by the system in which the d
A\ minimum value is specified that is the shortest intervalfor which correct operation of the
d.

Four waveform diagrams are shown to illustratethe definitions of "cycle times" (given in 3.4.2
operation. These diagrams are examples only, they are for static memories, and do not n
any particular memory device.

not intended to indicate the precise points on the waveforms between which the various
. These points shall be part of the specification for a particular integrated circuit.

Am also include some additional terms to assist understanding, though no formal titles or defini
hdditional terms at present.

fficient to
eration is

internal
r to the

pvice is to
device is

) for four
bcessarily

times are

ions exist
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Autorisation (H) 1 \
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kR = —si 10—

g

orte XXX

IEC 168}/97

Formes d|onde typiques

= temps de cycle de lecture

=temps d'acces d’adresse

=temps d'accés de lecture

= temps d'acces d'autorisation

= temps de préparation adresse/lecture

= temps de préparation lecture/autorisation

= temps de préparation adresse/autorisation
= temps de validation en sortie aprés adresse
= temps de validation en sortie aprés lecture
10 = temps de validation en sortie apreés autorisation
11 = temps de maintien adresse/autorisation

12 = temps de maintien lecture/autorisation

© 00N O~ WN PR

Le point (&) correspond au plus proche_instant a partir duquel le cycle
suivant pgut débuter.

Les nivequx actifs pour les entrées de lecture et d'autorisation sont
indiqués par les lettres entre parentheses (H ou L).

mz entrée T'sans conséquence

sortie . hiveau inconnu ou variant d'un état a l'autre

Figure 14 — Cycle de lecture
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—> 53— 9—» 6 —

4 6[.4_

pasress OO XTI % YO

Fnable (H) 1 \
kg Rdnn 10 | — 10—

et OO0

g

IEC 1687/97

Typical wpveforms

1

2 =add
3

4 =ena
5 =add
6 =

7 =add
8 =

9

10

11 = add
12

Point@is

cycle can

The activ
indicated

= read cycle time

ess access time

= read access time

ble access time
ess set-up time before read

read set-up time before enable

ess set-up time before enable

outdut valid time after address
= outdut valid time after read
= outfut valid time after enable

ess hold time after enable

= read hold time after enable

the earliest instant at which a‘subsequent
start.

e levels for the read andfenable inputs are
by the letters in parentheses (H or L).

mz input :irgelevant
output :wnknown or changing

Figure 14 — Read cycle
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B
)

®
@

2
:

Adresse M( )W

[— 6 — 6
e 1 R v oo O o vivoni

le—4 —»1 9 —» 3
Adtorisation (H) f f >_< >_( Y \J‘{ >_( >_< 5 Vr ’Ij\
5 10

5—+10
Erftrée information Ww >< KXXXXX

Formes d|onde typiques

= temps de cycle d'écriture

= temps de préparation adresse/écriture

= temps de préparation adresse/autorisation

= temps de préparation autorisation/(fin d")écriture
= temps de préparation entrée information/(fin d')écriture
= durde de I'impulsion d'écriture

= temps de maintien adresse/écriture

= temps de maintien adresse/autorisation

= temps de maintien autorisation/écriture

10 =temps de maintien entrée information/écriture

IEC 1688/97

© 0 ~NO Ul WN P

Le point(® correspond au plus proche instartya partir duquel le cycle
suivant pgut débuter.

Les nivefux actifs pour les entrées -dlécriture et d'autorisation sont
indiqués par les lettres entre parentheses.(H ou L).

mz entrée . sans gonséquence

sortie : niyeawrinconnu ou variant d'un état a l'autre.

Figure 15 — Cycle d'écriture
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Write (L) \ /

X X0

TR

_"3

Typical w|
1 = writ
2 =add
3 =add
4 =enal
5 = datg
6 = writ
7 =add
8 =add
9 =-ena
10 = datg
Point @
subseque
The actiyf
inputs &
parentheg

X0

Enable (H) f 5 EX Yy

r10

XX

Data input KMXXX&

aveforms

b cycle time

ess set-up time before write

ess set-up time before enable

ble set-up time before (end of) write

-in set-up time before (end of) write
pulse duration

ess hold time after write

ess hold time after enable

ble hold time after write

-in hold time after write

s the earliest instant at which a
ht cycle can start.

e levels for the write and enable

e indicated by the letters in
es (HorL).
Z input :irrelevant

output : unknown or changing

_/

i \
KXXXX)OO[

X

IEC 16

Figure 15 — Write cycle

B8/97
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®
- 1
Adresse \XX)Q(
2 - 9 <11
Lecture (H) 7 \ .
Ecriture (L) mw N/
»—5 3 ol q9en
Ao J
Bk ok 41 FANAY
Attorisation{tH)
I P w—
——13
Entrée information MW
7 »>la—4 —|
——10
RRRRRRRRTTRN
IEC 1689/97

Formes d|onde typiques

= temps de cycle de lecture-écriture

= temps d'acces d'adresse

=temps d'acces de lecture

= temps d'accés d'autorisation

= temps de préparation adresse/lecture

= temps de préparation lecture/autorisation

= temps de préparation adresse/autorisation

= temps de préparation entrée information/(fin_d")écriture
= durde de I'impulsion d'écriture

10 = temps de validation en sortie aprés lecture

11 = temps de maintien adresse/écriture

12 = temps de maintien autorisation/écriture

13 = temps de maintien entrée d'information/écriture

© 0 ~NO Ul WN P

Le point® correspond au plls)proche instant a partir duquel le cycle
suivant pgut débuter.

Les nivedux actifs pauriles entrées de lecture-écriture et d'autorisation
sont indiqués par les-l€ttres entre parenthéses (H ou L).

mz entrée : sans conséquence

sortie  : niveau inconnu ou variant d'un état a l'autre

Figure 16 — Cycle de lecture-écriture
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Typical w
1 =read
2 =add
3 =read
4 = enal
5 =add
6 =read
7 =add
8 = datdg
9 = writ
10 = outg
11 = add
12 =ena
13 = datg
Point @
subseque
The acti

inputs are
(HorL).

Address m(
> - 9 <11
Read (H) 7 \ —
write () LOXOKKXX  /
o5 3 _’_12_r
bt - / \|
Emabte ) y, ] Y
—f-—
——13
Data input W M
l—— 7 — >4 —»
t—10
oupnt TIRTIIIITITTD

hveforms

-write cycle time

ess access time

access time

Dle access time

ess set-up time before read
set-up time before enable
ess set-up time before enable
-in set-up time before (end of) write
pulse duration

ut valid time after read

ess hold time after write

ble hold time after write

-in hold time after write

is the earliest ,nstant at which a

ht cycle can start.

e levels for _the\read/write and enable
indicated by the letters in parentheses

:irrelevant

X0

D input
ﬁ p

output - unknown or changing

IEC 1689/97

Figure 16 — Read-write cycle
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2—» 5 > 10———»fe8 -+
Lecture (H) Y
Ecriture (L)
3
X X X X _X__X r4 AN
Autorisation (H) XX XXX x/ \
4—»1e6
Entrée information W
a——7 le— G —»
Sortie )M

IEC 1690/97

Formes dlonde typiques

= temps de cycle écriture-lecture

= temps de préparation adresse/écriture

= temps de préparation autorisation/écriture

= temps de préparation entrée d'information (fin d')écriture
= temps de I'impulsion d'écriture

= temps de maintien entrée d'information/écriture
= temps de recouvrement de lecture

= temps de validation en sortie aprés adresse

= temps de validation en sortie aprés autorisation
10 = temps de recouvrement d'écriture

© 00N O~ wWN PR

Le point(® correspond au plus proche”instant a partir duquel le cycle
suivant pgut débuter.

Les nivedux actifs pour les entrées d'écriture-lecture et d'autorisation
sont indiqués par les lettres(éntre parenthéses (H ou L).

mz entrée . sans conséquence

sortie . hiveau inconnu ou variant d'un état a l'autre.

Figure 17 — Cycle d'écriture-lecture
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Typical W
1 = writ
2 =add
3 =ena
4 = datg
5 = writ
6 = datg
7 =sen
8 = outy
9 = outq
10 = writ
Point
subseque
The activ
inputs arg
(H orL).

X0

Address

2—»} 5 - 10———>te—8—»
Read (H) Y
Write (L)

e—3
= TR X _X_ X _X X X VA \
ETTaoe (T
4—»ie6
Data input M
la——7 le— G o

XL

aveforms

-read cycle time

ess set-up time before write

ble set-up time before write

-in set-up time before (end of) write
pulse duration

-in hold time after write

e recovery time

ut valid time after address

ut valid time after enable
recovery time

is the earliest instant .at~which a
ht cycle can start.

e levels for the write-nead and enable
indicated by the letters in parentheses

Z input :irrelevant
output : unknown or changing

Figure 17 — Write-read cycle

IEC 1690/97
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3.6 Termes et descriptions pour les configurations de test pour I'essai des mémoires
3.6.1 Introduction

3.6.1.1 Définitions nécessaires pour les principaux termes

3.6.1.1.1 Configuration de données

Arrangement de ZEROS logiques (0) et de UNS logiques (1) dans une matrice de cellules-
mémoires.

NOTE — Une matrice est généralement divisée en lignes et en colonnes.

3.6.1.1.2 Séquence d'adresses

Séquenge spécifiee d'adresses.

3.6.1.1.8 Configuration de test

Séquente d'adresses spécifiée, comportant des opérations spécifiées ‘pour chaque adresse,
de faconm a réaliser une configuration de données spécifiée.

3.6.1.2 |Généralités

L'énumgration effectuée dans les paragraphes 3.6.2 a 3.6-4¢2 n'est pas compléte; elle e limite
aux seujes descriptions.

On n'a pas pris en compte le temps nécessaire pour.effectuer les tests ni les relations gntre les
configunations de test et les mécanismes de.dgfaillance. Toutes les configurations|de test
décrites| dans le paragraphe 3.6.4 sont destinges a ce que les tests soient effectués gour une
configunation de données spécifiée. Chaque description se base sur une corresppndance
présumé¢e entre les adresses de la mémoire et l'implantation topologique des c¢ellules-
mémoirgs. Sur cette base, on détermingyla séquence d'adresses.

Dans la| pratique, le fabricant peut-choisir une correspondance différente. Par exemp|e, dans
une mémoire RAM 4 k, le numéro de la cellule 4095 peut étre implanté dans I'angle slpérieur
gauche |de la matrice de cellules-mémoires, adjacent a la cellule numéro 0. La s¢quence
d'adresge correspondant~a* la configuration de données spécifiée doit étre charjgée en
conséqyence.

Dans toutes les spécifications, la séquence d'adresses correspondant a une configurption de
donnée$ spécifiée doit étre indiquée par le fabricant. Tous les exemples repodent sur
I'hypothgse desmatrices carrées ayant un nombre égal de lignes et de colonnes.

A PA| £ fions 1
ARées—eorrespondenta—des—configurations de

D

tion
oot

[¢)]
[©8

- P | L + ol maf
Dans la'mestre-ettaphrpart-desinform

& ©
données a l'intérieur de la mémaoire, on a utilisé les symboles logiques 0 et 1 (au lieu de L et H).
NOTE — «N» indique le nombre de cellules-mémoires. Les numéros d'adresses s'étagent de 0 a N-1.

3.6.2 Configurations de données

Dans les figures représentant des configurations de données, le nombre de cellules-mémoires
est représenté par la séquence 0 a N-1 ou N est le nombre total de cellules. Ici, les cellules
sont numérotées ligne par ligne et de gauche a droite.

NOTE — On peut utiliser soit une représentation logique, comme en a) dans les figures, soit une représentation
graphique, comme en b).
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3.6 Te

rms and descriptions for test patterns for memory testing

3.6.1 Introduction

3.6.1.1

3.6.1.1.

Working definitions for principal terms

1 Data pattern

An array of logic ZEROs (0's) and logic ONEs (1's) within a field of memory cells.

NOTE — A field is usually subdivided into "rows" and "columns".

3.6.1.1.

A speciilied sequence of addresses.

3.6.1.1.

A specilied address sequence with the operations specified for each address so as to

specifie

3.6.1.2

The enymeration given in 3.6.2 to 3.6.4.2 is not exhaustive andis limited to description

No con

patternd. All test patterns described in subclause 3:6.4 are intended to perform tes

specifie

memory addresses to the topological location of.the memory cells. On this basis, the
sequenge is chosen.

In practjce, a different allocation may be\chosen by the manufacturer, for example,

RAM, c
adjacen
pattern

In all specifications, the address sequence corresponding to the specified data pattern
stated by the manufacturen *Examples given are based on a square field where the nun
"rows" gnd "columns" are equal.

To the gxtent that:much of the information given relates to data patterns within the men

logic sy

NOTE — N nieans the number of memory cells. The addresses run from 0 to N-1.

2 Address sequence

B Test pattern

H data pattern.

General

iderations are made regarding elapsed test times or failure modes and relg

 data pattern. For each description, an assumption is made on the allocatio

bll number 4095 may be locatéd in the upper left corner of the field of memag
[ to cell number 0. Then thie. address sequence corresponding to the specif
shall be changed accordingly.

mbols_"0*and "1" have been used (instead of L and H).

Create a

5 only.

ted test
ts on a
h of the
address

nadk
ry cells,
ed data

shall be
hbers of

ory, the

3.6.2 Data patterns

In the figures representing data patterns, the number of memory cells is represented by the
sequence 0 to N-1, where N is the total number of cells. The numbering used is row-by-row
and from left to right.

NOTE — Representations may be in either logical or graphical form as shown in the a) or b) versions of the figures

given.
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Configuration de données ne comportant que des 1 (que des 0) (voir figure 18 pour des 1).

N-1

IEC 1491/97

ration de données comportant un 1 unique (0 unigue) sur un fond de 0 (de

IEC 1

ration“de données consistant en colonnes alternées de 0 et de 1 (voir figure 20).

1) (voir

92/97

0 1 2
1 1 1 1
1 1 1 1
a) b)
1 1 1 1
1 1 1 1
N-1
Figure 18
3.6.2.2 |UN unique (ZERO unique)
Configu
figure 19 pour un 1 unique).
0 1 2
0 0 0 0
0 1 0 0
a) b)
0 0 0 ]
0 0 0 0
N1
Figure 19
3.6.2.3 |Colonnges’alternées
Configu
0 1 2
0 1 0 1
0 1 0 1
a) b)
0 1 0 1
0 1 0 1

N-1

Figure 20

IEC 1693/97
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3.6.2.1 All ONE (all ZERO)

A data pattern consisting of all 1s (all 0s) (see figure 18 for all 1s).

0 1 2

a) b)

N-1
IEC 1491/97
Figure 18

3.6.2.2 [Single ONE (single ZERO)

A data pattern consisting of a single 1 (single 0) on a background-of'all Os (all 1s) (see fijgure 19
for a single 1).

0 1 2 0 1 2
0 0 0 0
0 1 0 0

a) b)

0 0 0 0
N-1 N-1
IEC 1692/97
Figure 19
3.6.2.3 |Column bafs
A data pattern of alternating columns of Os and 1s (see figure 20).
0 1 2
0 1 0 1
] 1 0 1
a) b)
0 1 0 1
] 1 0 1
N-1
IEC 1693/97

Figure 20
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Configuration de données consistant en lignes alternées de 0 et de 1 (voir figure 21).

IEC 1894/97

IEC 1¢95/97

0 1 2 0 1 2
0 0 0 0
1 1 1 1
a)
0 0 0 0
1 1 1 1
N-1
Figure 21
3.6.2.5 |Diagonale
Configuration de données de 1 ou de 0 en diagonale sur un fond\de’données complémgéntaires.
NOTE — Dans une matrice carrée de cellules-mémoires, le mot «diagenale» s'applique a une configurdtion dans
laquelle Ips cellules sont situées soit sur la diagonale principale (veif, figure 22), soit sur deux paralleles a la
diagonale| principale, telles qu'il n'y ait qu'une seule cellule-mémoinesdans chaque ligne et dans chaquf colonne
(voir figure 23).
Exemple¢ 1:
0 1 2
0 0 0 1
(0] 0 1 0
a)
0 1 0 0
1 0 0 0
N-1
Figure 22
Exemple 2;
Y 1 4
0 1 0 0
1 (o] 0 0
a)
0 0 0 1
0 (] 1 0
N-1

Figure 23

IEC 1696/97
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3.6.2.4 Row bars

A data pattern of alternating rows of Os and 1s (see figure 21).

0 1 2 0 1 2

0 0 0 0

a)

N-1
IEC 1894/97

Figure 21
3.6.2.5 |Diagonal

A data pattern of diagonal 1s or Os on the background of complemeéntary data.

NOTE - Ih a square array of memory cells, "diagonal" denotes a configuration in which all cells are locdted either
on a main diagonal (see figure 22) or on two parallel diagonals such.that only one memory cell is locatgd in each
row and gach column (see figure 23).

Examplé¢ 1:
1 2
0 0 0 1
0 0 1 0
a)
0 1 0 0
1 0 0 0
N-1
IEC 1¢95/97
Figure 22
Example 2;
0 1 2
0 1 0 0
1 0 0 0
a)
0 0 0 1
0 0 1 0
N-1

IEC 1696/97

Figure 23
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3.6.2.6 Damier

Configuration de données qui fait alterner les 0 et les 1 dans les deux directions (c'est-a-dire
dans les colonnes et dans les lignes) (voir figure 24).

0 1 2
0 1 0 1
1 0 1 0

a) b)
U I U I
1 0 1 0

IEC 1497/97
Figure 24

3.6.3 Séquences d'adresses

NOTE — A l'aide des séquences d'adresses appropriées, les configurations de données peuvent étre déplacées,
complémegntées ou étendues dans les matrices de cellules-mémoire,

3.6.3.1 |Complémentation progressive des bits (ou «I1\(ou 0) progressifs»)

Séquenge d'adresse qui permet de lire toutes les cellules séquentielles et de les éEcrire de
facon complémentaire.

NOTE - Ls données relatives au fond et & la donnée. gcrite sont complémentaires les unes des autres (voir fjgure 25).

0 1 2 0 1 2

a)

N-1 N-1

TEC 1698/97
Figure 25

3.6.3.2 Déplacement d'un bit unique (ou «1 (ou 0) baladeur»)

Séquence d'adresses qui permet de déplacer une configuration de données spécifiée a une ou

plusieurs cellules consécutives a travers toute la mémoire, toutes les cellules — a I'exception
des cellules déplacées - étant lues aprés chaque déplacement (voir figure 26).
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3.6.2.6 Checkerboard

A data pattern of alternating Os and 1s in both directions (that is, columns and rows) (see figure 24).

0 1 2
0 1 0 1
1 0 1 0
a) b)
0 1 0 1
1 0 1 0

N-1

IEC 1897/97

Figure 24

3.6.3 Address sequences

NOTE — By means of suitable address sequences, data patterns can be shifted, complemented or extenfled within
memory flelds.

3.6.3.1 |Marching

An addfess sequence by means of which all cells are sequentially read and rewritfen with
complementary data.

NOTE - Hackground data and rewritten data are complementary to each other (see figure 25).

0 1 2 0 1 2

a)

N-1 N-1

IEC 16p8/97

Figure 25

3.6.3.2 Walking

An address sequence by means of which a specified pattern in one or more consecutive cells
is shifted through the whole memory, all cells except those written with the shifted pattern
being read after each shifting (see figure 26).
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a)

N-1 N-1

HE6—+699/97

Figure 26

3.6.4 Qonfigurations de test (exemples)

3.6.4.1 |Complémentation progressive des 1
(complémentation progressive des 0: voir note 2 ci-apres)

Réalisef la configuration de test en générant le schéma suivant:

A. Ecrirg un fond de 0 partout dans la mémoire (voir figure 27).

0 1 2
0 0 . .
0 . . .
. . 0 0
N-1
IEC 1700/97
Figure 27

B. Lire,| puis complémenter chacune des N cellules-mémoires de fagon que la mémoire
contienne finalement le complément de la configuration initiale (voir figure 28).

0 1 2
01 | D1 . .
-+ > >
01 o o .
—»
o o o 01
—»
N-1
IEC 1701/97
Figure 28

NOTE 1 — «@1» indique le changement de 0 en 1.

NOTE 2 — En partant d'un fond de 1 partout, cette configuration de test est appelée «complémentation progressive
des 0 ou O progressifs».
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a) b)

N-1 N-1

Figure 26

3.6.4 Test patterns (examples)
3.6.4.1 |Marching ONE's (marching ZERO's: see note 2 below)
A test ppattern with the following generation scheme:

A. A bagkground pattern of all Os is written to the memory (see figure 27).

0 1 2
0 0 . .
0 . . .
. . 0 0
N-1
IEC 1700/97
Figure 27

B. Each of the N memary cells is first read and then complemented, so that the memo
contains the complement of the initial background pattern (see figure 28).

0 1 2
o1 | o1 . .
- > >
01 . . .
—1>
. . . 01
—»
N-1
IEC 1701/97
Figure 28

NOTE 1 — " 01" indicates a "0" changed to a "1".
NOTE 2 — Starting from a background pattern of all 1s, this test pattern is called "Marching ZEROs".

y finally
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3.6.4.2 Déplacement d'un 1 unique (ou «1 baladeur») (0 baladeur: voir note 2 ci-apres)

Réaliser la configuration de test en générant le schéma suivant:

A. Ecrire un fond de 0 partout dans la mémoire (voir figure 29).

0 1 2
0 0 . .
0 . . .
. . 0 0
N-1
IEC 1702/97
Figure 29

B. Complémenter I'une des cellules, dite cellule d'essai, en y écrivant un 1 (voir figure 30).

0 1 2
01 0 . .
0 . o .
. . 0 0
N-1
IEC 1703/97
Figure 30

C. Lire lle contenu des autres_cellules de la mémoire.
D. Lire le contenu de la cellule d'essai.

E. Complémenter a wmouveau la cellule d'essai, c'est-a-dire ré-écrire un 0, de sortd que la
cellule d'essai aitretrouvé I'état initial (voir figure 31).

0 1 2
X0 0 . .
0 . o o
. . 0 0
N-1
IEC 1704/97
Figure 31

F. Répéter successivement la séquence des étapes B a E pour chacune des cellules-
mémoires.

NOTE 1 — « 10 » indigue le changement de 1 en 0.

NOTE 2 — En partant d'un fond de 1 partout, cette configuration de test est appelée «déplacement d’'un O unique ou 0
baladeur».
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3.6.4.2 Walking (single) ONEs (Walking single ZEROQO's: see note 2 below)
A test pattern with the following generation scheme:

A. A background pattern of all Os is written to the memory (see figure 29).

ks initial

0 1 2
0 0 . .
0 . o .
. . 0 0
N-1
IEC 1702/97
Figure 29
B. Into & test cell, the complement is written (see figure 30).
0 1 2
01 0 . .
0 . o .
. . 0 0
N-1
IEC 1703/97
Figure 30
C. The temaining cells of the memory are read.
D. The {est cell is read.
E. Its cpmplement is written in, that is, rewrite a 0, so that the test cell is now in i
backpround state-(sée figure 31).
0 1 2
Z0 0 . .
0 . . .
. . 0 0
N-1
IEC 1704/97
Figure 31

F. The sequence of steps B to E is sequentially repeated for each memory cell.
NOTE 1 - "10" indicates a "1" changed to a "0".
NOTE 2 — Starting from a background pattern of all 1s, this test pattern is called "Walking single ZEROs".


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

- 98 - 60748-2 © CEI:1997

4 Terminologie pour les microprocesseurs a circuit intégré

4.1 Microprocesseur a circuit intégré

Circuit intégré capable:

— de fonctionner selon des instructions codées, et

— d’effectuer, suivant ces instructions, I'ensemble de:

a) I'acceptation des informations codées pour traitement et/ou stockage;

b) des opérations logiques et arithmétiques sur les données d’entrée, en méme temps que

SU
m

c) la

— d’acd
I’état
NOTE - L

T (OUteES €S JONMEES  COIMESPONJantes StOCKEES dans €5 TegiStres imie
croprocesseur a circuit intégré et/ou dans des mémoires externes;

sortie d’'informations codées, et

epter et/ou de fournir des signaux commandant et/ou décrivant le_fonctionne
du microprocesseur a circuit intégre.

es instructions peuvent étre introduites, construites ou maintenues dans une(mémoire interne.

5 Terminologie pour les dispositifs a transfert de charge

5.1 Dépignation des dispositifs

5.1.1 Dispositif a transfert de charge (CTD)

Dispositif dont le fonctionnement dépend du déplacement effectif de paquets de
discrets|a la surface ou dans le volume du semiGonducteur, ou entre les interconnexi
surface |du semiconducteur.

NOTE - e mouvement effectif peut étre réalisé.én déplacant la région ou I'on produit le champ éle
commande.

5.1.2 []ispositif a transfert de chargée.en chaine (ou dispositif «Bucket Brigade») (BBD)
Disposifif & transfert de charge. . gui emmagasine des charges dans des régions discre
semiconducteur et qui les {ransfere comme des paquets par I'intermédiaire d'une
disposit|fs de commutationigui interconnectent ces régions.

NOTE 1 { On peut ajouterscomme qualificatif a ce terme (ou a son abréviation): transistor a effet de|
jonction, MOS, SOS, ete.,\suivant la technologie utilisée pour réaliser les dispositifs de commutation.

NOTE 2 } Ce dispesitif fonctionne en recréant le paquet de charge a chaque position formée par une

interne.

5.1.3 D

ispositif & couplage de charge (CCD)

nes du

ment ou

charge
bns a la

trique de

tes d'un

bérie de

champ a

capacité

Dispositif a transfert de charge qui stocke des charges dans des puits de potentiel et transfére
la quasi-totalité de ces charges comme des paquets par déplacement de la position des puits
de potentiel.

NOTE - Ce dispositif fonctionne en déplagant la position du méme paquet de charge.

514 S

enseur d’'image a transfert de charge

Dispositif a transfert de charge dans lequel une image est convertie en paquets de charge qui

peuvent

étre transférés et qui constituent une représentation électrique de I'image.
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4 Terminology for integrated circuit microprocessors

4.1 Integrated circuit microprocessor

An integrated circuit capable of:

— operating on coded instructions, and

— carrying out, in accordance with the instructions, all of:

a) th

e acceptance of coded data for processing and/or storage;

b) arithmetic and logical operations on the input data together with any relevant data stored

n
m

c) th

— acce
micr

NOTE - Tl
5 Tern

5.1 De
5.1.1 G

A devic
along d
semicor

NOTE -]
produced

5.1.2 B

A charg
transfer
regions.

NOTE 1 -
technolog

NOTE 2
capacitan

5.1.3 C

the mtermat Tegisters of the MICroprocessor imtegratedcircuit_ana/or 1
Emories;

e delivery of coded data, and

bting and/or delivering signals controlling and/or describing the operation or sta
processor integrated circuit.

he instructions may be fed in, built in or held in an internal memory.
ninology for charge-transfer devices

vice names
harge-transfer device (CTD)

b in which operation depends on the effective’movement of discrete packets o
r beneath the semiconductor surfaceys or through the interconnections
ductor surface.

[his effective movement may be produced<dby changing the region in which a controlling elect

ucket-brigade device (BBD)

e-transfer device that|_stores charge in discrete regions in a semicondug
5 this charge as a packet through a series of switching devices that interconne

- This term and, its_abbreviation may be preceded by bipolar, J-FET, MOS, SOS, etc., accord
y used for thesswitching devices.

- This devi€e operates by re-creating the packet of charge at each position formed by a
ce.

hatge-coupled device (CCD)

external

e of the

f charge
on the

ic field is

tor and

ct these

ng to the

h internal

A charge-transfer device that stores charge in potential wells and transfers this charge almost

complet

ely as a packet by translating the position of the potential wells.

NOTE - This device operates by changing the position of the same packet of charge.

514 C

harge-transfer image sensor

A charge-transfer device in which an image is converted into packets of charge that can be
transferred as the electrical representation of the image.
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5.2 Termes généraux
5.2.1a) Charge de polarisation (cas des signaux analogiques)

Charge qui définit le niveau en I'absence de signal, dans le cas d'un fonctionnement
analogique, et qui est insérée dans tous les puits de potentiel (voir figures 32a et 32b).

NOTE 1 — On utilise parfois le terme «fond de charge» principalement pour les dispositifs a image.

NOTE 2 — On insére généralement la charge électriquement ou alors par rayonnement.

A
Charqe
= Signal present l Absence de signal
\\ Etendue de la
CAS '\>\ charge dug’au
ANALOGIQUE / /// signal
/ //// / - Charge de polarisation
7 / % -
258/85
Figure 32a
A Signal présent
Charge * Absence de signal
&
dAas \ :
ANALOGIQUE Charge due au signal
ajec rayonnement \
>\ Charge de polarisation {fond
w7, } decharge)
259/85
Figure 32b
Signal au
H Sianal-au
Frvedt g
haut niveau
Charge bas
Y
N
CAS \ Charge
DIGITAL \ due av N
signa arge totale
>\\ 7 Ch
arge
// /A au niveau bas
Figure 32c 260785

Figure 32 — Schéma illustrant la présence ou I'absence de charges
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5.2 General terms
5.2.1a) Bias charge (for analogue signal applications)

A charge that defines the no-signal level in the analogue case and that is inserted into all
potential wells (see figures 32a and 32b).

NOTE 1 — The term "background charge" is sometimes used, mainly in imaging devices.

NOTE 2 — The charge is usually inserted electrically, or by radiation.

(‘hargn

Signal present No. signal

Range of signal

N
ANALOGUE [ # charge
CASE

/ / " Bias charge

A\

Figure 32a 238785
A Signal present
Charge l No signal present
\\
ANALOGUE _
CASE Signal charge

under radiation

>//// V////‘ } Bias charge (background charge)

P

Figure 32b 259/85

High-signal level
Charge Low-signal level
Y *
\Q

DIGITAL \ Signal
CASE \\\ charge Total charge

>\ Low-level

/// %/ ]’ charge

Figure 32c 20083

Figure 32 — Diagram illustrating nomenclature
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5.2.1b) Charge au niveau bas (cas des signaux numériques)

Charge qui définit le niveau bas du signal numérique; cette charge est insérée dans tous les
puits de potentiel (voir figure 32c).

NOTE 1 — On a souvent utilisé le terme «zéro plein» pour décrire cette charge, mais ce terme est a déconseiller.

NOTE 2 — On insére généralement la charge électriquement ou alors par rayonnement.
5.2.2 Zéro «vide»; zéro «réel»

Condition pour laquelle il n'y pas de charge de polarisation ou pour laquelle la charge est au
niveau bas.

5.2.3 Charge due au signal

Quantité de charge électrique représentant le signal (voir figure 32).

5.2.4 Charge totale

Charge |électrique totale stockée dans un puits de potentiel (ou dansne région discrgte d’un
disposit|f a transfert de charge en chaine) (voir figure 32).

5.2.5 Paquet de charge

Partie de la charge totale qui est transférée d’'une positioh.a la suivante.

5.2.6 IPerte de transfert de charge ( &)
Fractior] de la perte de charge du signal quicremplit la charge résiduelle de tous lps états
d’'interfgce ou les pieges dans le matériau,.qui ont été vidés depuis le dernier passage d'une

charge flans le dispositif, lorsqu’un paquetide charge est transféré d’'une région de stockage a
la suivaphte, aprés que les charges résiduelles ont décru a zéro.

5.2.7 Grille de transfert

Electrode, isolée du semiconducteur par une surface isolante ou par une jonction, a laquelle on
applique une tension afin_de\transférer une charge.

5.2.8 (rille de stockage

Electrode, isolée du semiconducteur par une surface isolante ou par une jonction, a laquelle on
appliqug¢ une tension afin de stocker une charge.

5.2.9 Grille chevauchant la voisine

Type a grille de transfert dans lequel les électrodes adjacentes se chevauchent tout en étant
isolées les une des autres.

5.2.10 Grille flottante

Electrode, isolée du semiconducteur par une surface isolante ou par une jonction, et qui n'a
pas de connexion ohmique.

NOTE 1 — Le potentiel de la grille flottante dépend de la quantité de charge électrique stockée dans un puits de
potentiel situé au-dessous de la surface.

NOTE 2 — On utilise en particulier les grilles flottantes dans la détection et la régénération des circuits. En principe,
une grille flottante peut aussi étre une jonction diffusée isolante, une jonction a barriere de Schottky, etc.
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5.2.1b) Low-level charge (for digital signal applications)

A charge that defines the low level of the digital signal; this charge is inserted into all potential
wells (see figure 32c¢).

NOTE 1 — The term "fat zero" has often been used to describe this charge, but this term is to be deprecated.

NOTE 2 — The charge is usually inserted electrically, or by radiation.
5.2.2 Empty zero; real zero

A condition where there is no charge bias or a low-level charge.

5.2.3 §@igmatcharge

A gquant|ty of electric charge representing the signal (see figure 32).

5.2.4 Total charge

The total electrical charge stored in a potential well (or discrete region of a buckettbrigade
device) [(see figure 32).

5.2.5 Charge packet

The porfion of the total charge that is transferred from one position to the next position.

5.2.6 Charge-transfer loss ( 9)
The fragtional loss of signal charge that replenisties the residual charge of all interface states
or bulk ftraps that have emptied since the lastxpassage of charge through the device,|when a

charge packet is transferred from one storage region to the next, after these residual [charges
have delcayed to zero.

5.2.7 Transfer gate

An elecfrode, to which voltage (isyapplied in order to transfer charge, and that is isolajed from
the semliconductor by an insulating surface or junction.

5.2.8 $torage gate

An electrode, to which voltage is applied in order to store charge, and that is isolated from the
semicornductor bysan insulating surface or junction.

5.2.9 Overlapping gate

A type of transfer gate in which adjacent electrodes overlap and are insulated from each other.

5.2.10 Floating gate

An electrode that has no ohmic connection, and that is isolated from the semiconductor by an
insulating surface or junction.

NOTE 1 — The potential of the floating gate depends on the quantity of electrical charge stored in a potential well
under the surface.

NOTE 2 — Floating gates are typically used in signal detection or regeneration circuits. In principle, a floating gate
may also be an isolated diffused junction, Schottky-barrier junction, etc.
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5.2.11 Région flottante

Région dopée de forte conductivité, sans connexion résistante, dans laquelle des paquets de
charge sont insérés et de laquelle ils sont extraits par des grilles de transfert qui se
chevauchent ou sont adjacentes.

NOTE - On peut utiliser une diffusion flottante comme zone de lecture pour la charge de signal dans des circuits de
détection ou de régénération.

5.2.12 Etage de régénération de charge (d’'un circuit numérique)

Région d’un dispositif & transfert de charge utilisée pour rafraichir I'information numérique
stockée.

5.2.13 Puits de potentiel (d’un dispositif & couplage de charge)
Minimurh d’énergie potentielle qui se forme dans le semiconducteur d’un dispositif a gouplage

de charge par application d’'une tension a la grille de transfert, et qui rassemble toutes les
chargesl mobiles pouvant étre présentes.

5.2.14 Capacité de déplacement d’'une charge; capacité totale d'unpuits

Quantit¢ maximale de charge qui peut étre stockée dans un¢puits de potentiel et transférée
sans déplacement de capacité dans des puits adjacents.

5.2.15 Canal de transfert

Région p’un dispositif a transfert de charge dans laguelle se produit 'écoulement des charges.

5.2.16 Canal en surface

Canal d transfert a I'interface semiconducteur-isolant.

5.2.17 Canal enterré

Canal dp transfert situé au-dessous de la surface du semiconducteur.

5.3 Termes relatifs aux paramétres
5.3.1 Rendement diun‘transfert de charge ( CTE) (n)

Pourcentage de\la charge du signal qui est transféré d’'une région de stockage a la suiviante.

5.3.2 Rendement global du transfert de charge (rendement global du transfert de signa

)

Pourcentage de la charge due au signal d’entrée qui est transféré comme un paquet a la sortie.

5.3.3 Rendement de transfert de charge moyen

Racine n'®Me du rendement de transfert de charge global, ou n représente le nombre de transferts.

5.3.4 Signal de saturation (pour les applications de signaux analogiques)

Courant de signal maximal ou puissance d’éclairement maximale pouvant étre transféré avec
un degré de linéarité spécifié entre les signaux d’entrée et de sortie.

5.3.5a) Signal de saturation d’entrée (pour les applications de signaux numeériques)

Signal d’entrée ou puissance d'éclairement nécessaire pour remplir un puits.
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5.2.11 Floating region

A doped region of high conductivity but without ohmic connection, from which charge packets
are transferred by overlapping or adjacent transfer gates.

NOTE - A floating region can be used as the sense node for the charge signal in detection or regeneration circuits.
5.2.12 Charge-regeneration stage (of a digital circuit)

A region of a charge-transfer device that is used to refresh stored digital information.

5.2.13 Potential well (of a charge-coupled device)

A potential-energy minimum that is formed in the semiconductor of a charge-couplecll device
under cpntrol of the voltage applied to a transfer gate and that confines any mebile |charges
that may be present.

5.2.14 Charge handling capacity; full-well capacity

The makimum amount of charge that can be stored in a potential wellkand transferred without
overflow into adjacent wells.

5.2.15 Transfer channel

The reg|on of a charge-transfer device within which the charge flow is confined.

5.2.16 $urface channel

A transfer channel at the semiconductor-insulaterinterface.

5.2.17 Buried channel

A transfer channel beneath the surfacé of the semiconductor.

5.3 Pafameter terms
5.3.1 Qharge-transfer efficiency ( CTE) (n)

The fragtion of the signal charge that is transferred from one storage region to the next|storage
region.

5.3.2 Quverallcharge-transfer efficiency (overall signal-transfer efficiency)

The fragtion of the input signal charge that is transferred as a packet to the output.

5.3.3 Average charge-transfer efficiency

The nth root of overall charge-transfer efficiency, where n is the number of transfers.

5.3.4 Saturation signal (for analogue signal applications)

The maximum input signal or illumination power that can be transferred with a specified degree
of linearity between the input and output signals.

5.3.5a) Saturation input signal (for digital signal applications)

The input signal or illumination power that is required to fill a well.
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5.3.5b) Signal de saturation de sortie (pour les applications de signaux numériques)

Signal de sortie produit a partir d’un puits.

5.3.6 Signal de bruit équivalent

Signal efficace d’entrée ou puissance d’éclairement nécessaire pour doubler la puissance de
sortie par rapport a celle obtenue sans signal ou éclairement d’entrée.

5.3.7 Gamme dynamique

Gamme_de fonctionnement linéaire utilisable, exprimée sous forme de rapport du signal de
saturatipn au signal de bruit équivalent.

5.3.8 Densité moyenne de courant de fuite (J )

Courant de fuite moyen engendré par unité de surface dans la surface active_du dispositif.

NOTE - Belon le type de dispositif considéré, on peut définir la surface active comme la surface duf canal de
transfert gu la surface totale comprenant des régions définies du canal. Autres noms‘utilisés: «densité mgyenne de
courant d|obscurité» et «densité moyenne de courant d’origine thermique».

5.3.9 Pointe de courant de fuite

Variatioh du courant de fuite qui dépasse un niveau spécifie*au-dela de sa valeur moyepne.

5.3.10 | Temps de transfert de charge

Temps pécessaire pour déplacer une fraction speeifiée d’'un paquet de charge d’'une r¢gion de
stockagp a la voisine.

5.3.11 | Gamme de retard du signal (pourles lignes a retard)

S’expligue d’elle-méme.

6 Sympoles littéraux pour circuits combinatoires et séquentiels

a) Voir CEI 60747-1, chapitre V, et CEI 60748-1, chapitre V.
b) Voir pussi l'article % du présent chapitre.

7 Sympoles littéraux pour les parametres dynamiques des circuits intégrés
ségyentiels, y compris des mémoires

7.1 Introduction

Certaines des données caractéristiques générales qui sont souhaitables dans un systéme de
symboles littéraux utilisé pour représenter les paramétres dynamiques des mémoires et des
autres circuits séquentiels sont indiqués ci-aprés en tant qu’introduction au systéme décrit
dans cet article.

a) Le systeme adopté doit pouvoir représenter les parameétres dynamiques de n'importe quel
circuit mémoire, quelle que soit sa complexité, et doit aussi convenir pour tout autre circuit
numeérique complexe. Il serait regrettable, par exemple, d’avoir un systéme de symboles
littéraux différent pour les mémoires et pour les microprocesseurs.

b) Les exigences indiquées ci-dessus conduisent, en général, pour les parametres
dynamiques, a des symboles assez longs et d’emploi incommode. Il est donc souhaitable
que les symboles puissent étre simplifiés lorsqu’il n'y a aucun risque de confusion et qu'une
telle simplification conduise a un symbole mnémonique aisément compréhensible.
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5.3.5h)

Saturation output signal (for digital signal applications)

The output signal that is required from a well.

5.3.6 Noise equivalent signal

The r.m.s. input signal or illumination power level needed to increase the output power to twice

the valu

e obtained with no input signal or illumination.

5.3.7 Dynamic range

The range of useful linear operation expressed as a ratio of the saturation signal to the noise

equivald

5.3.8

The ave

NOTE - [
or the ovg
thermal g

5.3.9

A variat

5.3.10

The tim

the next.

5.3.11

Self-exg

6 Lettd

a) See
b) See

7 Lettd

nt signal.

\verage leakage current density (J )

rage leakage current per unit area within the active area of the device.

epending on the type of device, the active area may be defined as either the area of the transfe
rall area including defining regions. Other names used are: "average dark‘current density" and
Eneration current density".

L eakage current spike

on of the leakage current that exceeds some specified level above its average

Charge-transfer time

e required to move a specified fractionof“a charge packet from one storage 1

Bignal-delay range (for delay lines)

lanatory.

br symbols for combinatorial and sequential circuits

EC 60747-1, Chapter V, and IEC 60748-1, Chapter V.
hlso clause £ 0f this Chapter.

br symbols for the dynamic parameters of sequential integrated circuits,

including_memories

r channel
"average

alue.

egion to

7.1 Introduction

Some of the general features that are desirable in a system of letter symbols to be used to
represent the dynamic parameters of memories and other sequential circuits are given below
as an introduction to the system described in this clause.

a) The system adopted should be capable of representing the dynamic parameters of any
memory circuit, no matter how complex, and should also be suitable for any other complex
digital circuit. It would, for example, be undesirable to have a different system of letter
symbols for memories and for microprocessors.

b) The requirement above leads, in the general case, to rather long and cumbersome symbols
for the dynamic parameters. It is desirable therefore that the symbols should be capable of
simplification when no ambiguity is likely to occur and that such simplification should lead to
an easily understood mnemonic symbol.
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Lors du choix des lettres a utiliser pour les indices et de I'adoption en la circonstance de
majuscules ou de minuscules, il a été pratiquement impossible de choisir un ensemble
d’indices a la fois cohérent et en accord avec la pratique antérieure de la CEI. On a décidé
d’adopter une approche aussi cohérente que possible, car on a pensé que l'obtention de
symboles littéraux applicables aux circuits séquentiels présents et futurs est une chose si
complexe qu'il était nécessaire d’envisager une nouvelle et logique approche du sujet.

L'utilisation des lettres minuscules et des indices contenus dans cet article est
recommandée pour les feuilles particulieres et les documents imprimés similaires.
Cependant, les symboles sont fréquemment reproduits par des équipements qui ne peuvent
pas imprimer soit des lettres minuscules, soit des indices. On devra éviter toute ambiguité
si les symboles sont imprimés de cette facon.

Le syst¢éme de symboles littéraux décrit dans cet article permet d’obtenir des symiboles pour
les pargmetres dynamiques des circuits séquentiels complexes, y compris lessmémoires; il
permet faussi d’abréger ces symboles en des symboles mnémoniques simples lorsqy’il n'y a

pas de fisque de confusion.

7.2.1 Fprme générale

Les pargametres dynamiques sont représentés par un symbole général de la forme:

{A(BC-DE)F (1)

Lindice|A indique le type de parametre dynamigue./que l'on désire représenfer, par

exemple: temps de cycle, temps de préparation, temps d’autorisation, etc.

L’indice|B  indique le nom du signal ou de la borne pour lequel un changement d’état ou de

niveau (ou I'établissement d'un état¢ou d’'un niveau) constitue un événement qui
est supposé se produire en premier, c'est-a-dire au début de l'interyalle de
temps. Si cet événement se_produit en fait en dernier, c'est-a-dire a |p fin de
I'intervalle de temps, la valeurde l'intervalle de temps est négative.

L’indice|C  indique le sens de la transition et/ou I'état ou le niveau final du signal représenté

par B. Lorsqu’'on utilise deux lettres, I'état initial ou le niveau est également
indiqué.

L’indice|D  indique le nom du signal ou de la borne pour lequel un changement d’état ou de

niveau (ou I'établissement d'un état ou d'un niveau) constitue un événement qui
est supposé_se produire en dernier, c’est-a-dire a la fin de l'intervalle de temps.
Si cet .évéhement se produit en fait en premier, c'est-a-dire au dgbut de
I'interyalle de temps, la valeur de I'intervalle de temps est négative.

Lindice|E  indique le sens de la transition et/ou I'état ou le niveau final du signal représenté

L’indice

par D. Lorsqu’'on utilise deux lettres, le niveau ou I'état initial est également
indiqué.

conditions d’essais, etc.

NOTE 1 - Les indices A a F peuvent comporter, chacun, une ou plusieurs lettres.

NOTE 2 — Les indices D et E ne sont pas utilisés pour les temps de transition.

NOTE 3 - Le tiret dans le symbole (1) indique «vers»; ainsi, le symbole représente l'intervalle de temps entre
I'arrivée du signal B et celle du signal D; il est important de noter que cette convention est valable pour tous les
paramétres dynamiques, y compris les temps de maintien. Lorsqu'il n'y a pas de risque de confusion, on peut
omettre le tiret.
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c)

d)

In deciding upon the letters to be used as subscripts and whether they should be upper-case
or lower-case, it is almost impossible to choose a set of subscripts that is both self-
consistent and also in agreement with previous practice in IEC. It was decided to adopt a
self-consistent approach, as it was thought that the problem of obtaining satisfactory letter
symbols that might be applicable to both present and future sequential circuits was so
complex that a new and consistent approach was desirable.

The use of lower-case letters and subscripts as given in this clause is preferred for data
sheets and similar printed documents. However, parameter symbols are frequently
reproduced by equipment that lacks the capability for either lower-case letters or
subscription. The symbols should still be unambiguous if printed using this altered form.

7.2 Letter symbols

The system of letter symbols outlined in this clause enables symbols to be generated for the
dynamiq parameters of complex sequential circuits, including memories, and alsa allows these
symbolq to be abbreviated to simple mnemonic symbols when no ambiguity is likely to qccur.

7.2.1 deneral form

The dynamic parameters are represented by a general symbol of the form:

IA(BC-DE)F (1)

Subscript A indicates the type of dynamic parameter being_represented, for example, cycle

time, set-up time, enable time, etc.

Subscript B indicates the name of the signal or terminal for which a change of state|or level

occur first, that is at the beginning~of the time interval. If this event|actually
occurs last, that is at the end of the“time interval, the value of the time interval is
negative.

(or establishment of a state or level\constitutes a signal event assr\rmed to

Subscript C  indicates the direction of theldransition and/or the final state or level of tHe signal

represented by B. When two letters are used, the initial state or leve| is also
indicated.

Subscript D indicates the name ©f the signal or terminal for which a change of state|or level

occur last, that.is at the end of the time interval. If this event actually occurs
first, that isfat'the beginning of the time interval, the value of the time interval is
negative-

(or establishment of a state or level) constitutes a signal event assr)}:med to

Subscript E  indicates the direction of the transition and/or the final state or level of tHe signal

represented by D. When two letters are used, the initial state or leve| is also
indicated.

Subscript F (" yindicates additional information such as mode of operation, test conditiofs, etc.

NOTE 1 - Subscripts A to F may each consist of one or more letters.

NOTE 2 — Subscripts D and E are not used for transition times.

NOTE 3 — The "-" in the symbol (1) is used to indicate "to"; hence the symbol represents the time interval from
signal event B occurring to signal event D occurring, and it is important to note that this convention is used for all
dynamic parameters including hold times. When no misunderstanding is likely to occur, the hyphen may be omitted.
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orme abrégée

On peut abréger le symbole général indiqué ci-dessus lorsqu'il n'y a pas risque de confusion,
par exemple:

itués, si

Ia(B-D)
ou: Ia(g)
ou:  ta() — utilisé souvent pour les temps de maintien
ou: Iap - on n'utilise pas de parenthéses dans ce cas
ou: tagg)  — utilisé souvent pour les durées d’'impulsions
ou: tp
ou: Igk.pe — utilisé souvent pour les intervalles de temps divers.
7.2.3 Fprmation des indices
Lors della formation des indices, ceux qui sont les plus couramment utilisés sont cons
possiblg, par une seule lettre et ceux qui le sont le moins par up- maximum de troig lettres.

Dans la
utiliser ¢
cela pel

7.3 Ind

mesure du possible, on cherche a utiliser une représepntation mnémonique.
es symboles littéraux plus longs pour des signaux spéciaux ou des bornes spé
t aider la compréhension.

ice A: type de parameétre dynamique

On peut
ciales si

figurent

L'indice|A représente le type de parametre dynamigque qui doit étre indiqué par le sympole; on
peut divjser ces parametres en deux classes:

a) les pprametres qui sont des conditions destemps pour le dispositif;

b) les pprameétres qui sont des caractéristigues du dispositif.

Les synjboles littéraux ainsi proposés pour les mémoires sont énumérés dans les paralgraphes
7.3.1 et|7.3.2 ci-dessous.

Tous leg indices A doivent étre‘minuscules.

7.3.1 Qonditions de temps

Les synjboles littéraux pour les conditions de temps des mémoires a semiconducteurs
ci-dessqus:

Terme Indice

Temps de-eyele €

Intervalle de temps entre deux signaux d

Temps de décroissance f

Temps de maintien h

Temps de préconditionnement pc

Temps de croissance r

Temps de recouvrement rec

Intervalle de temps de rafraichissement rf

Temps de préparation su

Temps de transition t

Durée (largeur) d'impulsion w
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7.2.2 Abbreviated forms

The general symbol given above may be abbreviated when no misunderstanding is likely to
occur, for example:

Ia(B-D)
or: tA(B)
or tapy - often used for hold times
or: tap - no parentheses are used in this case
or: IagE) efterusedferptise-duration
or: fta
or: tgclpe — often used for unclassified time intervals.
7.2.3 Allocation of subscripts
In allocating letter symbols for the subscripts, the most commonly used subscripts ale given
single letters where practicable and those less commonly used aré designated by up [to three
letters. |[As far as possible, some form of mnemonic representation is used. Longgr letter
symbolq may be used for specialized signals or terminals if thistaids understanding.
7.3 Supscript A: type of dynamic parameter
The subscript A represents the type of dynamic parameter to be designated by the symbol; the
parameters may be divided into two classes:
a) those that are timing requirements for the device;
b) thosg¢ that are characteristics of the device.
The letter symbols so far proposed formemory circuits are listed in 7.3.1 and 7.3.2 belgw.
All subsgripts A should be in lower-case.
7.3.1 Tjming requirements
The letter symbols for the timing requirements of semiconductor memories are as folloys:
Term Subscript
Cycle time c
Time inferval-between two signal event d
Fall time T
Hold time h
Precharge time pc
Rise time r
Recovery time rec
Refresh time interval rf
Set-up time su
Transition time t

Pulse duration (width) w
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caractéristiques dynamiques des mémoires a semi-

Caractéristiques Indice
Temps d'acces a
Temps d’inhibition dis
Temps d’autorisation en
Temps de propagation p
Temps e TECOUVTETTEt rec
Temps (le transition t
Temps ¢le validation %
NOTE - e temps de recouvrement, en tant que caractéristique, est limité au temps de recouvrement de lg¢cture.
7.4 Indices B et D: nom du signal ou hom de la borne
Les symboles littéraux pour le nom du signal ou le nom de la borne(sont indiqués ci-degsous.
Tous leg indices B et D doivent étre en majuscules.
Signal qu borne Indice
Adresse A
Horloge C
Adressdg colonnes CA
Echantillonnage adresse colonnes CAS
Entrée de I'information D
Entrée/gortie de I'information DQ
Autorisdtion boftier E
Effacement ER
Autorisdtion sortie G
Progranime PR
Sortie de I'information Q
Lecture R
Adressq lignes RA
Echantillonnage adresse lignes RAS
Rafraichissement RF
Lecture-écriture RW
Sélection boftier S
Ecriture (autorisation écriture) W

NOTE 1 — Dans les symboles littéraux relatifs aux intervalles de temps, on ne doit pas utiliser de barres au-dessus

des indices, par exemple CAS.

NOTE 2 — A noter que, dans le choix d’autres symboles littéraux, I'indice ne doit pas se terminer par H, L, V, X ou Z

(voir 7.5).

NOTE 3 — Si I'on peut utiliser la méme borne, ou le méme signal, pour deux fonctions (par exemple: entrée-sortie
de l'information, lecture-écriture), la forme d’onde doit étre appelée du nom des deux fonctions, s'il y a lieu, mais
les symboles des parameétres dynamiques ne doivent comprendre que la partie de l'indice correspondant au

parametre. (Voir par exemple l'utilisation de DQ et RW en 7.7 ci-apres).
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7.3.2 Characteristics

The letter symbols for the dynamic characteristics of semiconductor memories are as follows:

Characteristic Subscript
Access time a
Disable time dis
Enable time en
Propagation time p
Recovery time rec
Transitipn time t
Valid time %
NOTE — Recovery time for use as a characteristic is limited to sense recovery time.
7.4 Subscripts B and D: signal name or terminal name
The letter symbols for the signal name or the name of the terminal areas given below.
All subsgripts B and D should be in upper-case.
Signal gr terminal Subscript
Address A
Clock C
Column|address CA
Column|address strobe CAS
Data ingut D
Data ingut/output DQ
Chip enpble E
Erasure ER
Output ¢nable G
Progra PR
Data oZ[put Q
Read R
Row address RA
Row ad¢lress_strobe RAS
Refresh RE
Read-Write RW
Chip select S
Write (write enable) w

NOTE 1 - In the letter symbols for time intervals, bars over the subscripts, for example, CAS, should not be used.

NOTE 2 — It should be noted, when further letter symbols are chosen, that the subscript should not end with H, L, V,
X or Z (see 7.5).

NOTE 3 — If the same terminal, or signal, can be used for two functions (for example Data input-output, Read-
Write), the waveform should be labelled with the dual function, if appropriate, but the symbols for the dynamic
parameters should include only that part of the subscript relevant to the parameter. (See use of DQ and RW in 7.7
below, for example).
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7.5 Indices C et E: transition du signal

On utilise les symboles suivants pour représenter le niveau ou I'état d’'un signal:

Niveau haut H
Niveau bas L
Niveau stable valide (haut ou bas) \%
Inconnu, changeant ou indifférent X

Etat haute impédance d’une sortie trois états Z

On exprime la direction de la transition par deux lettres, la direction allant de I'état représenté
par la gremiere lettre vers celui représenté par la seconde, en utilisant les lettresdindiquées
ci-dessys.

Lorsqu’il n'y a pas de risque de confusion, on peut omettre la premiére lettre et avoir Jainsi un
symbolg abrégé pour les indices C et E, comme il est indiqué ci-dessous.

Tous leg indices C et E doivent étre majuscules.

Indice
Exemplegs: Complet Abrégé
Transitipn du niveau haut au niveau bas HL L
Transitipn du niveau bas au niveau haut LH H
Transitipn d'un état inconnu ou changeant a un étatwvalide XV Y,
Transitipn d'un état valide a un état inconnu ou-changeant VX X
Transitipn d'un état valide a un niveau haut VH H
Transitipn d'un état valide a un état a haute impédance vz 4
Transitipn d'un état a haute impédance'a un état valide VA, Y

NOTE — Comme il est possible d’abréger les indices C et E, et comme les indices B et D peuvent centenir un
nombre dp lettres indéterminé, il est nécessaire de mettre une restriction sur les indices B et D, a savoif qu'ils ne
doivent pas se terminer par H, L, V, X'eu Z, afin d’éviter toute confusion possible.

7.6 Indice F
S’il est hécessaire, an utilise I'indice F pour représenter toute information supplémentaire sur

le paranetre, telle~gue: mode de fonctionnement, conditions d’essai, etc. Les symboles
littéraux pour I'indice F sont indiqués ci-dessous.

L'indice|F doit' étre majuscule.

Modes de fonctionnement Indice
Coupure du courant PD
Lecture par page PGR
Ecriture par page PGW
Lecture R
Rafraichissement RF
Lecture-modification-écriture RMW
Lecture-écriture RW

Ecriture W
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7.5 Subscripts C and E: transition of signal

The following symbols are used to represent the level or state of a signal:

High level H
Low level

Valid steady-state level (either low or high)

High-im

The dir
represe
given al

When 1

All subs

Exampl

Transiti
Transiti
Transiti
Transiti
Transiti
Transiti

Transiti
NOTE - §
number o
V, XorZ,
7.6 Su

If neces

L
Y,
Unknown, changing, or irrelevant level X
z

pedance state of three-state output

ection_of transition is_expressed by two letters, the direction being from the state

ove.

cripts C and E should be in upper-case.

PS.

bn from high level to low level

bn from low level to high level

bn from unknown or changing state to valid state
bn from valid state to unknown or changing’state
bn from valid state to high level

bn from valid state to high-impedance state

bn from high-impedance state‘to-valid state

so as to avoid possible confusion.

Dscript F

Rull
HL
LH
XV
VX
VH
VZ
yAY

0 misunderstanding is likely to occur, the first letter may be omittéd to
abbrevigted symbol for subscripts C and E as indicated below.

Subscript

nted by the first letter to that represented by the second letter, with the letters tbeing as

give an

Abbreviated

N T X < I

\Y,

ince subscripts C and E may be(abbreviated, and since subscripts B and D may contain an ind¢g
letters, it is necessary to putthe restriction on the subscripts B and D that they should not end

sary, subscript F'is used to represent any additional qualification of the parame

as mode of operation; test conditions, etc. The letter symbols for subscript F are given

Subscri

bt F should be in upper-case.

Mode o

Operation Subscript

terminate
with H, L,

ter such
below.

Power-down PD

Page-mode read PGR

Page-mode write PGW

Read
Refresh
Read-m

R
RF
odify-write RMW

Read-write RW

Write

w
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Les exemples donnés ci-dessous sont destinés a montrer comment on peut utiliser le systéme
de symboles pour les paramétres dynamiques des circuits séquentiels. Les symboles abrégés
ne sont donnés que comme exemples du systéeme et ne doivent pas étre interprétés comme
une recommandation pour I'utilisation d'un symbole abrégé particulier pour un parameétre
dynamique quelconque. De méme, les chronogrammes ne doivent pas étre considérés comme
donnant les niveaux pour la mesure d’un intervalle de temps quelconque.

7.7.1 Exemples d'abréviations de symbaoles littéraux

Les exe
littéraux

abrégés
pas de
corresp

Tableau 1 — Exemples d’abréviations de symboles littéraux

mples donnés dans le tableau | montrent comment on peut abréger les)symboles
des parameétres dynamiques des circuits séquentiels. Le tableau 1 montre toutes les
abréviafions successives possibles des symboles. On peut utiliser n'importe quell

forme

, mais il est recommandé d’utiliser les symboles littéraux les plus coédrts lorsqy’il n'y a
isque de confusion. Il est préférable que le degré de simplification* du symbol
bnde a celui du terme, mais ce n’est pas obligatoire.

littéral

Termes

Symboles littéraux

emps de préparation adresse lecture-sélection
oftier

Isu(AXV-SLH)R
su(AV-SH)R
fsu(a-s)R

emps de préparation adresse-sélection boftier

Isu(AXV-SLH)
tsu(Av-SH)
tsu(A-S)

emps d’accés d’'adresse

tsu(axv)
tsu(AV)
tsu(A)
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7.7 Examples of letter symbols

Introduction

The examples given below are intended to show how the system of symbols for the dynamic
parameters of sequential circuits may be used. The abbreviated symbols are given only as
examples of the system and should not be interpreted as a recommendation for the use of a
particular abbreviated symbol for a particular dynamic parameter. Similarly, the diagrams
should not be regarded as defining the appropriate endpoints for the measurement of any
particular time interval.

7.7.1 Examples of abbreviation of letter symbols

The ex*mples given in table | show how the letter symbols for the dynamic param

sequen
Any of

symbols
simplifig
not man

al circuits may be abbreviated. Table 1 shows all possible grades of abbreviat
the abbreviated forms can be used, but it is recommended that the- short

Ieters of

bd form.
br letter
jrade of

be used when no misunderstanding is likely to occur. It is preferable that the
ation of the letter symbol corresponds to the grade of simplification/of the term/ but it is
datory.

Table 1 — Examples of abbreviations of letter symbols

Terms Letter 'symbols
Read (-mode) address set-up time 30(AXV-SLH)R
before chip-select
lsu(Av-SH)R
lsu(A-S)R
Address set-up time before chip-select fsu(AXV-SLH)
tsu(Av-sH)
su(a-s)
Address set-up time tsu(axv)
tsu(av)
fsu(a)
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7.7.2 Exemples de symboles littéraux pour les mémoires a semiconducteurs

‘l >
‘/|H '—‘ TV V V UV V VY
A DR vatsaton  HXXKXIXAAR)
" \ £ OO
2 >
—» 5 8 >
ViH |
RW
(H = lecture, ViL
L = écriture) [e— 3 — 9 —f
PP —
Vin
S
ViL
le—
/ 10
4 (e |
Von — ¢
Q Etat haut inactif Information valide
Vou
13
261/85
Figure 33a — Mémoire avec sortie acollecteur ouvert
Symboles Symboles avec indices Formes abrégées
complets abrégés en position C et E, typiques
indices en position F
tA(BC-DE)F seulement si essentiel
Exigences de temps
1 Temps §le cycle de lecture L AVX-AVX)R to(av-Ax)R t.r
|5 tTemps de préparation adresse- | )i axv-rLH)R Lsu(AV-RH)R Lua-rHy lsua-A) Tsuga)
ecture
6,|Tetmps de préparation lecture- tsu(RLH_SLH)R tsu(RH_SH)R tsu(R_s); tey R)
sélection
7' Temps de préparation (adresse- tsu(AXV-SLH)R tsu(AV-SH)R tsu(A_s); teu A)
sélection
Caractéristjques de commutation
2 Temps ¢l'acceés d’adresse ta(AXV-QXV)R taav-qv) Laa
3 Temps {'accesde lecture ta(RLH_QXV)R ta(RH_QV) ta(R)
4 Temps f'atcés de sélection boitier ta(sLG-QHVIR tasH-qv) tas)
8 Tenjps de va[idgtion en sortie tv(Avx_va)R tv(AX-QX) tv(A_Q); tv(A); tv(Q)
apres I'adresse (précédente)
9 Ten(1f|_asd d)e| validation en sortie tV(RHL_QVX)R tv(RL_QX) tV(R_Q); tv(R): tV(Q)
apres (fin de) lecture
10 Tempg d’inhibition en sortie apres Lis(SHL-QVH)R Liis(sL-QH) tiis(s-qy' Lais(sLy’ Ldis(s)
(fin de) sélection
13 Temps de transition en sortie du tt(QHL)R* tt(QL) tt(L)
niveau haut au niveau bas
14 Temps de transition en sortie du tt(QLH)R* [t(QH) tt(H)
niveau bas au niveau haut

* Les indices en positions D et E ne sont pas utilisés pour les temps de transition, y compris les temps de
croissance et de décroissance.

Figure 33 — Symboles littéraux pour un cycle de lecture typique d’'une mémoire
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7.7.2 Examples of letter symbols for semiconductor memories

‘/IH L/ vV V V VYV VVV VY
A LOQUXK)
" OO
2 »
—» 5 8 >
ViH |
RW
(H =read, WV
L = write) le— 3 —» 9—s
PP —
Vin
S
ViL
le—
/ 10
‘- i
Von ;
Q Inactive high Data-valid
VoL
13 re— 14
261/85
Figure 33a — Memory with open-colleCtor output
Full symbols Symbols with Typical abbreviated
abbreviated forms
IA(BCDE)F subscripts in
position C and
E, subscripts in
position F only
when essential
Timing requirements
1 Redd cycle time le(avx-AVX)R le(av-AX)R ler
5 Address set-up time before tead fsu(axv-RLH)R Lsu(av-rH)R Lsua-rH): su(a-Rr): |lsu(a)
6 Redd set-up time before\select lsu(RLH-SLH)R Lsu(RH-SH)R Lu(r-s)s Lsu(r
7 Address set-up timébefore select fsuaxv-sLH)R fsuav-str fsu(a-s): fsua
Switching charactefistics
2 Address access time La(AXV-QXV)R ta(av-qQv) ta(a)
3 Redd &ccess time La(RLH-QXV)R ta(RH-QV) ta(r)
4 Chip-sefecttime Ta(SLG-QHV)R Ta(sH-Qv) Ta(s)
8 Output valid time after (previous) address Ly(AVX-QVX)R ty(AX-QX) tya-Q): tv(a): tv(Q)
9 Output valid time after (end of) read ly(RHL-QVX)R Ly(RL-0X) L(r-Q): Ry tv(Q)
10 OUtpUt disable time after (end Of) select tdiS(SHL-QVH)R tdiS(SL-QH) tdiS(S-Q); tdiS(SL); tdiS(S)
13 High-level to low-level output transition liQHL)R" tau) Ly
time
14 Low-level to high-level output transition lQLH)R" tyam) L)

time

* Subscripts in position D and E are not used for transition times, including rise and fall times.

Figure 33 — Letter symbols for typical memory read cycle
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1 >
U
A m Validation
Wi
Vin [e—2 —»] le—4 —»
S
Vi
Vou 4 !
Qou DQ W Validation de I'information a la sortie W
Vou
262/85
Figure 34a
1 !
Ui
A
ViL
Vin |
S \
ViL L
3 5
Von
Qou DQ
Vou
Validation de l'information a la sortie 263/85
Figure 34b
Symboles Symboles avec indices Formes
complets abrégés en position C abrégégs
et E, indices en typiquds
tA(BC-DE)F position F seulement si
essentiel
Exigefces de temps
1 Temps decycle de lecture Lo(AxV-AVX)R Loav-Ax)R Lr
Caractéristiques de commutation
2 Temps d’acces adresse fa(AXV-QXV)R fa(Av-Qv) fa(a)
3 Temps d’acces de sélection boitier la(SHL-QZV)R tyst-ov) tys)
4 Temps de validation en sortie aprés t t ¢
adresse V(AVX-QVX)R V(AX-QX) v(A)
5 Temps d’inhibition en sortie aprés Liis(SLH-QVZ)R Liis(sH-Qz) Liis(s)
sélection

Figure 34 — Mémoire a acces aléatoire a fonctionnement statique —
Cycle de lecture typique
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U
Wi
Viy le—2 —» e— 4 —»
S
Vi
Vou ; \
QorDa W{ Data-out valid W
Vou
262/85
Figure 34a
1
Ui
A
ViL
Vin |
S \
ViL L
3 5
Von
QorDQ
Vou -
Data-out valid 263/85
Figure 34b
Full symbols Symbols with Typical abbreviatef
abbreviated forms
taBc-DE)F subscripts in
position C and E,
subscripts in
position F only
when essential
Time reqyirements
1 Read clcletime AN AR AR Ler
Switching characteristics taa)
2 Address access time La(AXV-QXV)R ta(av-qQv) ta(s)
3 Chip-select access time la(SHL-QZV)R ta(sL-qv) ty(a)
4 Output valid time after address Ly(AVX-QVX)R Ly(AX-0X) tais(s)
5 Output disable time after select Ldis(SLH-QVZ)R liis(SH-02)

Figure 34 — Typical static random-access memory — Read cycle
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Cycle d’écriture

1 -
ViH
A m Valide
ViL A
3 - 2 > 6
Vin

Y
\ /
(H = lecture, Y
écriture) 5

,_
Il

S
ViL \‘
4 -
(Validafion de l'information Vi 7
oo SRR IRRTRE:
ViL N
Validation de I'infor-
o, -8
(Validafion de l'information Vo mation a l'entrée
a la softie) QouDQ I
Vou
Validation de linfor-
mation a la sortie 264/85
Symboles Symboles avec indices Formes abrggées
complets abrégés en position C et typiqueg
E, indices en position F
tA(BC-DE)F seulement si essentiel
Exigences|de temps
1 Temps {le cycle d’écriture L axv-avxow toav-Ax) tw
2 Durée (largeur) de I'impulsion d’écriture LW (WHL-WLH)W LuwL-wH) Luewiy bafw)
3 Temps {l'autorisation adresse-écriture tSu(AxV-WHL)W fsuav-wi) Lua-wy Yua
4 Temps §l'autorisation information=écriture tsu(DXV-WLH)W tsu(DV-WH) ISU(D_W); tsu(D); tsu(D-WH)
5 Temps §l'autorisation sélection/boitier tSu(SHL-WLH)W fsu(sL-wH) Lsus-wy' Lsucsy’ Fsu(s-wh)
(fin d’)éEriture
6 Temps fle recouvrementid’écriture tec(WLH-AVX)W bec(WH-AX) Lecow-a)y frbcow)
ou
temps de maintien adresse-écriture by (WLH-AVXOW
th(WH-AX) th(W-A); b w)
7 Temps fleumaintien information-écriture b (WLH-DVXOW f (WH-DX) fow-py § )
Caractéristiques de commutation
10 Temps d’inhibition en sortie aprés tdis(SLH—QVZ)W tdis(SH-QZ) tdis(S—Q); tdis(S)

sélection

Figure 35 — Mémoire a accés aléatoire fonctionnement statique —
Cycle d’écriture typique
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Write cycle
1 -
ViH
Vie 7
3 e 2 >
Vin \
\ /
(H=read, WL K
L = write)
V\H —\ 5 7
S
ViL \‘
4 -
(Data-in valid) Wiy il
ouee RN TR,
ViL N
Data-in valid e g
(Data-out valid)  Von
QorDQ —
Vou
Data-out valid
264/85
Full symbols Symbols with Typical abbreviated
abbreviated forms
taBc-DE)F subscripts in
position C and
E, subscripts in
position F only
when essential
Timing requirements
1 Write cycle time te(AXV-AVX)W fe(AV-AX) tew
2 Write pulse duration (width) Ly(WHL-WLH)W b (WL-WH) tuewiys Lwqw)
3 Addfess set-up time before write Lsu(AXV-WHL)W tsu(av-wL) sua-w)y: Tsu(a)
4 Datg set-up time before writ€ Lsu(DXV-WLH)W Lsu(Dv-wH) tsuo-wy tsu(d): Lsu(b-wH)
5 Chig-select set-up time_before (end of) tsu(SHL-WLH)W tsu(sL-wH) tsu(s-wys Tsues)s fsu(b-wH)

Write

6 Write recovery-time
or

frec(WLH-AVX)W

frec(WH-AX)

trec(W-A); trec(

addless holdtime after write thwLH-AVX)W th(wH-AX) thw-a)s Thew)
7 Datg hold,time after write th(WLH-DVX)W Ih(WH-DX) thw-p); th(D)
Switching characteristics
10 Output disable time after select ldis(SLH-QVZ)W ldis(sH-Q2) liis(s-q): ldis(s)

Figure 35 — Typical static random-access memory — Write cycle
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3
RAS N \_
ViL 7
4 > 5 - 2
- 7 —— 6 —
Vi
o H \ P
CAS \
Vie
—tol 12 je— —>| G —
10 e
[ 1 [e—13—ol |14+
Vin
ViL —
265/85
Symboles Symboles ayec Formes abrégges
complets indices abrégés en typiques
position‘C e t E,
Lac-DE)F indices en’ position
F-seulement si
essentiel
Exigencés de temps
1 Durée|(largeur) de I'impulsion RAS bas | W(RASHL-RASLH] fw(rAsL-RASH) lu(rast)
2 Durée|(largeur) de I'impulsion RAS haut fw(RASLH-RASHL) fw(RASH-RASL) fw(rAsH)
3 Intervhlle de temps entre RAS bas et| ld(RASHL'CASLH) lyrasL-cAsH) lrasL-casH
CAS haut
4 Intervhlle de temps entre RAS bas et [% ld(RASHL-CASHL) lyrasL-casL) frasL-casl
CAS lhas
5 Intervhlle de temps entre CAS has et | ld(CASHL-RASLH) lycasL-RASH) loasL-rasH
RAS Haut
6 Intervhlle de temps entre{ CAS haut et| ld(CASLH-RASHL) ly(casH-RASL) loash-rAS
RAS Ras
7 Durée|(largeur) de“liimpulsion CAS bas [W(CASHL-CASLH) [d(CASL-CASH) tW(CASL)
8 Temp$ de décroissance de CAS ficasyy ficast) ficas)
9 Temp$ de Croissance de CAS frcasLh)’ fricash) tcas)
10 Temp&.0€ maintien CA-RAS bas fh(rASHL-CAVX) fh(rasL-cax) fhrast-ca) Thrhs-ca)
11 Temps de préparation RA-RASbas tsu(RAXV-RASHL) [SU(RAV-RASL) [SU(RA-RASL): [SU(RA-RAS)
12 Temps de maintien RA-RAS bas fh(RASHL-RAVX) fh(rasL-RAX) fh(rasL-rA) Th(RAS-RA)
13 Temps de préparation CA-RAS bas tsu(CAXV-CASHL) [SU(CAV-CASL) [SU(CA-CASL): [SU(CA-CAS)
14 Temps de maintien CA-RAS bas fhcasHL-cavx) fhcast-cax) fhcast-cay Thicas-ca)

* Les indices D et E ne sont pas utilisés pour les temps de transition, y compris les temps de croissance et de
décroissance.

Figure 36 — Mémoire a accés aléatoire a fonctionnement dynamique —
Exigences communes au cycle de lecture typique, au cycle
d’écriture typique et au cycle de lecture-écriture typique
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3
VH - ————] !
RAS \ \
ViL
4 > 5 2
- 7 |—— § ——»]
Vi
H \ -
CAS \ /
ViL
— {12 jo— — G —
10 e
la-1 12 [e—13— |14
Vin
ViL
265/85
Full symbols Symbols with Typical abbreviatpd
abbreviated forms
taBc-DE)F subscripts in
position C and E;
subscriptsiin
positign Fonly
whemessential
Timing requirements
1 RAS]| low pulse duration (width) bw(RASHL-RASLH) bw(RASL-RASH) tw(RASL)
2 RAS| high pulse duration (width) lw(RASLH-RASHL) fw(RASH-RASL) tw(rRASH)
3 Timl interval RAS low to CAS high ld(RASHE,CASLH) ld(RASL-CASH) [RASL-CASH
4 Timk interval RAS low to CAS low [4(RASHL-CASHL) la(RASL-CASL) [RASL-CcASL
5 Timé interval CAS low to RAS high ld(CASHL-RASLH) la(CASL-RASH) lcASL-RASH
6 Tim¢ interval CAS high to RAS-low ld(CASLH-RASHL) lg(CASH-RASL) lcasH-RASL
7 CAS| low pulse duration (width) bw(CASHL-CASLH) ly(CASL-CASH) tw(casL)
8 CASl fall time ticcasHL)™ ticcasL) ticas)
9 CASl rise time fr(cAsLH)® fr(casH) frcas)
10 CAlhold tithe “after RAS low Ih(RASHL-CAVX) th(RASL-CAX) h(rasL-ca): th(rastca)
Isu(RAXV-RASHL) su(RAV-RASL) Isu(RA-RASL): Tsu(RAJRAS)

11 RA|set=tp time before RAS low

12 RA hold time after RAS low
13 CA set-up time before CAS low

14 CA hold time after CAS low

th(RASHL-RAVX)
Isu(CAXV-CASHL)

th(CASHL-CAVX)

th(RASL-RAX)
Isu(cAv-casL)

th(cAasL-cAX)

th(RASL-RA): Th(RAS-RA)

su(ca-casL): lsu(CA-CAS)

th(casL-cA): th(cas-ca)

* Subscripts D and E are not used for transition times, including rise and fall times.

Figure 36 — Typical dynamic random-access memory — Requirements
common to read cycle, write cycle and read-write cycle
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Ve ——
RAS / \
ViL
Vin
CAS%
ViL
M H . ""V"",v’v'v
A Ligne 90990999,
" AN
Un
R‘ A
(H = leqture, Vi —
L = écjiture) - 5
4 —» B
Von .
Q /| Information
Vou Etat haute impédance valide .
—» 7
266/85
Symboles Symboles avec Formes abrégges
complets indices abrégés typiques
en position C et
Ip(BC-DE)F E, indices en
position F
seulement si
essentiel
Exigeng¢es de temps
1 Temps de cycle de lecture Lo (RASHL-RASHL)R l(RASL-RASL)R lr
2 Temps de préparation lecture-CAS bas fsu(RLH-CASHLIR fu(rH-cASLR fsur-casL) lsuRrcas)
3 Temps de majntien lecture-CAS haut fh(cASLH-RHLIR fhcash-RLR thcash-r) hicqs-R)
Caractgristiques de commutation
4 Te pa d’uuu\:o R’I_\‘Sbua tnlDAQI-II Q7\/\D t:IDAQI Q\/\D t:IDAQI\; t:lD S)
5 Temps d'accés CAS bas facasHL-Qzv)R facasL-ur facasyy’ faccas)
6 Temps de validation en sortie aprés CAS haut | (CASLH-QVX)R f(cAsH-QXR ficast-q) bicas-): hicas)
7 Temps d'inhibition en sortie apres CAS haut fais(casLH-Qu2R lais(casH-Qz)R lais(cash-q) lais(cas)

Figure 37 — Mémoire a accés aléatoire a fonctionnement dynamique —
Cycle de lecture typique
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Read cycle
- 1
Ve — —
RAS | U
ViL
Vin
CAS%
ViL
A OOXXAKXK
Y
IL o
Un
RW \
(H = fead, Vi —
L = I'ite) < 5
4 —1 6
Von [
Q 4 Data-valid —
VoL High-impedance state .
— 7
266/85
Full symbols Symbols with Typical abbreviat¢d
abbreviated forms
laiBC-DE)F subscripts in
position C and E,
subscripts in
position F only
when essential
Timing yequirements
1 Rea( cycle time [¢(RASHL-RASHL)R le(RASL-RASL)R ter
2 Read set-up timeBefore CAS low Su(RLH-CASHL)R su(RH-CASL)R lsu(R-casL); Tsu(R-das)
3 Read hold time after CAS high th(CASLH-RHL)R th(cASH-RL)R th(cash-R): th(casfr)
Switching—characteristics

4 RASIlow access time

5 CAS low access time

6 Output valid time after CAS high

7 Output disable time after CAS high

fa(RASHL-QZV)R
la(CASHL-QZV)R
by(CASLH-QVX)R

ldis(CASLH-QVZ)R

fa(RASL-QV)R
la(CASL-QV)R
ly(CASH-QX)R

ldis(CASH-QZ)R

tarAsL); ta(RAS)

taccasL): fa(cas)

ty(casH-Q); lv(cas-Q); lv(cas)

ldis(casH-Q); ldis(cAs)

Figure 37

Read cycle

— Typical dynamic random-access memory —
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——
RAS \ / \
ViL
2
Vin
CAS
ViL
Vin
ViL
3 -
v 4 » |e— 5 —p
RW IH 6
(H = lecture, \
L = écfiture) Vi N /
7 >
le—Q—| |«——9
ik
R0 A S
ViL
10
Vou
g
Voo Etat haute impédance
267/85
Symboles Symboles avec Formes abrégées
complets indices abrégés typiques|
t en position C et E,
A(BC-DE)F indices en
position F
seulement si
essentiel
Exigences de temps
1 Temp; de cyclesd'écriture tc(RASHL-RASHL)W tc(RASL-RASL)W lew

Temp

de“maintien écriture-RAS bas

by (RASHL-WLH)W

bh(RASL-WH)W

rasL-wys Thkas-w)

Temps de maintien CAS bas-écriture

Temps de maintien écriture-CAS bas
Durée (largeur) de I'impulsion d’écriture

7 Temps de maintien RAS bas-écriture

8 Temps de préparation entrée information-CAS

bas

9 Temps de maintien entrée

bas

10 Temps de maintien entrée

bas

2
3
4 Temps de préparation écriture-CAS bas
5
6

information-CAS

information-RAS

S WHL-CASIIW
LSu(WLH-CASHL)W
by(CASHL-WLH)W
Lo (WHL-WLH)W
Ly(WHL-RASLH)W
Lsu(DXV-CASHL)W
by (CASHL-DVX)W

by (RASHL-DVX)W

W CASHW
LsuewH-casLw
th(casL-wHyw
LuewL-wHyw
by (wL-RASH)W

Lsuov-casnyw
by (casL-Dx)w

by (RASL-DX)W

t WCASH) thw-CAS)
Luw-casLy Tsuw-cas)
thcasL-wy thicas-w)
Lyewiys Tww)
tyw-ras)y fhw-rAs)

Lup-casLy bsup-cas)
tycasL-): th(cas-D)

th(rASL-D)’ th(RAS-D)

Figure 38 — Mémoire a accés aléatoire a fonctionnement dynamique -
Cycle d’écriture typique


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

60748-2 © IEC:1997

Write cycle
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Vi

- X
RAS \ /
ViL
2
Vin
CAS
ViL

3
v 4 > (+—DH—»
R_I? IH 6
(H = fead,
L = prite) Vi /
7 >
le—Q—| |«——9
ik
ViL
10
Vou
g
Voo High-impedance state
267/85
Full symbols Symbols with Typical abbrevidted
abbreviated forms
taBc-DE)F subscripts in
position C and E,
subscripts in
position F only
when essential
Timing requirements
1 Write cycle time lc(RASHL-RASHL)W lc(RASL-RASL)W lew

2 Write hold time after RAS low

3 CAY| low hold time after write

4 Wrife'set-up time after CAS low

th(RASHL-WLH)W
th(WHL-CASLH)W

Isu(WLH-CASHL)W

th(RASL-WH)W
th(wL-CASH)W

su(WH-CcASL)W

th(rAsL-w); Th(rAls-w)
th(w-casH): thwicas)

lsuqw-casL); suw-cas)

5 Write hold time after CAS low
6 Write pulse duration (width)

7 RAS low hold time after write

8 Data-in set-up time before CAS low

9 Data-in hold time before CAS low

10 Data-in hold time after RAS low

th(CASHL-WLH)W

Ty(WHL-WLH)W
by(WHL-RASLH)W

lsu(DXV-CASHL)W
th(CASHL-DVX)W

th(RASHL-DVX)W

th(cAsL-wH)wW

Ty(WL-WH)W
Th(WL-RASH)W

lsu(bv-casL)w

th(cAsL-DX)W

th(RASL-DX)W

thcasL-w); th(cas-w)

fyewLys fwew)
th(w-rAS): h(w-RAS)

lsu(p-casL); lsu(p-cAs)
th(casL-p); th(cAs-D)

th(RASL-D); th(RAS-D)

Figure 38 — Typical dynamic random-access memory —
Write cycle
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Cycle de lecture-écriture

Vin
RAS \ / \
Vi
Vin —
as \ /)
ViL
Vin
‘ X REX K
ViL
2 3
l‘—4—> 5 6
1 Vin
R /F \
(H = lpcture, V|
L = gcriture) 1 7
10 — 12 j—
Von
- { Information valide —
VoL Etat haute impédance N
la— O - —» 13
Vi oy B
f KK
Vit -
Information 268/85
valide
Symboles Symboles avec Formes abrégées
complets indices typiques
abrégés en
tac-DE)F position C et
E, indices en
position F
seulement si
essentiel
Exigepces de temps
1 Tegmps de cycle de leeture-écriture tC(RASHL_RASHL)RW tc(RASL_RASL)RW trw
2 Intervalle de temps RAS bas-écriture faRASHL-WHL)RW farasL-wL) lyras-w)* lRasL-wi; Tas-w
3 Temps de iaintien CAS bas-écriture | n(WHL-CASLH)RW fhwi-cash) thow-casy Thew-cAs)
4 Temps de/préparation lecture-CAS bas fsu(RLH-CASHLRW fsu(rh-casL) fsur-casL) lsur-c4s)
5 Intervalle de temps CAS has-écriture td(CASHL—WHL)RW rd(CASL—WL) td(CAS-W); tCASL—WL; ! AS-W
6 Temps de maintien RAS bas-écriture fhowHL-RASLH)RW fhwi-rasH) thw-rash) how-ras)
7 Durée (largeur) de I'impulsion d’écriture tW(WHL_WLH)RW tW(WL_WH) tW(WL); tW(W)
8 Temps d_e pr(?pa_ration entrée tSu(DXV-WHL)RW tuov-wi) tsuo-w)
information- écriture
9 Temps de maintien entrée information- b (WHL-DVX)RW by owL-bx) thw-p)
écriture
Caractéristiques de commutation
10 Temps d’accés RAS bas fa(RASHL-QzV)RW farasL-q) lLarasyy Taras)
11 Temps d’accés CAS bas ta(CASHL-QZV)RW ta(CASL-QV) ta(CASL); ta(CAS)
12 Temps de validation en sortie-CAS haut | M(CASLH-QVX)RW Licash-Qx) lycash-) Ivcas-q) lcas)
13 Temps d'inhibition en sortie-CAS haut tdis(CASLH-QVZ)RW tdiS(CASH-QZ) tdiS(CASH-Q); tdiS(CAS-Q); tdiS(CAS)

Figure 39 — Mémoire a accés aléatoire a fonctionnement dynamique —
Cycle de lecture-écriture
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Read-write cycle
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—_—
RAS \
VL
Wik
CAS
ViL

position C and
E, subscripts in
position F only
when essential

2 3
l~—4—> 5 6
i~ Vin
H=lead, v / \
L =|write) " .
10 — 12 fe—
Von
— { Data-valid e
VoL High-impedance state \
la— 3 -y —» 13
8 |e—
Vin
[ %
ViL
Data-valid
268/85
Full symbols Symbols with Typical abbreviated forms
abbreviated
!x(Bc-DE)F subscripts in

1

© 0o No o b W N

Timing requirements

Rdad-write cycle time

Tige interval RAStew to write

CAS low hold time after write

Rdad setzup.time before CAS low

Time/interval CAS low to write

RASlow hold time afterwrite

le(RASHL-RASHL)RW
ld(RASHL-WHL)RW

th(WHL-CASLH)RW
Isu(RLH-CASHL)RW
ld(CASHL-WHL)RW

Th(WHL-RASLH)RW

lc(RASL-RASL)RW
ta(RASL-WL)

th(WL-CASH)
Isu(RH-CASL)
ta(casL-wL)

Th(WL-RASH)

lcrw
laras-wy: fRasL-wL; lRab-w

th(w-casH); th(w-cas
tsu(r-casL); fsu(r-cas

taccas-wy: fcast-wis feap-w

U
v

Ihw-rASH): th(w-RAS

Write pulse duration (width)
Data-in set-up time before write
Data-in hold time after write

Switching characteristics

10 RASIlow access time

11 CAS low access time

12 Output valid time after CAS high

13 Output disable time after CAS
high

bw(WHL-WLH)RW
Isu(DXV-WHL)RW
Th(WHL-DVX)RW

ta(RASHL-QZV)RW
la(CASHL-QZV)RW
by(CASLH-QVX)RW

ldis(CASLH-QVZ)RW

Tw(WL-WH)
tsu(pv-wL)
th(wL-DX)

fa(RASL-QV)
ta(cASL-QV)
ty(CASH-QX)

ldis(CASH-QZ)

fewLys bwow)
rsu(D-W)
th(w-D)

tarasL): lta(RAS)
taccasL): la(cas)
ty(casH-Q); bv(cas-Q): fv(cas)

ldis(casH-Q) ldis(cAs-q): ldis(cAs)

Figure 39

Read-write cycle

— Typical dynamic random-access memory —
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8 Termes et définitions supplémentaires pour les circuits intégrés numériques

8.1 Réseau logique

Circuit intégré consistant en un réseau d'opérateurs ou de circuits logiques dont les
interconnexions sont réalisées soit pendant la fabrication soit par Il'utilisateur afin d'obtenir les
fonctions logiques définies par celui-ci.

Réseau prédiffusé

Circuit intégré composé d'un réseau de portes logiques élémentaires.

NOTE - [Les circuits intégrés de ce type sont aussi appelés «réseaux logiques programmables(par|masque»
(«MPLA» |ou «<ULA» en anglais).

8.2 Reépeau logique programmable
Circuit |ntégré consistant en réseaux d'opérateurs (ou circuits) logiqués combinatoires et
séquentiels, ayant une configuration fixe d'interconnexions, dans-Jlequel les connexions
peuvenf étre réalisées ou détruites apres la fabrication, de fagon a obtenir des fpnctions
logiqueg spécifiques.

NOTE - Ues circuits intégrés de ce type sont également connus sous l'abréviation anglaise «PLA».

9 Clagsification des réseaux logiques programmables (PLDs)

PLD PLA
(réseau logique (matrice logique programmable)
programmable) PG/A

(matrice prédiffusée programmable)
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8 Additional terms and definitions for digital integrated circuits

8.1 Logic array

An integrated circuit consisting of an array of logic elements or circuits whose interconnections
are either determined during manufacture or by the user to perform user-defined logic
functions.

Gate array

An integrated circuit consisting of an array of logic gates.

NOTE - Iptegrated circuits of this type are also known by the names "Mask programmable Logic Array\MPLA)" and
"Uncommijtted Logic Array (ULA)".

8.2 Prqgrammable logic array

An inteprated circuit consisting of arrays of combinatorial and sequential logic dlements
(circuits) with a fixed interconnection pattern in which connections can;be made or broKen after
manufa¢ture to perform specific logic functions.

NOTE - Ipntegrated circuits of this type are also known by the abbreviation "RLA:

9 Clagsification of programmable logic devices (PLDS)

PLD PLA
(Programmable (Programmable Logic Array)
Logic Device) PGIA

——— (Programmable Gate Array)
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CHAPITRE Ill: VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
SECTION UN — GENERALITES SUR LES CIRCUITS INTEGRES NUMERIQUES

Les stipulations de cette section couvrent les circuits intégrés numériques combinatoires et
séquentiels, a la fois bipolaires et MOS, sauf spécification contraire. Elles ne s’appliquent pas
aux assemblages a couplage dynamique des circuits intégrés numeériques.

1 Identification et description du circuit

1.1 Dépignation et type
1.2 Te¢hnologie
On doit] indiquer la technologie employée pour la fabrication, par exemplex circuit| intégré

monolithique & semiconducteurs, circuit intégré a couche mince, cireui intégré |hybride,
microasgemblage. On doit aussi indiquer les détails des technologie€s, du semicongducteur,

telles qye: NMOS, CMOS, TTL Schottky ou I2L.

1.3 ldgntification du boftier

1.3.1 Numéro CEIl et/ou numéro national de référence du_dessin d’encombrement, op dessin
du bofti¢r non normalisé avec la numérotation des bornes.

1.3.2 [Matériau principal du bofitier, par exemple: ¢éramique, plastique, verre.

1.3.3 Identification des bornes: numéro des bornes et fonctions associées.

2 Spégifications fonctionnelles

2.1 Schéma synoptique

Un schma synoptique ou une information équivalente sur le circuit intégré numérique foit étre
donné.

Exempl

N2

Alimentation

[

Entréel O—— I——(O Sortie

Circuit intégré digital a deux entrées

Entrée2 O—

Masse
IEC 1705/97

Figure 40
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CHAPTER IlI: ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS

SECTION ONE — DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS, GENERAL

The provisions of this section cover combinatorial and sequential digital integrated circuits,
both bipolar and MOS circuits, unless otherwise specified. They do not include a.c. coupled
digital integrated circuits.

1 Circuit identification and description

1.1 De

1.2 Te

The mahufacturing technology, for example, semiconductor monolithic integrated cirg

signation and type

chnology

uit, thin

tky TTL

tandard

given.

film integrated circuit; hybrid integrated circuit, micro-assembly, shall be stated. This statement
shall in¢lude details of the semiconductor technologies such as NMOS; '\CMOS, Scho
or 12L.
1.3 Pagkage identification
1.3.1 1EC and/or national reference number of the outlinedrawing; or drawing of non-4
packageg including terminal numbering.
1.3.2 PRrincipal package material, for example, ceramic, plastic, glass.
1.3.3 Terminal identification, terminal numbers-and associated functions.
2 Fungtional specifications
2.1 Bldck diagram
A block [diagram or equivalent circuit information of the digital integrated circuit shall be
Examplé:
Supply
Inputl O—— O Output

Digital integrated circuit
having two inputs

Input2 OoO—+

Earth
IEC 1705/97

Figure 40
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On peut distinguer les bornes suivantes:
a) Bornes d’alimentation, c’est-a-dire les bornes prévues pour étre connectées aux
alimentations.

b) Bornes d’entrée et de sortie, c’est-a-dire les bornes vers lesquelles ou a partir desquelles
les signaux circulent. Le terme «signal» comprend a la fois I'impulsion et des formes
d’'ondes plus complexes.

c) S'ily a lieu, autres bornes pouvant servir a commander ou a modifier les caractéristiques du
circuit.

d) Bornes non connectées.

erne et,
fnes. Si
I'’encapqulation comporte des parties métalliques, toute connexion des bornes ‘extérleures a
ces paities doit étre précisée. On doit indiquer les connexions avec tous les §léments
électriglies externes associés, si c’est nécessaire.

Comme| information supplémentaire, on peut reproduire le schéma' électrique [complet
comprenant les éléments parasites importants, mais sans indiquer nécessairement les| valeurs
des conjposants du circuit.

2.2 Degpcription fonctionnelle

La foncfion réalisée par le circuit doit étre spécifiée, parexemple sous forme d'une fable de
fonctionpement.

Exempl

N

Table d¢ fonctionnement pour un circuit intégré numérique a deux entrées réalisant la [fonction
ET-NON (OU-NON).

Entrée 1 Entrée 2 Sortie
H H L
H L H
L H H
L L H

Sauf indication coftraire, H et L sont relatifs a une tension.

2.3 Structures complexes

Sl y lieu pour des structures r‘nmplpxpe dans un méme boftier les intercodnexions
extérieures permises entre les bornes, les éléments extérieurs tels que résistances de charge
a connecter et la fonction principale qui alors est remplie, doivent étre indiqués.

3 Valeurs limites

En satisfaisant aux articles suivants, si des valeurs maximales et/ou minimales sont données,
le fabricant doit indiquer s'’il se réfere a la valeur absolue ou a la valeur algébrique de la
grandeur.

Les valeurs limites doivent couvrir le fonctionnement du circuit intégré dans la gamme des
températures de fonctionnement spécifiée. Si ces valeurs limites dépendent de la température,
cette dépendance doit étre indiquée.
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The following terminals may be distinguished:

a) Supply terminals, that is, terminals intended to be connected to the power supplies.

b) Input and output terminals, that is, terminals into or out of which signals are passed. The
term "signal" includes both pulse and more complex waveforms.

c) Where appropriate, other terminals that can be used to control or modify the characteristics
of the circuit.

d) Blank terminals.

The block diagram shall identify the function of each external connection and, where no
ambiguity can occur; can also show the terminal numbers. If the encapsulation has metallic
parts, afiy connection to them Irfom external terminals shall be indicated. The connecupns with
any asspciated external electrical elements shall be stated, where necessary.

As addjtional information, the complete electrical diagram can be reproduced, [but not
necessdrily with indication of the values of the circuit components.

2.2 Functional description

The fungtion performed by the circuit shall be specified, for example, in the form of a [function
table.

Exampl

N

A functlon table of a digital integrated circuit hayving' two inputs and performing th¢ NAND
(NOR) function.

Input 1 Input 2 Output
H H L
H L H
L H H
L L H

Unless ptherwise stated, H and t'refer to voltage.

2.3 Complex structures

Where @ppropriate,sfor complex structures in a single encapsulation, the permissible [external
interconnections-@f~the terminals, the external elements such as load resistancep to be
connected and\the principal function which may be performed thereby, should be stated.

3 Ratings (limiting values)

In satisfying the following clauses, if maximum and/or minimum values are quoted, the
manufacturer must indicate whether he refers to the absolute magnitude or to the algebraic
value of the quantity.

The ratings given must cover the operation of the integrated circuit over the specified range of
operating temperatures. Where such ratings are temperature-dependent, this dependence shall
be indicated.
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3.1 Tensions et courants continus

3.1.1 Valeur(s) limite(s) de la (ou des) tension(s) aux bornes d’alimentation par rapport a un
point de référence électrique spécifié (voir note).

3.1.2 S'il y a lieu, valeur limite de la tension entre des bornes d’alimentation spécifiées (voir
note).

3.1.3 Quand plusieurs tensions d’alimentation sont nécessaires, on doit indiquer si I'ordre de
mise en service des alimentations est important; dans ce cas, la séquence doit étre indiquée.

3.1.4 $rte courant traversant une porme guelconque mest pas suffisamment fimitg par la
valeur limite de tension, une valeur limite de courant doit étre aussi donnée pourccetfe borne
(voir note).

3.1.5 ¥®’il y a lieu, valeurs limites des conditions en continu aux bornes»-d’entrée ¢t/ou de
sortie.

NOTE - Ruand on utilise plus d'une alimentation, il peut étre nécessaire d'indiqu€r la combinaison de valeurs
limites pour ces tensions et ces courants d'alimentation.

3.2 Tensions et courants non continus
3.2.1 §&i les valeurs données en 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.4~peuvent étre dépassées pour des
conditiops transitoires, les valeurs des dépassements“permis et leur durée doivent étre
indiquégs.

3.2.2 aleurs limites de la tension et du courant’d’entrée et/ou de sortie et, s'il y a lieu, des
limitations de temps, dans des conditions spécifiées de pire cas.

3.3 Températures

3.3.1 Températures minimale et>mpaximale du milieu ambiant ou d'un point de r¢férence
permisels pendant le fonctionnemeént

3.3.2 Températures minimale et maximale de stockage.

3.4 Apftitude a supporter un court-circuit

S’il y a Jieu, durée/maximale de court-circuit entre chacune des borne de sortie et urle borne
d’alimentation (6u’la masse), dans des conditions de fonctionnement de pire cas spécifjées.

4 Congitions de fonctionnement recommandées (dans la gamme
des températures de fonctionnement spécifiée)

4.1 La gamme des valeurs de la ou des tensions d’alimentation. Cette gamme doit étre
indiquée par une valeur nominale et une tolérance (les écarts en plus et en moins de la
tolérance ne sont pas nécessairement les mémes et doivent étre donnés).

Les valeurs nominales et les écarts (tolérances) autorisés doivent étre pris parmi les valeurs
indiquées dans la CEI 60748-1, chapitre VI, article 6.

4.2 Les conditions de lI'impulsion d’entrée, les niveaux de tension et/ou de courant, les
formes d’onde et, s'il y a lieu, les diagrammes de temps des signaux d’entrée.

4.3 S'ily a lieu, les conditions de polarisation de tension et/ou de courant recommandées en
continu a toutes les bornes d’entrée.
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3.1 Continuous voltages and currents

3.1.1 Limiting value(s) of the continuous voltage(s) at the supply terminal(s) with respect to a
specified electrical reference point (see note).

3.1.2 Where appropriate, limiting voltage between specified supply terminals (see note).

3.1.3 When more than one voltage supply is required, a statement shall be made as to
whether the sequence in which these supplies are applied is significant; if so, the sequence
shall be stated.

3.1.4 \herethe current through any terminat s not fimited sufficientty by the vottage yating, a
limiting purrent rating for that terminal shall also be given (see note).

3.1.5 \Where appropriate, limiting values of the continuous conditions atcthe input and/or
output terminals.

NOTE — When more than one supply is needed, it may be necessary to state the combinations of ratingq for these
supply vo|tages and currents.

3.2 Nop-continuous voltages and currents

3.2.1 |If the values given in 3.1.1, 3.1.2 and 3.1.4 may be exceeded under transient copditions,
then thg permissible excess values and their duration shalkbe stated.

3.2.2 lUimiting values of input and/or output voltage.and current and, where appropriate, time
limitatiohs, under specified worst-case conditions.

3.3 Temperatures

3.3.1 Minimum and maximum ambient or reference-point operating temperatures.
3.3.2 Minimum and maximum storage temperatures.

3.4 Capability of sustaining.a short circuit

Where gappropriate, the-maximum duration of a short circuit between each output termfinal and
any supply terminal, (o¢ earth) should be given, under specified worst-case conditions of
operatign.

4 Recpmmended operating conditions (within the specified operating
temperature range)

4.1 The range of values of supply voltage(s): in terms of a nominal value, plus and minus
given deviations (tolerances) (the plus and minus deviations (tolerances) need not be identical
and shall be stated).

The nominal values and the permitted deviations (tolerances) are to be taken from IEC 60748-1,
chapter VI, clause 6.

4.2 The input pulse conditions, voltage and/or current levels and waveforms and, where
appropriate, the time relations of the input signals.

4.3 Where appropriate, the continuous voltage and/or current bias conditions at all input
terminals.
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4.4 S'ily a lieu, les conditions de polarisation de tension et/ou de courant recommandées en
continu a toutes les bornes de sortie.

4.5 S’ilyalieu, les valeurs des impédances externes requises aux bornes d’entrée et de sortie.

4.6 Conditions des impulsions d’horloge(s). S’il y a lieu, de telles conditions doivent
comprendre les niveaux de tension, les conditions de forme d'onde des impulsions et les
interrelations de temps entre les impulsions.

5 Caractéristiques électriques statiques pour les circuits intégrés bipolaires

Chaque|caractéristique électrique de l'article 5 doit étre donnée pour des conditions élgctriques
de pire|cas spécifiées, compte tenu de la gamme recommandée pour la ou-les fensions
d’'alimentation, comme il est indiqué en 4.1 et:

a) dans|la gamme de températures de fonctionnement spécifiée, ou
b) a la fempérature de 25 °C, et aux températures de fonctionnement maximale et minimale.

5.1 Calactéristiques essentielles en tension des signaux numériques

Les carpctéristiques de tension s’expriment sous forme de quatre domaines, chacyn d'eux
étant spécifié par deux limites. En conséquence, huit valeurs de tension sont nécessairgs.

Pour chlaque état de la variable tension, deux domainés Sont définis: le domaine garganti a la
sortie e{ le domaine permis a I'entrée. Toute tension.a\l'intérieur du domaine permis appliquée
aux entfées engendre une tension de sortie a l'interieur du domaine garanti correspgndant a
I’état régultant donné par la table de fonctionnemgnt. Les caractéristiques de tension spivantes
sont domc exigées:

VoHna: | valeur la plus positive (la moins \négative) du domaine garanti de la tension de sortie
pour I'état haut.

NOTE — QJans de nombreux cas pratiques, ®ph-peut par simplification avoir Voya égale a la valeur la plus gositive de

la tensiop d'alimentation la plus positive’ (ou égale a zéro si I'on n'utilise que des tensions d'alimentation
négatives)). Une telle condition est implicite si aucune indication n’est donnée pour Vgya.
Voug: | valeur la moins pgsitive (la plus négative) du domaine garanti de la tension de sortie
pour I'état haut.

VoLa: | valeur la plus positive (la moins négative) du domaine garanti de la tension de sortie
pour I'étatbas.

VoLg: | valeurta/moins positive (la plus négative) du domaine garanti de la tension de sortie
pour ['état bas.
NOTE — Qans.de nombreux cas pratiques, on peut par simplification avoir Vg, g égale a la valeur la plus ng¢gative de

la tension dalimentafion la plus négative (ou égale a zero si l'on nutllise que des tensions dalimentation
positives). Une telle condition est implicite si aucune indication n’est donnée pour Vg 5.

VIHA: valeur la plus positive (la moins négative) du domaine permis de la tension d’entrée
pour I'état haut.

NOTE — Si aucune indication n’est donnée pour la valeur de V|, cela suppose que Viya = Voua.
ViuB: valeur la moins positive (la plus négative) du domaine permis de la tension d’'entrée
pour I'état haut.

VILA: valeur la plus positive (la moins négative) du domaine permis de la tension d’'entrée
pour I'état bas.

ViLe: valeur la moins positive (la plus négative) du domaine permis de la tension d’'entrée
pour I'état bas.

NOTE - Si aucune indication n’est donnée pour la valeur de V| g, cela suppose que V| g = Vo8-
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4.4 Where appropriate, the continuous voltage and/or current bias conditions at all output
terminals.

4.5 Where appropriate, the values of external impedances required at the input and output
terminals.

4.6 Pulse conditions of the clock(s). Where appropriate, such conditions should include
voltage levels, pulse waveform conditions and time interrelations of the pulses.

5 Static electrical characteristics for bipolar integrated circuits

Each elgctrical characteristic of clause 5 shall be stated under specified electrical-wofst-case
conditiohs, with respect to the recommended range of supply voltage(s), as statedlin-4.lL, and:

a) over [the specified range of operating temperatures, or

b) at a femperature of 25 °C, and at maximum and minimum operating temperatures.
5.1 Essential characteristics of the digital voltage signals

The volfage characteristics are expressed in terms of four ranges;{each of which is spegified by
two limifs. Thus, eight values of voltage are needed.

For each state of the voltage variable, two ranges are~defined: the guaranteed rangge at the
output gnd the permitted range at the input. Any voltage within the permitted range applied to
the inpyts causes the output voltage to remain within*the guaranteed range correspohding to
the restplting state shown by the function table. The following voltage characteristics are
thereforg required:

Vona: | the most positive (least negative) (value of the guaranteed high state voltage fange at
the output.
NOTE - Ih many practical cases, a simplification can be made by setting Voya €qual to the most positive value of
the most positive power supply voltage (or-te zero when there are only negative supply voltages). This c¢ndition is
implied when no indication is given onA/§a.
Vous : | the least positive (most negative) value of the guaranteed high state voltage fange at
the output.

VoLa: | the most positive (least negative) value of the guaranteed low state voltage fange at
the output:

VoLg: |the leastypositive (most negative) value of the guaranteed low state voltage fange at
the output.
NOTE - Ih many practical cases, a simplification can be made by setting Vy g equal to the most negativge value of

the most hegative power supply voltage (or to zero when there are only positive supply voltages). This céndition is
implied when no indication is given on Vg .

VIHA: the most positive (least negative) value of the permitted high state voltage range at
the input.

NOTE — When no indication is given on V|y,, it is supposed that Viya = Vopa.

ViHB: the least positive (most negative) value of the permitted high state voltage range at

the input.

ViLA: the most positive (least negative) value of the permitted low state voltage range at the
input.

VB! the least positive (most negative) value of the permitted low state voltage range at the
input.

NOTE — When no indication is given on V| g, it is supposed that V| g = Vg -
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5.1.1 Caractéristiques essentielles des circuits dont les entrées présentent
de I'hystérésis (par exemple, trigger de Schmitt)

Vit+ ViTp:

ViT+A: VITPA:

ViT+B: VITPB:

ViT- VITN:

ViT-A: VITNA:

tension de seuil (d’entrée) a la transition positive

valeur la plus positive (la moins négative) du domaine garanti des tensions de
seuil (d’entrée) a la transition positive.

valeur la moins positive (la plus négative) du domaine garanti des tensions de
seuil (d’entrée) a la transition positive.

tension de seuil (d’entrée) a la transition négative

valeur la plus positive (la moins négative) du domaine garanti des tensions de

Viir-e. YiTneB:

Seuit (T emree) a ta transition negative.

valeur la moins positive (la plus négative) du domaine garanti des'tensions de
seuil (d’entrée) a la transition négative.

NOTE - le terme «hystérésis», utilisé souvent dans les feuilles de caractéristiques, représente/la différdnce entre

les tensiops de seuil (d’entrée) a la transition positive et a la transition négative.

5.2 Tension d'écrétage d’entrée (s'il y a lieu)

Vv,

hys = VIT+ -

v

IT-

ou. Viys = Vire = Virn

hys

Valeur maximale de la tension d’écrétage d’entrée pourl une valeur spécifiée du|courant

d’entréd.

NOTE - |l convient de spécifier cette caractéristique pour des™circuits ayant des diodes d’écrétage [a une ou

plusieurs jentrées, par exemple les TTL a écrétage d’entrée.
5.3 Calactéristiques essentielles des courants d’entrée et de sortie

5.3.1 Qaractéristiques essentielles pour tols les circuits intégrés numériques

A chacxne des quatre tensions de ‘sortie, on peut associer une possibilité de folrnir ou

d'absor

er du courant déterminée_par la conception du circuit.

Il est dlors nécessaire de.spécifier les valeurs minimales et/ou maximales des ¢ourants
associép aux quatre tensions de sortie. Avec la convention que le courant entrant |par une
borne ept positif et que-le-Ccourant sortant d’'une borne est négatif, les courants exigés |sont les

suivanty:

lons @ YoHA:

valeur la moins positive (la plus négative) du courant de sortie lorsqde Vona

est présente a la sortie considérée et que sont appliquées, aux entrges, des
tensions correspondant au pire cas dans le domaine approprié Vigud & Vius

et/ou VjLa @ Vi g qui définissent des états d’entrée tels que la sortie sjoit dans

I’état haut, comme il est indiqué dans la table de fonctionnement.

NOTE - Cette valeur n’est pas nécessaire si V,,, est égale a la valeur la plus positive de la tension d'alimentation

la plus positive.

loHa @ Vous!

loLs @ VoLa:

valeur la plus positive (la moins négative) du courant de sortie lorsque Vong
est présente a la sortie considérée et que sont appliquées, aux entrées, des
tensions correspondant au pire cas dans le domaine approprié Viha 2 VinB
et/ou Vi a @ V| g qui définissent des états d’entrée tels que la sortie soit dans
I’état haut, comme il est indiqué dans la table de fonctionnement.

valeur la moins positive (la plus négative) du courant de sortie lorsque Vpoia

est présente a la sortie considérée et que sont appliquées, aux entrées, des
tensions correspondant au pire cas dans le domaine approprié Vigya & Vius

et/ou VjLa @ Vi g qui définissent des états d’entrée tels que la sortie soit dans
I’état bas, comme il est indiqué dans la table de fonctionnement.
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5.1.1 Essential characteristics of circuits with inputs having hysteresis (for example,
Schmitt-trigger circuit)

ViT+, ViTp!

ViT+a, ViTPA!

ViT+e, ViTPB!

ViT— ViTn:

ViT—A, ITNA!

positive-going (input) threshold voltage
the most positive (least negative) value of the guaranteed positive-going (input)
threshold voltage range.

the least positive (most negative) value of the guaranteed positive-going (input)
threshold voltage range.

negative-going (input) threshold voltage

the most positive (least negative) value of the guaranteed negative-going (input)

ViT-B, YiTnB!

threshotdvottage range.

the least positive (most negative) value of the guaranteed negative-going (input)
threshold voltage range.

NOTE - The term "hysteresis", often used in data sheets, denotes the difference between.the/positive-poing and

the negat|ve-going (input) threshold voltages.

5.2 Input clamping voltage (where appropriate)

Maximupm value of input clamping voltage at a specified valugé of input current.

Vhys = VIT+ - VIT—

or: Vhys = Vitp = Virn

NOTE - This characteristic should be specified for circuits having clamping diodes attached to one or mdre inputs,

for examgle, input-clamped TTL.
5.3 Essgential characteristics for input and output@currents

5.3.1 HEssential characteristics for all digital-integrated circuits

Associated with each of the four output voltages is a current driving or sinking cppability

determined by the design of the circuit:

It is nepessary therefore to specify limit values of current associated with the fouf output
voltageg. Taking as a convention that current flowing into a terminal is positive, and that out of

a terminal is negative, thefequired currents are as follows:

lons at Vona:

least positive (most negative) value of the output current when Vgpa is|present
at-the output considered and when the voltages applied to the inputs ave the
worst-case value within the appropriate range Viya to Vigg and/or V| 4 to V| g
corresponding to the input states necessary for the output to be in the high
state as shown by the function table.

NOTE - This Value is not necessary, if Vo, is equal to the most positive value of the most positive power supply

voltage.

lona at Vous:

loLs at VoLa:

most positive (least negative) value of the output current when Vgoug is present
at the output considered and when the voltages applied to the inputs have the
worst-case value within the appropriate range Viya to Vigg and/or Vi a to Vi g

corresponding to the input states necessary for the output to be in the high
state as shown by the function table.

least positive (most negative) value of the output current when Vg a is present
at the output considered and when the voltages applied to the inputs have the
worst-case value within the appropriate range Viya to Vigg and/or Vi a to Vi g
corresponding to the input states necessary for the output to be in the low
state as shown by the function table.
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valeur la plus positive (la moins négative) du courant de sortie lorsque Vg g
est présente a la sortie considérée et que sont appliquées, aux entrées, des
tensions correspondant au pire cas dans le domaine approprié Vigya & Vius
et/ou VjLa @ Vi g qui définissent des états d’entrée tels que la sortie soit dans

I’état bas, comme il est indiqué dans la table de fonctionnement.

NOTE - Cette valeur n'est pas nécessaire si V, 5 est égale a la valeur la plus négative de la tension d’alimentation
la plus négative.

D’'une maniere similaire, les entrées du circuit absorbent ou fournissent un certain courant
lorsque lI'une quelconque des quatre tensions d’entrée leur est appliguée. Aux entrées, les

valeurs aux limites des courants sont les suivantes:

IHB a VBaA: vateur fa _moins pUSi[WE (1a p|US ||éga[-|VEi du courant d'emntrée |UJI’SC|U’0I"I
appligue Vonpa a l'entrée considérée et que sont appliquées, cauy autres
entrées, des tensions correspondant au pire cas dans le domaine approprié
Vina @ Vipg et/ou Vi a @ ViiB.

NOTE — (ette caractéristique n’est pas obligatoire dans tous les cas, par exemple si Vs €St égale a Ig valeur la

plus positjve de la tension d’alimentation la plus positive, ou pour les circuits ECL.

IiHa @ VoHB: valeur la plus positive (la moins négative) du codrant d’entrée Igrsqu’on
applique une tension spécifiée correspondant au\.pire cas dans le glomaine
VoHe & Vina @ I'entrée considérée et que sont appliquées, aux autres entrées,
des tensions correspondant au pire cas dans'le domaine approprig Viya a
Ving et/ou Vi a @ Vig.

NOTE - la tension correspondant au pire cas est celle dans le domaine permis qui augmente le courart d’entrée

au maximum.

s & VpLAa: valeur la moins positive (la plus“négative) du courant d’entrée lprsqu’on
applique une tension spécifiég(’correspondant au pire cas dans le flomaine
ViLs @ VoLa a I'entrée considérée et que sont appliquées, aux autres gntrées,
des tensions correspondait au pire cas dans le domaine appropri§ Viya a
Viug et/ou Via @ VLB,

NOTE - lJa tension correspondant au pirescas est celle dans le domaine permis qui augmente le courant d’entrée

au maximum.

hLa @ VpLe: valeur la plus\.positive (la moins négative) du courant d’entrée lgrsqu’on
appligue VoL a l'entrée considérée et que sont appliquées, auy autres
entrées,(des tensions correspondant au pire cas dans le domaine approprié
Vina aVing et/ou Viia a V.

NOTE - (ette caractéristique n’est pas obligatoire dans tous les cas, par exemple si Vg g est égale a I valeur la

plus négative de latetision d’alimentation la plus négative, ou pour les circuits ECL.

En général,(pour les sorties comme pour les entrées, on doit spécifier quatre points|dans le

plan colirant-tension (voir figures 41 et 42). lls peuvent étre spécifiés suivant I'une des trois

méthodés-suivantes:

a) en appliquant un courant de référence spécifié et en mesurant la tension qui en résulte;

b) en appliquant une tension de référence spécifiée et en mesurant le courant qui en résulte.
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loLa at VoB:

most positive (least negative) value of the output current when Vg g is present
at the output considered and when the voltages applied to the inputs have the
worst-case value within the appropriate range Viya to Vigg and/or Vi a to Vi g

corresponding to the input states necessary for the output to be in the low

state as shown by the function table.

NOTE — This value is not necessary if Vg g is equal to the most negative value of the most negative power supply

voltage.

In a similar way, the inputs of the circuit will sink or drive a certain current when they have any
of the four input voltages applied to them. At the inputs, the values of current limits are as

follows:

NOTE - 7
value of t

Ly at

NOTE -
maximum

ILg at Y

NOTE -
maximum

LiLa at Vv

NOTE - 7
value of t

In gene
specifie
the follo

wing_three methods:

a) by af

ed SAS) -6 Rregathve—vatte—et+the—+hpd et WHReR—VoRR applied
to the input considered and when the voltages applied to the other inplits have
the worst-case value within the appropriate range Viya to Vipg, and/of Vi a to
ViLs.

his characteristic is not mandatory in every case, for example, when Vg is edqual to the most positive

he most positive power supply voltage, or for ECL circuits.

oHB: Most positive (least negative) value of the input current when a gpecified

worst-case voltage in the range Vgoug to Viya is applied to the input copsidered

and when the voltages applied to the other inputs” have the worst-case value
within the appropriate range V|ya t0 Viyg andfor Vi a to V.
Fhe worst-case voltage is that voltage within the permitted-tange that increases the input cufrent to a
OLA: least positive (most negative) valug)of the input current when a gpecified

worst-case voltage in the range V|8*t0 VoL is applied to the input copsidered

and when the voltages appliedto’the other inputs have the worst-cage value
within the appropriate range V|ga to Viyg and/or V| a to V| .
Fhe worst-case voltage is that voltage within the permitted range that increases the input cufrent to a
OLB: most positive (least,negative) value of the input current when Vg p is| applied
to the input considered and when the voltages applied to the other inplits have
the worst-case(value within the appropriate range Viya to Vigg and/of V a to
ViLe.
his characteristic is(not*mandatory in every case, for example, when Vg g is equal to the mos} negative
he most negative power supply voltage, or for ECL circuits.
al, for bottp.output and input terminals, four points in the voltage-current plane must be
0 (for example, see figures 41 and 42). The specification may be written using one of

plying a specified reference current and measuring the resulting voltage;

b) by applying a specified reference voltage and measuring the resulting current;
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Figure 41 — Courants de sortie associés aux tensions de._sortie
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Figure 42 — Courants d’entrée associés aux tensions d’entrée

NOTE — Dlansile’s figures 41 et 42, le axes ne représentent pas nécessairement le zéro pour la tension ou pour Ig courant.

c) en appliquant une tension de référence spécifiée a travers une résistance de charge
spécifiée et en mesurant soit la tension, soit le courant a la borne de sortie.

NOTE - La méthode c) ne peut étre adoptée que si le circuit est spécifié pour attaquer une charge définie.

5.3.2 Caractéristiques supplémentaires pour les circuits intégrés numeérigues ayant
des sorties «trois états»

5.3.2.1 Courant de sortie a I'état bloqué /o5

Courant de sortie dans les conditions spécifiées a I'entrée qui établissent la sortie a |'état haute
impédance.

NOTE - Les valeurs spécifiées du courant de sortie a I'état bloqué se référent généralement & sa valeur absolue Oig 0.
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Figure 42 — Input currents associated with input voltages

NOTE - In figures 41 and 42, the axes do not necessarily represent zero voltage or current.

c) by applying a specified reference voltage through a specified load resistor and measuring

either voltage or current at the output terminal.
NOTE - Method c) should be adopted only when the circuit is specified for driving a defined load.

5.3.2 Additional characteristics for digital integrated circuits having three-state outputs

5.3.2.1 Output off-state current Igz

The output current under specified conditions at the input that set the output to the high-

impedance state.

NOTE - Specified values of the output off-state current refer usually to its absolute value O/g,0
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5.4 Conditions appliquées pour le pire cas

Les conditions limites pour les caractéristiques d’entrée et de sortie doivent étre garanties
dans les conditions électriques de pire cas:

a) dans la gamme des températures de fonctionnement spécifiée, ou

b) a la température de 25 °C, et aux températures de fonctionnement maximale et minimale.

Cela est réalisé en fixant les valeurs des points précédents spécifiés dans les conditions de
pire cas. Les conditions de pire cas sont en général différentes pour chacun des points.

Ces conditions, qui ont la possibilité de varier indépendamment, chacune dans une gamme
spécifiéf, et qui sont determinees dans Ie pire cas electrique sont.

a) les tg@nsions d’alimentation a l'intérieur de la gamme spécifiée recommandée;

b) les cpnditions appliquées a une borne d’entrée autre que celles concernées directement par la
mesyre, a savoir une tension choisie dans la gamme appropriée Viya & Ving-€t/ou Vi 4 a V| B.

5.5 Calactéristiques du phénoméne de verrouillage
5.5.1 Qourant de verrouillage

Valeur maximale, dans des conditions spécifiées de température ambiante ou du bditier, de
tension [d'alimentation et d'application de la fonction de déclenehement.

5.5.2 Tension de verrouillage

Valeur inimale, dans des conditions spécifiées_de température ambiante ou du bdfitier, de
tension [d'alimentation et d'application de la fonetion de déclenchement.

5.5.3 Tlension d'alimentation de verrouillage

Valeur hinimale, dans des conditions«<spécifiées de température ambiante ou du botiti¢r, et de
tension d'alimentation.

5.5.4 Qourant d'alimentation de verrouillage

Valeur phinimale, dans dés)conditions spécifiées de température ambiante ou du botiti¢r, et de
tension d'alimentation.

5.5.5 Tlension (d‘dlimentation) a I'état de verrouillage

Valeur minimatle, dans des conditions spécifiées de température ambiante ou du bdfitier, de
tension dialimentation et de courant d'alimentation.

5.5.6 Courant (d'alimentation) a I'état de verrouillage

Valeur maximale dans des conditions spécifiées de température ambiante ou du boitier, et de
tension d'alimentation.

5.5.7 Courant de maintien a I'état de verrouillage

Valeur minimale, dans des conditions spécifiées de température ambiante ou du botftier, et de
tension d'alimentation.
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5.4 Applied conditions for worst case

The boundaries of the input and output characteristics curves must be guaranteed in the
electrical worst case:

a) over

the specified range of operating temperatures, or

b) at a temperature of 25 °C, and at maximum and minimum operating temperatures.

This is done by stating the values of the foregoing specified points under the worst-case
conditions. The worst-case conditions in general are different for each point.

These conditions, which are allowed to vary independently, each within a stated ran

which d

a) supp
b) cond
meas
to v

ptermine the electrical worst case are:

y voltages within the specified recommended range;

tions to be applied to an input terminal other than those directly concerned
urement, that is, a voltage chosen from the appropriate range Viqat0 Viyg and

| B-

5.5 Lafch-up characteristics

551 L

Maximu
applicat

552 L

Minimur
applicat

553 L
Minimur
5.5.4 L
Minimur

555 L

Minimur
supply d

atch-up current

on of triggering function.

atch-up voltage

on of triggering function.

atch-up supply voltage

h value, under specified_conditions of ambient or case temperature and supply

htch-up supply current

h value, under Spécified conditions of ambient or case temperature and supply

htch-up state (supply) voltage

urrent.

5.5.6 Latch-up state (supply) current

ge, and

by the
lor ViLa

Im value, under specified conditions of ambient or,case temperature, supply voltage and

h value, under specified conditions of ambient or case temperature, supply voltage and

oltage.

oltage.

h vatue, under specified conditions of ambient or case temperature, supply voltage and

Maximum value, under specified conditions of ambient or case temperature and supply voltage.

5.5.7 Latch-up state holding current

Minimum value, under specified conditions of ambient or case temperature and supply voltage.
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6 Caractéristiques électriques statiques et quasi statiques pour les circuits
intégrés MOS

Chaque

a) dans

caractéristique électrique de l'article 6 doit étre donnée dans des conditions
électriques de pire cas spécifiées, compte tenu de la gamme recommandée pour la ou les
tensions d’alimentation, comme il est indiqué en 4.1 et:

la gamme des températures de fonctionnement spécifiée, ou

b) a la température de 25 °C, et aux températures de fonctionnement maximale et minimale.

6.1 Caractéristiques essentielles en tension des sighaux numériques

Les car
étant sp

Pour ch
sortie e
aux ent
I'état ré

sont domc exigées:

pctéristiques de tension s’expriment sous forme de quatre domaines, chiacu
écifié par deux limites. En conséquence, huit valeurs de tension sont nécessair

hgue état de la variable de tension, deux domaines sont définis: le domaine gat
le domaine permis a I’entrée. Toute tension a l'intérieur du domairie permis a
ées engendre une tension de sortie a l'intérieur du domaine-garanti correspg
bultant donné par la table de fonctionnement. Les caractéristiques de tension s

valeur la plus positive (la moins négative) du domaipe garanti de la tension d
pour I'état haut.

ans de nombreux cas pratiques, on peut par simplificatiof,avoir Vo €gale a la valeur la plus g
h d’alimentation la plus positive (ou égale a zéro ‘si I'on n'utilise que des tensions d’ali
. Une telle condition est implicite si aucune indicatiomntest donnée pour la valeur de Vgya.

valeur la moins positive (la plus négativé) du domaine garanti de la tension d
pour I'état haut.

valeur la plus positive (la moins négative) du domaine garanti de la tension d
pour I'état bas.
valeur la moins positive (lalplus négative) du domaine garanti de la tension d
pour I'état bas.

ans de nombreux cas pratiques, on peut par simplification avoir Vo g égale a la valeur la plus n

d’alimentation la plus\‘négative (ou égale a zéro si I'on n’utilise que des tensions d’ali
Une telle condition@stimplicite si aucune indication n’est donnée pour la valeur de Vg .

valeur la plus“positive (la moins négative) du domaine permis de la tension
pour I'état)haut.

i aucune indication n’est donnée pour V|, cela suppose que Viga = Vopa.

valeur la moins positive (la plus négative) du domaine permis de la tension

n d’eux
PS.

anti a la
bpliquée
ndant a
Livantes

e sortie

ositive de
mentation

e sortie

e sortie

e sortie

bgative de
mentation

d'entrée

d’entrée

pour I'état haut.

VOHA :
NOTE - [
la tensio
négatives
Vous:
VoLA:
VoLs:
NOTE - [
la tensio
positives)
ViHA:
NOTE - §
VinB!
ViLA!
ViLB!

valeur la plus positive (la moins négative) du domaine permis de la tension
pour I'état bas.

valeur la moins positive (la plus négative) du domaine permis de la tension
pour I'état bas.

NOTE - Si aucune indication n’est donnée pour V) g, cela suppose que V| g = Vg 5.

6.2 Caractéristiques essentielles des courants

6.2.1 Courant d’entrée statique

Valeur maximale, dans des conditions statiques spécifiées.

d’entrée

d’entrée
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6 Static and quasi-static electrical characteristics for MOS integrated circuits

Each electrical characteristic of clause 6 shall be stated under specified electrical worst-case
conditions, with respect to the recommended range of supply voltage(s), as stated in 4.1 and:

a) over

the specified range of operating temperatures, or

b) at a temperature of 25 °C, and at maximum and minimum operating temperatures.

6.1 Essential characteristics of the digital voltage signals

The voltage characteristics are expressed in terms of four ranges, each of which is specified by

two limi

For eac
output g
the inpd
the res
therefor

VOHA!

NOTE - |
the most
implied w

Vous:

VoLa:

VoLs:

NOTE - |
the most
implied w

ViHA!

NOTE —

ViHB:

ViLA:

S 1hUs, eight vatues of voltage are needed:

h state of the voltage variable, two ranges are defined: the guaranteed tang

ts causes the output voltage to remain within the guaranteed range/correspo
Ilting state shown by the function table. The following voltage»xcharacterig
e required:

the most positive (least negative) value of the guaranteed high state voltage
the output.

N many practical cases, a simplification can be made by setting V3. equal to the most positivi

positive power supply voltage (or to zero when there are only. riegative supply voltages). This ¢
hen no indication is given on Vgya.

the least positive (most negative) value of the guaranteed high state voltage
the output.

the most positive (least negative) valde of the guaranteed low state voltage
the output.

the least positive (most negative)+value of the guaranteed low state voltage
the output.

h many practical cases, a simplification can be made by setting Vo g equal to the most negativ

hegative power supply voltage (or to zero when there are only positive supply voltages). This ¢
hen no indication is given on“Vg g.

the most positives(least negative) value of the permitted high state voltage
the input.

hen no indication s given on Vy,, it is supposed that Viya = Vopa-

the leastpositive (most negative) value of the permitted high state voltage
the input:

the'most positive (least negative) value of the permitted low state voltage rang

e at the

nd the permitted range at the input. Any voltage within the permitted-range applied to

hding to
tics are

ange at

P value of
ndition is

ange at

ange at

ange at

p value of
ndition is

ange at

ange at

e at the

input

ViLg:

the least positive (most negative) value of the permitted low state voltage range at the

input.

NOTE — When no indication is given on V| g, it is supposed that V| g = Vg .

6.2 Essential characteristics for currents

6.2.1 S

tatic input current

Maximum value, under specified static conditions.
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ourants de sortie

Les courants de sortie qui doivent étre indiqués correspondent a ceux obtenus en appliquant

une des

tensions Vona, Vous, VoLa, VoL sur la borne ol le courant est mesuré.

Les courants suivants doivent étre indiqués: lopg & Voua, loHa @ Vous: lots & VoLa, loLa @

VoLg-

6.2.3 Courant de fuite de sortie (s'il y a lieu)

Valeur maximale, dans des conditions spécifiées.

6.3 Ca

6.3.1 G

ractéristiques du phénomene de verrouillage

ourant de verrouillage

Valeur maximale, dans des conditions spécifiées de température ambiante“ou du bditier, de

tension

6.3.2 T

d'alimentation et d'application de la fonction de déclenchement;

ension de verrouillage

Valeur minimale, dans des conditions spécifiées de températiire ambiante ou du bdjitier, de

tension

6.3.3 T

Valeur minimale, dans des conditions spécifiées de température ambiante ou du boftig

tension

6.3.4 C

Valeur minimale, dans des conditions ‘spécifiées de température ambiante ou du boftig

tension

6.3.5 T

d'alimentation et d'application de la fonction de déclenchement.

ension d'alimentation de verrouillage

d'alimentation.

ourant d'alimentation de verrouillage

d'alimentation.

ension (d'alimentatian).a I'état de verrouillage

br, et de

br, et de

Valeur minimale, dans~des conditions spécifiées de température ambiante ou du bdjitier, de

tension

6.3.6 G

d'alimentation et“de courant d'alimentation.

ourant (d"alimentation) a I'état de verrouillage

Valeur rBaximaIe dans des conditions spécifiées de température ambiante ou du boftig

tension

br, et de

‘alimentation.

6.3.7 Courant de maintien a I'état de verrouillage

Valeur minimale, dans des conditions spécifiées de température ambiante ou du bottier, et de

tension

d'alimentation.

7 Caractéristiques électriques dynamiques

Chaque caractéristique électrique de 7.2 doit étre indiquée dans des conditions électriques
spécifiées de pire cas, dans la gamme recommandée des tensions d’alimentation indiquées en 4.1.
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6.2.2 Output currents

The output currents that should be stated correspond to those obtained in applying one of the
voltages Voua, Vous: VoLa, VoLg to the terminal at which the current is measured.

The following currents should therefore be stated: Iopug at Vona, lona at Vous. loLs at VoLa,
loLa at Voos.

6.2.3 Output leakage current (where appropriate)

Maximu

m value, under specified conditions.

6.3 Latlch-up characteristics

6.3.1 L

Maximu
applicat

6.3.2 L

Minimur
applicat

6.3.3 L
Minimur
6.3.4 L
Minimur

6.35 L

Minimur
supply d

6.3.6 L

Maximu

6.3.7 L

atch-up current

on of triggering function.

atch-up voltage

on of triggering function.

atch-up supply voltage

h value, under specified conditions of amhbient or case temperature and supply

htch-up supply current

h value, under specified conditiens of ambient or case temperature and supply

htch-up state (supply) voltage

urrent.

atch-up state‘(supply) current

m value{ under specified conditions of ambient or case temperature and supply

atch-up state holding current

Im value, under specified conditions of ambient or case temperaturéey'supply voltage and

h value, under specified conditions of ambient or case-temperature, supply voltage and

oltage.

oltage.

h value, under specifiéd conditions of ambient or case temperature, supply voltage and

\voltage.

Minimum value, under specified conditions of ambient or case temperature and supply voltage.

7 Dynamic electrical characteristics

Each electrical characteristic of 7.2 shall be stated under specified electrical worst-case
conditions with respect to the recommended range of supply voltages as stated in 4.1.
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Les valeurs minimales et/ou maximales ou, si celles-ci ne peuvent faire I'objet d’'un accord
entre le fabricant et I'utilisateur, des valeurs typiques doivent étre données:

a) dans la gamme de températures de fonctionnement spécifiée (par exemple sous forme de
courbe) ou,

b) a la température de 25 °C, et aux températures de fonctionnement maximale et minimale.

La condition b) ne doit étre utilisée que si la valeur de la caractéristique pour le pire cas dans toute
la gamme de températures peut se déduire des valeurs données aux températures spécifiées.

Dans tous les cas, on doit indiquer les valeurs minimales et/ou maximales applicables a 25 °C.

7.1 Intfoduction

Les tenlps de commutation des circuits intégrés numériques sont caractérisés)par lep temps
de propfgation et les temps de transition. Les temps de propagation sont toujours exigés, mais
la nécegsité de spécifier les temps de transition dépend de:

a) la valeur du temps de transition par rapport a celle du temps de propagation, et

b) la valeur du temps de transition par rapport a une valeur arbitraire faible, par exemple 10 ns
(voir(7.2.2).

Ces temps de commutation sont prévus pour fournir des infosmations sur la performpnce du
circuit ipntégré dans des applications typiques dans un systéme. Cependant, afin d'apoir des
mesure$ exactes et des spécifications normalisées, des.méthodes de mesure, utiligant des
caractéllistiques définies de I'impulsion de commande ‘et des circuits de charge conjprenant
des éléments de circuits passifs, doivent étre utilisées.

Les carfctéristiques de commutation donnéesen 7.2 et les exigences sur le diagramme des
temps données en 7.3 le sont en termes géhéraux mais, pour les circuits séquentield, il peut
étre nédessaire de spécifier plus d’'une valeur pour certains des temps énumérés (par gxemple,
pour différents chemins de propagatien). De plus, pour un circuit particulier, il pgput étre
nécessgire de spécifier plus d’une valeur d’'un méme temps en référence a divers niveaux de
tension gpécifiés.

Les nivelaux de tensions a utiliser pour définir les temps de commutation sont donnés en 5.1 et 6.1.
7.2 Temps caractérisant Ta réponse d'un circuit

7.2.1 Temps de propagation

Les temps despropagation suivants doivent étre indiqgués dans des conditions spécifides (voir
note 1 de 7.2.2):

a) tpyL: temps de propagation, fa sortie altant vers Ie niveau bas,
valeurs maximale et minimale;

b) tp y: temps de propagation, la sortie allant vers le niveau haut;
valeurs maximale et minimale.

S’il existe plusieurs chemins différents d’'information logique, on doit spécifier séparément les
temps pour chaque chemin.

On doit donner les informations suivantes en valeurs typiques:

— variation des temps de propagation avec le courant de charge ou, s'il y a lieu, avec la
résistance de charge;

— variation des temps de propagation pour un courant de charge ou, s'il y a lieu, pour une
résistance de charge spécifiés, en fonction de la capacité de charge.
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lues, or if these are not mutually acceptable to manufacturer and user, typical values
stated either:

a) over the specified range of operating temperatures (for example, as a curve), or

b) atat

emperature of 25 °C, and at the maximum and the minimum operating temperatures.

Alternative b) shall be used only if the worst-case value of the characteristic over the whole
temperature range can be deduced from the values given at the specified temperatures.

In all cases, limit values applicable at 25 °C shall be stated.

7.1 Intfedueton

Switchirjg times of digital integrated circuits are characterized by propagation “times and
transition times. Propagation times are always required, but the necessity“of specifying

transition times depends on:

a) the vplue of the transition time relative to the propagation time, and

b) the
7.2.

These

circuit i
standar
and loa

The sw
terms b

alue of the transition time relative to an arbitrary low value for example, 10|ns (see

itching times are intended to provide information on the performance of the infegrated
typical system applications. However, in the interests of exact measuremgnts and
specifications, methods of measurement using defined driving pulse charadteristics
s comprising passive circuit elements shall be used.

tching characteristics of 7.2 and the timjng: requirements of 7.3 are given in|general
it, for sequential circuits, it may be necessary to specify more than one value fpr some

of the times listed (for example, for different propagation paths). In addition, for a pjarticular

circuit, i
differen

The volfage levels to be used to defifre the switching times are given in 5.1 and 6.1.

7.2 Tinmes characterizing the‘response of the circuit

7.2.1 P

The foll
7.2.2):

a) tpul:

t may be necessary to specify marerthan one value of the same time with refefence to
specified voltage levels.

ropagation times

owing propagation times shall be stated under specified conditions (see note 1 of

prepagation time with output going to low level;

maximum and minimum values;

b) tpLH: propagation time with output going to high level;

If there
path.

maximum and minimum values.

are several different logic information paths, separate times shall be specified for each

The following information shall be given as typical data:

— variation of propagation times with load current or; where appropriate, load resistance;

— variation of propagation times with load current or; where appropriate, load resistance as a

funct

ion of load capacitance.


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

— 156 - 60748-2 © CEI:1997

7.2.2 Temps de transition

Les temps de transition doivent étre indiqués dans des conditions spécifiées (voir note 1)
comme suit:

a) si la valeur typique du temps de transition est comparable (voir note 2) ou supérieure a la
valeur typique du temps de propagation, une valeur maximale du temps de transition doit
alors étre indiquée;

b) si la valeur typique du temps de transition est inférieure a 10 ns, une valeur minimale doit
étre indiquée (voir note 3).

Si les deux conditions a) et b) sont remplies, les valeurs maximale et minimale doivent étre
indiquédgs. Si_aucune des conditions a) et b) nest remplie, aucune valeur du_igmps de
transition n’a alors besoin d'étre indiquée.

Les temps de transition, s’ils sont exigés, doivent étre indiqués pour les deux)directiohs de la
transition (c’est-a-dire que try et tr y doivent étre indiqués).

NOTE 1 { Il convient que les conditions de mesure spécifiées comprennent les cdractéristiques du dénérateur
d’impulsigns et de I'oscilloscope (ou de tout autre instrument de mesure approprié),\ainsi que la configurftion et la
valeur de$ composants du réseau de charge de sortie.

NOTE 2 4 Le temps de transition est considéré comme comparable au temps\de/propagation si sa valeuf dépasse
de 50 % Ip valeur du temps de propagation.

NOTE 3 + Lorsque les temps de transition sont trés courts, il peut se{produire des suroscillations ou y|avoir des
problémeg de couplage en pratique.

On doit donner I'information suivante en valeur typiques

— templs de transition en fonction de la capacité de charge.

7.3 Exigences sur les entrées pour assurer.un fonctionnement séquentiel correct
Un fonctionnement séquentiel correct peut consister en:

— un chhangement d’état d'une ou de-plusieurs sorties, ou

— un miaintien de toutes les softies dans leur état précédent, et/ou

— un changement dans I'état de préparation du circuit.

7.3.1 Temps caractérisant la forme d’onde limite du signal appliqué a une borne
¢’entrée (les autres entrées étant a des niveaux constants)

a) Durép pour le_fhiveau haut (t1) (voir figure 45)

Valeur rpinimate-pour un signal ayant des niveaux spécifiés a I'état haut et a I'état bas appliqué
a la borpe dlentrée spécifiée.

La durée—du-niveau bas doit étre suffisamment Innglm pour gue le fait de diminuer-sh valeur
n'affecte pas le résultat obtenu.

b) Durée pour le niveau bas (o) (voir figure 45)

Valeur minimale pour un signal ayant des niveaux spécifiés a I'état haut et a I'état bas appliqué
a la borne d’entrée spécifiée.

La durée du niveau haut doit étre suffisamment longue pour que le fait de diminuer sa valeur
n'affecte pas le résultat obtenu.

c) Durée pour le niveau haut (t1) (voir figure 45)

N

Valeur maximale pour un signal ayant des niveaux spécifiés a I'état haut et a I'état bas
appliqué a la borne d’entrée spécifiée.

La durée du niveau bas doit étre suffisamment longue pour que le fait de diminuer sa valeur
n'affecte pas le résultat obtenu.
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7.2.2 Transition times
Transition times shall be stated under specified conditions (see note 1), as follows:

a) if the typical value of transition time is comparable to (see note 2), or greater than, the
typical value of propagation time, then a maximum value of transition time shall be stated;

b) if the typical value of transition time is less than 10 ns, a minimum value shall be stated (see
note 3).

If both conditions a) and b) are fulfilled, then both minimum and maximum values shall be
stated. If neither condition a) nor b) is fulfilled, then no value of transition time is required.

Transitipn times; when required, shall be stated for both directions of transition (that|is, .
and tr { shall be stated).

NOTE 1 4 The specified conditions of measurement should include the characteristics of thefpulse gengrator and
oscilloscdpe (or other appropriate measuring system); and the configuration and component/values of ghe output
loading n¢twork.

NOTE 2 4 The transition time is considered comparable to propagation time if its value\exceeds 50 % of|the value
or propagpgtion time.

NOTE 3 { When every short transition times occur, these may give rise to gvershoot and coupling prpblems in
practice.

The follpwing information shall be given as typical data:

— trangfition time as a function of load capacitance.

7.3 Repuirements at the inputs to ensure correct seguential operation
Correctlsequential operation may consist of:

— a chgnge of state of one or more outputsyor

— holdipg all outputs in their previous, state, and/or

— achange in the state of preparedness of the circuit.

7.3.1 Tjmes characterizing theMimiting waveform of the applied signal to an input
ferminal (with other inputs at specified constant levels)

a) Duragion for the high-level (t,) (see figure 45)

Minimum value for_assignal having specified high state and low state levels applieg¢l to the
specifiefl input terminal.

The durption of\the low level shall be sufficiently long that decreasing its value does npt affect
the resylt olitained.

b) Duralionfor the low level (&) (see figure 45)

Minimum value for a signal having specified high state and low state levels applied to the
specified input terminal.

The duration of the high level shall be sufficiently long that decreasing its value does not affect
the result obtained.

c) Duration for the high level (1) (see figure 45)

Maximum value for a signal having specified high state and low state levels applied to the
specified input terminal.

The duration of the low level shall be sufficiently long that decreasing its value does not affect
the result obtained.
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d) Durée pour le niveau bas (t) (voir figure 45)

Valeur maximale pour un signal ayant des niveaux spécifiés a I'état haut et a I'état bas
appliqué a la borne d’entrée spécifiee.

La durée du niveau haut doit étre suffisamment longue pour que le fait de diminuer sa valeur
n'affecte pas le résultat obtenu.

e) Taux de variation, ou temps de montée/ou de descente, du signal d’entrée

Valeurs minimale et maximale pour un signal ayant des niveaux spécifiés a I'état haut et a
I’état bas appliqué a la borne d’entrée spécifiée.

7.3.2 Relations de temps nécessaires entre deux signaux d’entrée

Quand lFeHetdun—~changement—d-etatpotr—un AHree—FTest-determin ctat des

autres gignaux Ej (ou j entrées), les temps suivants nécessaires
pour assurer un fonctionnement séquentiel correct doivent étre indiqués pour chague eptrée E;.

P

BnaL
P

N

NOTE 1 4 Le signal E; est relatif & un signal appliqué a n’importe quelle borne d’entrée choisje ici arbifrairement
comme ayant le numéro 1.

NOTE 2 4 Dans le cas général, plusieurs intervalles de temps entre différents niveaux-spécifiés du signgl E; et un
signal E; peuvent devoir étre indiqués.
a) Temps de préparation (temps d’établissement) (fg,)

Valeur minimale et, s’il y a lieu, valeur maximale.

NOTE 1 4 Le temps de préparation est l'intervalle de temps mesuré endéference a un niveau spécifié du|signal E;,
pour lequgl le signal E; est présent avant que le signal E; soit appliqué.’ll est mesuré entre des niveauy spécifiés
sur les signaux E; et Ej, comme il est indiqué sur la figure 43.

NOTE 2 - Le temps de préparation peut avoir une valeur négative.
b) Temps de maintien (1)
Valeur minimale et, s’il y a lieu, valeur maximale.

NOTE 1 4 Le temps de maintien est I'intervalle de.témps mesuré en référence a un niveau spécifié du pignal Eq,
pour lequgl le signal E; est présent aprés que le signal E; a été supprimé. Il est mesuré entre des niveauy spécifiés
sur les signaux E; et Ej, comme il est indiqué ‘'sur'la figure 44.

NOTE 2 - Le temps de maintien peut aveif une valeur négative.

7.3.3 Relations de temps nécessaires entre deux signaux successifs sur une méme entr¢e
a) Temps de résolution (tes)

Valeur minimale.

NOTE - |Le temps de ‘reésolution est l'intervalle de temps entre la cessation d'une impulsion d’enfrée et le

commencement de Limpulsion d’entrée suivante appliquée a la méme borne d’entrée, chacune ayant yine durée
définie en] 7.3 (voix figure 45).

b) Fréguencede fonctionnement

Valeurs|minimale et maximale.

NOTE - La fréquence d’'un signal est celle du signal qui peut étre appliqué a une borne d’entrée pour un facteur
d’utilisation spécifié et pour des conditions (éventuellement séquentielles) spécifiées appliquées aux autres bornes
d’entrée.

7.4 Impédances d’'entrée et de sortie
7.4.1 Capacité d’entrée pour un fonctionnement en grands signaux

Valeur(s) maximale et/ou typique, lorsque la tension (ou le courant) du signal d’entrée change
d’'un état haut a un état bas, ou inversement, dans les conditions spécifiées suivantes:
— conditions de charge de sortie et conditions de charge pour les autres bornes d’entrée;

— conditions de I'impulsion d’'entrée (amplitude, fréquence, temps de croissance et de
décroissance, etc.);

— tension(s) d’alimentation.
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d) Duration for the low level (&) (see figure 45)

Maximum value for a signal having specified high state and low state levels applied to the
specified input terminal.

The duration of the high level shall be sufficiently long that decreasing its value does not affect

the resu
e) Rate

It obtained.
of change, or rise and/or fall times, of the input signal

Minimum and maximum values for a signal having specified high state and low state levels
applied to the specified input terminal.

7.3.2 N

ecessary time relations between two input signals

When the effect of a change of state of an input signal E; is determined by the state

input sig
ensure

NOTE 1 -
NOTE 2 -
signal E;
a) Set-U
Minimur
NOTE 1 -

which the
E; and E;

NOTE 2 -
b) Hold
Minimur
NOTE 1 -

which the
signals E.

NOTE 2

7.3.3 !\necessary time relations between two successive signals applied to

a) Resd
Minimu
NOTE — T
the next i

b) Oper

nal Ej (where j= 2 to n, n being the number of inputs); the following times.nece
torrect sequential operation shall be stated for each input ;.

Signal E; refers to a signal applied to any input terminal arbitrarily designated as @

- In the general case, several time intervals between different specified levels of the signal H
nay have to be stated.

p time (fsy)
h value and, where appropriate, maximum value.

The set-up time is the time interval, measured with reference_to some specified level of the sig
signal E;is present before the signal E; is applied. It is measured between specified levels on t
as indicated in figure 43.

The set-up time may have a negative value.
time (ty)
h value and, where appropriate, maximum value.

The hold time is the time interval, measured with reference to some specified level of the sig
signal E;jis present after the signal Ershas been removed. It is measured between specified lev,
and E;, as indicated in figure 44,

The hold time may have a negdative value.

he same input
lution time (tef)

h value.

he resolution time is the time interval between the cessation of one input pulse and the commen
hput pulse.applied to the same input terminal, each having a duration as defined in 7.3 (see figur

ating-frequency

of other
ssary to

, and the

nal E;, for
e signals

al Eq, for
Pls on the

cement of
P 45).

Minimur

andTaximunT vatues:

NOTE - The frequency of a signal is that of the signal which may be applied to an input terminal for a specified duty

cycle and

7.4 Inp

for specified (possibly sequential) conditions applied to the other input terminals.

ut and output impedances

7.4.1 Input capacitance for large-signal operation

Maximum and/or typical value(s) with the input signal voltage (or current) changing from a high

state to

a low state or the reverse, under the following specified conditions:

— output loading conditions and loading conditions on other input terminals;

— input
— supp

pulse conditions (amplitude, frequency, rise and fall times, etc.);
ly voltage(s).
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7.4.2 Capacité de sortie pour un fonctionnement en grands signaux (limitée aux
applications avec impédance de sortie élevée, telle que la configuration OU-cablé)

Valeurs(s) maximale et/ou typique, lorsque la tension (ou le courant) de sortie change d’'un état
haut & un état bas, ou inversement, dans les conditions spécifiées suivantes:
— conditions de charge d’entrée et conditions de charge pour les autres bornes de sortie;
— conditions de I'impulsion d’'entrée (amplitude, fréquence, temps de croissance et de
décroissance, etc.);
— tension(s) d’alimentation.
E

]
/ — & _——6

Ll L3 1
Ly Ly
E;
lsy j
(@ (b)
E
L3
Ly

Eq E,

tSU E]

© (d)

IEC 1709/97
NOTE - Les symboles neutres L, a L, ont été utilisés pour indiquer les niveaux.
Figure 43 — Temps de préparation tg,

g
E; F E
Ls Ls r

Lo

JJ

E;

© (d)

IEC 1710/97
NOTE - Les symboles neutres L, a Lg ont été utilisés pour indiquer les niveaux.

Figure 44 — Temps de maintien ty
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7.4.2 Output capacitance for large-signal operation (limited to high output
impedance applications, such as wired-OR configuration)

Maximum and/or typical value(s) with the voltage (or current) at the output terminal changing
from a high state to a low state or the reverse, under the following specified conditions:

— input loading conditions and loading conditions on other output terminals;

— input pulse conditions (amplitude, frequency, rise and fall times, etc.);

— supply voltage(s).

&

Ly
2 1
Ly Ly
E
tsu j
@ (b)
E
Ly
Ly
Eq E;
tsu E
(©) (d)
IEC 1708/97
NOTE - Neutral symbols 9 to L4 have been used to indicate levels.
Figure 43 — Set-up time tg,
i
E E
Ls Ls
L
L3
th Ei
(@) (b)
i
L
Lg le}
L3
E.
1 E;
th E] ——
th
(c) (d)
IEC 1709/97

NOTE — Neutral symbols L, to Lg have been used to indicate levels.

Figure 44 — Hold time ty
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W

7.4.3 R

Valeur(s

cond
cond

tensi

7.4.4 R

Valeur(s

8

cond
cond

décroissance;-€ic.);

tensi

mon saturés et limitée a des applications a vitesse élevée)

N

IEC 1711/97

[2 [res

Figure 45 — Temps de résolution  tqg

tions de charge de sortie et conditions de charge pour les autres bornes d’entree;

bn(s) d’'alimentation.

ésistance de sortie pour un fonctionnement en grands signaux (pour des circuit

[

tions de charge d’entrée et conditions de charge pour les autres bornes de sortie;

tions de Afimpulsion d’entrée (amplitude, fréquence, temps de croissance

bn(s)-d alimentation.

Puiss

anca tntala ol caourante farirnic
= totate—-oH-GotHaHHS1HoUHHHHS

TTST

Valeurs typique et maximale dans des conditions de fonctionnement spécifiées.

9 Courant total extrait des alimentations (fonctionnement dynamique)

Courbe(s) donnant les valeurs typiques du courant exigé de l'alimentation (des alimentations)
en fonction de la fréquence de répétition des impulsions pour un facteur d’utilisation de 50 %,
ou valeurs typiques a deux fréquences de répétition d’'impulsions spécifiées. Ceci doit étre

indiqué pour des conditions spécifiées de fonctionnement recommandé.

S’il y a lieu, les informations ci-dessus doivent aussi étre données pour les entrées d’horloge

lorsqu’elles jouent le réle d’alimentations pulsées.

ésistance d’entrée pour un fonctionnement en grands signaux (pour des cifcuits
mon saturés et limitée a des applications a vitesse élevée)

) minimale et/ou typique, lorsque la tension (ouyle/courant) du signal d’entrée| change

d’'un état haut a un état bas, ou inversement, dans les.conditions spécifiées suivantes:

tions de l'impulsion d'entrée (amplitdyde, fréquence, temps de croissanc¢ et de
décroissance, etc.);

) minimale et/ou typique; lorsque la tension (ou le courant) de sortie change dq’'un état
haut & Un état bas, ou inversement, dans les conditions spécifiées suivantes:
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7.4.3 I

Minimur
from a h

— outpyit loading conditions and loading conditions on other input terminals;

7.4.4 Q

Minimur
from a h

8

W

7m(

input
supp

input
input
supp

N

[2 | [res

IEC 1710/97

Figure 45 — Resolution time  teq

put resistance for large-signal operation (for non-saturated circuits and
Mited to high-speed applications)

n and/or typical value(s) with the voltage (or ‘surrent) at the input terminal g
igh state to a low state or the reverse, under the following specified conditions:

pulse conditions (amplitude, frequency, rise and fall times, etc.);
y voltage(s).

utput resistance for large-signal’operation (for non-saturated circuits and
mited to high-speed applications)

n and/or typical value(s) with the voltage (or current) at the output terminal g
igh state to a low state or the reverse, under the following specified conditions:
loading conditions and loading conditions on other output terminals;

pulse conditiohs (amplitude, frequency, rise and fall times, etc.);

y voltage(s).

Tota1| power or currents provided from the supplies

hanging

hanging

Typical and maximum values under specified operating conditions.

9 Total current drawn from the power supplies (dynamic operation)

Curve(s) showing the typical values of current required from the power supply(ies) versus the
pulse repetition frequency at 50 % duty cycle, or typical values at two specified pulse repetition
frequencies. This (these) shall be given under specified recommended operating conditions.

Where appropriate, the above information shall also be given for clock inputs acting as pulsed
power supplies.
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10 Informations sur les impulsions de commande* (s'il y a lieu)

(* Terme a I'étude.)

11 Résistance d’'isolement

S’il y a lieu, valeur minimale pour une tension spécifiée. La méthode de mesure doit étre

spécifiée.
12 Valeurstimites, caractéristiques mécaniques et autres donmées
Voir I'arficle 7, chapitre VI, de la CEI 60747-1.

13 Infq

13.1 Facteur de charge de sortie

Nombre
informa

13.2 M

Dans u
différen
de tens
perturbd

Dans d
extrémeg

autre pr

13.3 Interconnexighs ‘de circuits intégrés numériques

Des ex
semblal

prmations supplémentaires

maximal de charges spécifiées qui peuvent étre connectées a chaque sorti
ion peut étre donnée pour plusieurs types de charges:

arges de protection contre les perturbations

n systéme composé uniquement d'ensembles semblables a celui a étug
es marges de protection contre les perturbations résultent directement des huit
ons précédemment spécifiées. Il y a quatre sortes de marges de protection cq

tions, définies ainsi:
M1 = Vina = VoHa M3= ViLa = VoLa
My = Vous — Ving M = Vorg — ViLB

e nombreux cas pratiques, les marges de protection correspondant aux
s M; et My ont peud’intérét. Ainsi, quand on indique une marge de protecti
Bcision, elle doit correspondre a la plus petite des deux valeurs My et Ms.

empleside fonctionnements numériqgues obtenus en interconnectant des é
les daivent étre indiqués.

b, Cette

ier, les
valeurs
ntre les

ensions
on sans

[éments

14 Précautions de manipulation

Des précautions appropriées doivent étre prises pour protéger le dispositif contre les tensions
électrostatiques élevées ou les champs électromagnétiques élevés (voir la CElI 60747-1,
chapitre 1X).
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10 Command* pulse information (where appropriate)

(* Term

11 Ins

under consideration.)

ulation resistance

Where appropriate, minimum value at a specified voltage. The measuring method shall be

specified.
12 Mephamicatratings, characteristicsandother data
See clayise 7, chapter VI, of IEC 60747-1.

13 Su

13.1 O

The ma
may be

13.2 N
In a sys
result d
marging
M|
M

In man
Therefo

the smafller of values of M»s'and Ms.

13.3 Interconnections of digital integrated circuits

Exampl
stated.

bplementary information

utput loading capability

Kimum number of specified loads that can be driven fromegach output. This infg
given for more than one type of load.

Dise margins

re, when a noise matgin is indicated without further qualification, it shall correg

s of logic/operations which may be performed by interconnecting similar units

rmation

margins

fem composed solely of units similar to the‘one under consideration, the noise

rectly from the eight values of voltages’previously specified. There are foyir noise
defined as:

1 = ViHa — VoHA M3\="ViLa - VoLa

b = Vors — ViHB Ms = VoLg — ViLB

y practical systems, the "outer" noise margins M; and M, are of little

oncern.
pond to

shall be

14 Handling precautions

Appropriate precautions should be taken to protect the device against high electrostatic
voltages or large electromagnetic fields (see IEC 60747-1, chapter 1X).


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

- 166 —

60748-2 © CEI:1997

ANNEXE A LA SECTION UN

Spécification des caractéristiques

Un exemple de spécification d’un circuit en général, en accord avec ce qui précéde, est donné

ci-apres.

Les caractéristiques électriques suivantes doivent

étre données pour

des conditions

électriques de pire cas spécifiées compte tenu de la gamme recommandée des tensions
d’alimentation, comme il est indiqué en 4.1 de la section un, et

a) dans
b) a ung

Sortie Valeur de référence du courant
Etat hayt loHB

lona
Etat bas loLe

loLa
Entrée Valeur de référence de la tension
Etat hadt VoHa

VoHs
Etat bas VoLa

VoLs

NOTE 1 4 Ces deux valeurs ne sont pas(nécessaires si Voya €st égale a la valeur la plus positive de

d'aliment

NOTE 2 -
d'aliment

tion la plus positive.

tion la plus négative,

Valeur (mesurée) de dat€nsion
Vona (note 1 Ci-apres)
VoHB

VoLa
Vocgt(note 2 ci-aprés)

Valeur (mesurée) du courant
hug (note 1 ci-aprés)
hHa

his
IiLa (note 2 ci-apres)

Ces deux valeurs ne sgnt-pas nécessaires si Vg g est égale a la valeur la plus négative de

température de 25 °C, et aux températures de fonctionnement maximale ebminimale.

a tension

a tension
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APPENDIX TO SECTION ONE
Specification of characteristics

An example of the specification of a general circuit in accordance with the preceding is as
follows.

The following electrical characteristics shall be stated under specified electrical worst-case
conditions with respect to the recommended range of supply voltages as given in 4.1 of section
one, and

a) overfhe&peeiﬁed—wageef—waﬁag—ﬂawaﬁreﬁref—
b) at a temperature of 25 °C, and at a maximum and minimum operating temperatures.

Output Reference value of current Limit (measured) value of voltage
High stdte loHB Vona (note 1 below)

lona VoHs
Low stafe loLB VoLA

loLa Vo '(note 2 below)
Input Reference value of voltage Limit (measured) value of current
High stdte VOHA hug (note 1 below)

Vous ha
Low stafe VoLa I

VoLB IiLa (note 2 below)

NOTE 1 { This pair of values is not necessary if Voya is equal to the most positive value of the most posi{ive power
supply vo|tage.

NOTE 2 { This pair of values is not necessary if Vo g is equal to the most negative value of the mos} negative
power supply voltage.
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SECTION DEUX - MEMOIRES A CIRCUIT INTEGRE

A. Mémoires a lecture-écriture a fonctionnement statique et a fonctionnement
dynamique et mémoires a lecture seule

tification et description du circuit

ulations de l'article 1 de la section un s’appliquent.

2 Spécifications fonctionnelles

2.1 Sc

Les stip

Le sché
différen

Néma synoptique

ulations de 2.1 de la section un s’appliquent, ainsi que ce qui suit:

bma synoptique doit étre suffisamment détaillé pour permettre [I'identifica
es unités fonctionnelles a l'intérieur de la mémoire (par exemple: décodage d’

autorisdtion boftier, circuits «buffers» de sortie, etc.) ainsi que( celle de leurs cor

externesg

2.2 De

Les fon
doivent

D .

Scription fonctionnelle

ctions réalisées par le circuit doivent étre spécifiées et les informations s
Etre données:

a) nom

re total de bits d’information pouvant étre‘stockés dans le circuit-mémoire;

b) nombre de bits par mot d’'information pouvant étre stockés dans le circuit-mémoire;

c) mode¢ d'adressage;

d) fonc
séqu

e) pour
3 Valg

L'article]

a) en 3
doivg

b) ajout]

on(s) engendrée(s) a chaque-borne, indication de chaque signal de comm
ences d’instructions nécessaires (voir aussi 7.2.1 de cette section);

les mémoires a fonctionnement dynamique, mode de rafraichissement.
urs limites

3 de la section'un s’applique, ainsi que ce qui suit:

2.1: ..\les valeurs des dépassements permis, leur durée et le facteur d'u
nt étre.indiqués;

erdeux nouveaux paragraphes, 3.5 et 3.6, comme suit:

ion des
dresse,
nexions

livantes

ande et

filisation

3.5 Di

ssipation de puissance (s'ily a lieu)

Valeur maximale de la dissipation de puissance en continu.

3.6 Temps de transition a I'entrée (s'il y a lieu), pour les mémoires a

fo

Valeurs

nctionnement dynamique

minimales.
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SECTION TWO — INTEGRATED CIRCUIT MEMORIES

A. Static and dynamic read/write memories and read-only memories

1 Circuit identification and description

The provisions of clause 1 of section one apply.

2 Functional specifications

2.1 Blg

The pro

The blo
the me
identifie|

2.2 Fu

The fun
stated:

ck diagram

visions of 2.1 of section one apply, together with the following:

Ck diagram shall be sufficiently detailed to enable the individual fanetional uni
nory (for example, address decode, chip enable, "buffer" output circuits, eto
d, together with their external connections.

hctional description

ctions performed by the circuit shall be specified and the following information

a) the t

tal number of bits of information capable of being stored in the memory circuit;

b) the number of bits per word capable of being staered in the memory circuit;

c) the

d) the f
requi

e) ford
3 Rati

Clause

a) in 3.
state

b) two n

ethod of addressing;

inction(s) performed by each termifal, together with a statement of each contr
red, and the necessary sequence-of instructions (see also 7.2.1 of this section)

namic memories, the method of refreshing.
ngs (limiting values)

B of section one _applies, together with the following:
P.1. .. then the'permissible excess values, their duration and the duty cycle
d;

ew subclauses, 3.5 and 3.6, shall be added, as given below:

s within
.) to be

shall be

bl signal

shall be

3.5 Ptfwer dissipation (where appropriate)

Maximu

3.6 In

m value of continuous power dissipation.

put transition times (where appropriate), for dynamic memories

Minimum values.
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4 Conditions de fonctionnement recommandées (dans la gamme de
températures de fonctionnement spécifiée)

L'article 4 de la section un s’applique, ainsi que ce qui suit:
Si le dispositif exige un préconditionnement quelconque, tel qu'une séquence de tensions, des

cycles fictifs ou une séquence de signaux avant que le fonctionnement soit valide, ce
préconditionnement doit étre défini.

5 Caractéristiques électriques statiques pour les mémoires bipolaires

L'article|5 de la section un s’'applique.

6 Carqctéristiques électriques statiques pour les mémoires MOS

L’article|6 de la section un s’applique.

7 Cargctéristiques électriques dynamiques

Chaque| caractéristique électrique de 7.1 doit étre indiquée (dans des conditions éldctriques
spécifiéps de pire cas, dans la gamme recommandée dg tensions d’alimentation, indiquée
en 4.1 de la section un.

Les valgurs minimales et/ou maximales, comme exigé par 7.1, ou, si celles-ci ne peuvent faire
I'objet dfun accord entre le fabricant et I'utilisateury,des valeurs typiques doivent étre dgnnées:

a) dans|la gamme des températures de fonctionnement spécifiée (par exemple sous fprme de
courle), ou

b) a la gempérature de 25 °C, et aux températures de fonctionnement maximale et minimale.

La condition b) ne doit étre utilisée*que si la valeur de la caractéristique pour le pire cas dans

toute lal gamme de températures."peut se déduire des valeurs données aux tempgratures

spécifiéps.

Dans tols les cas, on doit indiquer les valeurs minimales et/ou maximales applicables & 25 °C.

7.1 Temps caractérisant la réponse du circuit

Les temfps suivants doivent étre indiqués dans des conditions spécifiées:

7.1.1 Temps d'accés (voir notes 1 et 2)

a) Temps d’'acces de lecture.

b) Temps d'accés de chaque signal d’autorisation et de sélection spécifié pour la mémoire
(voir note 3).

c) Temps d’accés d’adresse (non applicable tant que I'information d’adresse n’est pas prise en
compte, c’est-a-dire qu’elle est enregistrée dans la mémoire).

On doit indiquer des valeurs maximales pour chacun de ces temps d’acces.

NOTE 1 — On doit indiquer des conditions de mesure spécifiées de fagon a s’assurer que tous les signaux de
commande sont appliqués suffisamment tot pour que les temps d’acces spécifiés n’en soient pas affectés.

NOTE 2 - Les conditions de référence pour les mesures de temps d'acces doivent comprendre les valeurs
maximales autorisées de temps de préparation.

NOTE 3 — Lorsqu’'on spécifie une séquence fixe de signaux d’'autorisation et/ou de sélection (voir 7.2.1) et que le
dernier de ces signaux détermine toujours le temps d’accés réel, il n'y a alors besoin que d’indiquer les temps
d’acces pour le premier et le dernier signal de cette séquence.
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4 Recommended operating conditions (within the specified operating
temperature range)

Clause 4 of section one applies, together with:

If the device requires any pre-conditioning such as voltage sequencing, dummy cycles or signal
sequencing before a valid operation, this pre-conditioning shall be defined.

5 Stati

c electrical characteristics for bipolar memories

Clause

6 Stat

Clause

7 Dyn

Each e
conditio
section

b of section one applies.

c electrical characteristics for MOS memories

b of section one applies.

hmic electrical characteristics

ectrical characteristic of 7.1 shall be stated under-specified electrical wo
hs with respect to the recommended range of Supply voltage(s) as stated i
bne.

Limit v
user, ty

a) over

ical values shall be stated either:

the specified range of operating temperatures (for example, as a curve), or

b) at a femperature of 25 °C, and at the.maximum and the minimum operating tempera

Alternat
temperd

In all cal

ve b) shall be used only if\the worst-case value of the characteristic over th
ture range can be dedueed from the values given at the specified temperatures

ses, limit values applicable at 25 °C shall be stated.

7.1 Times characterizing the response of the circuit

The foll

7.1.1 A

bwing times shall be stated under specified conditions:

Ist-case
h 4.1 of

lues as required by 7.1 or, if these are pot mutually acceptable to manufactyirer and

ures.

e whole

a) Read

b) Access time from each enable and select signal specified for the memory (see note 3).

c) Address access time (not applicable where the address information is not accepted until it is
clocked into the memory).

Maximu

m values shall be stated for each of these access times.

NOTE 1 - Specified measurement conditions should be given in order to ensure that all control signals are applied
early enough so that they do not affect the specified access times.

NOTE 2 — The reference conditions for the measurement of access times must include the maximum permissible

values of

set-up times.

NOTE 3 — Where a fixed sequence of enable and/or select signals is specified (see 7.2.1), and the last of these
signals always determines the actual access time, then only the access times for the first and last of the signals in
this sequence need be stated.


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

-172 - 60748-2 © CEI:1997

7.1.2 Temps de recouvrement de lecture (pour les mémoires a lecture-écriture seulement)

Valeur maximale.

NOTE - Si les fonctions de lecture et d’écriture sont effectuées a partir d’'une borne unique, le temps d’accés de
lecture et le temps de recouvrement de lecture sont identiques; il n'y a alors besoin de spécifier que I'un de ces

temps.

713 T

emps d’inhibition en sortie

Temps d’inhibition en sortie pris a partir de la fin des signaux d'autorisation et de sélection.

Valeurs

maximales.

NOTE - |
ou de sél

7.1.4 T

On doit

facon sdivante:

a) sila
valey
trans

b) sila
miniri
c) si leg
minir

Les ten
transitio

NOTE 4 -
deux dire
mesure o
changean

NOTE 5
d’entrée ¢
composal

NOTE 6
dépasse

NOTE 7
rebondissg

7.2 EX

e temps d’inhibition en sortie est I'intervalle de temps qui sépare la fin d’'un signal spécifié~d’ay
bction, de I'instant ou I'information cesse d’étre disponible en sortie.

emps de transition (voir note 4)

indiquer les temps de transition dans des conditions spécifiées"(voir note §

valeur typique du temps de transition est comparable (vgir-note 6) ou supérie
r typique du temps de propagation, on doit indiquer une‘valeur maximale du te
ition;

valeur typique du temps de transition est inférieuréya 10 ns, on doit indiquer un
nale (voir note 7);

conditions a) et b) sont remplies simultanément, on doit alors indiquer des
nale et maximale.

ps de transition, lorsqu’on les exige, doivent étre indiqués pour les deux se
n (c’est-a-dire qu’on indiquera try @t trLH)-

L En général, il convient de donner.és)valeurs de ces temps qui s’appliquent pour chacune ol
tions de transition du signal de sortie” Dans certains cas (par exemple pour les mémoires MOS
U il est reconnu que seule une(direction de transition est significative (par exemple tension
t vers la tension d’alimentatipn)y cette valeur seule peut étre indiquée.

- 1l convient que les conditions de mesure spécifiées comprennent les caractéristiques de |
t de l'oscilloscope (ou.de tout autre instrument de mesure approprié€), la configuration et la
ts du réseau de charge'de sortie.

- Le temps de transition peut étre considéré comme comparable au temps de propagation si
0 % de celle du\temps de propagation.

- On veut.indiquer que, pour des temps de transition trés courts, il peut y avoir des phéno
ement et des problémes de couplage avec les charges couramment utilisées.

gences sur les entrées pour assurer un fonctionnement séquentiel correct

torisation

), de la

ure a la
bmps de

e valeur

valeurs

s de la

pour les
, dans la
de sortie

impulsion
aleur des

sa valeur

menes de

7.2.1 Mémoires a fonctionnement statique

Les exigences de temps suivantes s’appliquent aux mémoires a écriture-lecture a fonctionnement
statique et sont en accord avec les principes généraux énoncés en 7.3 de la section un.

On doit indiquer un chronogramme comprenant I'ensemble des sighaux nécessaires pour
réaliser chaque opération fonctionnelle de la mémoire et mesurer les temps correspondants.

Cet ensemble de signaux doit représenter les signaux de commande indiqués au point d)
de 2.2 de cette section.

La séquence de temps a utiliser doit étre indiquée et tous les intervalles de temps nécessaires
a l'utilisateur pour avoir un fonctionnement correct de la mémoire doivent étre indiqués.
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712 S

ense recovery time (for read/write memories only)

Maximum value.

NOTE - If both "read" and "write" functions are controlled by a single terminal, then "read access time" and "sense
recovery time" will be the same, and only one of these times is required.

7.1.3 Output disable times

Output disable times from the end of each relevant enable and select signal.

Maximum values.

NOTE - T
the instan

7.1.4 T

Transiti
followin

a) if thg
typic
b) if the
note
c) if bot
state

Transiti
and tr {

NOTE 4
should bq
transition
stated.

NOTE 5
oscilloscg
loading n

NOTE 6
of propag

NOTE 7
overshoot

7.2 Re

he output disable time is the time interval between the cessation of a specified enable/selecissi
t at which the output data are no longer valid.

ransition times (see note 4)

bn times shall be stated under specified conditions (see note 5),(depending
) conditions:

typical value of transition time is comparable to (see npte 6), or greater t
h| value of propagation time, then a maximum value of trafsjtion time shall be s

typical value of transition time is less than 10 ns, a miainmum value shall be sta
7);

h conditions a) and b) are fulfilled, then both mihimum and maximum values
d.

bn times, when required, shall be stated for both directions of transition (that
should be stated).

In general, values of these times that apply for each or both directions of transition of the out
given. In some cases (for example, MOS memories), provided it is known that only one d
is significant (for example, output voltage changing towards the supply voltage), only this valu

- The specified conditions of.'measurement should include the characteristics of the input
pe (or other appropriate measuring system) and the configuration and component values of {
ptwork.

The transition time jis'considered comparable to propagation time if its value exceeds 50 % of
htion time.

- The object here is to state when very short transition times may be obtained, which may gi
and coupling, problems using practical loads.

uirements at the inputs to ensure correct sequential operation

7.2.1

tatic, memories

pnal, and

on the

han, the
ated;

ed (see

shall be

IS, trHL

put signal
rection of
P need be

bulse and
he output

the value

Ve rise to

The following timing requirements are applicable to static read/write memories and are in
accordance with the general principles given in 7.3 of section one.

A timing diagram shall be given, comprising a complete set of signals that would be required to
enable each functional operation of the memory to be set up and measured.

This set of signals shall be in accordance with the control signals included in item d) of 2.2 of
this section.

The timing sequence to be used shall be stated and all time intervals that need to be known by
the user for correct operation of the memory should be stated.
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En général, les temps suivants doivent étre indiqués:
7.2.1.1 Temps de cycle

Temps de cycle de lecture, temps de cycle d’écriture et, s'il y a lieu, temps de cycle de lecture-
écriture et/ou temps de cycle d’écriture-lecture.

Valeurs minimales.

NOTE - Dans les paragraphes 7.2.1.2 a 7.2.1.5 inclus, on n'utilise que le terme «autorisation» dans le texte
francais (alors qu’on utilise «enable/select» dans le texte anglais). Il faut noter que les temps de préparation et de
maintien cités en 7.2.1.2 et 7.2.1.3 supposent que la mémoire n'a pas de possibilité de verrouillage par I'entrée
«autorisation». Si elle en a, les temps de préparation et de maintien, pris en référence par rapport a la fin d’écriture
et a la fin|d’autorisation, doivent étre alors simplement pris en référence par rapport a «lecture» et a «autdrisation».

7.2.1.2 |Temps de préparation
Valeurs|minimales pour les temps suivants:

a) tempss de préparation adresse/écriture ou adresse/autorisation (voir nOte 8);
b) templs de préparation autorisation/fin d’écriture;

c) temps de préparation entrée d’information/fin d’'écriture, pour_une valeur minimale|donnée
de lajlargeur (durée) de I'impulsion d’écriture (voir note 8), au

d) temps de préparation entrée d’information/fin d’autorisation, pour une valeur minimale
donnge de la durée (largeur) d’'impulsion d’autorisation (voir note 8);

e) pour| les mémoires complexes fonctionnant avec plus d'un signal de commande
d’autprisation, il est nécessaire d’indiquer en¢eutre au moins un temps de préparation
supp|émentaire correspondant a chaque signald’autorisation supplémentaire.

NOTE 8 1 Le choix de I'impulsion d’écriture ou d’autorisation comme impulsion de référence dépend dg celle qui

devient infactive la premiére, et il convient que cela saiten accord avec la séquence de temps indiquée efp 7.2.1. Si

la séquer|ce entre les impulsions d’écriture et d’autorisation n’a pas d'importance, il convient de l'indiger, et de
donner lef temps c) et d).

Pour une [mémoire n'ayant pas de possibilité d'autorisation, on ne donnera que les temps a) et c) (c’est-atdire deux
valeurs).

7.2.1.3 |Temps de maintien

Par analogie avec les tempside préparation, valeurs minimales pour les temps suivants};

a) tempjs de maintien adresse/fin d’écriture ou adresse/fin d’autorisation (voir note 9);
b) tempjs de maintieh autorisation/fin d’écriture ou écriture/fin d’autorisation (voir note 9);

c) tempp de maintien entrée d'information/fin d’écriture ou entrée d’information/fin d’autgrisation
(voir [note™9);

d) pour|léssmémoires complexes fonctionnant avec plus d'un signal de commande d’autgrisation,
il est necessaire d’indiquer en outre au moins un temps de maintien supplémentaire
correspondant a chaque signal d’autorisation supplémentaire.

NOTE 9 — Le choix de I'impulsion d’écriture ou d’autorisation comme impulsion de référence dépend de celle qui
devient inactive la premiére, et il convient que cela soit en accord avec la séquence de temps indiquée en 7.2.1. Si
la séquence entre les impulsions d’écriture et d’autorisation n'a pas d'importance, il convient de l'indiquer et de
donner les temps a) et c).

Pour une mémoire n’ayant pas de possibilité d’autorisation, on ne donnera que les temps a) et c) (c'est-a-dire deux
valeurs).

7.2.1.4 Temps de recouvrement d’écriture

Valeur minimale.

NOTE - Dans certaines mémoires, le temps de recouvrement d’écriture et le temps de maintien adresse/fin
d’écriture sont les mémes; il n'y a besoin d’indiquer qu’une seule de ces grandeurs dans ces cas.
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In general, the following times shall be stated:

7.2.1.1 Cycle times

Read cycle time, write cycle time and, where appropriate, read-write cycle time and/or write-
read cycle time.

Minimum values.

NOTE - In 7.2.1.2 to 7.2.1.5 inclusive, the terms "enable" and "select" are being used synonymously, since no
formal definitions have yet been agreed. Wherever the term "enable/select" occurs, the term to be used is that
which is appropriate to the memory being specified. It should be noted that the set-up and hold times given in
7.2.1.2 ard 721 3 assume-that-the momnr\jl does not hava a3 latech fnr\ilif\][ npnrafnd hy tha anahlal/salact input_ If it
does, then set-up and hold times referenced to end-of-write and end-of-enable/select should be réfefenced to
simply "wfite or enable/select".

7.2.1.2 |Set-up times
Minimum values for the following:

a) address set-up time before write, or address set-up time before enable/select (see npte 8);
b) enable/select set-up time before end-of-write;

c) data{in set-up time before end-of-write, for a stated minimum* value of enable/select pulse
duration (width) (see note 8), or

d) dataqin set-up time before end-of-enable/select, for a-Stated minimum value of enable/select
pulsg¢ duration (width) (see note 8);

e) for cpmplex memories having more than one énable or select control signal, at Igast one
additjonal set-up time for each additional enablg or select signal is required.

NOTE 8 - The choice of write or enable/select as the reference pulse depends on which one becomes inaftive first,
and this ghould be in accordance with the timing seguence given in 7.2.1. If the relative sequence in which write
and enable/select become inactive is irrelevant, this'should be stated and values for both c¢) and d) should|be given.

For a mermory having no enable/select facility, values of a) and c) only are required (that is, two times are frequired).
7.2.1.3 |Hold times

By analgpgy with set-up times, minimum values for the following:
a) addr¢ss after end-of-write hold time or address hold time after end-of-enable/select

(see |note 9);

b) enabje/select hold time after end-of-write or write hold time after end-of-enabje/select
(see |note 9);

c) data-in hold:time after end-of-write or data-in hold time after end-of-enable/select (see|note 9);
d) for cpmplex memories having more than one enable or select control signal, at Igast one

addlt onal hald tima far aarnh adAtiANnAal Anahln Ar calact cinnAal 1o raciend
Ot oot e To— Ca ottt Ot Cratior e oSt e eSS TreEqur e

NOTE 9 — The choice of write or enable/select as the reference pulse depends on which one becomes inactive first,
and this should be in accordance with the timing sequence given in 7.2.1. If the relative sequence in which write
and enable/select become inactive is irrelevant, this should be stated, and values for both options in a) and c)
should be given.

For a memory having no enable/select facility, values for a) and c) only are required (that is, two times are
required).

7.2.1.4 Write recovery time

Minimum value.

NOTE - In some memories, write recovery time and address after end-of-write hold time are the same and only one
of the quantities need be stated in such cases.
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Durées (largeurs) des impulsions

minimales pour les durées suivantes:

— durée (largeur) de I'impulsion d’écriture;

- slily

a lieu, durée (largeur) de I'impulsion d’autorisation (voir le point d) de 7.2.1.2).

7.2.2 Mémoires a fonctionnement dynamique

N

Les exigences suivantes de séquencement s’appliguent aux mémoires a écriture-lecture a
fonctionnement dynamique et sont en accord avec les principes généraux énoncés en 7.2 de la
section un de ce chapitre.

On doit
pour ré
ensemb
de 2.2 d

Le séq
nécessd
indiquen

7.2.2.1

a) Tem
- T¢
- T¢
- T¢
- T¢
- T¢
- T¢

Valeurs

b) Tem
- T¢
- T¢
- T¢
- T¢
- T¢
- T¢

indiquer un chronogramme comprenant un ensemble complet de signaux néc
hliser chaque opération fonctionnelle de la mémoire et en effectuer la_rmes
e de signaux doit étre en accord avec les signaux de commande indiques’ au
e cette section.

lencement a utiliser doit étre indiqué, ainsi que tous les sintervalles dg
ires a l'utilisateur pour un fonctionnement correct de la mémagire. En général
les temps suivants:

Mémoires a entrée de validation a I'exclusion des mémoires a entrées
d’adresse multiplexées

Ds de préparation

emps de préparation adresse/autorisation.

bmps de préparation lecture/autorisation.

bmps de préparation sélection boftier/autarisation, s’il y a lieu.
bmps de préparation écriture/autorisation.

bmps de préparation entrée information/écriture.

bmps de préparation entrée infermation/autorisation.
minimales.

Ds de maintien

bmps de maintien adresse/autorisation.

emps de maintienTecture/autorisation.

bmps de maintien sélection boftier/autorisation, s'il y a lieu.
bmps de maintien écriture/autorisation, s'il y a lieu.

bmps de.maintien entrée information/autorisation.

bmps de maintien entrée information/écriture.

pssaires
ire. Cet
point d)

temps
on doit

Valeurs

minimales.

c) Temps de cycle

— Temps de cycle de lecture.

— Temps de cycle d’écriture.

— Temps de cycle de lecture-modification-écriture, s'’il y a lieu.

— Temps de cycle de lecture-écriture, s'il y a lieu.

Valeurs

minimales.

d) Durées (largeurs) des impulsions

— Durée (largeur) d’'impulsion de lecture.

— Durée (largeur) d’'impulsion d’écriture.

— Durée (largeur) d'impulsion d’autorisation.
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Pulse durations (widths)

Minimum values for the following:

— write

pulse duration (width);

— where appropriate, enable/select pulse duration (width) (see item d) of 7.2.1.2).

722 D

ynamic memories

The following timing requirements are applicable to dynamic read/write memories, and are in

accorda

nce with the general principles given in 7.2 of section one of this chapter.

A timing
enable ¢
shall be

The tim
correct

7.2.2.1

a) Set-U

— Address set-up time before enable.

- R
- C

— Write set-up time before enable.

- D
- D
Minimurn
b) Hold

— Adgldress hold time after enable.

- R
- C

— Write hold timelafter enable, where appropriate.

- D
- D

Minimur

diagram shall be given, comprising a complete set of signals that would be reg
pach functional operation of the memory to be set up and measured. This sét 0
in accordance with the control signals included in 2.2 d) of this section.

ng sequence to be used and all time intervals that need to be known by the

pperation of the memory shall be stated. In general, the following’times shall be
Memories with enable input, excluding memories with multiplexed

address inputs

p times

pad set-up time before enable.
nip-select set-up time before enable, where*appropriate.

hta-in set-up time before write.
hta-in set-up time before enable.
h values.

times

bad hold time aftersenable.
nip-select hold time after enable, where appropriate.

hta-in haold time after enable.
hta-im hold time after write.

hwalues.

uired to
signals

user for
stated.

c) Cycle times

— Read cycle time.

— Write cycle time.

— Read-modify-write cycle time, where appropriate.

— Read-write cycle time, where appropriate.

Mini

mum values.

d) Pulse durations (widths)

— Read pulse duration (width).

— Write pulse duration (width).

— Enable pulse duration (width).
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Valeurs minimales et, s’il y a lieu, maximales.
e) Temps de préconditionnement
Valeur minimale.
f) Intervalle de temps de rafraichissement
Valeur maximale.
g) Temps de transition
— Temps de montée de l'autorisation.
— Temps de descente de l'autorisation.
— Temps de transition en mode de sélection lecture-écriture, selon le cas.

Valeurs|minimales et maximales.

7.2.2.2 IMémoires a entrées d’adresse multiplexées
a) Temps de préparation
— Temps de préparation adresse lignes/sélection d’adresse lignes.
— Temps de préparation adresse colonnes/sélection d’adresse colonnes.
— Temps de préparation lecture/sélection d’adresse colonnes,
— Temps de préparation entrée information/sélection d’adresse colonnes, s'il y a ligu.

[

— Temps de préparation entrée information/écriture.

— Temps de préparation écriture/sélection d’adressgycolonnes.

— Temps de préparation écriture/sélection d’adresse lignes.

— Temps de préparation sélection boftier/sélegtion d’adresse colonnes, s’il y a lieu.

b) Temps de maintien

— Temps de maintien adresse colonnes/sélection d’adresse lignes.

— Teémps de maintien lecture/sélection d’adresse colonnes.

— Teémps de maintien écriturefsélection d’adresse colonnes.

— Temps de maintien écriture/sélection d’adresse lignes.

— Temps de maintien entrée information/sélection d’adresse colonnes.

— Temps de maintien entrée information/sélection d’adresse lignes.

— Temps de maintien entrée information/écriture.

— Temps demaintien sélection boftier/sélection adresse lignes, s'il y a lieu.
Valeurs|minimales.

c) Temps de _délaj entre Qignmly dentrée

— Temps de délai entre signal de sélection d’adresse colonnes devenant inactif et signal de
sélection d'adresse lignes devenant actif.

— Temps de délai entre signal de sélection d’adresse colonnes devenant actif et signal de
sélection d’adresse lignes devenant inactif.

Valeurs minimales.
d) Temps de cycle
— Temps de cycle de lecture.
— Temps de cycle d’écriture.
— Temps de cycle de lecture-écriture, s'il y a lieu.
— Temps de cycle de lecture-modification-écriture, s'’il y a lieu.
— Temps de cycle par page, s'il y a lieu.
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Minimum and, where appropriate, maximum values.
e) Precharge time
Minimum value.
f) Refresh time interval
Maximum value.
g) Transition times
— Enable rise time.
— Enable fall time.
— Read-write mode select transition times, as appropriate.

Minimum and maximum values.

7.2.2.2 |Memories with multiplexed address inputs
a) Set-yp times
— Ropw-address set-up time before row-address-select.
— Coplumn-address set-up time before column-address-select.
— Read set-up time before column-address-select.
— Data-in set-up time before column-address-select, wherecappropriate.
— Data-in set-up time before write.
- rite set-up time before column-address-select.
- rite set-up time before row-address-select.
— Chip-select set-up time before column-address-select, where appropriate.
Minimum values.
b) Hold[times
— Coplumn-address hold time after rew-address-select.
— Read hold time after column-address-select.
- rite hold time after columnraddress-select.
- rite hold time after row-address-select.
Data-in hold time after column-address-select.
— Data-in hold time-after row-address-select.
— Data-in holdtime after write.
— Chip-selecthold time after row-address-select, where appropriate.

Minimum values.

c) Dela\ time hetween inlhllf Qignnlc

— Delay time between column-address-select signal becoming inactive and row-address-
select signal becoming active.

— Delay time between column-address-select signal becoming active and row-address-
select signal becoming inactive.

Minimum values.
d) Cycle times
— Read cycle time.
— Write cycle time.
— Read-write cycle time, where appropriate.
— Read-modify-write cycle time, where appropriate.
— Page cycle time, where appropriate.
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Valeurs minimales.
e) Durées (largeurs) d’'impulsions
— Durée (largeur d'impulsion de sélection d’adresse lignes.
— Durée (largeur) d’'impulsion de sélection d’adresse colonnes.
— Durée (largeur) d’'impulsion d’écriture.
S’il y a lieu, valeurs minimales et/ou maximales.
f) Temps de préconditionnement
— Temps de préconditionnement de sélection d’adresse lignes.

— Temps de préconditionnement de sélection d’adresse colonnes a sélection d’adresse lignes.

Témps de préconditionnement de sélection d’adresse colonnes.

Valeurs|minimales et, s’il y a lieu, maximales.
0) Interyalles de temps de rafraichissement
Valeur maximale.
h) Temps de transition

— Temps de transition de sélection d’adresse lignes.

— Temps de transition lecture-écriture, s’il y a lieu.

— Temps de transition d’autorisation (sélection bottier).
Valeurs|minimales et maximales.

7.2.3 Mémoires vives pseudo-statiques
7.2.3.1 |Section deux A, 7.2.1.1 & 7.2.1.5 sont applicables.
7.2.3.2 |Intervalle de temps de régénération

Valeur maximale.

7.2.4 Mémoires vives statiques now volatiles

7.2.4.1 |Section deux A, 7.2,1°1 a 7.2.1.5 sont applicables.
7.2.4.2 | Cycle de mise-en) mémoire. (Par exemple, temps requis pour I'opération de mise en
mémoirg au cours duguel le contenu total de la zone de mémoire vive est stocké dans |a partie
non volgdtile de la mé&moire).

Valeur maximale-

7.2.4.3 | Cycle de rappel en mémoire vive. (Par exemple, temps requis pour l'opérption de
rappel detamémeireau—<cours—dugueHe—contenutotal- deEEPROM-est-éeritdanstalzone de

mémoire vive).

Valeur maximale.

7.2.4.4 Section deux B, les articles 4, 5, 7, 9 et 10 sont applicables.

7.3 Capacités d’entrée et de sortie

Valeurs typique et maximale des capacités d’entrée et de sortie dans des conditions spécifiées.
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Minimum values.

e) Pulse durations (widths)

— Row-address-select pulse duration (width).

— Column-address-select pulse duration (width).

- W

Where appropriate, minimum and/or maximum values.

rite pulse duration (width).

f) Precharge times

— Row-address-select precharge time.

— Column-address-select to row-address-select precharge time.

- C
Minimur
0) Refrd
Maximu
h) Tran

- R

- R

blumn-address-select precharge time.

h and, where appropriate, maximum values.
sh time interval

m value.

Sition times

bw-address-select transition times.
pad/write transition times, as appropriate.

— Enable (chip select) transition times.

Minimur
7.2.3 P
7.23.1
7.2.3.2

Maximu

7.2.4 N
7.2.4.1
7.2.4.2
contents

examplé

Maximu

7.2.4.3

h and maximum values.

seudo-static read/write memories
Section two A, 7.2.1.1 to 7.2.1.5 apply.
Refresh time interval

m value.

on-volatile static read/write-memories

Section two A, 7.2.1.1.to 7.2.1.5 apply.

s.)

m value.

entire contents of the EEPROM T0 be written in the RAM array to be used as examples.

Maximu

7.2.4.4 Section two B, clauses 4, 5, 7, 9 and 10 apply.

Store cycle. (The time required for the store operation which causes th
of the RAM, array to be stored in the non-volatile part of the memory to be

Afray recall cycle. (The time required for the array recall operation which cad

e entire
used as

ses the

m value.

7.3 Input and output capacitances

Typical and maximum values of input and output capacitances under specified conditions.
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sance ou courant fourni par chaque alimentation (cas du

fonctionnement statique)

Valeurs maximales du courant dans chaque borne d’alimentation dans les conditions de pire
cas, pour le mode actif et pour la position attente si elles sont nettement différentes. Donner
également les valeurs typiques dans les conditions nominales de fonctionnement.

9 Puis

sance ou courant fourni par chaque alimentation (cas du

fonctionnement dynamique)

Courbe(s Urs typiques du cou arni par

en fongtion de la fréquence de répétition des impulsions, ou valeurs typiques
fréquenges de répétition d’'impulsions spécifiées. Cela doit étre indiqué pour des~cq
spécifiéps de fonctionnement recommandé.

S’il y a Jieu, les informations ci-dessus doivent aussi étre données pour, les-entrées d
lorsqu’e]les jouent le réle d’alimentations pulsées.

S’il y a ljeu, cette information doit étre aussi donnée pour le fonctiofnement en position

10 Valeurs limites, caractéristiques mécaniques et autres'données

On doit
mémoir

11 Infq

donner toute valeur limite spécifigue, mécanique“ou d’environnement, applicg
bS a circuit intégré (voir aussi I'article 7, chapitre VI, de la CEl 60747-1).

prmations supplémentaires

11.1 Facteur de charge de sortie

Nombre
informa

11.2 M

Des inf
concern

maximal de charges spécifiées qui peuvent étre connectées a chaque sorti
ion peut étre donnée pour plusieurs types de charges.

arges de protection contre les perturbations

brmations permettant de calculer les marges de protection contre les pertu
ANt les mémoirés)sont données dans les articles 5 et 6 (voir aussi 13.2 de la sect

11.3 |

erconnexions de circuits similaires

Des exemples de fonctionnements logiques (par exemple: OU-céblé) qui peuvg
effectuds en.interconnectant des mémoires semblables doivent étre donnés.

tations)
a deux
nditions

horloge

attente.

ble aux

b, Cette

rbations
on un).

ent  étre

11.4 Type de circuit de sortie

Les informations doivent étre données sur le type de circuit de sortie, par exemple: trois états,
collecteur ouvert, drain ouvert, «push-pull».

11.5 In

terconnexions avec d'autres types de circuits

S'il y a lieu, des détails sur les interconnexions avec d’autres circuits, par exemple: amplificateurs

de lectu

re, «buffers», doivent étre donnés.

12 Précautions de manipulation

Voir la CEI 60747-1, chapitre IX.


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

60748-2 © IEC:1997 - 183 -

8 Power or current drawn from each supply (static operation)

Maximum values of current into each supply terminal under worst-case conditions and for both
active and standby modes if these are significantly different from each other. The typical values
under nominal operating conditions should also be given.

9 Power or current drawn from each supply (dynamic operation)

Curve(s) showing the typical values of current required from the power supply(ies) versus the
pulse repetition frequency, or typical values at two specified pulse repetition frequencies. This
(these) Fhall be given under specified recommended operating conditions.

Where pppropriate, the above information shall be given for clock inputs acting ag pulsed
power sppplies.

Where appropriate, this information shall also be given for standby operation.

10 Meghanical ratings, characteristics and other data

Any spgcific mechanical or environmental ratings applicable to the integrated circuit memory
shall be|stated. (See also clause 7, chapter VI, of IEC 60724/-1.)

11 Supplementary information

11.1 Optput loading capability

The makimum number of specified loads.that can be driven from each output. This infgrmation
may be [given for more than one type of load.

11.2 Npise margins

Information about the memory that enables noise margins to be calculated is given in clauses 5
and 6 (qee also 13.2 of seection one).

11.3 Interconnections ‘of similar units

Examples of \logic operations (for example, wired-OR) that may be performned by
interconnecting similar memory units shall be stated.

11.4 Typeofoutputeirett

Information shall be given regarding the type of output circuit, for example, three-state, open-
collector, open-drain, push-pull.

11.5 Interconnections to other types of circuits

Where appropriate, details of the interconnections to other circuits, for example, sense
amplifiers, buffers, shall be given.

12 Handling precautions

See IEC 60747-1, chapter IX.
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B. Mémoires a lecture seule a contenu programmable par I'utilisateur

Le contenu de cette sous-section est destiné a caractériser les mémoires a lecture seule a
contenu programmable et reprogrammable, ces derniéres étant:

— soit effacables par ultraviolet et programmables électriguement;
— soit effagables électriquement et programmables électriquement.

1 Identification et description du circuit

Les stipulations de l'article 1 de la section un du chapitre |l s’appliguent, avec |'addition
suivantg en 1.2 (Technologie):

«On doit indiquer également des détails sur le type de cellule de stockage: matrice de| diodes,
liaison gar fusion, type d’injection par avalanche dans la grille flottante, etc.»

2 Spécifications fonctionnelles

2.1 Schéma synoptique

Un schgma synoptique ou une information équivalente sur Je circuit intégré numérique foit étre
donné.

Le schéma synoptique doit permettre d’identifier la_fonction de chaque connexion exferne et,
lorsqu’ill n’y a pas de risque d’ambiguité, indiquer également les numéros des bofnes. Si
I’encapgulation comporte des parties métalliques; toute connexion des bornes extérjeures a
ces paities doit étre précisée. On doit indiquer les connexions avec tous les gléments
électriglies externes associés, si c’est nécessaire.

Comme| information supplémentaires:-on peut reproduire le schéma électrique [complet
comprenant les éléments parasites-importants, mais sans indiquer nécessairement les| valeurs
des conjposants du circuit.

Le schéma synoptique deits étre suffisamment détaillé pour permettre l'identification des
différentes unités fonctionnelles a I'intérieur de la mémoire (par exemple: décodage d’'adresse,
autorisdtion d’adressage, circuits «buffers» de sortie, circuits de programmation et
d’effacgment, etc.). aiisi que celle de leurs connexions externes.

2.2 ldgntification des bornes

Les borpes_suivantes doivent étre identifiées sur le schéma synoptique:

a) bornes d’alimentation, c’est-a-dire les bornes prévues pour étre connectées aux
alimentations;

b) bornes d’entrée ou de sortie, c’'est-a-dire les bornes vers lesquelles ou a partir desquelles
les signaux circulent. Le terme «signal» comprend & la fois I'impulsion et des formes d’onde
plus complexes;

c) bornes d’entrée/sortie, c’est-a-dire les bornes qui peuvent, a différents instants, faire office
de bornes d’entrée ou de sortie;

d) bornes de sortie en troisieme état, c’est-a-dire les bornes de sortie qui peuvent étre
commandées de fagcon a présenter un état a haute impédance;

e) bornes a fonctions multiples, c’est-a-dire les bornes utilisables a différents instants pour
différentes fonctions, par exemple programmation et effacement.
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B. Field-programmable read-only memories

The material in this sub-section is intended to cover programmable and reprogrammable read-

only me

— eithe

mories, the latter being:

r ultraviolet erasable and electrically programmable;

— or electrically erasable and electrically programmable.

1 Circuit identification and description

The provisions of clause 1 of section one of chapter Il apply, together with the following

addition

"This st

to 1.2 (Technology):

htement shall also include details of the type of storage cell: diode matrix, fus

floating{gate avalanche-injection type, etc."

2 Fun

ctional specifications

2.1 BIdck diagram

A block

diagram or equivalent circuit information of the digital integrated circuit shall be

The blgck diagram shall identify the function of each external connection and, w,

ambigui
parts,

y may occur, can also show the terminal numbers. If the encapsulation has
y connection to them from external terminals should be indicated. The con

with any associated external elements shall be stated, where necessary.

As add

Itional information, the completeelectrical diagram can be reproduced,

necessgrily with indications of the values™of the circuit components.

The blo

Ck diagram shall be sufficiently detailed to enable the individual functional uni

the memory (for example, ("address decode, chip enable, "buffer" output
progranjming/erasing control- circuits, etc.) to be identified, together with their

connect

ons.

2.2 ldgntification of terminals

The foll

a) supp
b) input

bwing terminals shall be identified on the block diagram:

y terminals, that is, terminals intended to be connected to the power supplies;

ocvoutput terminals; that is, terminals into which or out of which signals are

ble link,

given.

here no
metallic
hections

but not

s within
circuits,
external

passed;

The term "signal” includes both pulse and more complex waveforms;

c) input/output terminals, that is, terminals that may function at different times as input or
output terminals;

d) three-state output terminals, that is, output terminals that may be controlled to give a high-

impe

dance condition;

e) multi-functional terminals, that is, terminals that may be used at different times for different
functions, for example, programming and erasing.
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2.3 Description fonctionnelle

Les fonctions réalisées par le circuit doivent étre spécifiées et les informations suivantes
doivent étre données:

a) nombre total de bits d'information pouvant étre stockés dans le circuit-mémoire;
b) nombre de bits par mot d’'information pouvant étre stockés dans le circuit-mémoire;
c) méthode d’adressage en mode de lecture;

d) fonction(s) attribuée(s) a chaque borne, indication de chaque signal de commande et
séquences d’opérations ou d'instructions nécessaires;

e) méthodes de programmation;

f) méthpde deffacement du contenu de toute la memoire ou d' Une parte de celle-cl;
g) nivegu de sortie a I'état non programmé.

3 Valdurs limites

Les stippulations de I'article 3 de la section un du chapitre 11l s’appliquent;\il faut leur ajputer ce
qui suit:

a) en 3|2.1: «... Les valeurs des dépassements permis, leur durée et le facteur d’ufilisation
doivgnt étre indiqués.»;

b) nouvpau paragraphe 3.5: «Nombre maximal de cycles, dé programmation — effacement
autollisé (s'il y a lieu).»

4 Mode de lecture

4.1 Copditions de fonctionnement recommande€es (dans la gamme des températures
de|fonctionnement spécifiée)

Voir 'arficle 4 de la section un du chapitrelll.
4.2 Calactéristiques électriques statiques

On doit jndiquer les caractéristiques électriques suivantes:
a) Courpnts d’entrée et de sortie

— Pour les circuits intégrés bipolaires, les exigences de I'article 5 et de 5.3 de la sefction un
dy chapitre Ilkstappliquent.

— Pour les eircuits intégrés MOS, les exigences de l'article 6 et de 6.2.1 et 6.2[2 de la
section.un-du chapitre Il s’appliquent.

b) Tensjons'd’entrée et de sortie

a—selction un

du chapitre 1l s’appliquent.

— Pour les circuits intégrés MOS, les exigences de l'article 6 et de 6.1 de la section un du
chapitre Ill s’appliquent.

c) Tension(s) d’écrétage a I'entrée

Les exigences de 5.2 de la section un du chapitre Il s’appliquent.
d) Courant(s) de court-circuit en sortie

Valeurs maximale et/ou minimale.

e) Courants de fuite d’entrée et de sortie (s'il y a lieu)

Valeurs maximales.

f) Capacités d’entrée et de sortie

Valeurs typigues et maximales dans des conditions spécifiées.


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

60748-2 © IEC:1997 - 187 -

2.3 Functional description

The functions performed by the circuit shall be specified and the following information shall be
stated:

a) the total number of bits of information capable of being stored in the memory circuit;

b) the number of bits per word capable of being stored in the memory circuit;

c) the method of addressing for read mode;

d) the function(s) performed by each terminal, together with a statement of each control signal
required, and the necessary sequence of operations or instructions;

e) the method of programming;

f) the rmethod of erasing the contents of the whole memory or a selected part of It;
p

g) outplit level in the unprogrammed state.

3 Ratipgs (limiting values)

The proyisions of clause 3 of section one, chapter Ill, apply, and the following shall be gdded:

a) in supclause 3.2.1: "..., then the permissible excess values, theif duration and the duty cycle
shall[be stated";

b) new [sub-clause 3.5: "Maximum number of programming-erasing cycles permitted (where
appropriate)".

4 Rea@l mode

4.1 Repommended operating conditions (within-the specified operating
temmperature range)

See clayise 4 of section one, chapter Ill.

4.2 Stgtic electrical characteristics
The follpwing electrical characteristics shall be stated:

a) Input and output currents

— For bipolar integrated circuits, the requirements of clause 5 and subclausq 5.3 of
chapter Ill, section one, apply.

— For MOS jntegrated circuits, the requirements of clause 6 and subclause 6.2.1 ahd 6.2.2
off chaptertl, section one, apply.

b) Inpuf and-eutput voltages

F b ] At ol H Ho- +h H + £ ] [ Al hbal 5 1 f
- Ul lJIlJUIClI IIILCBIGLCU CITUUTLS, irc ICqUIICIIICIILD Ul CiAdAUOoT J dilu oSsuvliduo . 0

chapter Ill, section one, apply.

— For MOS integrated circuits, the requirements of clause 6 and subclause 6.1 of
chapter Ill, section one, apply.

c) Input clamping voltage(s)

The requirements of subclause 5.2 of chapter Ill, section one, apply.
d) Output short-circuit current(s)

Maximum and/or minimum values.

e) Input and output leakage currents (where appropriate)

Maximum values.

f) Input and output capacitances

Typical and maximum values under specified conditions.
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4.3 Caractéristiques électriques dynamiques
4.3.1 Généralités
Les exigences de l'article 7 de la section deux (sous-section A) du chapitre Ill, concernant les

valeurs de tensions d’alimentation et de températures de fonctionnement pour la mesure des
caractéristiques électriques dynamiques, s'appliquent.

4.3.2 Temps caractérisant la réponse du circuit

On doit indiquer les caractéristiques suivantes. Elles sont destinées a s'appliquer au circuit
meémoire aprés qu'il a été programmé.

a) Temps d’acces

Les exigences de 7.1.1 de la section deux du chapitre Il s’appliquent.
b) Temps d’inhibition en sortie

Les exigences de 7.1.3 de la section deux du chapitre Il s’appliquent.
c) Temps de maintien de la validation de I'information en sortie
Valeur(g) minimale(s) aprés la fin de chaque signal d’autorisation.

d) Temps de transition

Les exigences de 7.1.4 de la section deux du chapitre Il s’appliquent.

4.4 Exigences de temps
S’il y a ljeu, on doit indiquer I'un — ou tous — des temps' suivants:

a) Temps de préparation

Valeur($) minimale(s).

(Par exg¢mple: temps de préparation adresse/autorisation.)
b) Temps de maintien

Valeur(§) minimale(s).

(Par ex¢mple: temps de maintien’adresse/autorisation.)

c) Temps de cycle de lectGre

Valeurs|minimale et/ou’maximale.

5 Mode de progrtammation

5.1 Prqcédure de programmation

On doit IMdiquer fa procedure de programmation recommandee. iy a lieu, on doitindiquer la
meéthode et les conditions de vérification pendant la programmation (par exemple: tension de
lecture, caractéristiques statiques et dynamiques des impulsions de programmation, nombre
des impulsions de programmation, etc.).

S’il est nécessaire de procéder a un effacement avant la programmation, cela doit étre spécifié.

5.2 Conditions de programmation recommandées

On doit indiquer les conditions spécifiées pour la programmation en accord avec l'article 4 de
la section un du chapitre III.

Si la gamme de températures a utiliser pour la programmation difféere de celle pour le
fonctionnement, elle doit étre spécifiée.
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4.3 Dynamic electrical characteristics
4.3.1 General

The requirements of clause 7 of chapter Ill, section two (subsection A), concerning the
conditions of supply voltages and operating temperatures applicable to dynamic electrical
characteristics, apply.

4.3.2 Times characterizing the response of the circuit

The following electrical characteristics shall be stated. They are intended to apply to the
memory circuit after it has been programmed.

a) Accepss times

The requirements of subclause 7.1.1 of chapter Ill, section two, apply.

b) Outppt disable time(s)

The reglirements of subclause 7.1.3, chapter Ill, section two, apply.

c) Outpput data-valid time(s)

Minimum value(s) from the end of each relevant enable and/or sele’ct)signal.
d) Trangition times

The requirements of subclause 7.1.4 of chapter Ill, section two; apply.

4.4 TirIing requirements

Where appropriate, any or all of the following timingirequirements shall be stated:

a) Set-yp times

Minimum value(s).

(For example, "Address" before "Enable’ set-up time.)
b) Hold|times

Minimum value(s).

(For exdmple: "Address" after"Enable"” hold time.)

c) Read cycle time

Minimum and/or maximum values.

5 Programmingymode

5.1 Prqgramming procedure

The recommended programming procedure shall be stated. Where appropriate, the verification
method and conditions (for example, sense voltage, static and dynamic characteristics of the
programme pulses, number of programme pulses) during programming shall be stated.

If an erasing procedure is necessary before programming, it shall be specified.

5.2 Recommended programming conditions

The specified conditions for programming shall be stated in accordance with clause 4 of
section one of chapter Ill.

When the temperature range to be used for the programming procedure is different from the
operating temperature range, this shall be specified.
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On doit indiquer les valeurs maximales et/ou minimales pour les conditions et/ou les
caractéristiques électriques suivantes:

a) courant(s) et/ou tension(s) d’alimentation lorsqu’on applique I'impulsion de programmation;

b) courant(s) et/ou tension(s) de programmation a des bornes spécifiées auxquelles on

appli

gue I'impulsion de programmation;

c) courant(s) et/ou tension(s) d’entrée a toutes les bornes lors de la commande de
programmation.

5.3 Exigences de temps

5.3.1 Dispasitifs avec haornes de programmation séparées
On doit donner un chronogramme et les exigences de temps suivantes:
i) Durép (largeur) de I'impulsion de programmation Valeurs minimale et maximale
ii) Temps de croissance de I'impulsion
de pfjogrammation Valeurs minimale et/ou maxXimale
iii) Temps de décroissance de I'impulsion
de pfjogrammation Valeurs\uminimale et/ou maxXimale
iv) Factgur d'utilisation des impulsions (s'il y a lieu) Valeur'maximale
v) Temps de préparation:
On doit donner les valeurs minimales des temps de préparation suivants:
a) adresse/début d'impulsion ou d’autorisation deprogrammation (voir note);
b) entrée d'information/début d’'impulsion ouxd’autorisation de programmation (voir note);
c) aytorisation de programmation/impulsion de programmation (s’il y a lieu).
vi) Temps de maintien:
Valeurs|minimales des temps de maintien suivants:
a) adresse/fin d'impulsion o0 d*autorisation de programmation (voir note);
b) entrée d'information/fin d’impulsion ou d’autorisation de programmation (voir notg);
c) adresse/fin d’entrée d'information;
d) aytorisation detprogrammation/fin d’'impulsion de programmation (s'il y a lieu).
NOTE - Le choix entre~«<impulsion de programmation» et «autorisation de programmation» comme imgulsion de
référence| dépend (de) celle qui devient inactive la premiere, et il convient que cela soit en accordl avec le
chronogrgmme indigqué.

5.3.2 Qispositifs sans bornes de programmation séparées

Exigenc

6 Mod

es a I'étude.

e d’effacement (si applicable)

La procédure d'effacement et la gamme des températures pour laquelle cette opération a lieu

doivent

6.1 Mé

étre indiquées.

moires effagcables électriquement

6.1.1 Conditions d’effacement recommandées

On doit indiquer les conditions électriques suivantes pendant I'effacement, avec des valeurs

maxima

les et/ou minimales:
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The following electrical conditions and/or characteristics shall be stated with maximum and/or
minimum values:

a) power supply current(s) and/or voltage(s) when the programme pulse is applied;

b) programming current(s) and/or voltage(s) at specified terminals to which the programme
pulse is applied;

c) input current(s) and/or voltage(s) at any terminal for programming control.
5.3 Timing requirements

5.3.1 Devices having separate programme terminal(s)

A timind diagram shall be given, and the following timing requirements stated:

i) Progfamme pulse duration (width) Minimum and maximum values

i) Progfamme pulse rise time Minimum and/or maximum values
iii) Progfamme pulse fall time Minimum and/or maximum values
iv) Progfamme duty cycle (where appropriate) Maximum value

V) Set-yp time:
Minimum values shall be stated for the following set-up times:
a) address before programme pulse or programme enable (see note);
b) d4qta-in before programme pulse or programme enable (see note);
c) prnogramme enable before programme pulse (where appropriate).
vi) Hold[times:
Minimum values should be stated for the following hold times:
a) address after end of programme pulse,;or programme enable (see note);
b) data-in after end of programme pulse or programme enable (see note);
c) address after end of data-in;
d) programme enable after end of programme pulse (where appropriate).

NOTE - The choice of "programme* pulse" or "programme enable" as the reference pulse depends on yhich one
becomes Jinactive first, and this should be in accordance with the given timing diagram.

5.3.2 Devices without(separate programme terminals

Requirements are/under consideration.

6 Eraging'mode (if applicable)

The erasing procedure and the range of operating temperatures at which this operation may be
carried out shall be stated.

6.1 Electrically erasable memories
6.1.1 Recommended erasing conditions

The following electrical conditions during erasing shall be stated, with maximum and/or
minimum values:
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a) courant(s) et/ou tension(s) d'alimentation, lors de I'application de I'impulsion d’effacement;

b) courant(s) et/ou tension(s) d’effacement aux bornes spécifiées auxquelles I'impulsion
d’effacement est appliquée;

c) courant(s) et/ou tension(s) d’entrée aux autres bornes utilisées pour I'effacement.

NOTE - Lorsque la gamme de températures utilisée pour la procédure d’effacement est différente de la gamme de
températures de fonctionnement, cela doit étre spécifié.

6.1.2 Exigences de temps (pour I'effacement)
6.1.2.1 Dispositifs avec bornes d’effacement séparées

On doit donner les exigences de temps suivantes:

i) Durép (largeur) de I'impulsion d’'effacement Valeurs minimale et maximale
ii) Temps de croissance de I'impulsion

d’effacement Valeurs minimale et/ou maximale
iii) Temps de décroissance de I'impulsion

d’effIcement Valeurs minimale.et/ou maximale
iv) Facteur d'utilisation d’effacement (s'’il y a lieu) Valeur maximale

v) Temps de préparation:
— adresse/début de I'impulsion d’effacement Valeuryminimale

— aytorisation/début de I'impulsion d’effacement
(s[il y a lieu) Valeur minimale

vi) Temps de maintien:
— adresse/fin de I'impulsion d’effacement Valeur minimale

— aytorisation/fin de I'impulsion d’effacement
(sfil 'y a lieu) Valeur minimale

6.1.2.2 |Dispositifs sans bornes d’effacement séparées

Exigences a I'étude.

6.2 Mémoires effacables par ultraviolet
6.2.1 (Qonditions d’effacement recommandées
On doit jndiquer les‘grandeurs suivantes, avec leurs tolérances:

a) longueur d’onde de la lumiére ultraviolette;
b) intenkité de la lumiére ultraviolette sur la fenétre transparente du boitier;

C) temps—exposition-
7 Nombre de cycles de programmation-effacement

On doit indiquer le nombre minimal de cycles de programmation-effacement pouvant étre
effectués dans des conditions de fonctionnement spécifiées.

NOTE — Ce nombre dépend des conditions d’impulsion de programmation et/ou d’effacement, du temps et de la
température de fonctionnement.
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a) power supply current(s) and/or voltage(s), when the erase pulse is applied;

b) erasing current(s) and/or voltage(s) at specified terminals to which the erase pulse is
applied;

c) input current(s) and/or voltage(s) at any terminal used for an erasing operation.

NOTE - When the temperature range to be used for the erasing procedure is different from the operating
temperature range, this should be specified.

6.1.2 Timing requirements (erasure)
6.1.2.1 Devices having separate erase terminals

The following timing requirements shall be stated:

i) Erase pulse duration (width) Minimum and maximum-yalpies

ii) Erase pulse rise time Minimum and/or maximum yalues
i) Erase pulse fall time Minimum and/or-maximum yalues
iv) Erase duty cycle (where appropriate) Maximum value

v) Set-yp times:
— address before start of erase pulse Minimum.value
— enable before start of erase pulse (where appropriate) Minimum value
vi) Hold[times:
— address after end of erase pulse Minimum value

— enable after end of erase pulse (where appropriate) Minimum value
6.1.2.2 |Devices without separate erase terminals

Requirements are under consideration.

6.2 Ultraviolet erasable memories
6.2.1 Recommended erasing conditions
The follpwing quantities, with their tolerances, shall be stated:

a) ultrayiolet light wavelength;
b) ultrayiolet light intensity on the transparent window of the case;
C) expopure time.

7 Numlber\of programming-erasing cycles

The minimum number of programming-erasing cycles that can be achieved for specified
operating conditions shall be stated.

NOTE — This number is likely to be a function of the programme and/or erase pulse conditions, the operating time
and temperature.


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

- 194 - 60748-2 © CEI:1997

8 Informations concernant la rétention des données

S'il y a lieu, par exemple pour les mémoires a lecture seule & contenu programmable
électriqguement et effacables électriguement, on doit donner les informations suivantes
concernant la rétention des données:

a) nombre maximal des opérations de lecture possibles;

b) temps minimal de rétention des données.

9 Puissance ou courant fourni par chaque alimentation (cas du

fonc

Valeurs
cas, po

[FaYalaVa¥aal

TOTIITCTTT

maximales du courant dans chaque borne d’'alimentation dans les conditions
ir le mode actif et pour la position attente si elles sont nettement différentes.

également les valeurs typiques dans les conditions normales de fonctionnement.

10 Pu

ssance ou courant fourni par chague alimentation (cas du

fonlctionnement dynamique)

Courbe
des fré

s) donnant les valeurs typiques du courant exigé de, laou des alimentations en
juences de répétition des impulsions, ou valeurs typiques a deux fréque

répétitign d'impulsions spécifiées. Celles-ci doivent étresindiquées, pour information, d

conditio

Sl y 4

hs spécifiées de fonctionnement recommandé:

lorsqu’e]les jouent le réle d’alimentations pulsées.

S’il y 4] lieu, cette information doit étre\‘aussi donnée pour le fonctionnement en

d’attentg

11 Va

On doit
mémoir

article 7).

17

leurs limites et caractéristiques mécaniques et autres données

donner toute valeur limite spécifique, mécanique ou d’environnement, applicé
ps a lecture s€ule”a contenu programmable (voir aussi la CElI 60747-1, cha

12 Infgrmatiens supplémentaires

de pire
Donner

fonction
hces de
ans des

| lieu, les informations ci-dessus daivent aussi étre données pour les horloges

position

ble aux
bitre VI,

12.1 Facteur de charge de sortie

Nombre maximal de charges spécifiées qui peuvent étre connectées a chaque sortie. Cette
information peut étre donnée pour plusieurs types de charges.

122 M

arges de protection contre les perturbations électriques

Des informations permettant de calculer les marges de protection contre les perturbations
concernant les mémoires a lecture seule a contenu programmable sont données en 13.2 de la

section

un du chapitre Ill.

12.3 Interconnexions de circuits similaires

On doit donner des exemples de fonctionnement logiques (par exemple OU-cablé) qui peuvent
étre effectués en interconnectant des mémoires semblables.
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8 Data retention information

Where appropriate, for example for electrically erasable and electrically programmable read-

only me

a) maxi

mories, the following data retention information shall be stated:

mum number of read operations;

b) minimum data retention time.

9 Pow

Maximu
active
normal

10 Po

Curve(s
repetitig
shall be

Where

supplieg.

Where appropriate, this information shall also be givien for standby operation.

11 Me

Any spe
memory

12 Su

12.1 O

The ma
may be

12.2 E

er or current drawn from each supply (static operation)

nd standby mode if these are significantly different from each other. Typical \vj
bperating conditions shall also be given.

ver or current drawn from each supply (dynamic operation)

showing typical values of current required from the power supply(ies) versus t
n frequencies or typical values at two specified pulse repetition frequencies

hppropriate, the above information shall be givenifor clocks acting as pulse

chanical ratings, characteristics and other data

cific mechanical or environmental ratings applicable to the programmable r¢
shall be stated (see also chapter VI, clause 7, of IEC 60747-1).

bplementary information

utput loading capability

Kimum numpber of specified loads that can be driven from each output. This infg
given formore than one type of load.

ectrical noise margins

given for specified recommended operating conditions foriinformation purposesg.

for both
alues at

he pulse
. These

H power

pad-only

rmation

Information about the programmable read-only memory that enables noise margins to be
calculated is given in 13.2 of section one of chapter Ill.

12.3 In

terconnections of similar units

Examples of logic operations (for example wired-OR) that may be performed by interconnecting
similar memory units shall be stated.
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12.4 Type de circuit de sortie

Des informations doivent étre données sur le type de circuit de sortie, par exemple: trois états,
collecteur ouvert, drain ouvert, «push-pull» (totem-pole).

12.5 Interconnexions a d'autres types de circuits

Des détails sur les interconnexions aux autres circuits, par exemple: amplificateurs de lecture,
«buffers», doivent étre donnés.

13 Précautions de manipulation

S’il y a ljeu, on doit donner les informations suivantes:
a) les grécautions de manipulation, indiquées dans la CEl 60747-1, chapitfe 'IX, pour les
mémjoires a lecture seule a contenu programmable sensibles aux charges.éléctrostatiques;

b) les grécautions nécessaires pour éviter des tensions anormalement“élevées pendant la
progfammation;

c) les [conditions spéciales aprés programmation, par exemple recouvrir la | fenétre
trangparente pour éviter I'exposition a une lumiére accidentellé/dans le cas de mémoires a
lectufe seule effacables par ultraviolet;

d) les pfécautions a prendre contre les rayonnements électromagnétiques et nucléaireq.
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12.4 Type of output circuit

Information shall be given regarding the type of output circuit, for example, three-state, open-
collector, open-drain, push-pull (totem-pole).

12.5 Interconnections to other types of circuits

Where appropriate, details of the interconnections to other circuits, for example, sense
amplifiers, buffers, shall be given.

13 Handling precautions

Where zl\ppropriate, the following information shall be stated:

a) handling precautions, as in IEC 60747-1, chapter IX, for electrostatic gensitive
progfammable read-only memories;

b) precqutions necessary to avoid excessively high voltages during programming;

c) spec|al conditions after programming, for example, covering the)transparent wihdow to
prevént the exposure to detrimental light in the case of ultraviolet erasable r¢ad-only
memfries;

d) precqutions to be observed against electromagnetic and nuclear radiation.
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C. Mémoires a contenu adressable (CAM)

1 Identification et description du circuit

Les stipulations de I'article 1 de la section deux A s'appliquent.

2 Spécifications fonctionnelles

2.1 Schéma fonctionnel

H | (] o4 (] 1 FH (] A 1 | b
Les stipptationsdu2-1detasectiondeuxAsapptiquent:

Dpnnées entrée/sortie Instruction

I l

Bloc opérationnel

Bloc de contrble

des bits
A
v v v
Réseau Bloc opérationnel Bloc opérationnel
de cellules des mots des adresses
A
v v
Drapeaux des.mots Adresses des
assegciés entrées/sorties

IEC 1712/9

Figure 46 — Exemple‘d'un schéma fonctionnel d'une mémoire
a contenu adressable (CAM)

2.2 Degpcription fonctionnelle
Les stipplations du 212 de la section deux A s'appliquent, avec en plus:

f) le nonbre debifs masquables par mot qui peuvent étre recherchés dans le circuit de mémoire;
g) le nombre-de bits de données interrogatives;

h) le nombfe de bits de sorties de I'adresse correspondant au mot associé;

i) le nombre de bits d'instruction;

j) le nombre de bits de drapeau de mots associés qui indique I'existence de mots associables.
2.3 Jeu d'instructions

Une liste compléte des instructions qui peuvent étre effectuées par la mémoire doit étre donnée.
Le jeu d'instructions suivant doit étre donné:

a) le code d'instruction;
b) l'instruction mnémotechnique;
c) la ou les opérations qui résultent de I'exécution des instructions;

d) le nombre de coups d'horloge pour chaque instruction.


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

60748-2 © IEC:1997

- 199 -

1 Circuit identification and description

The provisions of clause 1 of section two A apply.

2 Functional specifications

2.1 Block diagram

The pro

C. Content addressable memories (CAM)

Data I/O

|

Bit operation
block

visions of 2.1 of section two A apply.

Instruction

l

Control block

Cell array

Fi

2.2 Fu

The pro

hctional description

Word operation
block

v

Matchedwiord flags

Address operation
block

A

v
Adresses I/O

IEC 1711/9

jure 46 — Example of a block diagram of content addressable memory (CAM)

visions of 2.2 of section two A apply, together with the following:

f) the number of tnaskable bits per word capable of being searched for in the memory

g) the number ef-bits of interrogative data;

h) the number of output bits of address corresponding to a matched word;

i) the numberofinstruction-bits;

Circuit;

j) the number of matched word flag bits which indicate the existence of matched words.

2.3 Instruction set

A comprehensive list shall be given of the instructions that may be performed by the content
addressable memory.

The following instruction set shall be given:

a) the instruction code;

b) the instruction mnemonic;
c) the operation(s) that result from the execution of the instructions;

d) the number of clock cycles for each instruction.
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2.4 Mode d'opération
2.4.1 Mode recherche
Le mode recherche qui peut étre effectué doit étre indiqué, par exemple:

a) recherche égale;
b) recherche masquable ou inmasquable;
c) recherche relationnelle par opération itérative bit séries.

2.4.2 Mode lecture

Le mod¢ lecture suivant doit étre indiqué:

a) donnge de sortie utilisant une adresse;
b) donnge de sortie correspondant a un mot associé;

c) adregse de sortie correspondant a un mot associé.
2.4.3 Mode écriture
Le mod¢ écriture suivant doit étre indiqué:

a) donnge d'écriture utilisant une adresse;

b) donnge d'interrogation pour I'écriture;

c) écrityre de donnée de masquage;

d) donnge d'écriture pour un mot simple associé;

e) donnge d'écriture paralléle simultanée de maots multiples associés ou seuls.

écupération des informations périmiées
ion de récupération des informations périmées suivante doit étre indiquée pour
a) tous Jes mots;

b) tous Jes mots incomplets correspondant & des mots seuls ou associés.

3 Les ptipulations des-articles 3 & 6 de la section deux A s'appliquent

4 Les ptipulations de l'article 7 et du 7.1 de la section deux A s'appliquent a
I'exception-du 7.1.1 qui est remplacé par ce qui suit:

7~1.1 Temps d'acces

a) temps d'accés de lecture des données;
b) temps d'accés des adresses de lecture;
c) temps d'accés du drapeau des mots associables.

Les valeurs maximales de chacun de ces temps d'acces doivent étre indiquées.

5 Les stipulations des 7.2 et 7.3 de la section deux A s'appliquent.

6 Les stipulations des articles 8 a 12 de la section deux A s'appliquent.
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2.4 Operation mode

241 S

earch operation

The search operations that can be performed shall be stated, for example:

a) equa

| search;

b) maskable and/or unmaskable search;

c) relati

onal search by iterative bit-serial operation.

2.4.2 Read operation

The foll

a) data
b) data
c) addr

243 W
The foll

a) data
b) inter
c) maskK
d) data
e) simu

2.4.4 Q@
The foll

a) all w

bwing read operation shall be given:

output using address;
output corresponding to a matched word;
bSS output corresponding to a matched word.

rite operation
bwing write operation shall be given:

writing using address;
ogative data writing;
data writing;
writing to a single matched word;
taneous parallel data writing to multiplematched or unmatched words.

arbage collection
pwing garbage collection operation shall be given:

prds;

b) partigl word(s) correspondingto matched or unmatched word(s).

3 The

4 The
excs

provisions of claduses 3 to 6 of Section Two A apply.

provisions of clause 7 and 7.1 of Section Two A apply with the
ption<ef7.1.1 which is replaced by the following:

7v1.1  Access time

5 The

6 The

a) data read access time;

b) address read access time;

¢) matched word flag access time.

Maximum values shall be stated for each of these access times.

provisions of 7.2 and 7.3 of Section Two A apply.

provisions of clauses 8 to 12 of Section Two A apply.
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SECTION TROIS - MICROPROCESSEURS A CIRCUIT INTEGRE

Cette section s’applique aux microprocesseurs comportant un seul circuit intégré. Elle peut
également s’appliqguer a un ensemble de circuits intégrés constituant une fonction
microprocesseur, mais ne s’'applique pas nécessairement aux circuits intégrés considérés
individuellement dans un tel ensemble.

1 Identification et description du circuit

Les stipulations de I'article 1 de la section un du chapitre Ill s’appliquent, ainsi que ce qui suit:

1.4 Compatibilité électrique

On doif] indiquer si le circuit intégré est compatible électriqguement avec d’autres| circuits
intégrég particuliers ou familles de circuits intégrés, ou si des circuits d’interface spéciqux sont
nécessgires. On doit donner des détails sur le type de circuit de sortie, par exemgle: trois
états, collecteur ouvert, etc.

2 Spégifications fonctionnelles

2.1 Schéma synoptique

Les stippulations de 2.1 de la section un du chapitre Il s'@ppliquent, ainsi que ce qui suif:

Le schéma synoptique doit étre suffisamment. détaillé pour permettre I'identification des
différenfes unités fonctionnelles du microprocesseur affectées par I'’exécution des instjuctions,
y comprjs les blocs fonctionnels qui sont programmables par I'utilisateur (par exemple: [féseaux
logiqueg programmables, mémoire a lecture seule, etc.). On doit également indiquer les
principales liaisons entre les unités fonctiahnelles ainsi que l'identification de leurs cornexions
externes.

211

dentification des bornes
On doit jdentifier les bornes‘suivantes sur le schéma synoptique:

— borngs d’alimentatian, c’est-a-dire les bornes devant étre connectées aux alimentatipns;

— borngs d’entrée@u*de sortie, c’est-a-dire bornes vers lesquelles ou a partir desquelles les
signdux se propagent. Le terme «signal» signifie aussi bien impulsion que formg d’onde
plus pomplexe;

— borngs d'entrée/sortie, c’est-a-dire bornes qui peuvent étre a des instants différents|entrées
ou sqrties;

— bornes de sortie «trois états», c’'est-a-dire bornes de sortie qui peuvent étre commandées
pour présenter un état a haute impédance.

2.2 Description fonctionnelle
On doit donner les informations suivantes:

a) longueur du mot traité (dimensions en nombre de bits);

b) longueur d’adressage pour chaque type de mémoires pour lesquelles un procédé séparé de
traitement est utilisé, par exemple: mémoire externe ou interne, mémoire a lecture-écriture,
mémoire a lecture seule;

longueur en bits du mot adressé dans chaque type de mémoires, s'il est différent de celui
indiqué au point a).

c) taille en bits de I'adresse;


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

60748-2 © IEC:1997 - 203 -

SECTION THREE - INTEGRATED CIRCUIT MICROPROCESSORS

This section applies to microprocessors consisting of a single integrated circuit. It can also
apply to an assembly of integrated circuits designed to function as a microprocessor; but it

does no

t necessarily apply to the individual integrated circuits in such an assembly.

1 Circuit identification and description

The provisions of clause 1 of section one, chapter Ill, apply, together with:

1.4 EI

It shall
integrat
Details

2 Fun

2.1 Blg

The pro

The blo
the mic|
includin
arrays,

identific

211

d

The foll

— supp

— input
"sign

— input

Fact [l failoilis
oiareal bUIIIlJaLIIJIIIL_y
be stated whether the integrated circuit is electrically compatible with othe? p

bd circuits or families of integrated circuits or whether special interfaces\are r
Ehall be given of the type of output circuit, for example, three-state, open-collec

ctional specifications

ck diagram

visions of 2.1 of section one, chapter Ill, apply, together with the following:

Ck diagram shall be sufficiently detailed to enable the individual functional uni

j the functional blocks that are user-programmable (for example, programma
read-only memory, etc.). The main data-paths between the functional units
Ation of their external connections shall also be shown.

entification of terminals
bwing terminals shall be identified on the block diagram:

y terminals, that is, terminals intended to be connected to the power supplies;

or output terminals,.\that is, terminals into which or out of which signals pass. T
al" includes pulsé and more complex waveforms;

output terminals, that is, terminals that may function at different times as

outpuit terminalsj

— three
impe

-state qutput terminals, that is, output terminals that may be controlled to give
dance condition.

2.2 Fu

articular
equired.
or, etc.

s within

foprocessor that are affected by the execution of the instructions to be identified,

ble logic
and the

he term
input or

a high-

Nctional description

The following information shall be given:

a) size,

in bits, of word that is processed:

b) memory addressing range for each type of memory for which a separate addressing
procedure is used, for example, external or internal memory, read/write or read-only

mem

ory,

size, in bits, of word addressed in each type of memory, where this is different from that in

item

C) size,

a);
in bits, of the address;
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nombre, types et dimensions en bits et mots des registres internes aussi bien adressables
par programme qu'autrement, par exemple: registre(s) de travail, accumulateur(s),
registre(s) d’'index, compteur ordinal, pointeur de pile, registres d’état interne, unité logique
et arithmétique, registre de condition;

NOTE - Le registre de condition donne des informations sur le résultat des opérations arithmétiques ou logiques,
tel que: résultat nul, parité, signe, report, dépassement de capacité, etc.

e)

f)
9)
h)
)
k)

2.3 Jeyx d’'instructions

mode d'adressage des mémoires, par exemple: immédiat, direct, relatif, indexé, indirect;

type de possibilités d’interruptions, par exemple: validation ou invalidation du programme,
nombre de niveaux d’interruption;

meéthodes de transfert des données d’entrée et de sortie et des sorties des adresses, par
exemple des adresses série, paralléle, ou combinaison des deux;

indigper si le microprocesseur est microprogrammable ou non;
modé¢ de génération des sighaux d’horloge;
modé¢ de fonctionnement, statique ou dynamique.

On doif donner une liste compléte des instructions qui peuveént” étre traitées| par le
microprpcesseur. Elle doit comprendre le code d’instruction, les instructions mnémonidues, les
opératidns qui résultent de I'exécution de l'instruction incluant tout code de conditign ou le
contenu| des registres affectés, le nombre de cycles d’horloge-et également, de préférence, le
nombre|de cycles machine nécessaires et, s'il y a lieu, le pombre de mots programmg utilisés
pour former l'instruction, ainsi que les modes d’adressagé€ possibles pour chaque instruction.

L'information peut étre donnée pour chaque instfuction ou chaque groupe d’'insfructions
semblables. On doit indiquer les différences quand celles-ci sont provoquées par des Mariantes

d’adressage.

2.4 Copfiguration de I'instruction

Les formats de [linstruction utilisés‘\doivent étre distingués, s’il y a lieu, pour [ndiquer
I'organigation en bits des mots d’instruction. Ceci doit étre donné sous forme de diagramme:

2.5 Signaux d'entrée et de sortie

La foncllion de chaque signal d’entrée et de sortie doit étre précisée.

code|opération;
mode¢ d’'adressage;
définLtion de registre;

opérande.

En général, on peut diviser les signaux en:

signaux de données;
signaux d’adresse;
signaux de contrdle et de commande.

Par ailleurs, il existe des signaux de contréle qui définissent a quel moment le transfert de
données va étre effectué ainsi que le sens du transfert (c’est-a-dire vers ou en provenance du
microprocesseur); il doit exister un signal d'entrée de réinitialisation pour obliger le
microprocesseur a étre dans un état défini.
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d) number, types and size in bits and words of internal registers, both programme addressable
and otherwise, for example, general purpose, accumulator, index, programme counter,
stack pointer, stack register, control register, arithmetic/logic unit, condition code register;

NOTE - The condition codes give information about the result of arithmetic or logic operations such as zero result,
parity, sign, carry, overflow, etc.

e) modes of memory addressing provided, for example, immediate, direct, relative, indexed,
indirect;

f) types of interrupt capability provided, for example, programme enabled/disabled, vectored
and otherwise;

g) methods of transferring input and output data and output of addresses, for example,
whether serial, parallel or a combination of both;

h) whether the microprocessor is microprogrammable or not;
i) methjod of generating clock signals;
k) opergtion mode, static or dynamic.

2.3 Insfruction set

A comprehensive list shall be given of the instructions that mayybe performed| by the
microprpcessor. This shall give the instruction code, instruction. mmemonic, the opefation(s)
that redqult from the execution of the instructions including any_condition codes or |register
content$ that are affected, the number of clock cycles and:preferably also the number of
maching cycles required and, where appropriate, the numbet of programme words used to form
the instijuction and addressing mode capabilities for each{instruction.

This infprmation may be given for each instruction.'er for each group of similar instfuctions.
Differences shall be indicated when these occur due*to alternative modes of addressing.

2.4 Copfiguration of instructions

Where pppropriate, the format of the_instructions used shall be distinguished as fdllows to
indicate| the bit organization of the instruction words. This shall be given in the foym of a
diagram:
— operation code field;
— addréss mode field;

— register definition field;
— operand field.

2.5 Input and-Qutput signals

The fungtion-of each input and output signal shall be stated.

In general, the signals may be divided into:

— data signals;

— address signals;

— control signals.

As a minimum, control signals exist that define when the data transfer is to be performed, the

direction of transfer (that is, into or out of the microprocessor), and shall include a reset input
signal that forces the microprocessor into a defined state.
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Exemples de sighaux de contréle supplémentaires pouvant étre utilisés:

a) Signaux transitant par le bus de contrdle:

— pour spécifier quand les bits d’adresse sont stables et donnent une information valide;

— pour spécifier si I'adresse est relative a la mémoire ou a un dispositif périphérique;

— pour contréler la fonction du bus lorsqu’il y a multiplexage des sighaux;

— signal pour indiquer que la mémoire adressée est préte a fonctionner.

b) Signaux de contréle d’exécution:

— demande d’arrét;

— pr
— Si
c) Autrg
- in
— in
— pr
— nd

— sy
— et

3 Valg
Les val
spécifié
tempérs

3.1 Va

3.1.1 T

iseermcompte detarrét;

jnal prioritaire.

s signaux de contrdle:

erruption (masquable);

erruption (non masquable);

ise en compte de l'interruption;

rtie signalant I'état d’attente du microprocesseur;
n-disponibilité de la sortie;

nchronisation;

C.

urs limites

purs limites doivent couvrir le fonctionnement du

ture, cette dépendance doit étre indiquée.

eurs limites électriques

ension(s) d’alimentation

a) Valedir(s) maximale(s)yeppolarité(s).

microprocesseur dans la

b) Valelir maximale de\la tension entre une borne commune d’alimentation et le boitie
born¢ de référence, s'il y a lieu.

gamme

e des températures de fonctionn€ment. Si ces valeurs limites dépendent de la

ou une

c) Séquence d'application ou de suppression des tensions d’alimentation, s'il y a liedi. Toute
limitgtion dans la durée de cette séquence doit étre indiquée.

3.1.2 Tensions d’entrée

Valeurs maximales par rapport a une borne commune de référence (et polarités s'il y a lieu).

3.1.3 Courants d’entrée (s'’il y a lieu)

Valeurs

314 T

maximales.

ensions de sortie

Valeurs maximales par rapport & une borne commune de référence (et polarités s'il y a lieu).

3.1.5 Courants de sortie

Valeurs

maximales.
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Examples of additional control signals that may be provided are:

a) Bus control signals:

— to specify when the address bits are stable and present valid information;

- to
- to

- a

specify whether the address is to memory or a peripheral device;
control the function of the bus when there is time multiplexing of signals;
ready signal controlled by the addressed memory.

b) Executive control signals:

— hold request;

— hgid=acknmowtedye;

- P
c) Othe
— in
— in
—in

- W

— output disable;
— synchronization;

- et

3 Rati

The rati

operatinjg temperatures. Where such ratings’are temperature-dependent, this depender

be indic

3.1 Elgctrical limiting values

3.1.1 Plower supply voltage(s)

a) Maxi
b) Maxi

terminal, where.appropriate.

c) Sequ
restr

3.1.2

M

iority handling.

I control signals:

errupt in (maskable);
errupt in (not maskable);
errupt acknowledge;

hit state output;

C.
ngs (limiting values)

hgs given must cover the operation.of the microprocessor over the specified

ated.

mum value(s) andpolarity(ies).

mum value of the voltage between a common supply terminal and case or rq

ctionszon the duration of the sequence should be stated.

putvoltages

ange of
ce shall

ference

ence of Japplication and/or removal of supply voltages, where approprigte. Any

Maximum values, with respect to a common reference terminal (and polarities, where

appropr

iate).

3.1.3 Input currents (where appropriate)

Maximu

m values.

3.1.4 Output voltages

Maximum values, with respect to a common reference terminal (and polarities, where appropriate).

3.1.5 Output currents

Maximu

m values.


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

— 208 - 60748-2 © CEI:1997

3.2 Températures

a) Températures minimale et maximale du milieu ambiant ou d'un point de référence permises

pend

ant le fonctionnement.

b) Températures minimale et maximale de stockage.

c) Valeur maximale de la température et durée d’'application maximale sur une connexion.

3.3 Dissipation de puissance

Valeur maximale.

4 Con
des

4.1 Te

Polarité

4.2 En

itfoTTs e fonctionmement Tecormmandees (dans ta ganmme
empératures de fonctionnement spécifiée)

hsion(s) d’alimentation

valeur nominale et tolérance(s) pour chaque tension d’alimentation

rées d’horloge

a) Valelirs minimale et maximale des tensions au niveau bas et ‘athiveau haut.

b) Valelirs minimale et maximale des temps de croissance et de décroissance.

c) Valedlirs minimale et, s’il y a lieu, maximale de la période)d’horloge.

d) Valeyirs minimale et, s'il y a lieu, maximale dedxla* durée d'impulsion. Pour les

d’horn

e) Pour
temp

4.3 Te

Valeurs

4.4 Co

Valeurs

I’état hajut.

4.5 EIé

Valeur(s
étre util

loge multiphase, cette information doit étre<donnée pour chaque entrée.

les entrées d’horloge multiphase, valeufs minimale et, s'il y a lieu, maxim
s séparant les phases successives des‘impulsions d’horloge.

sions d’entrée (a I'exclusion destentrées d’horloge)

minimale et maximale des tensions au niveau bas et au niveau haut.

LiIrants de sortie

maximale et, s'iL.ysa lieu, minimale, les tensions de sortie étant a I'état bas

ments extérieurs (s'il y a lieu)

) et telérance(s) de tous les éléments extérieurs recommandés ou spécifiés dg
sés‘avec le microprocesseur.

4.6 Temps de préparation et de maintien

entrées

ale des

, puis a

g_)/

stinés

Valeurs minimale et/ou maximale, selon les cas, pour chaque entrée (ou groupe d’entrées)
relative a la transition appropriée d’'une impulsion d’horloge, pour des valeurs spécifiées:

— des temps de croissance et de décroissance de I'impulsion d’horloge;

— des tensions d’entrée aux autres bornes.

On doit indiquer ces valeurs afin de permettre a l'utilisateur de définir les exigences critiques
de temps pour chaque fonction indépendante du microprocesseur.
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3.2 Temperatures

a) Minimum and maximum ambient or reference-point operating temperatures.

b) Minimum and maximum storage temperatures.

c) Maxi

mum value and duration of lead temperature.

3.3 Power dissipation

Maximu

m value.

4 Recommended operating conditions (within the specified operating

temgerature range)

4.1 Po

Polarity

4.2 Clqgck inputs

a) Minimum and maximum values of low and high level voltages.

b) Minimum and maximum values of rise and fall times.

¢) Minimum, and, where appropriate, maximum values of clock period.

d) Minimum and, where appropriate, maximum values of‘pulse duration. For multi-pha

input

e) For multi-phase clock inputs, minimum and, where appropriate, maximum values 0

betw

4.3 Input voltages (excluding clock inputs)

Minimu

4.4 Ou

Maximu
conditio

4.5 Ex{ernal elements-(where appropriate)

Value(s
micropr

4.6 Se

ver supply voltage(s)

nominal value and tolerance(s) for each power supply voltage.

5, this information shall be given for each input,

ben successive phases of clock pulses.

h and maximum values of low and high level voltages.

kput currents

m and, where appropriate, minimum values for both low and high level output
ns.

and tolenance(s) of any external elements recommended or specified for use
hCcessor:

5e clock

f delays

voltage

with the

-lp"and hold times

Minimum and/or maximum values, as appropriate, for each input (or group of inputs) relative to
the appropriate transition of a clock pulse, for specified values of:

— clock pulse rise and fall times;

— input

voltages at other terminals.

Values shall be stated to enable the critical timing requirements for each independent function
of the microprocessor to be established by the user.
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4.7 Diagrammes des temps (chronogrammes) pour les séquences de commande
Durées minimales des signaux d’entrée et de l'intervalle qui les sépare, par rapport aux
signhaux d’horloge, pour les séquences d’entrée nécessaires afin d’amener le microprocesseur

a un état prédéterminé, par exemple: redémarrage (ou retour a I'état initial), interruption, arrét,
etc. Celles-ci doivent étre reliées aux séquences pour I'exécution des instructions d’'un programme.

Ces séquences doivent s’exprimer en cycles d’horloge et aussi, de préférence, en cycles machine.

5 Caractéristiques électriques

5.1 Calacterstques satiques

On doit| indiquer les caractéristiques électriques, énumérées en 5.1.1, 5.1.2, 5)1:3 |et 5.1.4
ci-dessqus, dans les conditions électriques spécifiées de pire cas, dans la gamme recommandée
pour leg tensions d’'alimentation indiquée en 4.1 et:

a) dans|la gamme des températures de fonctionnement spécifiée, ou

b) a la fempérature de 25 °C, et aux températures de fonctionnement'\maximale et minimale.

5.1.1 Qourant(s) d'alimentation
a) Fonctionnement statique

Valeurs|typique et maximale du courant fourni par chaqu€ alimentation pour un fonctiopnement
normal ¢t, s’il y a lieu, pour un fonctionnement au reposy/pour des valeurs spécifiées ddg:

— tepsion(s) d’alimentation;
— fréquence d’horloge.

On doil également donner ces informations pour les entrées d’horloge alimentges par
impulsigns.

b) Fonctionnement dynamique

On doit|donner également des valelrs typiques pur les informations ci-dessus, soit gour une
fréquenge différente d’horloge, s@it’ sous la forme de courbe(s) en fonction de la frgquence
d’horloge.

5.1.2 Qourants d’entrée (y-compris les entrées d’horloge)

Valeur(g) maximale(s), s’il y a lieu, les tensions d’entrée étant au niveau bas, puis ag niveau
haut, pdur des valeurs spécifiées de:

— tensipn(s) d'alimentation;
— tensipn/dentrée;

— tensibrs-d-entré

nouwrles autrac harnac
potH—1eSattHesSs8eHies:

P

On doit également donner ces informations pour les entrées pouvant fonctionner comme sorties.

5.1.3 Tensions de sortie

Valeur maximale de la tension de sortie au niveau bas et valeur minimale au niveau haut, pour
des valeurs spécifiées de:

— tension(s) d’alimentation;

— courant de charge;

— tensions(s) d’entrée (s'il y a lieu).

On doit également donner ces informations pour les sorties qui peuvent aussi fonctionner
comme entrées.
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4.7 Timing diagrams for control sequences

Minimum durations of input signals, and their timings relative to the clock signal(s) for input
sequences necessary to bring the microprocessor into a pre-determined state, for example,
restart (or reset), interrupt, hold, etc. These shall be related to the sequences for execution of
programme instructions.

These sequences shall be expressed in terms of clock cycles and preferably also in terms of
machine cycles.

5 Elec

trical characteristics

5.1 Std
Each el
specifie
voltage

a) over

tic characteristics

ectrical characteristics of 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 and 5.1.4 below shallcbe state
0 electrical worst-case conditions with respect to the recommended range o
s), as stated in 4.1 and:

the specified range of operating temperatures, or

b) at a femperature of 25 °C, and at maximum and minimum operatirig temperatures.

5.1.1 P
a) Stati

Typical
and, wh

— sy
- cl

ower supply current(s)
L operation

and maximum values of current drawn fromseach power supply for normal o
ere appropriate, standby operation, for specified values of:

pply voltage(s);
bck frequency.

This infjrmation shall also be given for claek’ inputs acting as pulsed power supplies.

b) Dyn

Typical
frequen

5.1.2

M

Maximu
for speg

— supp
— input

mic operation

values shall also be givei for the information above, either at a differe
Cy or as a curve (or curyes) versus clock frequency.

put currents (including clock inputs)

I value(s), where appropriate, under both low and high level input voltage co
ified values.ofs

y voltage(s);
voltage;

— input

vaoltages at other terminals.

d under
f supply

peration

ht clock

hditions,

This information shall also be given for those inputs that may also function as outputs.

5.1.3 Output voltages

Maximum value of low-level and minimum value of high-level output voltage for specified
values of:

— supply voltage(s);

— load

— input

current;
voltage(s) (where appropriate).

This information shall also be given for those outputs that may also function as inputs.
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5.1.4 Courants dans le cas de sortie inopérante

Pour les sorties trois états qui peuvent étre hors service et donc n’étre ni a I'état bas ni a I'état
haut: valeur maximale, lorsque la sortie est inopérante, pour des valeurs de:

— tension(s) d'alimentation;
— tension continue a la borne correspondante;
— tensions d’entrée pour les autres bornes.

5.1.5 Capacités

Valeur maximale des capacités d'entrée d’horloge. et des bornes d'entrée et de sortie, pour
des valgurs spécifiées de:

— tensipn(s) d'alimentation;

— tensipn continue appliquée a la borne considérée;
— fréquence;

— tensipns d’entrée pour les autres bornes.

5.2 Calactéristiques dynamiques

Chaque| caractéristique électrique de 5.2.1 doit étre indiquéendans les conditions éldctriques
spécifiégs de pire cas, dans la gamme recommandée des tensions d'alimentation, indiquéelen 4.1.

Des val¢urs minimales et/ou maximales, comme exige\par exemple par 5.2.1 ou, si celles-ci ne
peuvent] faire I'objet d’'un accord entre le fabricant‘et’/I'utilisateur, des valeurs typiques| doivent
étre données:

a) dans|la gamme des températures de fonctionnement spécifiée, ou
b) ala fempérature de 25 °C, et aux températures de fonctionnement maximale et minimale.

La condition b) ne doit étre utilisée.gque si la valeur de la caractéristique pour le pire cas dans
toute lal gamme de températures_peut se déduire des valeurs données aux tempgratures
spécifiéps.

Dans tops les cas, on dojt-indiquer les valeurs minimales et/ou maximales applicables & 25 °C.

5.2.1 Tlemps caractérisant la réponse du circuit

5.2.1.1 |Temps 'de propagation

Les temps/suivants doivent étre indiqués dans des conditions spécifiées (voir note 1):

a) tpyL: temps de propagation, la sortie allant vers le niveau bas: valeur maximale;
b) tp H: temps de propagation, la sortie allant vers le niveau haut: valeur maximale.

S’il existe plusieurs chemins différents d’'information logique, on doit spécifier séparément les
temps pour chaque chemin.

On doit donner, s'il y a lieu, des valeurs de temps supplémentaires pour les sorties atteignant
ou abandonnant I'état & haute impédance.
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5.1.4 Output off-state currents

For three-state outputs that may be disabled so as to give neither a low-level nor a high-level
output condition: maximum value in the off-state condition for specified values of:

— supply voltage(s);
— continuous voltage at the relevant terminal;
— input voltages at other terminals.

5.1.5 Capacitances

Maximum values of capacitances at clock input, input and output terminals. for specified values
of:

supply voltage(s);
— contihuous voltage at the relevant terminal;

frequency;

input| voltages at other terminals.
5.2 Dypamic characteristics

Each electrical characteristic of 5.2.1 shall be stated undef)specified electrical wofst-case
conditions with respect to the recommended range of supply voltage(s) as stated in sybclause
4.1.

Limit values as required in 5.2.1 or, if these are naet-mutually acceptable to manufactiirer and
user, typical values shall be stated either:

a) over [the specified range of operating temperatures, or
b) at a femperature of 25 °C, and at maxinium and minimum operating temperatures.

Alternatjve b) shall be used only if the worst-case value of the characteristic over the whole
temperdture range can be deduced from the values given at the specified temperatures

In all cakes, limit values applicable at 25 °C shall be stated.

5.2.1 Tlmes characterizing the response of the circuit
5.2.1.1 |Propagation-times

The follpwingtimes shall be stated under specified conditions (see note 1):

a) tpyL:|propagation time with output going to low level: maximum value;

b) tp H: propagation time with output going to high level: maximum value.

If there are several different logic information paths, separate times shall be specified for each
path.

Additional times shall be given, where appropriate, for three-state outputs entering and leaving
the high-impedance state.
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5.2.1.2 Temps de transition

On doit indiquer les temps de transition dans des conditions spécifiées (voir note 1) comme
suit:

a) si la valeur typique du temps de transition est supérieure ou égale (voir note 2) a la valeur
typique du temps de propagation, on doit indiquer une valeur maximale du temps de
transition;

b) si la valeur typique du temps de transition est inférieure a 10 ns, on doit indiquer une valeur
minimale (voir note 3);

c) si les conditions a) et b) sont remplies simultanément, on doit alors indiquer des valeurs
minimale_et maximale

On doit| indiquer, quand cela est demandé, les temps de transition pour les deux pens de
transition (c’est-a-dire try et trip)-

NOTE 1 { Il convient que les conditions spécifiées de mesure comprennent les caractéristiques de l[impulsion
d’entrée 4t de I'oscilloscope (ou de tout autre appareil de mesure approprié) ainsi que la,configuration et I¢s valeurs
des comppsants du réseau de charge de sortie.

NOTE 2 4 Le temps de transition est considéré comme comparable au temps de propagation si sa valeuf dépasse
50 % de |p valeur du temps de propagation.

NOTE 3 + On veut indiguer que, pour des temps de transition trés courts, Nlvpeut y avoir des phénoménes de
rebondissement et des problemes de couplage avec les charges couramment utilisées.

6 Valgurs limites, caractéristiques mécaniques etautres données

Toutes [les valeurs limites spécifiques pour les\essais mécaniques ou d'envirofnement
applicaljles a un microprocesseur particulier dojvént étre données.

Voir augsi l'article 7, chapitre VI, de la CEl 60747-1.

7 Infofmations supplémentaires

7.1 Fagteur de charge de sortie

Nombrel maximal de charges spécifiées qui peuvent étre connectées a chaque sortip. Cette
information peut étre donnée pour plusieurs types de charges.

7.2 Marges de protection contre les perturbations

contre |ps¢perturbations sont données en 4.3 et 5.1.3 de cette section (voir aussi 13.2 de la
section un)

Des infprmations sur le microprocesseur permettant de calculer les marges de p3r|otection

7.3 Données d’application

Des informations supplémentaires sur les variations des caractéristiques données dans l'article 5
en fonction de la tension d’alimentation, de I'impédance de charge, etc., peuvent étre données.

D’autres informations, indiquant en détail I'action de chaque instruction, peuvent étre données
en plus de celles figurant en 2.3. En particulier, elles doivent donner des détails sur les
séquences et les modes de fonctionnement contenus dans les mises en route et interruptions
de programme.

D’autres informations indiquant en détail la fonction et les séquences de fonctionnement de
chaque entrée ou groupe d’entrées peuvent étre données en plus de celles figurant en 2.3 et 4.7.
Elles peuvent comprendre des diagrammes d’états et des diagrammes de temps.
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5.2.1.2 Transition times
Transition times shall be stated under specified conditions (see note 1) as follows:
a) if the typical value of transition time is comparable to (see note 2), or greater than, the

typical value of propagation time, a maximum value of transition time should be stated;

b) If the typical value of transition time is less than 10 ns, a minimum value should be stated
(see note 3);

c) if both conditions a) and b) are fulfilled, then both minimum and maximum values should be
stated.

Transition_times, when required, shall be stated for both directions of transition (that is, try_
and tTLI')'

NOTE 1 | The specified conditions of measurement should include the characteristics of the\input pulse and
oscilloscdpe (or other appropriate measuring system) and the configuration and component values of the output
loading n¢twork.

NOTE 2 1 The transition time is considered comparable to propagation time if its value/exceeds 50 % of|the value
of propagption time.

NOTE 3 } The object here is to state when very short transition times may be ebtained, which may giye rise to
overshoof and coupling problems using practical loads.

6 Mechanical ratings, characteristics and other data

Any spdcific mechanical or environmental ratings appficable to the particular micropriocessor
shall be|stated.

See als¢ clause 7, chapter VI, of IEC 60747-1.

7 Supplementary information

7.1 Oufput loading capability

The makimum number of specified loads that can be driven from each output. This infgrmation
may be [given for more thap ‘oné type of load.

7.2 Nolse margins

Information abouf\the microprocessor that enables noise margins to be calculated is given in
4.3 and|5.1.3 of\this section (see also 13.2 of section one).

7.3 Apphication data

Additional information concerning the variations of the characteristics in clause 5 with supply
voltage, load impedance, etc., may be given.

Further information, detailing the action of each instruction, may be given to supplement that in
2.3. In particular, this shall give details of the sequences and operations involved in programme
branching and interrupts.

Further information detailing the function and sequences of operations of each input or group
of inputs may be given to supplement that in 2.3 and 4.7. This may include state diagrams and
timing diagrams.
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Des informations sur les temps d’exécution des instructions peuvent étre données pour des
instructions particulieres telles que: addition binaire ou transfert d’un registre a un autre. Si un
temps moyen est donné, des détails concernant les instructions utilisées et le temps d’acceés
mémoire doivent étre fournis.

7.4 Autres informations

On doit indiquer si le circuit intégré comporte une protection interne contre les tensions
électrostatiques ou contre les champs électriques élevés.

8 Précautions de manipulation

Voir la CEl 60747-1, chapitre 1X.
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Information on instruction execution times may be given for particular instructions such as
binary addition or register-to-register transfer. If an average time is given, details of the
instruction used and the memory access time shall be included.

7.4 Other information

A statement shall be given whether the integrated circuit contains internal protection against
high electroacoustic voltages or electrical fields.

8 Handling precautions

See IEQ 60747-1, chapter IX.
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SECTION QUATRE - CIRCUITS LOGIQUES PROGRAMMABLES (PLD)

La présente section établit les valeurs limites, les caractéristiques essentielles et spécifications
de fonction des Circuits Logiques Programmables (PLD).

1 Identification du circuit et types

1.1 Désignation et types

Si les di

spositifs ont une catégorie fonctionnelle ou électrique, cela doit étre indiqué.

1.2 De
Une de

compre
méthodsé

1.3 Te

La tech
couche

des détails sur les technologies de semi-conducteurs tellesrque N-MOS, C-MOS, TTL

ou lIL.

Cette in
des cell

1.4 Ide

Le num
du bofti¢

2 Des

Des inf
relation
fonction

2.1 Ca

scription générale de la fonction
Scription générale de la fonction accomplie par le circuit intégré dojt\étre

nant le nombre d’entrées et de sorties, les modes éventuels de fonctiorineme
bs de programmation/effacement.

chnologie de fabrication

nologie de fabrication, par exemple: circuit intégré a semi-conducteur monaolit
mince, hybride, microassemblage, doit étre indiquée. Gette indication doit com

dication doit aussi comprendre les détails. sur la matrice programmable, la s
Liles telle que liaison fusible, EPROM, EEPROM, RAM etc.

ntification du boftier

bro CEl et/ou la référence nationale du dessin d’encombrement et le matériau
br, par exemple céramique, plastique, verre doivent étre indiqués.

Cription relative a I'application

prmations sur |'application du dispositif dans les équipements ou les circuity
5 avec les dispositifs associés doivent étre données. Leur contenu dépend
a décrire.

Factéristiques et applications principales

Sl y

applicat

Iieu Iappllcatlon prlnC|paIe du d|sposmf d0|t etre |nd|quee par exem

donnée,
t et les

hique, a
prendre
Schottky

tructure

brincipal

et ses
a de la

indiquée ici. Par exemple, Ies ImpOSSIbI|IteS pour Ies bornes masse et d’alimentation, le nombre
maximum de broches & courant fort pouvant étre voisines etc. Toutes les caractéristiques
antes doivent étre précisées, par exemple les caractéristiques électriques, les
caractéristiques d’encapsulation, les caractéristiques des outils CAO associés, etc.

intéress

2.2 Schéma fonctionnel global

Un schéma fonctionnel doit étre donné montrant la fonction principale du dispositif et
expliquant I'ensemble de la fonction.

2.3 Caractéristique principale disponible par programmation

On doit

identifier les caractéristiques qui sont disponibles.
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SECTION FOUR — PROGRAMMABLE LOGIC DEVICES (PLDs)

This section establishes essential ratings, characteristics and functional specifications for

Programmable Logic Devices (PLDs).

1 Circuit identification and types

1.1 Designation and types

If devices have functional or electrical category, it shall be stated.

1.2 Geheral function description

A genefal description of the function performed by the integrated circuit shall’ be
including number of inputs and outputs, possible operating modes and programming
methods.

1.3 Maufacturing technology

The m

I

ufacturing technology, for example, semiconductor maenghthic integrated cirg

stated,
erasing

uit, thin

film integrated circuit, hybrid integrated circuit, micro-assembly; shall be stated. This statement
shall inglude details of the semiconductor technologies such as N-MOS, C-MOS, Schoftky TTL
or IIL.

This stgtement shall also include details of the programmable matrix/cell structure puch as
fusible ljnk, EPROM, EEPROM, RAM, etc.

1.4 Pagkage identification

IEC and/or national reference number of-the outline drawing, and principal package material,
for example, ceramic, plastic glass, shall be stated.

2 Application related description

Information on application 'in equipments or circuits and its relationship to the asgociated
devices|shall be given.\The content will depend on the function to be described.

2.1 Madin application and features

If neceg

sary, the main application of the devices shall be stated, for example, hig

n speed
d here.

A current

applicatjon{ low power application, etc. Any restrictions for applications shall be statg
FOfeXa, GND G‘ GG‘G esS 'G‘": "-“ FEHR0e—10 “G‘GG-‘G ‘G
pins, etc. And relevant features that are to be stated, for example, electrical characteristic

feature, package feature, CAD tool support feature, etc.

2.2 Overall block diagram

A block diagram shall be given, showing the main function of the device and
explanation of the whole function.

2.3 Main features available by programming

Features that are available shall be identified.

with an
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2.4 Données de référence

Les propriétés les plus importantes pour permettre la comparaison des types de composants
entre eux doivent étre indiquées.

2.5 Compatibilité électrique

On doit indiquer si le circuit intégré est compatible électriquement avec d’'autres circuits
intégrés particuliers ou d’autres familles de circuits intégrés ou si des interfaces spécifiques
sont nécessaires. Des détails doivent étre donnés sur le type du circuit de sortie, par exemple
trois états, collecteur ouvert, etc. Si le dispositif est interchangeable avec d'autres dispositifs,
ceci doit étre indiqué.

2.6 Digpositifs associés

S’il y a ljeu, on doit indiquer:

— les dispositifs nécessaires au fonctionnement correct du dispositif (liste” avec numéro de
type,|désignation et fonction);

— les dlispositifs périphériques a interface directe (liste avec numéro de type, désignation et
foncton).

3 Spécification de la fonction

3.1 Schéma fonctionnel détaillé — blocs fonctionnels

Un schdma fonctionnel détaillé ou des renseignements équivalents sur le circuit intégrd doivent
étre dornnés.

Le schéma fonctionnel doit comporter ce gu¥suit:

a) blocq fonctionnels;

b) inter¢onnexions mutuelles entrelles blocs fonctionnels;

c) unitép fonctionnelles individuelles au sein des blocs fonctionnels;

d) inter¢onnexions mutuelles‘entre les unités fonctionnelles individuelles;
e) fonclon de chaque connexion externe;

f) intergépendancesentre les blocs fonctionnels séparés.

Le schéma fonctionnel doit identifier la fonction de chaque connexion externe et, s'il 'y a pas
de risqye dzambiguité, il peut également indiquer les symboles et/ou numéros de bornes. Si
I'’encapqulation a des parties métalliques, toute connexion avec des bornes extérieyres doit
étre in(‘iﬁlllép Les connexions avec tout élément F’\Ipr'rriqnp externe associé doivent étre
indiquées.

Afin d’apporter des informations supplémentaires, le schéma du circuit électrique complet peut
étre reproduit mais sans indiquer nécessairement les valeurs des composants du circuit. Le
symbole graphique de la fonction doit étre indiqué. Il peut étre obtenu a partir d’'un catalogue
de normes de symboles graphiques ou con¢cu conformément aux régles de la CEI 60617-12 ou
la CEl 60617-13.

3.2 ldentification et fonction des bornes

Toutes les bornes doivent étre identifiées sur le schéma fonctionnel (bornes d’alimentation,
bornes d’entrée ou de sortie, bornes d’entrée/sortie).
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2.4 Reference data

The most important properties to permit comparison between types shall be given.

2.5 Electrical compatibility

It shall be stated whether the integrated circuit is electrically compatible with other particular
circuits or families of integrated circuits or whether special interfaces are required. Detail shall
be given on the type of the output circuit, for example, three state, open-collector, etc.
Interchangeability with other devices, if any, shall be given.

2.6 Associated devices

If applicgble, the following shall be stated:

— deviges necessary for correct operation (list with type number, name, and furiction),
— peripheral devices with direct interfacing (list with type number, name, andfunction),

3 Spetcification of the function

3.1 Delailed block diagram — functional blocks

A detailed block diagram or equivalent circuit informatiofy of the integrated circuit ghall be
given.

The blo¢k diagram shall be composed of the following:

a) functional blocks;

b) mutufal interconnection among the functignal blocks;

c¢) individual functional units within the functional blocks;

d) mutujal interconnections among the individual functional units;
e) functjon of each external connection;

f) inter{dependence between-thé separate functional blocks.
The bldck diagram shall jidentify the function of each external connection and, where no
ambiguity may arise,\_it can also show the terminal symbols and/or numbers| If the
encapsuylation has «smetallic parts, any connection to them from external terminals phall be

indicatefd. The comnections with any associated external electrical elements shall bg stated,
where necessary.

As addifional information, the complete electrical circuit diagram can be reproduced,| but not
necessarty-withrndicationof the—vatovesof thecircuit components—Fhegraphicatsymbol for the
function shall be given. This may be obtained from a catalogue of standards of graphical
symbols or designed according to the rules of IEC 60617-12 or 60617-13.

3.2 Identification and function of terminals

All terminal shall be identified on the block diagram (supply terminals, input or output terminals,
input/output terminals).
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Les fonctions de borne 1) a 4) doivent étre indiquées dans un tableau comme suit:

Tableau 2 — Exemple de fonction de bornes

60748-2 © CEI:1997

Numéro Symbole Désignation Fonction 2) Fonction de la borne
de la de la de la Identification Type de circuit de
borne borne borne 1) entrée/sortie 3) sortie 4
1) Désignation de la borne
La dé§ignation de Ta borne indiquant Ta fonction de Ta borne doit étre donnée. Les bornes dalimentatidn, de
terre, pon connectées (abréviation NC), non utilisables (abréviation NU) doivent étre distinguées.
2)  Fdnction
Une inpdication bréve de la fonction de la borne doit étre donnée:
— | les fonctions au niveau logique actif, au niveau logique non actif et a I'état de haute impédancgp, s'il
y & lieu;
— | chaque fonction des bornes a fonctions multiples;
— | chaque fonction du circuit intégré choisie par connexions mutuelles~de“broches, programmjation
etfou application de données de sélection de fonction a la broche de sgleetion de fonction, telle due la
brpche de sélection de mode;
— | format de données d’entrée/sortie ou format de données de transfert, c’est-a-dire en série Qu en
pafralléle.
3) Idéntification d’entrée/sortie
Les bgrnes d’entrée, de sortie, d’entrée/sortie et d’entrée/sortie multiplex doivent étre distinguées.
4)  Tyfpe de circuit de sortie
Le type de circuit de sortie, par exemple trois-états, draiffouvert, collecteur ouvert, doit étre distingué.
3.3 Degpcription de la fonction
La fonclion accomplie par le circuit, doit étre spécifiée avec indication des renseigmements
suivantg:
1) Blocg fonctionnels
Les fonftions de chaque blec‘fonctionnel doivent étre indiqguées. La description de|chaque
bloc doif comprendre lesrenseignements suivants:

Fonction de basey-et relation avec les autres blocs fonctionnels, par exemple:

logique interne;
dimension de la matrice;
nembre de portes utilisables et de bornes;

fonction de commande de sortie:

a) éléments combinatoires;
b)
c)
d)
e)
f)

entrée d’horloge;

éléments séquentiels;

rebouclage;

validation sortie;

polarité;

remise aux conditions initiales/remise a zéro des bascules;

fonction de sécurité;
fonction de signature électronique;
fonction de diagnostic;
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The terminal functions 1) to 4) shall be indicated in a table as follows:

Table 2 — Example of the terminal function

Terminal Terminal Terminal Function 2) Function of terminal
number symbol name 1) Input/output Type of output
identification 3) circuit 4
1) Terminal name
Termifial name to indicate the function of the terminal shall be given. Supply terminals, ground termjnals,
not cgnnected terminals (with abbreviations NC), non-usable terminals (with abbreviations NU)-sha&ll be
distinguished.
2)  Function
A brief indication of the terminal function shall be given:
— | the functions at the active logic level, the non-active logic level and the high-impedance state, Where
appropriate;
— | each function of multi-role terminals, that is terminals that have multiple fugctions;
— | each function of integrated circuit selected by mutual pin conneetions, programming gnd/or
application of function selection data to the function selection pin, suchh\as/mode selection pin;
— | input/output data format or transfer data format, that is, serial orarallel.
3) Input/output identification
Input, Joutput, input/output, and multiplex input/output terminals shall’be distinguished.
4)  Tylpe of output circuit
Type of output circuit, such as three-state, open-drain, open-collector shall be distinguished.
3.3 Funpctional description
The fungtion performed by the circuit shallbe specified, including the following informatjon:
1) Functional blocks
Functiof of each functional bloek-shall be stated. The description of each block shall include
the following:
— Basic function and rélation to other functional blocks;
foy example:
« | internal logig;
* [ matrix size;

number of usable gate and terminals;

output control function:

a) combinational elements;

b) sequential elements;

c) feed back;

d) output enable;

e) polarity;

f) direct preset/reset to flip-flop;
clock input;

security function;

electronics signature function;
diagnostics function;
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— relation avec les bornes externes;

— relation avec les autres blocs fonctionnels;

— pour les autres fonctions, par exemple la fonction a alimentation réduite, se reporter a la
partie correspondante de la CEI 60748 sur les caractéristiques de famille.

S’il y a lieu, un tableau de fonction et/ou de mode peut étre donné.

2) Description du fonctionnement

— mode de fonctionnement (par exemple méthode de mise en marche, préférence, état
défectueux, etc.).

3.4 Caractéristiques de famille

Dans ce

(en réfé

rence a la CEI 60748-2, la CEI 60748-3 et la CEI 60748-4).

4 Valgurs limites (systéme des valeurs limites absolues)

Le tablejau de ces valeurs doit contenir ce qui suit:

Toute interdépendance des conditions limites doit étre spécifiée,

Si des
influenc

Bléments connectés extérieurement et/ou fixés, par exemple des radiateurs,
e sur les valeurs limites, celles-ci doivent étre spécifiées pour le circuit intégré

éléments connectés et/ou fixés.

Si les vpleurs limites sont dépassées pour la surcharge transitoire, les excés tolérés
étre spdcifiés avec leur durée.

Si les valeurs minimales et maximales différent au cours de la programmation du d

ceci doi

étre indiqué.

Pour todtes les tensions, la référence’est une borne de référence spécifiée (Vgg, mass

Afin de
fabrican

satisfaire aux articles suivants, si des valeurs maximales et/ou minimales sont d
[ doit indiquer s’il se réfere a la grandeur absolue ou a la valeur algébrique de la g

Les valgurs limites indigUéges doivent couvrir le fonctionnement du circuit multifonction

gamme
Lorsque

4.1 Va

spécifiée des températures de fonctionnement.
de telles valeurs limites dépendent de la température, cette dépendance doit étre in

eurs-imites électriques

tte partie, la description fonctionnelle spécifique de toute la famille doit étré Indiquée

ont une
hvec les

doivent
spositif,
b, etc.).

itées, le
uantité.

dans la

diquée.

a) Tensjonid’alimentation;

b) Cour

ants d’alimentation (s’il y a lieu);

c) Tension(s) d’entrée;

d) Tension(s) de sortie;

e) Cour
f) Cour

ant(s) d’entrée (s'il y a lieu);
ant(s) de sortie;

g) Autres tensions et/ou courants de bornes;

h) Tension différentielle entre I'entrée et la sortie (s'il y a lieu);

i) Dissi

pation de puissance;

i) Tension(s) de sortie a I'état haute impédance (s'il y a lieu).

La spécification particuliére peut indiquer ces valeurs dans le tableau 3 avec les notes 1 et 2.
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— relation to external terminals;

— relation to other functional blocks;

— for other functions, e.g. power down function, see applicable part of IEC 60748 for family
related characteristics.

Where appropriate, function table and/or mode table may be indicated.

2) Operation related description

— operating mode (e.g. set-up method, preference, default state, etc.)

3.4 Family related characteristics

In this |
IEC 607

4 Limi
The tab
Any inte

If extern
the vald
element

If limitin
duration

rt, all the family specific functional description shall be stated (referred to IEC

0748-2,

Where
stated.

48-3 and IEC 60748-4).

ing values (absolute maximum rating system)
e of these value shall contain the following:
rdependence of limiting conditions shall be specified.

ally connected and/or attached elements, for example‘heat sinks, have an influ
es of the ratings, the ratings shall be prescribed/for the integrated circuit
s connected and/or attached.

s shall be specified.

minimum and maximum values differ\during programming of the device, this

All voltalges are referenced to a specifiéd reference terminal (Vgs, GND, etc.).

lence on
with the

g values are exceeded for transient overload, the permissible excesses ahd their

shall be

In ordell to satisfy the following-clauses, if maximum and/or minimum values are qudted, the
manufagturer shall indicate whether he refers to the absolute magnitude or to the glgebraic
value off the quantity.

The ratihgs given shall'cover the operation of the integrated circuit over the specified fange of
operating temperatures.

Where guch rating ‘are temperature-dependent, this dependence shall be indicated.

4.1 Elgctrical limiting values

a) Powersupphvoltages;

b) power supply currents (where appropriate);

c) input voltage(s);

d) output voltage(s);

e) input current(s) (where appropriate);

f) output current(s);

g) other terminal voltage and/or current;

h) voltage difference between input and output (where appropriate);

i) power dissipation;

j) off-state output voltage(s) (where appropriate).

The detail specification may indicate those value within table 3 including notes 1 and 2.
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Tableau 3 — Exemple de valeurs limites

Paramétres (notes 1 et 2) Symboles Min. Max. Unité

NOTE 1 — S’il y a lieu, conformément au type de circuit considéré.

NOTE 2 — Pour la gamme de tensions d’alimentation

— Valeur(s) limite(s) de la ou des tensions continues a la ou aux bornes d’alimentation en fonction d’un
point de référence électrique spécifié.

— Ty aTeu, les valeurs Imites de tensions enire Ies bornes d alimentation Speciflees.

Uorsque plusieurs alimentations sont nécessaires, on doit indiquer si la séquence dans laguellg¢ ces
alimentations sont appliquées est significative: si tel est le cas, cette séquence doit étre indiguée
L
C

orsque plusieurs alimentations sont nécessaires, il peut étre indispensable d'indiquel| les
ombinaisons de valeurs limites pour ces tensions et courants d'alimentation.

4.2 Températures

1) Température de fonctionnement

2) Température de stockage

3) Température de conduction (pour la soudure)

La spécjfication particuliére peut indiquer ces valeurs dansfle tableau 4 avec la note.

Tableau 4 — Exemple de températures

Parametres (note) Symboles Min. Max. Unité

NOTE - S'’il y a lieu, conformément au type de circuit considéré.

5 Con(litions de fonctiennement recommandées (dans la gamme de températufre
de fonctionnement spécifiée)

Ces conditions ne~doivent pas étre contrélées, mais sont applicables a I'assurance de la
qualité.

5.1 AIi||nentation — valeurs positives et/ou négatives

5.2 Séquences d'initialisation

Si des séquences d'initialisation spéciales sont nécessaires, la procédure de séquence
d’alimentation et d'initialisation doit étre spécifiée.

5.3 Entrée(s) d’horloge (s'il y a lieu)

5.4 Tension(s) d’entrée
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Table 3 — Example of limiting values

Parameters (notes 1 and 2) Symbols Min. Max. Unit

NOTE 1 — Where appropriate, in accordance with the type of considered circuit.
NOTE 2 — For power supply voltage range

— Limiting value(s) of the continuous voltage(s) at the supply terminal(s) with respect to special
ectrical reference point

- here appropriate, limiting value between specified supply terminals.

When more than one voltage supply is required, a statement shall be made as to whethe[ the
squence in which these supplies are applied is significant: if so, the sequence shall be stated.
V]
t

hen more than one supply is needed, it may be necessary to state the combinations’of ratinds for
ese supply voltages and currents.

4.2 Temperatures
1) Operfating temperature
2) Storgge temperature

3) Lead|temperature (for soldering)

The detgil specification shall indicate those value within/table 4 including the note.

Table 4 — Example of temperatures

Parameters (note) Symbols Min. Max. Unit

NOTE — Where appropriate, in accordance with the type of considered circuit.

5 Recpmmended operating conditions (within the specified operating
temperate range)

They arg¢ not to\be inspected, but may be used for quality assessment purpose.

5.1 Powersupplies — positive and/or negative values

5.2 Initialization sequences

If special initialization sequences are necessary, power supply sequencing and initialization
procedure shall be specified.

5.3 Clock input(s) (where appropriate)

5.4 Input voltage(s)
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5.5 Courant(s) de sortie

5.6 Tension et/ou courant d’'une (d’)autre(s) borne(s)
5.7 Eléments externes (s'il y a lieu)

5.8 Gamme des températures de fonctionnement

5.9 Exigences de temps (par exemple temps de montée, temps de descente d’entrée,
largeur d'impulsion, temps d’établissement, temps de maintien, etc.)

Les exigences de temps spéciales doivent étre spécifiées dans la spécification particuliére
applicable

6 Cargctéristiques électriques

Les cafactéristiques doivent s’appliquer dans toute la gamme desCtempératdres de
fonctionhement, sauf spécification contraire. Si la performance indiquéeldu circuit varig| dans la
gamme |des températures de fonctionnement, les valeurs des tensions.d’entrée et de portie et
des coyrants associés doivent étre données a 25 °C et aux extiémes de la gamme des
tempérdtures de fonctionnement. Les valeurs de courant et defénsion doivent étre flonnées
pour chaque type fonctionnellement différent d’entrée et/ou de sortie.

Les carqctéristiques et exigences de temps spéciales daivent étres spécifiées.

Chaque|caractéristique des 6.1 et 6.2 doit étre indiguée, soit

a) dans|la gamme spécifiée des températures de-fonctionnement, soit
b) a un¢ température de 25 °C, et aux températures de fonctionnement maximale et minimale.

6.1 Calactéristiques statiques

La listg et la définition des parameétres doit étre indiquée ici. Se reporter a la partie
corresppndante de la CEI 60748 pour les caractéristiques de famille.

Pour toygtes les tensions, latéférence est une borne de référence (masse, etc.) désignde.
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5.5 Output current(s)

5.6 Voltage and/or current of other terminal(s)
5.7 External elements (where appropriate)
5.8 Operating temperature range

5.9 Timing requirements (e.g. input rise time, input fall time, pulse width,
setup time, hold time, etc.)

Special timing requirement shall be specified within the relevant detail specification.

6 Electrical characteristics

The characteristics shall apply over the full operating temperature range, unless otherwise
specified. Where the stated performance of the circuit varies over the opgrating temperature
range, the values of the input and output voltages and their associated currents shall be stated
at 25 °C, and at the extremes of the operating temperature rangé~Values of curfent and
voltage shall be given for each functionally different type of input and/or output.

Special [characteristics and timing requirements shall be specified.

Each characteristic of 6.1 and 6.2 shall be stated: either

a) over [the specified range of operating temperatures;-or
b) at a femperature of 25 °C, and at maximum an@dminimum operating temperatures.

6.1 Stdtic characteristics

The patfameters list and definition shall "be stated here. See relevant part of IEC 60748 for
family related characteristics.

All voltages are referenced to a(reference terminal (GND, etc.), which shall be stated.



https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

— 230 - 60748-2 © CEI:1997

Tableau 5 — Exemple de caractéristiques statiques

Caractéristiques Symboles  Londitions Min. Typique Max. | Unité
(note 4) (note 6)
Courant(s) d’alimentation maximal (de lec1 Vecmax. X mA
fonctionnement)
Courant(s) d’alimentation maximal (de repos) leco Vecmax. X A
Tension d’entrée au niveau haut Vig (note 5) X X
Tension d’entrée au niveau bas Vi (note 5) X X
Tension de sortie au niveau haut Vou Veerlona X
Tension [de sortie au niveau bas VoL Ve lola X
Courant|d’entrée ou de fuite au niveau haut Iy Vee X X A
Vin=Yons
Courant[d’entrée ou de fuite au niveau bas ' Vee X X A
ViisVola
Courant |de sortie au niveau haut lon Vee Vous X X A
(note 1)
Courant |[de sortie au niveau bas oL Vee VoLa X X mA
(note 1)
Courant|de sortie (fuite) au niveau haut Ionx VeeVona X X A
(note 2)
Courant|de sortie (fuite) au niveau bas Iox VESI V4 s X X A
(note 2)
Courant|de sortie a I'état haute impédance au lozn Vee Vous X X A
niveau hjaut (si applicable)
Courant|de sortie a I'état haute impédance au lozt Vee Voia X X A
niveau bgs (si applicable)
Courant|de court-circuit en sortie los Ve V=0 X mA
(note 3)
NOTE| 1 — Ces paramétres doivent étre vgrifies comme conditions d’essais de V,, et V.
NOTE| 2 — I5,x et I x S'appliquentiuniquement aux circuits possédant des sorties a collecteur ouveért (ou
sourcg/drain ouvert) et dans ce cas_ils remplacent /5, et /, .
NOTE| 3 — Durée a spécifier.
NOTE| 4 - Les tensions—d'alimentation doivent étre spécifiées pour assurer que la mesure |de la
caractéristique correspondante est effectuée dans les conditions de pire cas.
NOTE[5 - V|, et V| ne sont pas des valeurs mesurées, mais des conditions d’essai.
NOTE| 6 — Optionn€l.
Les valgurs suivantes doivent étre indiquées s'il y a lieu:

— lorsguecertaines bornes peuvent jouer le réle d’entrées ou de sorties, if faut fobrnir les
AV

|nfor ationc danc cac dauv cac
RaHeRSEaRSEeSaet—easS-

6.2 Caractéristiques dynamiques

Chaque caractéristique électrigue dynamique ou en courant alternatif doit étre indiquée dans
des conditions de pire cas électrique spécifié en fonction de la gamme recommandée des
tensions d’alimentation indiquée au 5.1.

Les conditions de charge doivent également étre indiquées pour I'essai de chaque
caractéristique dynamique.
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Table 5 — Example of static characteristics

Characteristics Symbol Conditions Min. Typical Max. | Units
(note 4) (note 6)
Maximum supply current(s) (operating) lcct Veemax. X mA
Maximum supply current(s) (standby) lcco Veemax. X A
High-level input voltage Vi (note 5) X X \%
Low-level input voltage Vi (note 5) X X \%
High-level output voltage Vou Vee:lona X \Y
Low-levdT output voltage VoL Ve lola X \Y
High-level input or leakage current Iy Vee X X A
Vin=Vous
Low-levgl input or leakage current n Vee X X HA
ViL=Vora
High-level output current (note 1) lon Vees Vous X X HA
Low-levgl output current (note 1) oL Vee:Voua X X mA
High-level output current (leakage) lonx Vee: Vona X X A
(note 2)
Low-levgl output current (leakage) loLx VeedVols X X A
(note 2)
Off-statg output current (if applicable) lozh Vec, Vous X X HA
Off-statg output current (if applicable) lozt Vee:Voua X X A
Output short-circuit current (note 3) los Vee, Vo=0 X mA
NOTE|1 — These parameters shall be inspected as’applied conditions for Vo and Vg, .
NOTE|2 — Ioux and I x apply only to circuitsthaving open collector (or open source/drain) outputs and|in this
cage replace Igy and Ig.
NOTE|3 — Duration to be specified.
NOTE|4 — The supply voltage shall be specified to ensure the worst case for the relevant characeristic
mdasurement.
NOTE|5 — V| and V,_ are not,measured values but applied conditions of test.
NOTE|6 — Optional
The follpwing shalfjalso be stated where applicable:
— wherp certain terminals may function as inputs or as outputs, the information shall pe given

for b

pth, conditions.

6.2 Dy

amic characteristics

Each dynamic characteristic shall be stated under specified electrical worst-case conditions
with respect to the recommended range of supply voltages as stated in 5.1.

Loading

conditions shall also be stated for dynamic characteristic testing.
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exemple:

— temps de propagation ou temps de transition:

entrée vers sortie;
horloge vers sortie;
horloge vers rebouclage;
remise a zéro vers sortie;

mise a un directe/remise a zéro vers sortie.

— temps de propagation pour les sorties 3 états;

60748-2 © CEI:1997

— tempfg dautorisation;
— temps d’inhibition;
— temps d’'établissement;
— tempis de maintien;
— cyclg d’horloge ou fréquence maximale;
— largelur d’'impulsion d’horloge;
— largelur d’'impulsion de remise a zéro.
La listg et la définition des parameétres doit étre indiguée ici. Se reporter a la partie
corresppndante de la CEI 60748 pour les caractéristiques-d€ famille.
Tableau 6 — Exemple de caractéristiques dynamiques
Caractéristiques Symboles Conditions Min. ypique* Mgx. Unité
* facultatif
6.3 Diggramme des temps
Des diaprammes des temps doivent étre fournis, comportant un ensemble complet de|signaux
indiquant le fonctionnemeént de chaque mode du circuit. On doit indiquer tous les interJalles de
temps que I'utilisateur doit connaitre pour assurer le fonctionnement correct de la mémpire.
On doit indiquersur ces diagrammes tous les parametres spécifiés en 6.2.
6.4 Capacités

Les valeurs maximales des capacités aux bornes d’'entrée et de sortie pour les valeurs
spécifiées de:

— tension(s) d'alimentation;

— tension continue a la borne correspondante;

— fréquence;

— tensions d’entrée aux autres bornes.
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For example:

— propagation time or transition time;

input to output;

clock to output;

clock to feedback;
reset to output;

direct set/rest to output;

— propagation time for 3-state outputs;

- 233 -

— enabfeTime;

— disahle times;

— setup time;

— hold time;

— clocHK cycle or maximum frequency;
— lock width;
— resef pulse width.

The par

related ¢haracteristics.

Table 6 — Example of dynamic characteristics

ameter list and definition shall be stated here. See relevant part of IEC 60748 for family

Characteristics

Symbols

Conditions

I‘

vin.

pical*

M

nits

* optignal

6.3 Timing diagram

Timing

operatid

the corrgct operation 'of the circuit shall be stated.

Any parpmetersmentioned in 6.2 shall be found in the timing diagram.

6.4 Capagitances

Maximum values of capacitances at input and output terminals, for specified values of:

diagram shall bg™given, to comprise a complete set of signals which shows each
n mode of the circuit. Any time intervals which need to be known by the user tg ensure

— supply voltage(s);

— continuous voltage at the relevant terminal;

— frequency;

— input voltage at other terminals.
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7 Programmation

7.1 Mode programmation

7.1.1 Procédure de programmation

La procédure de programmation recommandée doit étre indiquée. S'il y a lieu, les conditions et
les méthodes de vérification (par exemple sens de la tension, les caractéristiques statiques et

dynamiques des impulsions de programmation, le nombre d’'impulsions de programmation)
pendant la programmation doivent étre indiquées.

Si une procédure d’effacement est nécessaire avant la programmation, elle doit étre spécifiée.

7.1.2 Qonditions de programmation recommandées

Les conditions spécifiées de programmation doivent étre indiquées conformément a I'article 4,
section |un, chapitre Ill. Lorsque la gamme de température dans laquelle s’applique la
procédure de programmation est différente de la gamme de température’de fonctionhement,
elle doit]étre indiquée.

Les corditions et/ou caractéristiques électriques suivantes doivéni“étre indiquées en|valeurs
maximales et/ou minimales:

a) courant(s) et/ou tension(s) d’'alimentation lorsque I'impulsidn de programmation est appliquée;

b) courgnt(s) et/ou tension(s) de programmation aux_baernes spécifiées auxquelles I'impulsion
de plogrammation est appliquée;

c) courant(s) et/ou tension(s) d’entrée aux bornes>de commande de programmation.
7.1.3 Qonditions d’exigences de temps
7.1.3.1 |Dispositifs ayant des broches de-programmation séparées

Un diagfamme des temps doit étre danné et les exigences de temps suivantes indiquégs:

i) largeur de I'impulsion de programmation ............ccooeiieiiieiiiiiineineeeeenn, min. et max.

i) tempis de montée de I'impulsion de programmation ..............c.ccoeevuneennn. min. et/o4 max.
iii) tempis de descente de.limpulsion de programmation ..............c...c.ceeee.. min. et/oJ max.
iv) rapport cyclique de.programmation (s'ily a lieu) ........cc.ooeeoviiiiiinninnnss max.

V) templs d’'établissement:
Des val¢urs minimales doivent étre indiquées pour les temps d’établissement suivants:
a) adresse avant impulsion de programmation ou autorisation de programmation (vdir note);

b) entree de donnees avant impulsion de programmation ou autorisation de programmation
(voir note);

c) autorisation de programmation avant impulsion de programmation (s’il y a lieu).

NOTE - Le choix entre «impulsion de programmation» ou «autorisation de programmation» comme impulsion de
référence dépend de celle qui devient active la derniere et il convient que cela soit conforme au diagramme des
temps donné.

vi) temps de maintien:
Des valeurs minimales doivent étre indiquées pour les temps de maintien suivants:

a) adresse apreés la fin de I'impulsion de programmation ou d’autorisation de programmation
(voir note);

b) entrée de données aprés la fin de I'impulsion de programmation ou autorisation de
programmation (voir note);
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7 Programming

7.1 Programming mode
7.1.1 Programming procedure
The recommended programming procedure shall be stated. Where appropriate, the verification

method and conditions (for example, sense voltage, static and dynamic characteristics of the
programme pulses, number of programme pulses) during programming shall be stated.

If an erasing procedure is necessary before programming, it shall be specified.

7.1.2 Recommended programming conditions
The spe¢cified conditions for programming shall be stated in accordance with clause 4 of

section |one, chapter Ill. When the temperature range to be used for)the progfamming
procedure is different from the operating temperature range, this shall besspecified.

The follpwing electrical condition and/or characteristics shall be stated with maximum and/or
minimurn values:

a) powdqr supply current(s) and/or voltage(s) when the programime pulse is applied;

b) progfamming current(s) and/or voltage(s) at specified\terminals to which the programme
pulsg is applied;

c) inputjcurrent(s) and/or voltage(s) at any terminal for programming control.
7.1.3 Timing requirements
7.1.3.1 |Device having separate programme terminal(s)

A timind diagram shall be given, and th&)following timing requirements shall be stated:

i) progfamme pulse duration (width)"...........cooeiiiiiiiiii min. and max. vajues;

i) progfamme pulse rise time,.. s ... min. and/or max. [values;
iii) progfamme pulse fall time:.........coooviiiiiii e min. and/or max. [values;
iv) progfamme duty cyele(where appropriate) ........c.coccoveevieennees max. value.

v) set-up time:
Minimum values.shall be stated for the following set-up times:

a) address’before programme pulse or programme enable (see note);

b dfa- H baf ] i L o)
W™ nr otiurc proygraiiiite pulioT Ul pruogrartimic TITaulic {(oTT TTUtT )/,

c) programme enable before programme pulse (where appropriate).

NOTE - The choice of “programme pulse” or “programme enable” as the reference pulse depends on which one
becomes active last, and this should be in accordance with the given timing diagram.

vi) hold times:
Minimum values shall be stated for the following hold times:

a) address after end of programme pulse or programme enable (see note);
b) data-in after end of programme pulse or programme enable (see note);
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c) adresse aprés la fin de I'entrée de données;

d) autorisation de programmation aprés la fin de I'impulsion de programmation (s'il y a lieu).

NOTE - Le choix de «I'impulsion de programmation» ou de «l'autorisation de programmation» comme impulsion de
référence dépend de celle qui devient inactive la premiéere et il convient que cela soit conforme au diagramme des
temps spécifié.

7.1.3.2
Exigenc

7.2 Mo

Dispositifs sans bornes de programmation séparées
es a I'étude.
de effacement (s'il y a lieu)

lle cette
7.2.1.1 |Conditions d’effacement recommandées
Les conditions électriques suivantes pendant I'effacement doivent é&tre indiquées gvec les
valeurs minimales et/ou maximales:
a) courant(s) et/ou tension(s) d'alimentation lorsque I'impulsion d'€ffacement est appliquée;
b) courant(s) et/ou tension(s) d'effacement aux bornes spécifiées auxquelles I'impulsion
d’effacement est appliquée;
c) courant(s) et/ou tension(s) d’entrée a toute borne utilisé€ pour une opération d’effacement.
NOTE - HYorsque la gamme de température précisée pour la procedure d’effacement est différente de la gamme de
températyre de fonctionnement, il convient de I'indiquer.
7.2.1.2 |Conditions d’exigence de temps (effacement)
a) Dispositifs ayant des broches séparées destinées a I'effacement
Les exigences de temps suivantes doivent étre données:
i) lafgeur d'impulsion d’effacement ...........ccoiiiiiiiiiii min. et max.;
i) temps de montée de I'impulsion d’effacement.............ccooeiiiiiiiii. min. et/qu max.;
iii) temps de descente de I'impulsion d’effacement ..............cooiiiiinin. min. et/qu max.;
iv) rafpport cyclique d’effacement (s’ily alieu)......c.ccooeeviiiiiniiiinince e, max.;
v) temps d’'établissement
— | adresse avant le début de I'impulsion d’effacement........................ min.;
— | autorisation avant le début de I'impulsion d’effacement (s’il y a lieu) min.;
vi) temps.de maintien:
— Ladfesse apres la fin de l'impulsion d'effacement min. ;
— autorisation apreés la fin de I'impulsion d’effacement (s’il y a lieu).... min.

b) Dispositifs sans broches séparées destinées a I'effacement

Exigenc

es a I'étude.

7.2.2 Dispositifs utilisant la technologie des UV EPROM

7.2.2.1

Conditions d’effacement recommandées

Les quantités suivantes ainsi que leurs tolérances doivent étre indiquées:

a) longueur d’'onde de la lumiére UV;

b) intensité de la lumiére UV sur la fenétre transparente du bottier;

c) temp

s d’exposition.
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c) address after end of data-in;
d) programme enable after end of programme pulse (where appropriate).

NOTE - The choice of “programme pulse” or “programme enable” as the reference pulse depends on which one
becomes inactive first, and this should be in accordance with the given timing diagram.

7.1.3.2 Devices without separate programme terminals

Requirements are under consideration.

7.2 Erasing mode (if applicable)

The erasing procedure and the range of operating temperatures at which this operation may be
carried put shall be stated.

7.2.1 Devices using EEPROM technology
7.2.1.1 |Recommended erasing conditions

The following electrical conditions during erasing shall be stated,Cwith maximun] and/or
minimum values:
a) powdqr supply current(s) and/or voltage(s), when the erase pulsé s applied;

b) erasing current(s) and/or voltage(s) at specified terminals’ to which the erase pulse is
applipd;

c) input|current(s) and/or voltage(s) at any other terminal used for an erasing operation|

NOTE - |[When the temperature range to be used for the, €rasing procedure is different from the |operating
temperatyre range, this should be specified.

7.2.1.2 |Timing requirements (erasure)
a) Devites having separate erase terminals
The follpwing timing requirements shall-be stated:

i) | erase pulse duration (Width)— ........ccooiiiiiiiiiiii, min. and max. alues;
i) erase pulse rise tIMe ... s e min. and/or max/|values;
i erase pulse fall tiMe e, .. tuu e min. and/or max{values;
iv) erase duty cycle (Where appropriate).......ccccovveveevinviinennnnn. max. value;
V)| set-up times:

— address-before start of erase pulse ........ccoeeveeiviiiinennnnn, min. value:

— enable before start of erase pulse (where appropriate)...  min. value;

vi) hold-times:

b) Devices without separate erase terminals
Requirements are under consideration.

7.2.2 Devices using UV EPROM technology
7.2.2.1 Recommended erasing conditions
The following quantities, with their tolerances, shall be stated:

a) ultraviolet light wavelength;
b) ultraviolet light intensity on the transparent window of the case;
C) exposure time.
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7.3 Nombre de cycles programmation/effacement (s'il y a lieu)

Le nombre minimum de cycles de programmation/effacement a accomplir pour les conditions
de fonctionnement spécifiées, doit étre indiqué.

NOTE - Ce nombre est probablement fonction des conditions d’'impulsion de programmation et/ou d’effacement, de
la température et du temps de fonctionnement.

7.4 Information de rétention

S’il y a lieu, par exemple pour des mémoires a lecture seule programmables électriquement et
effacables électriquement, les informations de rétention suivantes doivent étre indiquées:

a) nomipre maximum d Operations lecture/ecriture,

b) tempjs de rétention minimal.
8 Points relatifs a la conception

8.1 M1ériel de CAO

Une liste donnant la configuration et la description du matériel,de) CAO tels que stption de
travail (EWS), systéme d’exploitation (OS), taille mémoire requjsei.doit étre donnée.

8.2 Logiciels de CAO

Une listp des logiciels indiquant, pour chacun, le nom,“a version, le fabricant, le langage, le
format gle données, etc., doit étre donnée. Ces logicCiels doivent comporter tout ou pgrtie des
outils syivants, sans en exclure d’autres:
a) entrée des schémas;

b) synthése;

c) simujation;

d) analyse des temps;

e) vérification des regles de construction.

Le fourpisseur doit avoir‘une procédure de mise a jour et de révision des outils fle CAO
utilisés.|Se reporter a la-partie correspondante de la CEl 60748.

9 Valgurs limites, caractéristiques et données mécaniques et climatiques

Toutes [les ‘valeurs limites mécaniques et climatiques spécifiques applicables doivent étre
indiquégs.(se reporter également a l'article 7 du chapitre VI de la CEIl 60747-1).

10 Renseignements supplémentaires
S’il y a lieu, les renseignements suivants doivent étre donnés:

10.1 Circuit d’entrée et de sortie équivalent

Des renseignements détaillés doivent étre donnés sur le type de circuits de sortie, par exemple
trois-états, collecteur ouvert, drain-ouvert, push-pull, péle totem.
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7.3 Number of programming-erasing cycles (where appropriate)

The minimum number of programming-erasing cycles that can be achieved for specified
operating conditions shall be stated.

NOTE - This number is likely to be function of the programme and/or erase pulse conditions, the operating time
and temperature.

7.4 Data retention information

Where appropriate, for example for electrically erasable and electrically programmable read
only memories, the following data retention information shall be stated:

a) maximum number of read/write operations,
b) minihum data retention time.

8 Design aspects

8.1 Computer aided engineering (CAE) design hardware

A list wjth the configuration and description of the CAE hardwaré_such as engineering work
station (EWS), operating system (OS) and memory requirement shall be given.

8.2 CAE design software

A list of|software packages, including name, version,manufacturer, description languape, data
format, ptc. shall be given. These software packagesyshall include some or all of the fpllowing
tools without being restricted to them.
a) schematic entry;

b) synthesis;

c) simujation;

d) timinp analysis;

e) engineering rules check.

The supplier shall have avprocedure of updates and revision of dedicated CAE togls. See
relevant part of IEC 60748.

9 Mecphanical and environment rating, characteristics and data

Any spdcific.mechanical and environmental ratings applicable shall be stated. (See g4lso IEC
60747-1,chapter VI, clause 7).

10 Additional information
Where appropriate, the following information shall be given:

10.1 Equivalent input and output circuit

Detailed information shall be given regarding the type of output circuits for example, three
state, open collector, open drain, push-pull, totem-pole.
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10.2 Protection interne

On doit indiquer si le circuit intégré comporte une protection interne contre les tensions

statique

s ou les champs électrique élevés.

10.3 Résistance thermique

104 M

arge d’'immunité au bruit

Des renseignements sur le circuit intégré qui permettent de calculer les marges d'immunité au
bruit sont donnés en 6.1 et 6.2 (se reporter également au 13.2 de la section un du chapitre II).

10.5 Charge de sortie admissible

10.6 |

erconnexions des circuits numériques

Des exg¢mples d'opérations logiques (par exemple cablé-OU) qui peuvent)étfe exéc
interconnectant des unités similaires doivent étre donnés.

10.7 |

Sl y
amplific

10.8 E

Des cq

erconnexions avec d'autres types de circuits

lieu, des détails sur les interconnexions avec d'autres circuits, par €
hteurs de sens, tampon, doivent étre donnés.

fets d'un ou de composants connectés extérieutement

urbes ou des données indiquant l'effet> d'un ou de composants cg

extérieurement qui influencent les caractéristiques’peuvent étre fournies.

109 R

Par exe
indiqué.

10.10

Sl y g

bcommandations pour tout dispositif:associé

mple, le découplage de I'alimentation en cas d'utilisation de haute fréquence

Précautions de manipulation

lieu, des précautions spécifigues au circuit doivent étre indiquées (se

égalem¢nt a la CEI 60747-1, chapitre IX).

10.11

10.12

Données dapplication

\utrestrenseignements sur I'application

Itées et

xemple,

nnectés

Hoit étre

reporter

10.13

Date’de publication de la feuille de données
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10.2 In

ternal protection

A statement shall be given to indicate whether the integrated circuit contains internal protection

against

high static voltages or electrical fields.

10.3 Thermal resistance

10.4 Noise margin

Information about the integrated circuit that enables noise margins to be calculated is given in

6.1 and

6.2 (see also 13.2 of section one, chapter IlI).

10.6 |

Exampl
intercon

10.5 Orttput loading capability

erconnections of digital circuits

s of logic operations (for example, wired-OR) that may cbe" perforined by

necting similar units shall be stated.

10.7 Interconnections to other types of circuit

Where
amplifie

10.8 E

Curves
charactg

109 R

For exa

10.10

appropriate, details of the interconnections to other “Circuits, for example]
r's, buffer, shall be given.

fects of externally connected component(s)

of data indicating the effect of externally €ennected component(s) that influg
bristics shall be given.

ecommendations for any associatedsdevice(s)

mple, decoupling of power supply from high frequency shall be stated.

Handling precautions

sense

nce the

Where appropriate, handling precautions specific to the circuit shall be stated. (See also IEC

60747-1

10.11

10.12

10.13

, chapter IX.)

\pplication data
Dther application information

Date of issue of data sheet
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CHAPITRE IV: METHODES DE MESURE

SECTION UN - GENERALITES

ences générales

L'article 1 de la CEl 60748-1, chapitre VII, qui renvoie aux articles 1 (Introduction) et 2
(Précautions générales) de la CEl 60747-1, chapitre VII, s’applique, sauf spécification
contraire.

2 Exiglences spécifiques

2.1 Ex

2.1.1 PRour chaque mesure, les tolérances sur les tensions ou les courants d'alim

doivent

2.1.2 |

2.1.3 Quand aucune condition électrique n’est spécifiée;pour une borne donnée, @
cette bagrne non connectée.

2.1.4 Ue ou les points de référence pour les mesures de tensions doivent étre indiqué

NOTE - Ue point de référence pour les mesures de tensieh du signal n’est pas nécessairement le méme

pour les t

2.1.5 Quand un dispositif posséde une mémoire interne ou de I'hystérésis, un (
prérégldge peut étre nécessaire avant:echaque mesure.

2.1.6 On doit faire fonctionnef le" dispositif dans des conditions dont I'ensemble cor|

aux «Co

2.1.7 Avant d'effectuer les mesures suivantes, on doit d’abord s’assurer que, pour
combinaison des entrées, la sortie est conforme aux détails donnés dans la t

fonction
mesure

2.2 Co

gences geénérales pour les mesures statiques et dynamiques

etre de +1 % des valeurs spécifiées, sauf spécification contraire.

bnsions d'alimentation.

hditions de fonctionnement recommandées», sauf spécification contraire.

nement correspondante, sauf lorsque cette table de fonctionnement est vérifiée
b elles-niémes.

nditions spécifiées pour les caractéristiques statiques

entation

a tolérance sur la température ambiante relative au dispdsitif en mesure ¢oit étre
de +2 °C de la valeur indiquée, sauf spécification contraire.

n laisse

UJ

que celui

ycle de

respond

chaque
hble de
par les

2.2.1 Mesure de la tension ou du courant de sortie

Les con

ditions suivantes doivent étre indiquées (voir note):

a) la température ambiante ou celle d’'un point de référence;

b) les valeurs des tensions ou des courants d’alimentation;

c) les conditions a chaque borne d’entrée;

d) les conditions a la borne de sortie choisie pour la mesure;

e) les conditions a toutes les autres bornes de sortie.

NOTE - Les conditions de mesure pour une sortie «basse» peuvent étre différentes des conditions de mesure pour
une sortie «haute».
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1 Basi

CHAPTER IV: MEASURING METHODS

SECTION ONE - GENERAL

C requirements

Clause 1 of IEC 60748-1, chapter VII, which refers back to clauses 1 (Introduction) and 2
(General precautions) of IEC 60747-1, chapter VII, applies, unless otherwise stated.

2 Spegific requirements

2.1 Geperal requirements for static and dynamic measurements

2.1.1 Hor each measurement, supply voltages or currents shall be within't1 % of the 3
values, pnless otherwise stated.

2.1.2 The ambient temperature of the device being measured-shall be within +2 °
specifiefd value, unless otherwise stated.

2.1.3 Where no electrical conditions are specified“for a given terminal, it shall
unconngcted.

2.1.4 The reference point(s) for voltage measutements shall be stated.

NOTE - [The reference point for signal voltage measurements is not necessarily the same as that

voltages.

2.1.5 When a device has internal.memory or hysteresis, a pre-setting cycle may be
before gach measurement.

2.1.6 The device shall be @perated at a set of conditions within the range of "recom
operatirjg conditions"”, unless otherwise stated.

2.1.7 PRrior to carrying out the following measurements, it shall first be established
each cgmbinationi.of inputs, the output conforms to the details given in the relevant
table, except when this function table is verified by the measurements themselves.

2.2 Specified conditions for static characteristics

pecified

C of the

be left

or supply

required

mended

that, for
function

2.2.1 Measurement of output voltage or current

The following conditions shall be stated (see note):

a) ambient or reference-point temperature;

b) values of supply voltages or currents;

c) cond
d) cond
e) cond

itions at each input terminal,
itions at the output terminal selected for the measurement;
itions at all other output terminals.

NOTE - The measuring conditions for a "low" output can be different from the measuring conditions for a "high"

output.
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2.2.2 Mesure de la tension ou du courant d’entrée

Les con

ditions suivantes doivent étre indiquées (voir note):

a) la température ambiante ou celle d’un point de référence;

b) les valeurs des tensions ou des courants d’alimentation;

c) les conditions a chaque borne de sortie;

d) les conditions a la borne d’entrée choisie pour la mesure;

e) les conditions a toutes les autres bornes d’entrée.

NOTE - Les conditions de mesure pour une entrée «basse» peuvent étre différentes des conditions de mesure pour

une entré

hauta

Certaing
plusieur
peut étr

2.3 Co

Les con

dispositifs ayant une mémoire interne ou de I'hystérésis peuvent aveir
5 valeurs d'impédance d’entrée pour un niveau donné, auquel cas plushdune
b nécessaire.

hditions spécifiées pour les caractéristiques dynamiques

ditions sont données avec les méthodes de mesure.

3 Matiice d'application pour les méthodes de mesure

Voir le t

hbleau de la page suivante.

une ou
mesure
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2.2.2 Measurement of input voltage or current
The following conditions shall be stated (see note):

a) ambient or reference-point temperature;

b) values of supply voltages or currents;

c) conditions at each output terminal;

d) conditions at the input terminal selected for the measurement;
e) conditions at all other input terminals.

NOTE - The measuring conditions for a "low" input can be different from the measuring conditions for a "high"
input.

Some dpvices having internal memory or hysteresis may have more than one input-<impedance
value fof a given input level, in which case more than one measurement may be hecesdary.

2.3 Specified conditions for dynamic characteristics
The conditions are given with the measuring methods.
3 Application matrix for the measuring methods

See table on the following page.
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SECTION DEUX - METHODES DE MESURE POUR LES CARACTERISTIQUES STATIQUES

1 Tensions de sortie au niveau haut et au niveau bas (Vg et Vo)

a) But

Mesurer les tensions de sortie au niveau haut et au niveau bas dans des conditions spécifiées.
b) Schéma

Alimentation

Entrée essayée

Sortie en mesure

To

Circuit en mesure A

Vi
Autres entrées Vo
% Référence
2

G = source de tension et générateur d’'impulsions

Figure @z

269/85

c) Desgription et exigences du circuit

Le matdriel utilisé doit permettre de réalisgr, si c’est exigé, les conditions de sortie spé

S'il y g lieu, le générateur d'impulsions doit fournir un nombre suffisant de sé
d’'impulgions indépendantes pour, permettre a la sortie du circuit en mesure de vérifier
de foncfionnement.

Le générateur de courant dait'étre capable de délivrer ou d’absorber le courant.

d) Exéclution

Connec

er le circuit intégré, comme il est spécifié, au circuit de mesure de la figure 4

les tengions d’alimientation et les tensions d’entrée aux valeurs spécifiées; applid

conditio

Régler
mesure

Appliqu
nécessaires pour obtenir le niveau de s

hs exigéesi{aux bornes de sortie.

ifiées.
juences
la table

/; régler
uer les

a température a la valeur spécifiée et la vérifier immédiatement avant et gprés la

d'entrée

ortie statique spécifié. Mesurer la tension de sortie V.

NOTE - Pourvu qu’on utilise les conditions de pire cas pour les tensions d’entrée, cette mesure peut vérifier en
méme temps que le circuit en essai satisfait a la fois les extrémes pour les tensions d’'entrée spécifiées et pour les
tensions de sortie associées.

Exemple:
Fonction Conditions appliquées Valeur extréme de mesure
Entrée essayée Autres(s) entrées Sortie en mesure
ET-NON ViLa Vina Vous
VIHB VIHB VOLA
ET Vins Vius Vous
VILA VIHA VOLA
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1 High-level and low-level output voltages (

— 249 —

SECTION TWO - MEASURING METHODS OF STATIC CHARACTERISTICS

a) Purpose

Von and Vg )

To measure the high-level and low-level output voltages under specified conditions.

b) Circuit diagram

Power supply

c) Circd
The me

Input under test

ON

Circuit being

Output being measured

measured

Other inputs

Réference
%A

G = voltage source and pulse ‘generator

Figure 47

it description and requirements

269/85

hsurement equipment shall provide{dwhere required, the specified output conditipns.

Where @ppropriate, the pulse generatorshall provide a sufficient number of independent pulse

sequen(
to the fl

The cur
d) Meaq
The intq

nction table.

urement procedure

es to enable the output condition of the circuit being measured to be set up a

ent generator shall be capable of acting as either a source or sink of current.

grated circuit S connected as specified to the measurement circuit of figure
supply and input voltages are set to their specified values and the appropriate condit

ccording

47; the
ons are

applied fo the output\terminals.
The temperature-is set to the specified value and checked immediately before and after the
measure¢ment.
The input.€onditions and, where appropriate, the input pulse sequences necessary tp set up
the specific static output level are applied. The output voltage Vg IS measured.
NOTE - Provided that the worse-case combinations of input voltages are used, this measurement can
ﬁinrnu:slfaneously verify that the circuit under test meets both the specified input and the associated output voltage
Example:
Function Applied conditions Measurement limit
Input under test Other input(s) Output being measured
NAND ViLa Vina Vors
VIHB VIHB VOLA
AND Viig Vine Vons
VILA VIHA VOLA
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e) Conditions spécifiées
— Température ambiante ou température d’'un point de référence.
— Procédure d’'établissement (s'’il y a lieu) et séquence de mesures.
— Valeurs(s) de la ou des tensions d’alimentation.
— Tension(s) d’'entrée.
— Courant(s) de sortie.
- Sens des courants.

2 Courants d’entrée au niveau haut et au niveau bas (/4 et /)

a) But
Mesurel les courants d’entrée au niveau haut et au niveau bas dans des conditions)spécifiées.
b) Schéma

Alimentation

Entrée en mesure
7N Sortie(s)

O

Circuit en mesure Réseau de sqrtie

™ npembebe e T
v
| Autres entrées

% Référence
7 270/85

S'il y g lieu, le générateur dimpulsions doit fournir un nombre suffisant de séfuences
d'impulgions indépendantestpour permettre d'établir I'état logique interne spécifié.

Le matdriel utilisé doit permettre de réaliser, si c’est exigé, les conditions de sortie spégifiées.
d) Exéclution

Figure 48
c) Desdription et exigences du circuit

Connecter le circuitintégré, comme il est spécifié, au circuit de mesure de la figure 48; régler
les tengions d'alimentation et les tensions d'entrée aux valeurs spécifiées; appliquer les
conditiohs exigées aux bornes de sortie.

Régler |[adtempérature a la valeur spécifiée et la vérifier immédiatement avant et Tprés la
mesure

S’il y a lieu, appliquer les impulsions d’entrée nécessaires pour obtenir I'état logique spécifié.
Mesurer le courant qui en résulte /.
NOTE - Habituellement, chaque entrée est mesurée séparément.
e) Conditions spécifiées
- Température ambiante ou température d’'un point de référence.
— Procédure d’'établissement (s’il y a lieu) et séquence des mesures.
— Valeur(s) de la ou des tensions d’alimentation.
- Tension(s) d’entrée.
— Conditions de sortie, s’il y a lieu.
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ified conditions

— Ambient or reference-point temperature.

— Setting-up procedure (where appropriate) and sequence of measurement.

— Value(s) of the supply voltage(s).

- Input voltage(s).

— Output current(s).

— The direction(s) of current(s).

2 High

-level and low-level input currents ([, and /)

a) Purp

To measure the high-level and low-level input currents under specified conditions.

b) Circd

DSe

it diagram

Power supply

j /.\ Input being measured Output(s)

O .

Circuit being Output netw
G measured

e ———— — — e ———

Vi

Other inputs

c) Circd

Where appropriate, the pulse .generator shall provide a sufficient number of independe]

sequeng
The me
d) Meaq

The intq

supply 4
applied

% Reference
7

Figure 48

it description and requirements

es to enable the spegified internal logic state to be set up.
hsurement equipment shall provide, where required, the specified output conditi
urement procedure

grated gitcuit is connected as specified to the measurement circuit of figure
ind input-voltages are set to their specified values and the appropriate condit
fo thee output terminals.

270/85

nt pulse

ons.

48; the
ons are

The tenpperature is set to the specified value and checked immediately before and after the

measurement.

Where appropriate, the input pulses necessary to set up the specified logic state are applied.

The resulting current /; is measured.

NOTE - Usually, each input is measured separately.

e) Spec

ified conditions

— Ambient or reference-point temperature.

— Setting-up procedure (where appropriate) and sequence of measurements.

— Value(s) of the supply voltage(s):

- In

put voltage(s).

— Output conditions, where appropriate.
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3 Courant de court-circuit en sortie ( /gg)

a) But

Mesurer le courant de court-circuit en sortie dans des conditions spécifiées.
b) Schéma

Alimentation

c) Desd
Sl y 4
d’impulg
fonction
L’'équipd
un point
de court

d) Préc
Onned
e) Exéc

Connec
les tens

Régler |

Appliqu
de sortig

Connec

los

Circuit en mesure

%. Référence
7 271/85

G = source de tension et générateur d’'impulsions

Figure 49

ription et exigences du circuit

lieu, le générateur d’impulsions doit fournir un nombre suffisant de sé
ions indépendantes pour permettre a la,sotrtie du circuit en essai de vérifier la
nement.

ment de mesure doit permettre dezréaliser un court-circuit entre la borne de
de référence spécifié (pendant une durée spécifiée, s’il y a lieu) et mesurer le
-circuit sans réagir d’'une maniére significative sur le court-circuit lui-méme.

hutions a prendre
oit pas dépasser la valéur limite de la dissipation de puissance.
ution

er le circuit intégré, comme il est spécifié, au circuit de mesure de la figure 4
ons d’alimentation et les tensions d’entrée aux valeurs spécifiées.

h température a la valeur spécifiée et la vérifier immédiatement avant et aprés la

br, s'il y(@a)lieu, les séquences d’'impulsions d’entrée nécessaires pour obtenir |¢
b statique spécifié.

erlaborne de sortie essayée au point de référence spécifié et mesurer le co

court-ci

jluences
table de

sortie et
courant

D; régler

mesure.
b niveau

irant de

cuit oo
Vo

Avant de réaliser le court-circuit, on force la tension de sortie (par exemple, au moyen de la
combinaison voulue des niveaux d’entrée) a un niveau aussi éloigné que possible du niveau de
référence.

f) Conditions spécifiées

— Température ambiante ou température d’un point de référence.
- Procédure d’établissement, s'il y a lieu.

— Valeur(s) de la ou des tensions d’alimentation.

— Tension(s) d’entrée.

— Durée du court-circuit, s’il y a lieu.

— Conditions aux autres bornes.

— Point de référence (pour le court-circuit).
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3 Short-circuit output current ( /5g)

a) Purpose

To measure the short-circuit output current under specified conditions.

b) Circu

it diagram

Power supply

Output being

c) Circd

Where appropriate, the pulse generator shall provide a‘sufficient number of independe

sequenc
function

—— 7
Circuit being measured A 0s

measured
G

%. Reference
Z 271/85

G = voltage source and pulse generatar

Figure 49
it description and requirements

es to enable the output condition of the circuitiunder test to bet set up accordir
table.

nt pulse
g to the

een the
and of

49; the

The mgasurement equipment shall be capable*of implementing a shortcircuit betw
output terminal and a specified reference point (for a specified duration, if appropriate
measuring the short-circuit current without.influencing significantly the shortcircuit itself
d) Precautions to be observed

The maximum rated power dissipatign shall not be exceeded.

e) Meagurement procedure

The intggrated circuit is connected as specified to the measurement circuit of figure
supply gnd input voltages-are set to their specified values.

The temperature is set._to the specified value and checked immediately before and after the
measur¢ment.

Where @ppropriate; the input pulse sequences necessary to set up the specified stati

level ar

The output terminal under test is connected to the specified reference point and th
circuit clrrent Ioo is measured

applied.

C output

e short-

Before application of the short circuit, the output voltage is forced (for example, by means of
the relevant input level combination) to a level as far as possible from the reference level.

f) Specified conditions

— Ambient or reference-point temperature.

- Setting-up procedure, where appropriate.

— Values(s) of the supply voltage(s).

- In

put voltage(s).

- Short-circuit duration, if appropriate.

— Conditions at other terminals.

- Reference point (for the short circuit).
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4 Courant d’alimentation en fonctionnement statique 41 |:|

a) But
Mesurer le courant d’alimentation dans des conditions de fonctionnement statique spécifiées.
b) Schéma

Alimentation

Sortie(s)
Entrée(s) Circui Réseau(x)
Ircuit en mesure de sortie
6 L___1 L_____1
% Référence
7. 272/85
G = source de tension et générateur dimpulsions
Figure 50

c) Desgription et exigences du circuit
Sl y g lieu, le générateur d’impulsions doit fournir un nombre suffisant de séfuences
d'impulgions indépendantes pour permettre ala sortie du circuit en essai de vérifier la ffable de
fonctionhement.
d) Exécution
Connecfter le circuit intégré, commelil est spécifié, au circuit de mesure de la figure 50; régler

les tens

Régler
mesure

Appliqu
de sortig

Mesure
e) Cond
- T4

ons d'alimentation et les'tensions d’entrée aux valeurs spécifiées.

a température a la valéur spécifiée et la vérifier immédiatement avant et @prés la

br, s'il y a lieu, des-séquences d’'impulsions d’entrée nécessaires pour obtenir |¢
b statique voulu.

le courant’d’alimentation correspondant.
itions<spécifiees

bmpérature ambiante ou température d’un point de référence.

P niveau

- P

| Ll .- A | L. ) b re (]
uctcuurc U,CLdUIIbbCIIIUIIl \b,ll y alicu) €l SEQuUcTILE UT TITESUTTS.

— Valeur(s) de la ou des tensions d’alimentation.

— Tension(s) d’'entrée.

- Réseau(x) de sortie.

5 Tensions de seuil (d’entrée) et tension d’hystérésis 48 |:|

a) But

Mesurer les tensions de seuil (d'entrée) et déterminer la tension d’hystérésis d'un circuit
logiqgue combinatoire & I'aide d’'une méthode de mesure telle que le résultat reste indépendant
des caractéristiques dynamiques du circuit en mesure.

b) Description et exigences du circuit
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4 Power supply current under static conditions 41 |:|

a) Purpose

To measure the power supply current under specified static conditions.

b) Circuit diagram

c) Circyit description and requirements

Where appropriate, the pulse generator shall provide a sufficient number of independe
sequenges to enable the output condition(s) of\the circuit under test to be set up acca
the fundtion table.

d) Meagurement procedure

The intggrated circuit is connected as-specified to the measurement circuit of figure
supply gnd input voltages are set.to their specified values.

Power supply

0

Output(s)

Output
network(s)

Circuit being
G measured

% Reference
7, 272/85

G = voltage source and pulse generator

Figure 50

nt pulse
rding to

50; the

The temperature is set to the 'specified value and checked immediately before and after the
measur

Where

level arg
The relq
e) Sped

S

Arbient or reference-point temperature.
t

ement.

hppropriate, the input pulse sequences necessary to set up the required stati
 applied.

vant power, supply current is measured.
ified conditions

C output

ting-up procedure (where appropriate) and sequence of measurements.

Value(s) of the supply voltage(s).

In

put voltage(s).

Output network(s).

5 (Input) threshold voltages and hysteresis voltage 48 |:|

a) Purpose

To measure the (input) threshold voltages and to determine the hysteresis voltage of a
combinational logic circuit by a measuring method such that the result is independent of the
dynamic characteristics of the circuit being measured.

b) Circuit description and requirements
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it de mesure est indiqué dans la figure 51.

Alimentations

Générateur Réseau Yi Vo Réseau

Circuit en mesure

de signaux d'entrée de sortie

On doit
d’entrég
représe
comport
circuit e

c) Exéc
Placer

d’entréd
régler |
I'équipe
signal d
ViT+ (o
(ou VN
valeurs

Le résu
d’hystér

NOTE -
différente

Mesure a l'entrée Mesure a la sortie

Dispositif pour la mesure des tensions:

Figure 51

pouvoir effectuer la mesure de la tension de sortie Vg en fonction de la
V|. Le générateur doit fournir un signal d’entrée triangulaire dont la forme d’c

273/R§

tension
nde est

ntée par une tension qui varie de facon réguliérel ou par paliers; I'’équipement doit

er en outre les réseaux d’entrée et de sortie, etyfournir les tensions d’aliments

n mesure doit étre maintenu a la température(Tamp OU Tcase) SPEcifiée.
ution
e circuit en mesure a la température\(Tamp OU Tcase) Specifiée. Relier les

et de sortie comme spécifié et appliquer les tensions d'alimentation. Con
b générateur de signaux. Appliquér le signal de sortie Vp du circuit en m
ment de mesure, par exempleca I'entrée Y d'un oscilloscope. Appliquer égalg
entrée triangulaire V| a I'’entrée X de l'oscilloscope. Mesurer ou lire la tension

ViTp) quand la tension de'sortie Vo passe brusquement d’'un niveau a l'autre,
) quand la tension de Sortie Vg revient brusquement & son niveau d’origine; G
sont les tensions detseuil (d’entrée).

Itat est la caractéristique de transition indiquée dans la figure 52. La
Esis Vhys est denhée par:

Vhys = ViT+ = Vit-ou  Vitp = ViTN

| es figures“53 et 54 représentent les caractéristiques de transition pour deux formes d’ondsg
5 pouvant indifféeremment étre utilisées pour cette méthode.

d) Cond

ition. Le

bornes

ecter et
sure a
ment le
d’'entrée
ou \/|T_
es deux

tension

d’entrée

itions spécifiées

- Température(Tamp OU Tease)-

— Tension(s) d'alimentation.

— Caractéristiques du signal d’entrée:

tension variant de facon réguliére: linéarité, temps de croissance (t), te
décroissance (t), amplitude;

mps de

tension variant par paliers: différence de tension entre chaque palier (AV), durée de

chaque palier (At), amplitude.

tr, & et At du signal d’entrée doivent étre tres supeérieurs au temps de propagation

du circuit en mesure.

- Réseaux d’entrée et de sortie (y compris les capacités parasites).

— Conditions pour les autres bornes.


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

60748-2 © IEC:1997 - 257 -

The measuring circuit is shown in figure 51.

Power supplies

Signal generator Input network

Circuit being Yo

measured

Output network

The eqU
voltage

either &
network
tempers

c) Mead
The cirg

Input Output
measurement measurement

Voltage measuring device

Figure 51

ipment shall be capable of measuring the output voltage<Vo as a function of t
V|. The measuring equipment shall provide a triangularinput signal whose wav

5 and the supply voltage(s); it shall keep the circuit being measured at the g
ture (Tamp OF Tcase)-

urement procedure
uit being measured is set to the specified temperature (Tamp OF Tcase)- The ir

output

signal generator is adjusted and connected<The output signal Vg of the circuit being m

is appli¢d to the measurement equipment, for instance to the Y-input of an oscilloscd
triangul@r input signal V| of the circuit”being measured is also applied to the meas

nt, in the above case to the,X-input of the oscilloscope. The input voltage is measured

equipm
or read
Vit- (or
the (inp
The res
from:

NOTE - H
may be u

rminals are connected as specifiedyand the supply voltage(s) is (are) appl

as Vit+ (or ViTp) when(the output voltage Vo just switches to the opposite ley
ViTn) When the output. voltage Vo switches to the original level; these two va
It) threshold voltages.

it is the transition characteristic shown in figure 52. The hysteresis voltage Vyy

Vhys = ViT+ = Vit-  ort Vitp = Vi1N

igures 53 and 54 represent the transition characteristics for two different input waveforms, eithe
ed forthis method.

273/85

he input
eform is

ramp or a series of steps; the equipment shallfalso provide the input and output

pecified

put and
ed. The

leasured

pe. The
Lirement

el or as
ues are

L results

of which

d) Spec

4 ! (e
meu COrrdiImoris

— Temperature (Tamp O Tease)-

— Supply voltage(s).

- Characteristics of the input signal:

- In

ramp voltage: linearity, rise time (t,), fall time (&), signal amplitude;

stepped voltage: voltage difference in each step (AV), hold time for each step (Af),

signal amplitude.

ty, & and At of the input signal should be much greater than the propagation ti
the circuit being measured.

put and output networks (including stray capacitance).

— Conditions at other terminals.

me ty, of
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v b
! !
Vit Virs |
Vi Virp
274/85
Figure 52 — Diagramme de transition
v
v A !
Vit+, Vire
Vir—, Vin

-

Figure 53 — Caractéristique\de transition (cas des mesures en laboratoire)

275/85

Vo h

" t
e
vy T e
IT—,» VITN L'_'_'_‘J L‘—LI_‘_I-

-

t

276/85

NOTE - La précision de la mesure est directement fonction de 'amplitude des paliers, dont il faut tenir compte.

Figure 54 — Caractéristique de transition (cas de mesure automatique)
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A
! !
Vit Virs |
Vi Virp
274/85
Figure 52 — Transition diagram
A
v A !
Vit+, Vire
Vir—, Vin \/

275/85

Figure 53 - Transitioncharacteristic for laboratory measurement

Vo h

Y

-

t

276/85

NOTE - The precision of the measurement is a function of the amplitude of the steps, which must be taken into
account.

Figure 54 — Transition characteristic under automatic measurement
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6 Tension d'écrétage d'entrée ( V|k)

a) But
Mesurer la tension d'écrétage d'entrée a une entrée reliée a une (des) diode(s) d'écrétage.
b) Schéma

Alimentation

Entrée a
m mesurer
Y,

Circuit a mesurer Réseaude sqrtie
G2
G1 [ vi( ) Lb—— 4 Sorties
Autres
[T entrées

G, =|source de courant et/ou 777

hénérateur d'impulsions

G, =|générateur de vecteurs de test

IEC 171B/97

Eigure 55

c) Desgription et exigences du circuit

Le géndrateur G1 fournit le courantiinverse spécifié et le voltmétre Vjx mesure la tension. Le
générateur Go, si cela est demandé, doit fournir les conditions spécifiées pour les autres
entrées] Le générateur de courant G; doit étre capable de fonctionner soit comme squrce de
courant] soit comme régulateur de courant.

d) Procgédure de mesure

Conneciter le circuitsintégré au circuit de mesure comme indiqué sur la figure 55, et regler les
tensiong d'alimentation et d'entrée a leurs valeurs spécifiées. Régler la température a la valeur
spécifiép et la‘wvérifier immédiatement avant la mesure. Régler le courant d'entrée a Ip valeur
spécifiép etmesurer la tension d'écrétage Vik.

e) Précautions

Les valeurs limites de la tension et du courant d'entrée ne doivent pas étre dépassées.
f) Conditions spécifiées

— Température ambiante ou de boitier.

— Procédure d'établissement (s'il y a lieu) et séquence des mesures.

— S'ily a lieu, conditions aux autres bornes.

— Courant d'entrée (valeur absolue et sens).

— Valeur du courant.

— Valeur(s) de la ou des tensions d'alimentation.
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6 Input clamping voltage ( V«)

a) Purpose
To measure the input clamping voltage at an input with attached clamping diode(s).

b) Circuit diagram

Power supply

Input being

/—\ measured
A
\_/

G |

G, > Vik Other - Outputs

inputs

current source and/or J7

pulse generator

Circuit being measured Outputnetwrk

G1

G, A pattern generator

IEC 171B/97

Figure 55

c) Circyit description and requirements

Generafor G supplies the specified<reverse input current and voltmeter V|x measures the
voltage.| The generator Gy, where fequired, shall provide the specified conditions at the other
inputs. The current generator Gqshall be capable of acting either as a source or a sink of cdrrent.

d) Meaguring procedure

The integrated circuit is connected as specified to the measurement circuit as shown in figure 55,
and the|supply and input voltages are set to their specified values. The temperature |s set to
the spetified value<and is checked immediately before the measurement. The current|through
the inpUut under nieasurement is set to the specified value and then the input clamping| voltage
Vik is mleasured.

e) Precautions

f) Specified conditions
— Ambient or case temperature.
— Setting-up procedure (where appropriate) and sequence of measurements.
— Where appropriate, conditions at other terminals.
— Input current (absolute value and sign).
— Value of the current.
— Value(s) of power supply voltage(s).
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7 Courant de sortie a I'état bloqué (  /gz)

a) But
Mesurer le courant de sortie a I'état bloqué d'un circuit intégré numérique.
b) Schéma
Alimentation
/—\ loz
Circuit a mesurer A
G1 _/
"""""" Sorties a mesurer B
o <
G| = générateur de vecteurs de test
G = source de tension
IEC 1714/97
Figure 56
c) Desgription et exigences du circuit

Le géné
un amp
doit fou

d) Proc

Connec
tensions
spécifié
requise
d'impuld
obtenir
['amperd

e) Cond

Té
P

rateur G, est une source de tension quicfournit la tension de blocage spécifiée

nir les conditions spécifiées pour jadsortie du circuit a mesurer.
dure de mesure

er le circuit intégré au circuit-de mesure comme indiqué sur la figure 56, et re
d'alimentation et d'entrée a leurs valeurs spécifiées. Régler la température a |
b et la vérifier immédiatement avant et apres la mesure. La condition de sortie
spécifiée est déterminée par les conditions d'entrée et, s'il y a lieu, par la s
ions requise. Régler G; pour obtenir I'état bloqué spécifié de sortie, régler
a tension de sortie spécifiée et mesurer le courant de sortie de I'état bloqué
bmetre A.

itions spécifiées

empgerature ambiante ou d'un point de référence.

et A est

bremetre qui mesure le courant de sortie a I'état bloqué. S'il y a lieu, le générateur G,

bgler les
a valeur
statique
bquence
(5, pour

loz) sur

océdure d'établissement (s'il y a lieu) et séquence des mesures.

Valeur(s) de la (des) tension(s) d'alimentation.

Valeur(s) de la ou des tensions de sortie.

Tension(s) d'entrée.

S’

il y a lieu, autres conditions de sortie.

8 Caractéristiques du phénomene de verrouillage 96 |:|

8.1 Tension ou courant de verrouillage positive (positif) d'entrée ou de sortie
a) But

Mesurer l'amplitude de la tension ou du courant positive (positif) d'entrée ou de sortie
nécessaire au passage d'un circuit intégré a I'état de verrouillage.
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7 Off-state output current ( /5)

a) Purpose
To measure the off-state output current of a digital integrated circuit.
b) Circuit diagram

Power supply

loz
Circuit being measured @

G1

........... Outputs being i
measured G2 < >
| = pattern generator

b = voltage source

O ®

IEC 1714/97

Figure 56

c) Circyit description and requirements

Generafor G is a voltage source providing the-specified off-state output voltage and|A is an
ammetgr measuring the off-state output, current. Where appropriate, the generator {5, shall

The integrated circuit is connected-as specified to the measurement circuit as shown in figure 56,
and the|supply and input voltages are set to their specified values. The temperature |s set to
the specified value and is, checked immediately before and after the measuremgnt. The
required static output cendition as specified is set by the input conditions and} where
applicaljle, by the required sequence of pulses. G is set to give the specified output gff-state,

G, is st to give the specified output voltage and the off-state output current (/pz) is measured

— Value(s) of power supply voltage(s).

— Value(s) of output voltage(s).
— Input voltage(s).
— Where appropriate, other output conditions.

8 Latch-up characteristics 9¢:|

8.1 Positive latch-up input or output voltage or current
a) Purpose

To measure the magnitude of the positive input or output voltage or current necessary to turn
an integrated circuit into latch-up state.
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b) Schéma
Source de Vee
déclenchement | +
Bornes a
—> mesurer i

c) Desd

La tens
I'impuls
courant
d'alimer
spécifié
I'amplitd
positive
mesure
basse 4§
établir |
considé

d)

Exéc

mesurées reliées

Isource — Sorties non

ouvert

El:1997

— mesurées Vo )
Entrées non { - en circuit alimentation

comme spécifié

Masse

R
A
Et

A
sq

M

I
@ Mesure de Icc

IEC|

Figure 57

ription et exigences du circuit

N

on de déclenchement a la borne spécifiée. Augmenter I'amplitude d'impu
ou de la tension de déclenchement jusquia“ce qu'une augmentation du
tation indique le verrouillage du dispositif\Qu jusqu'a ce que l'amplitude m
e de I'impulsion de déclenchement soit atteinte. Couper la tension d'alimentat
de de l'impulsion de déclenchement, &t de la tension ou du courant de vert
(positif). Effectuer les mesures a l'aide d'un oscilloscope ou d'un autre équipe
approprié. La limite du courant-dialimentation doit étre établie a une valey
fin de ne pas détruire le dispositif. On peut utiliser un générateur de modeé
es états logiques des bornes-d'entrée et de sortie non mesurées. La mej
[ée comme destructive.

ution

bgler la températuretambiante a la valeur spécifiée.

ppliquer I'alimentation.

ablir les conditiohs d'entrée/sortie, I'état logique, etc. comme spécifié.

ppliquer lé/eourant ou la tension de déclenchement dans des conditions d'ir
écifiées.de durée, et de temps de montée et de descente a la borne spécifiée.

esuren le courant d'alimentation aprés un délai spécifié.

Algmyenter I'amplitude de I'impulsion de déclenchement jusqu'a ce que le verrou

1715/97

ion d'alimentation spécifiée étant appliquée atr dispositif a mesurer, appliquer

sion du
courant
aximale
on. Lire
ouillage
ment de
r assez
es pour
ure est

hpulsion

llage se

produise ou jusqu'a ce que l'amplitude soit égale a la valeur spécifiée.

Enregistrer I'amplitude et le taux de répétition de I'impulsion de déclenchement.

Si une augmentation du courant d'alimentation se produit ou si le courant d'alimentation
est supérieur au courant d'alimentation maximal spécifié, le verrouillage s'est produit.

Régler la source d'alimentation et les tensions d'entrée a zéro.
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b) Circuit diagram

— 265 -

Trigger
source Vee
+
Terminal under
— measurement +
source — Unmeasured
— tput
Unmeasured ] giL:C?,ILthS open <> Vsupply
inputs connected -
as specified
GND
I
@ lcc measurement
IEC 171p/97
Figure 57
c) Circdit description and requirements
With spgcified supply voltage applied to the device under measurement, the triggering|pulse is
applied |to the specified terminal. The pulse amplitude of\the triggering current or vgltage is
increased until an increase in supply current indicates “latch-up in the device or yntil the
specifie maximum amplitude of the triggering pulse isireached. The supply voltage is gwitched
off. A rgading is taken of the amplitude of the triggering pulse, the positive latch-up vqltage or
current.] All readings are taken by means..0f an oscilloscope or another appropriate
measuré¢ment equipment. The current limitation' of the power supply shall be set low|enough
not to pestroy the device. A pattern generator may be used to set the logic sfates of
unmeasured input and output terminals. The measurement is considered as destructive]
d) Meagurement procedure
— Adjust ambient temperature.as specified.
— Apply power supply.
— Set I/O conditions, lagic state, etc., as specified.
— Apply triggering current or voltage under specified pulse conditions of duration, fise and

fall time to the specified terminal.

Measure supply current after specified delay time.

Increase-the amplitude of the triggering pulse until latch-up occurs or until the amplitude

equals_the specified value.

Reaqister the amplitude and repetition rate of triggering pulse.

If an increase in supply current occurs or if supply current is greater than the specified
maximum supply current, latch-up has occurred.

Power source and input voltages are set to zero.
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o
lateh/ Vatch

to h b 8

i4 Il’5 is ll‘7 Ig
IEC 1716/97
Figure 58
t1  Connecter le dispositif comme spécifié.
to  Etablir la limite du courant d'alimentation et la tenSion d'alimentation comme $pécifié.
Ftablir les conditions d'entrée et de sortie comme spécifié pour placer le dispogjitif dans
[état logique spécifié s'il y a lieu.
t3  Appliquer I'impulsion unique de la grandeur‘de’déclenchement.
t4  fpprés la durée spécifiée, enlever la grafdeur de déclenchement. Ramener la|borne a
mesurer a son état avant I'applicationtde I'impulsion de déclenchement.
ts fprés un délai spécifié, mesurer le*courant d'alimentation.
lg
7

fs

errouillage ne s'est,pas produit.

\prés un temps—de

Bi le courant d'alimentation est\supérieur au courant d'alimentation maximal sp
Bi le courant d'alimentafion est inférieur au courant d'alimentation maximal spécifié, le

be peut que le verrouillage sersoit produit. Déconnecter la tension d'alimentatior

ecifie, il

f)

refroidissement (fg jusqu'a tg) une seconde impul

éclenchement(peut étre appliquée en répétant les opérations spécifiées de t3 3
n continuantiavec les mesures ci-dessus.

Conditions spécifiées

— Température ambiante ou du boitier.
Tension d'alimentation.

sion  de
BUHIUb él mesurcr.

tg, puis

Conditions aux bornes non mesurées: entrées non mesurées reliées a la masse ou V¢
(Vpp), sauf spécification contraire. Les sorties non mesurées restent ouvertes.
Etat logique.

Courant d'alimentation maximal.

amplitude maximale;
durée;

Conditions de l'impulsion de déclenchement:
« temps de montée et de descente.
Délai avant la mesure du courant d'alimentation.
Temps de refroidissement.

Limitation du courant d'alimentation.
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e) Time operation
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hatch/atch

Tlo Itl
ty Comnect device as specified.
t, Set
con
t3  Apf

Iy

me

hav

If th
latgh-up.
tg  Afte

the
abd

ve.
f) Spec

ified conditions
- A

bient-orcase temperature.
Slipply-voltage.

Termimatsto be measured.

Logic state.

L B

5

Figure 58

ditions as specified, to place the device in the speeified logic state if appropriats
ly single-pulse triggering quantity.

e latched-up. Disconnect the supply voltage.

t7

I

supply-current limitation and supply voltage as¢ specified. Set input and

output
Aftgr the specified duration, remove the triggering quantity. Return the terminal under
tg If th

hsurement to the same state as before‘the application of the triggering pulse.
After a specified delay time the supply current is measured.

e supply current is greater thap\the specified maximum supply current, the de\

e supply current is lessthan the specified maximum supply current, the device

is not in
br a cool-down timés{fg through tg) a second triggering pulse can be applied, r¢
operations specified at times f3 through ts, then continuing with the measurenjents as

IEC 1716/97

1%

ice may

bpeating

Maximum supply current.
Conditions of triggering pulse:
*  maximum amplitude;

duration;

rise and fall time.

Conditions at unmeasured terminals: unmeasured inputs connected to ground or Vcc
(Vpp), unless otherwise specified. Unmeasured outputs are left open.

Delay time before measurement of supply current
Cool-down time.

Limitation of supply current.
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8.2 Tension ou courant de verrouillage négative (négatif) d'entrée ou de sortie
a) But

Mesurer I'amplitude de la tension ou du courant négative (négatif) d'entrée ou de sortie
nécessaire au passage d'un circuit intégré a I'état de verrouillage.

b) Schéma
@ Mesure de Icc
Vee
+
Borne a
<+ mesurer
'source — Sorties non alimegntation
[ — mesurées
Entrees non en circuit
nesurées reliées ouvert
Comme spécifié |
Masse
Spurce de
déclenchement
IEG 1717/97
Figure 59

c) Desgription et exigences du circuit

La tengion d'alimentation spécifiée étant _.appliquée au dispositif & mesurer, appliquer
I'impulsion de déclenchement négative a lasborne spécifiée. Augmenter I'amplitude d'impulsion
négativg du courant ou de la tension de\déclenchement jusqu'a ce qu'une augmentation du
courant| d'alimentation indique le verrouillage du dispositif ou jusqu'a ce que l'amplitude
maximale spécifiée de l'impulsion. de déclenchement soit atteinte. Couper la |tension
d'alimerntation. Lire I'amplitude de-l'impulsion de déclenchement, et de la tension ou du|courant
de verrpuillage négative (négatif). Effectuer les mesures a l'aide d'un oscilloscope [ou d'un
autre équipement de mesure approprié. La limite du courant d'alimentation doit étre ¢tablie a
une valg¢ur assez basse afin*de ne pas détruire le dispositif. On peut utiliser un générateur de
vecteurs$ de test pour établir les états logiques des bornes d'entrée et de sortie non mesurées.

La mes

d)

Exéclution

re est considérée comme destructive.

Regler laxtempérature ambiante a la valeur spécifiée.

Appliguer 'alimentation.

Appliguer le courant ou la tension de déclenchement dans des conditions d'impulsion
spécifiées de durée, et de temps de montée et de descente a la borne spécifiée.

Mesurer le courant d'alimentation aprés un délai spécifie.

Augmenter I'amplitude de I'impulsion de déclenchement jusqu'a ce que le verrouillage se
produise ou jusqu'a ce que I'amplitude soit égale a la valeur spécifiée.

Enregistrer I'amplitude et le taux de répétition de I'impulsion de déclenchement.

Si une augmentation du courant d'alimentation se produit ou si le courant d'alimentation
est supérieur au courant d'alimentation maximal spécifié, le verrouillage s'est produit.

Régler la source d'alimentation et les tensions d'entrée a zéro.
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8.2 Ne
a) Purp

gative latch-up input or output voltage or current
ose

To measure the magnitude of the negative input or output voltage or current necessary to turn
an integrated circuit into latch-up state.

b) Circuit diagram

@ Icc measurement
Vee
4
Terminal under
14— measurement Vsurb
source —— Y Unmeasured SuRply
— outputs open
Unmeasured circuit
inputs connected B
as specified |
GND
Trigger
+ Ppource
IEC 1717/97
Figure 59

c) Circd

With sp
pulse is
or volta
until the)
switche
voltage
measur
not to

unmeas|

d) Meaq

it description and requirements

bcified supply voltage applied to the dewice under measurement, the negative ti
applied to the specified terminal. The'hegative pulse amplitude of the triggering
je is increased until an increase\in"supply current indicates latch-up in the d

| off. A reading is taken of . thevamplitude of the triggering pulse, the negative
or current. All readings ar€ taken by means of an oscilloscope or another apy
ement equipment. The (current limitation of the power supply shall be set low
destroy the device, A pattern generator may be used to set the logic s

urement procedure

- A

— Apply power,'supply.
— Set I/@-conditions, logic state, etc., as specified.
— Applytriggering current or voltage under specified pulse conditions of duration,

just ambient.femperature as specified.

ured input and output*terminals. The measurement is considered as destructive|

iggering
current
bvice or

specified maximum amplitude cof the triggering pulse is reached. The supply vo¢ltage is

latch-up
ropriate
enough
ates of

Fise and

falttime to the specified terminat:

— Measure supply current after specified delay time.

— Increase the amplitude of the triggering pulse until latch-up occurs or until the amplitude
equals the specified value.

— Register the amplitude and repetition rate of the triggering pulse.

— If an increase in supply current occurs or if supply current is greater than the specified
maximum supply current, latch-up has occurred.

— Power source and input voltages are set to zero.


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

f)

— 270 -

e) Temps opération

Conditions spéeifiees

T
T
B

Vee

: N . v _ ____________
Niveau de référence : : : . :
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hatch/ Viatch

ty ts g 7 g
IEC 1718/97
Figure 60
Connecter le dispositif comme spécifié.

Ftablir la limite du courant d'alimentation et la tensjon d'alimentation comme

['état logique spécifié s'il y a lieu.

\ppliquer I'impulsion unique de la grandeur‘derdéclenchement.
\prés la durée spécifiée, enlever la grandeur de déclenchement. Ramener la
esurer a son état avant I'application.de’l'impulsion de déclenchement.
\prés un délai spécifié, mesurer le.gourant d'alimentation.

Bi le courant d'alimentation est(Supérieur au courant d'alimentation maximal sp
$e peut que le verrouillage se-soit produit. Déconnecter la tension d'alimentatior]
Bi le courant d'alimentation est inférieur au courant d'alimentation maximal sp¢4
errouillage ne s'est pas produit.

\prés un temps~de refroidissement (fg jusqu'a fg) une seconde

gléclenchement(peut étre appliguée en répétant les opérations spécifiées de t3 §
@¢n continuantiavec les mesures ci-dessus.

mpérature ambiante ou du bottier.
%nsion d'alimentation.

ragac 3 maciirar
HeS= eSted

Etablir les conditions d'entrée et de sortie commetspécifié pour placer le dispos

Epécifié.
itif dans

borne a

écifié, il
beifié, le

impulsion de

tg, puis

Conditions aux bornes non mesurées: entrées non mesurées reliées a la masse ou V¢
(Vpp), sauf spécification contraire. Les sorties non mesurées restent ouvertes.
Etat logique.

Courant d'alimentation maximal.

Conditions de I'impulsion de déclenchement:

amplitude maximale;
durée;

temps de montée et de descente.

Délai avant la mesure du courant d'alimentation.
Temps de refroidissement.

Limitation du courant d'alimentation.
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e) Time operation

Is

ls

t7

fs

f)

Reference level

latch! Viatch

IEC 1718/97

Figure 60

Connect device as specified.

Set| supply-current limitation and supply voltage as, specified. Set input ang
conditions as specified, to place the device in specified logic state, if appropriate.

Apply single-pulse triggering quantity.

output

Aftgr the specified duration, remove the triggering quantity. Return the terminal under

mef@surement to the same state as beforesthe application of the triggering pulse.
After a specified delay time the supply current is measured.

If the supply current is greater than the specified maximum supply current, the deJice may

have latched up. Disconnect the, supply voltage.

If the supply current is less than the specified maximum supply current, the device

is not in
latgh-up.
After a cool-down time.(fg through fg) a second triggering pulse can be applied, r¢peating
the|operations specified at times t3 through fg, then continuing with the measurenments as
abgve.

Spedified conditions

Ambient ‘or-Case temperature.
Suipply.voltage.

Téerminals to bhe measured

Conditions at unmeasured terminals: unmeasured inputs connected to ground or Vcc

(Vpp), unless otherwise specified. Unmeasured outputs are left open.
Logic state.

Maximum supply current.

Conditions of triggering pulse:

¢ maximum amplitude;

e duration;

* rise and fall time.

Delay time before measurement of supply current.

Cool-down time.

Limitation of supply current.
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8.3 Tension ou courant d'alimentation de verrouillage

a) But

El:1997

Mesurer l'amplitude de la tension ou du courant appliqué(e) aux bornes d'alimentation

nécessa

ire au passage d'un circuit intégré a I'état de verrouillage.

b) Schéma

+

Source de
Mesure de Icc déclenchement

Vee
+
— <> Valimentation
- Toutes les sorties
Toutek les entrées [ — | en circuit ouvert
reliéeg comme { - —
spécifié
Masse

c) Desgription et exigences du circuit

La tens
tension
d'impulg
disposit
soit attsg
C'est la
pas me;

ainsi qug les valeurs d'augmentation du courant. Couper la tension d'alimentation. Effe
mesure$ a l'aide d'un oscillescope ou d'un autre équipement de mesure approprié. La

courant
disposit
d'entréd

d) Exécution

- R
- A

IEC 171

Figure 61

on d'alimentation spécifiée étant appliquée au dispositif a mesurer, superpd
ion jusqu'a ce qu'une augmentation-du courant d'alimentation indique le verrou
f ou jusqu'a ce que l'amplitude, maximale spécifiée de Il'impulsion de déclen
inte. Mesurer l'amplitude de la tension d'alimentation totale appliquée au d
urable directement, mdis,peut étre évalué en observant le courant avant le ver
d'alimentation ,doit étre établie a une valeur assez basse afin de ne pas dé

f. On peut utiliser un générateur de modeles pour établir les états logiques des
et de sortiesnon mesurées. La mesure est considérée comme destructive.

bgleria température ambiante a la valeur spécifiée.

9/97

Ser une

ou un courant a la tension ou ,au® courant d'alimentation. Augmenter l'amplitude

Ilage du
hement
spositif.

tension d'alimentation de &errouillage. Le courant d'alimentation de verrouillage n'est

ouillage
tuer les
imite du
truire le
bornes

ppliquer I'alimentation.

— Etablir les conditions d'entrée/sortie, I'état logique, etc. comme spécifié.

— Appliguer le courant ou la tension de déclenchement dans des conditions d'impulsion
spécifiées de durée, et de temps de montée et de descente a la borne spécifiée.

— Mesurer le courant d'alimentation apres un délai spécifié.

— Augmenter I'amplitude de I'impulsion de déclenchement jusqu'a ce que le verrouillage se

pr

oduise ou jusqu'a ce que I'amplitude soit égale a la valeur spécifiée.

— Enregistrer 'amplitude et le taux de répétition de I'impulsion de déclenchement.

— Si une augmentation du courant d'alimentation se produit ou si le courant d'alimentation
est supérieur au courant d'alimentation maximal spécifié, le verrouillage s'est produit.

— Régler la source d'alimentation et les tensions d'entrée a zéro.
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8.3 Latch-up supply voltage or current
a) Purpose

To measure the magnitude of the voltage or current applied to the supply terminals necessary
to turn an integrated circuit into latch-up state.

b) Circuit diagram

+

Trigger
Icc measurement source

Vee
+
— <> Vsupply
I All outputs
All {nputs - open circuit
connected {_ —
as s$pecified
GND

IEC 1719/97

Figure 61

c) Circyit description and requirements

With spgcified supply voltage applied to the device under measurement, a voltage or clrrent is
superimposed on the supply voltage or curfent. The pulse amplitude is increased [until an
increasg in supply current indicates latch<up in the device or until the specified maximum
amplitude of the triggering pulse is reached. A reading is taken of the amplitude of the total
supply Voltage applied to the device, Which is the latch-up supply voltage. The latch-up supply
current |s not directly measurable, btit may be estimated by observing the current prior o latch-
up togedther with the incrementsvby which the current is increased. The supply vdltage is
switchedl off. All readings are“taken by means of an oscilloscope or another apgropriate
measurg¢ment equipment. JThe current limitation of the power supply shall be set low|enough
not to pestroy the device: A pattern generator may be used to set the logic sjates of
unmeasjured input and‘output terminals. The measurement is considered as destructive]

d) Meagurement procedure

Adljust anlbient temperature as specified.

Apply(pawer supply.

S¢tV/O conditions, logic state, etc., as specified.

— Apply triggering voltage or current pulse under specified pulse conditions of duration, rise
and fall time to the specified terminal.

— Measure supply current after specified delay time.

— Increase the amplitude of the triggering pulse until latch-up occurs or until the amplitude
equals the specified value.

— Register the amplitude and repetition rate of the triggering pulse.

— If an increase in supply current occurs or if supply current is greater than the specified
maximum supply current, latch-up has occurred.

— Power source and input voltages are set to zero.
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e) Temps opération

f)

1

f3

VCClatch - wrermerrem s f

— g g
L A— —» e

CEI:1997

lo l.‘l th t3 ty t5 s t7 tg
IEC A720/97
Figure 62
Connecter le dispositif comme spécifié.

Ftablir la limite du courant d'alimentation et la tension.d'alimentation comme

[état logique spécifié s'il y a lieu.
Superposer la tension ou le courant de déclenmchement a la tension ou au

ourant d'alimentation. C'est la tension ou,le courant d'alimentation de verrou
tas de verrouillage.

\prés la durée spécifiée, enlever lattension de déclenchement. Ramener la
esurer a son état avant I'applicatien de I'impulsion de déclenchement.

\prés un délai spécifié, mesuretlle courant d'alimentation.

[état de verrouillage; le verrouillage ne s'est pas produit.

€n continuant avec les mesures ci-dessus.

Conditionstspecifiées

T

mperature ambiante ou du bottier.

Epécifié.

Ftablir les conditions d'entrée et de sortie comme spécifié pour placer le dispogjitif dans

courant

¢'alimentation. Aprés t3 observer et enregistrer I'amplitude totale de la tension ou du

illage en

borne a

Bi le courant d'alimentationcest supérieur au courant d'alimentation maximal spécifié, il
$e peut que le verrouillage*se soit produit. Déconnecter la tension d'alimentation.

Bi le courant d'alimentation est inférieur au courant d'alimentation maximal spécifié a

\prés un temps de refroidissement (g jusqu'a tg) une seconde impulsion de
gléclenchement peut étre appliquée en répétant les opérations spécifiées de t3 § tg, puis

H NI H P
TUIIDIUII U atirciiatiurt.

Bornes a mesurer.

Conditions aux bornes non mesurées: Toutes les entrées reliées a la masse ou V¢
(Vpp), sauf spécification contraire. Toutes les sorties restent ouvertes.
Etat logique.

Cc

ourant d'alimentation maximal.

Conditions de I'impulsion de déclenchement:

amplitude maximale;
durée;
temps de montée et de descente.

Délai avant la mesure du courant d'alimentation.
Temps de refroidissement.

Li

mitation du courant d'alimentation.


https://iecnorm.com/api/?name=7765e7e530f16bb56b242b8cca3f020e

60748-2 © IEC:1997 - 275 -

e) Time operation

b

f3

7]

f)

Vcclateh

o 4 b 13 s t5 Ig t; tg

IEC 1720097

Figure 62

Comnect device as specified.

Set
con

The
Aftd
the

Afte
me

Aftd
If th
hav

If t
stal

supply current limitation and supply voltage as speeified. Set input anc
ditions as specified, to place the device in specified logic state, if appropriate.

triggering voltage or current is superimposed on-the supply voltage or supply
br 3 observe and record the total amplitude of{the supply voltage or current,
latch-up supply voltage or current in case of latch-up.

output

current.
Wwhich is

br the specified duration, remove the triggering voltage. Return the terminal under

hsurement to the same state as beforesthe application of the triggering pulse.
br a specified delay time the supply current is measured.

e supply current is greater than the specified maximum supply current, the dey
e latched-up. Disconnect the Supply voltage.

he supply current is lessiithan the specified maximum supply current in the
e, the device is not in latch-up.

After a cool-down time.(tg through tg) a second triggering pulse can be applied, r¢
operations specified at times t3 through tg, then continuing with the measurenpents as

the
abag

Speg

ve.
ified conditions

A

bient er-case temperature.

Sulipply.voltage.

T

ice may

latch-up

bpeating

rminals to he measured

Conditions at unmeasured terminals: all inputs connected to ground or Vcc (Vpp), unless

ot

herwise specified. All outputs are left open.

Logic state.

Maximum supply current.

Conditions of triggering pulse:

maximum amplitude;
duration;
rise and fall time.

Delay time before measurement of supply current.

Cool-down time.

Limitation of supply current.
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8.4 Tension ou courant (d'alimentation) a I'état de verrouillage

a) But

Mesurer I'amplitude de la tension aux bornes de la tension d'alimentation ou celle du courant
d'alimentation d'un circuit intégré a I'état de verrouillage.

b) Sché

ma

+

de

Source
Mesure de Icc déclenchement

Td

Sp

Mes|

Vee
.

I () Valiment
- Toutes les sorties
utes les entrées [ — | } en circuit ouvert
iées comme { B —

Ecifié

Masse

Lre de Ve

c) Desd

La tens
I'impuls
I'impuls
indique
I'impuls
disposit
verrouill
ou d'un
établie
générat
non me
d) Exéc

- R

- A

— Et

Figure 63

ription et exigences du circuit

tion

EC 1721/97

on de déclenchement jusqu'a ce qu'une augmentation du courant d'alim
le verrouillage du dispositif ou-jasqu'a ce que l'amplitude maximale spéc
on de déclenchement soit atteinte. Mesurer la tension aux bornes d'aliment
f, la tension de I'état de wefrouillage, ou le courant d'alimentation a |
age. Couper la tension d'alimentation. Effectuer les mesures a l'aide d'un osci

autre équipement de mesure approprié. La limite du courant d'alimentation
bur de vecteurs de_test pour établir les états logiques des bornes d'entrée et ¢
burées. La mesure est considérée comme destructive.

ution

Bgler la tempéerature ambiante a la valeur spécifiée.

ppliquer lalimentation.

ablif les conditions d'entrée/sortie, I'état logique, etc. comme spécifié.

- A

ion d'alimentation spécifiée étant appliquée au dispositif a mesurer, a[pliquer

on de déclenchement a la borne spécifiée. Augmenter I'amplitude d'impulsion de

ntation
fiée de
ation du
état de
loscope
Hoit étre

B une valeur assez hasse afin de ne pas détruire le dispositif. On peut ut{liser un

e sortie

iées de

pliquer l'impulsion de déclenchement dans des conditions d'impulsion spéci

durée, et de temps de montée et de descente a la borne spécifiée.

— Mesurer le courant d'alimentation apres un délai spécifié.

— Augmenter I'amplitude de I'impulsion de déclenchement jusqu'a ce que le verrouillage se

pr

oduise ou jusqu'a ce que I'amplitude soit égale a la valeur spécifiée.

— Enregistrer la tension aux bornes d'alimentation du dispositif ou le courant d'alimentation.

— Si une augmentation du courant d'alimentation se produit ou si le courant d'alimentation
est supérieur au courant d'alimentation maximal spécifié, le verrouillage s'est produit.

— Régler la source d'alimentation et les tensions d'entrée a zéro.
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8.4 Latch-up state (supply) voltage or current

a) Purpose

To measure the magnitude of the voltage across the supply voltage terminals or the supply
current of an integrated circuit in the latch-up state.

b) Circuit diagram
+
Trigger
Icc measurement source
i
Vee
+
A <> Vsupply
— All outputs
All inputs open circuit
connected B —
as specified
vV GND
Ve measurement

c) Circd

With spgcified supply voltage applied to the device under measurement, the triggering
applied [to the specified terminal. The puls€amplitude of the triggering pulse is increas

an increg
amplitud
supply t
supply

appropr
low eno
of unm¢g

d) Meaq

IEC

Figure 63

it description and requirements

ase in supply current indicates tatch-up in the device or until the specified m
e of the triggering pulse is reached. A reading is taken of the voltage across th
erminals, the latch-up state'woltage, or of the supply current in the latch-up st
oltage is switched off. Al readings are taken by means of an oscilloscope or

Lgh not to destroy the device. A pattern generator may be used to set the log
asured input and’output terminals. The measurement is considered as destruct

urement procedure

- A
- A
- S
- A

just ambient-temperature as specified.

ply power supply.
t I/@_conditions, logic state, etc., as specified.

1721/97

pulse is
ed until
aximum
b device
hte. The
another

ate measurement equipment. The current limitation of the power supply shall be set

C states
ve.

the specified terminal.

— Measure supply current after specified delay time.

time to

— Increase the amplitude of the triggering pulse until latch-up occurs or until the amplitude
equals the specified value.

— Register the voltage across the device supply terminals, or the supply current.

— If an increase in supply current occurs or if supply current is greater than the specified
maximum supply current, latch-up has occurred.

— Power source and input voltages are set to zero.
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e) Temps opération

fh

Iy

3

ls

t7
i3

f)

Conn

Etablir la limite du courant d'alimentation et la tension comme spéctifié. Etablir les cg
d'ent
yali
Supe
Mesu
aum
Apré
tensi
obse
sur
Lat
cour
Apré
d'alin
Sile
Aprég
enré
NOTE - §

tension d
déclenchd

Cong

IEC 1722/97

Figure 64

ecter le dispositif comme spécifié.

Fée et de sortie comme spécifié pour placer le dispositif'dans I'état logique sp4
B UL
rposer la tension de déclenchement a la tension d‘alimentation.

nditions
cifié s'il

rer et enregistrer I'amplitude totale de la tensionaux bornes de la tension d'alimentation

oment de l'application. En cas de verrouillage.¢'est la tension de verrouillage.
5 un délai spécifié, mesurer et enregistrer' a nouveau la tension aux borng

bn d'alimentation. Mesurer et enregistrer également le courant d'alimentation
fve une baisse de la tension en dessous de I'amplitude de la tension appliqué

I{figure 64 ou une augmentation du‘€ourant d'alimentation, le verrouillage s'est

nsion est enregistrée comme la.ténsion a I'état de verrouillage et le courant cq
nt a I'état de verrouillage.

s de la
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5 un délai spécifié, enléver Il'impulsion de déclenchement et ramener la borne

nentation a son état avant I'application du déclenchement.

verrouillage s'est produit, I'alimentation doit étre déconnectée.
un temps de refroidissement, une seconde impulsion de déclenchement peut étre g

hétant les opérations spécifiées de 3 a t7, puis en continuant avec les mesures ci-des

i la valeur dé_ la tension a I'état de verrouillage est supérieure a la tension d'alimentation, la b
alimentation ‘reviendra au niveau de la tension d'alimentation suivant le front arriére de I'im
ment.

itions sspécifiées

ppliquée
5US.

brne de la
ulsion de

Té

bmpérature ambiante ou du boitier.

Tension d'alimentation.
Bornes a mesurer.

Conditions aux bornes non mesurées: toutes les entrées reliées a la masse ou V¢
(Vpp). sauf spécification contraire. Toutes les sorties restent ouvertes.

Etat logique.
Courant d'alimentation maximal.
Conditions de l'impulsion de déclenchement:

amplitude maximale;
durée;
temps de montée et de descente.

Délai avant la mesure du courant d'alimentation.
Temps de refroidissement.

Limitation du courant d'alimentation.
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